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symboles utilisés 

bfs (b 21 s ) 

bib (b11b ) 

b. (b11 s ) lS 

bob (b 22b ) 

b (b22s ) 
os 

b (b12s ) 
rs 

B 

B s 
C 

C c 

Cd 
C e 
Cfs (C 21 s ) 

C g-n 
Cib (C 11b ) 

C. (C 11e ) 
le 

C. (C 11s ) 
lS 

Cob (C 22b ) 

C (C 22e ) 
oe 

C (C 22s ) 
os 

Crb (C 12b ) 

Crd (C12d ) 

C (C 12e ) 
re 

C (C 12s ) 
rs 

CMRR 

d im 

f 

fT 

F 

F c 

gfs (g21s) 

gib (g11b) 

gie (g11 e ) 

gis (g11 s ) 

gob (g22b) 

goe (g22e) 

gos (g22s) 

susceptance de transfert, source commune, sortie en court-circuit 

susceptance d'entrée, base commune, sortie en court-circuit 

susceptance d'entrée, source commune, sortie en court-circuit 

susceptance de sortie, base commune, entrée en court-circuit 

susceptance de sortie, source commune, entrée en court-circuit 

susceptance de réaction, source commune, entrée en court-circuit 

bande passante à -3 dB 

susceptance de la source 

capacité différentielle 

capacité collecteur 

capacité diode 

capacité émetteur 

capacité de transfert, source commune, sortie en court-circuit 

capacité entre la grille et les autres électrodes réunies 

capacité d'entrée, base commune, sortie en court-circuit 

" émetteur commun, " " " " 

, source commune, " " " 

" de sortie, base commune, entrée " " " 

" " émetteur commun, " " " 

" " , source commune, " " " 
" de rétroaction, base commune, entrée en court-circuit 

" " drain commun, " 

" émetteur commun, " 

" , source commune, 

rapport de réjection en mode commun 

distorsion en intermodulation 

fréquence 

fréquence de transition 

facteur de bruit 

facteur de bruit de conversion 

" 

" " " 

" " " 

" " " 

conductance de transfert, source commune, sortie en court-circuit 

conductance d'entrée, base commune, sortie en court-circuit 

conductance d'entrée, émetteur commun, sortie en court-circuit 

conductance d'entrée, source commune, sortie en court-circuit 

conductance de sortie, base commune, entrée en court-circuit 

conductance de sortie, émetteur commun, entrée en court-circuit 

conductance de sortie, source commune, entrée en court-circuit 
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grs 
G 

P 
Gpb 
GS 

Gtr 
GUM 

GtrCum ) 

PG u 
G 

v 
hfe , h21e 
hFE , h21E 

h. (h11 ) 
~e e 

hoe (h22e ) 

h (h12 ) 
re e 

IAM 
I ARM 
I ASM 

lB 

-IBM 

-lB off 

lB on 

IC 

IC on 
I CBO 

ICEO 
I CER 
I CES 
I CEX 
I CEY 

ICM 

ID 

IoM 

IoSS 

IoSX 

lE 
I ERM 

IF 
I FRM 
I FSM 

IG 
I GoO 
I GSO 
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conductance de réaction, source commune, entrée en court-circuit 

gain en puissance 

gain en puissance, base commune 

conductance de la source 

gain de transfert en puissance 

gain en puissance maximal unilatéralisé 

gain en tension 

gain de transfert en courant alternatif, émetteur commun 

gain de transfert en courant continu, émetteur commun 

impédance d'entrée (émetteur commun) 

admittance de sortie (émetteur commun) 

rapport de transfert inverse en tension (émetteur commun) 

courant d'anode maximal 

courant d'anode maximal répétitif 

courant d'anode crête non répétitif 

courant base 

courant base maximal pendant le temps de recouvrement inverse 

courant base pendant le temps de recouvrement inverse 

courant base de commande pour une conduction donnée 

courant collecteur 

courant collecteur correspondant à lB on 
courant résiduel collecteur-base, émetteur ouvert 

" " " -émetteur, base ouverte 

" " pour RB donnée , " " 

" " 

" " " 

" " " 
courant collecteur de crête 

courant drain 

courant drain maximal 

" 

" 

" 

, pour RB nulle 

, jonction B-E 

, jonction B-E 

courant drain, pour une tension grille-source nulle 

courant drain au blocage 

courant émetteur 

courant émetteur répétitif maximal 

courant direct 

courant direct de pointe récurrent 

courant direct de crête non répétitif 

courant grille 

courant résiduel grille-drain 

courant résiduel grille-source, drain ouvert 

bloquée 

passante 



ICSS 

IH 

ID 
I ORM 

l 
P 

T 

-'-R 
l 

v 

IZ 
Ptot 

r bb , Cb,c 

r,-4 
uS on 

rOS on 
r G 

R , e [y. ) 
lS 

Re[ ) 
Yos 

RE 

RG 
RL 
R 

p 

RS 

RthCj-amb) 

Rth j-a 

RthCj - c ) 

RthCj-mb) 

RthCj-fb 
R.O. S. ) 
T.O.S. ) 

Sz 
t d 

tf 

t off 

t 
on 

t 
P 

t 
q 

t 
r 

t 
rr 

t 
s 

T 
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courant résiduel total de grille, 0 et S en court-circuit 

courant de maintien 

courant de sortie 

courant de sortie répétitif maximal 

courant de crête 

courant continu inverse 

courant de vallée 

courant inverse injecté 

puissance totale dissipée 

constante de temps de rétroaction 

résistance drain-source à l'état passant (mesure en alternatif) 

résistance drain-source à l'état passant (mesure en continu) 

résistance de générateur 

résistance dynamique 

résistance extérieure en série dans la base 

résistance extérieure reliant base et émetteur 

résistance extérieure en série dans le collecteur 

partie réelle de l'admittance d'entrée 

partie réelle de l'admittance de sortie 

résistance extérieure en série dans l'émetteur 

résistance du circuit grille 

résistance de charge 

résistance de perte d'un circuit accordé 

résistance de source 

résistance thermique, jonction-air ambiant 

résistance thermique, jonction-boîtier 

résistance thermique, jonction-fond de boîtier 

taux d'ondes stationnaires 

coefficient de température 

temps de retard à la croissance 

temps de décroissance 

temps total de coupure 

temps d'établissement du courant 

durée d'une impulsion 

temps de charge 

temps de croissance du courant 

temps de recouvrement inverse 

temps de retard à la décroissance du courant 

période (durée du cycle) 
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Tamb 

T 
c 

T. 
J 

Tmb 

T stg 
VAK 

VBB 

VBE sat 

V CBR 1 CBO 

V (BRl CEO 

VCBRl CER 

VCBRl CES 

V CBRl OSX 

VCBRl GOO 

VCBRl GSO 

V(BRl GSS 
VCB 

VCBO 

VCC 

VCE 

VCEK 

VCEO 

VCEO sust 
VCER 

VCER sust 
VCES 

VCE sat 
VOB 

VOO 

VOGO 

VOS 
VOSS 

VEB 

VEBO 

VEE 

VF 
VFAKO 

VGA 

VGB 

VGO 
VGK 

VGS 
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température ambiante 

température du boitier 

température de jonction 

température du fond de boit ier 

température de stoc kage 

tension anode-cathode en direct 

tension continue d'alimentation de la base 

tension de saturation base-émetteur 

tension de claquage collecteur-base, émetteur ouvert 

tension de claquage collecteur-émetteur, base ouverte 

tension de claquage collecteur-émetteur, pour RB donnée 

tension de claquage collecteur-émetteur, pour RB nulle 

tension de claquage drain-source, grille au blocage 

tension de claquage grille-drain, source ouverte 

tension de claquage grille-source, drain ouvert 

tension de claquage grille-source, drain et source en court-circuit 

tension collecteur-base 

tension collecteur-base, émetteur ouvert 

tension continue d'alimentation du collecteur 

tension collecteur-émetteur 

tension de coude collecteur-émetteur 

tension collecteur-émetteur, base ouverte 

tension de maintien collecteur-émetteur 

tension collecteur-émetteur, avec Rentre E et B 

tension de maintien collecteur-émetteur 

tension collecteur-émetteur. B et E en court-circuit 

tension de saturation collecteur-émetteur 

tension drain-substrat 

tension continue d'alimentation du drain 

tension drain-grille. source en circuit ouvert 

tension drain-source 

tension drain-source. source et grille en court-circuit 

tension émetteur-base 

tension émetteur-base. collecteur ouvert 

tension continue d'alimentation de l'émetteur 

tension continue directe 

tension directe anode-cathode. grille ouverte 

tension grille-anode 

tension grille-substrat 

tension grille-drain 

tension grille-cathode 

tension grille-source 



VG1S 

VG2S 

VGSO 

V. 
l 

V 
n 

V 
o 

V(PJGS 
VR 
VRAKO 
VRRM 
V 

S 
VSB 

Yfb (Y 21b ) 

Yfs (Y 21s ) 

Y. (Y11s ) 
lS 

y (y 22s ) os 
Yrb (Y12b ) 

Y (Y12s ) rs 
Zs 
0 
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tension grille 1-source 

tension grille 2-source 

tension grille-source, drain ouvert 

tension d'entrée 

tension de bruit 

tension de sortie 

tension grille-source au blocage 

tension inverse 

tension inverse anode-cathode, grille ouverte 

tension inverse crête répétitive 

tension source 

tension source-substrat 

tension Zener 

admittance de transfert, base commune, sortie en court-circuit 

admittance de transfert, source commune, sortie en court-circuit 

admittance d'entrée, source commune, sortie en court-circuit 

admittance de sortie, source commune, entrée en court-circuit 

admittance de réaction, base commune, entrée en court-circuit 

admittance de réaction, base commune, entrée en court-circuit 

impédance de la source 

rapport de la durée d'une impulsion à sa période 
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GRANDEURS ÉLECTRIQUES 

Les lettres minuscules représentent les valeurs instantanées de 
grandeurs qui varient avec le temps. 

Exemples: i, v, p. 

Les lettres majuscules représentent les valeurs maximales, 
moyennes (en courant continu) et efficaces. 

Exemples: 1, V, P. 

Les indices majuscules représentent les valeurs continues et les 
valeurs totales instantanées. 

Exemples: IC. iC, VCE , vCE, h 21E . 

Les indices minuscules représentent les valeurs des composantes 
variables. 

Exemples: ie, ic, vcb, vce , h2le . 

Afm de distinguer éventuellement les valeurs maximales, 
moyennes, efficaces, les valeurs maximales et moyennes sont 
représentées par l'addition des indices m ou M et av ou AV. 

Exemples: Icm , ICM, Icav. ICAV . 

~I 
~ 
'à 
u 

c 
" ~t----r-...J 

o~---'-_-L..l--'-+-'---++--'--------'- romps 

'e } 
Composant. varrable Indices minuscule, 

1 CA V - valeur moy 

1 CM - valeur de crête 

1 Ceff - valeur efficace 

1 C -valeur instantanée 

du 

cou-

rant 

total 

Icm - valeur de crête 

l ceff - valeur efficace 

ic - valeur 

instantanée 

CONVENTIONS POUR L'ASSOCIATION 
DES INDICES 

Tensions : 

de la 

compo-

sante 

variable 

Leur symbole est suivi de deux indices; le premier indique 
la borne à laquelle la tension est mesurée par rapport à une 
borne de référence désignée par le second indice (en généraI 
l'électrode commune de montage). 
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Les tensions constantes des électrodes sont précédées du 
signe indiquant la polarité de la premièr" borne par rapport 
à la seconde. 

Les sources de tension sont indiquées par la répétition de 
l'indice de la borne. 

La borne de référence est alors désignée par un troisième 
indice. Ce dernier indice peut être omis s'il n'y a pasde risque 
de confusion. 

Les indices 0, 0 désignent le circuit ouvert. 

Les indices S, s désignent le court-circuit. 

PARAMÈTRES ÉlECTRIQUES 

A. Symboles des paramètres 

1. Les valeurs des paramètres matriciels des quadripôles ou 
des résistances, impédances, admittances relatifs au tran
sistor, sont représentées par la lettre minuscule de leur sym
bole, affectée des indices appropriés. 

Exemples: h llb , Y22e. 

2. Les paramètres matriciels des quadripôles des circuits 
externes au transistor et dont il fait partie sont représentés 
par des symboles en lettres majuscules, affectés des indices 
appropriés. 

Exemples : H II YI 2 

B. Indices pour les symboles des paramètres 

1. Les valeurs statiques des paramètres sont exprimées par des 
indices en majuscules. 

Exemples: rB, h II B. 

2. Les valeurs des paramètres, pour les petits signaux, sont 
indiquées par des indices minuscules. 

Exemples: rb, hl lb. 

3. La paire d'indices numériques identifie l'élément considéré 
de la matrice d'un quadripôle. 

II = entrée. 
22 = sortie. 
21 = transfert direct. 
12 = transfert inverse (réaction). 

Les symboles des tensions et des courants sont indiqués 
par un indice à un chiffre 

1 pour l'entrée; 
2 pOUf la sortie. 

4. L'indice inscrit à la suite de la paire d'indices numériques 
précise la borne commune : 

e ou E = émetteur ccrnmun. 
b ou B = base comnune. 
c ou C = collecteur commun. 



PARAMÈTRES PETITS SIGNAUX 

Paramètres y 

'2 

bo--t_____1----, • 

Montage en émetteur commun 

'2 

e o---'r---,---, • 
,.---.-----1"--<) c 

• 

Montage en base commune 

Base Émetteur 
commune commun 

Yllb y Ile 

YI2b YI2e 

IYI2bl 1 YI2e 1 

1 Y21e 1 

Y22e 

"'12b "'12e 

Capacité d'entrée, sortie en court-cir
cuit en alternatif. 

Capacité de sortie, entrée en court
circuit alternatif. 

Capacité de transfert inverse (capacité 
de réaction), entrée en court-circuit 
en alternatif. 

Conductance d'entrée, sortie en court
circuit èn alternatif. 

Conductance de sortie, entrée en 
court-circuit en alternatif. 

Admittance d'entrée, sortie en court
circuit en alternatif. 

Admittance de transfert inverse (de 
réaction), entrée en court-circuit en 
alternatif. 

Module de l'admittance de transfert 
inverse (de réaction), entrée en 
court-circuit en alternatif. 

Admittance de transfert direct, sortie 
en court-circuit en alternatif. 

Module de l'admittance de transfert 
direct, sortie en court-circuit en 
alternatif. 

Admittance de sortie, entrée en court
circuit en alternatif. 

Angle de phase de l'admittance de 
transfert inverse (de réaction) entrée 
en court-circuit en alternatif. 

Angle de phase de l'admittance de 
transfert direct, sortie en court-cir
cuit en alternatif. 

Symboles utilisés. page 7/10 

Paramètres h 

'1 +-_Il 
bÇ>------, 

V, 

1 
eo----~ ___ _+--+-~ 

Montage en émetteur commun 

-'-'-- --'1 
e c 

r LI v, 
h
ZZb r l ' ",hIZbVZÎ 

b b 

Montage en base commune 

Base Émetteur 
commune commun 

Impédance d'entrée, sortie en court· 
circuit en alternatif. 

Rapport de transfert inverse de la ten
sion (réaction), entrée en circuit 
ouvert en alternatif. 

Rapport de transfert direct du cou
ranI, sortie en court-circuit en alter
natif. 

Admittance de sortie, entrée en circuit 
ouvert en alternatif. 

Résistance d'entrée en statique, à ten
sion de sortie constante. 

Rapport de transfert inverse de la ten
sion en statique, à courant d'entrée 
constant. 

Rapport de transfert direct du cou
rant statique. à tension de sortie 
constante. 

Conductance de sortie en statique, à 
courant d'entrée constant. 
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Paramètres Z 

--'4 
b o---IWw.;.---, 

t ZlIe 

v, 
1· ,,~ 

eo------~ __ -------+------~ 

Montage en émetteur commun 

iL. ZIIO Z22b -2 
• c 

t t 
1 

V, V2 

1· ,,~ 
1 
1 

1 

b b 

Montage en base commune 

Base Émetteur 
commune commun 

Zllb Zlle Impédance d'entrée, sortie en court-
circuit en alternatif. 

Zl2b Z12e Impédance de transfert inverse (de 
réaction), entrée en court-circuit en 
alternatif. 

Z2lb Z21e Impédance de transfert direct, sortie 
en court-circuit en alternatif. 

Z22b Z22e Impédance de sortie, entrée en circuit 
ouvert en alternatif. 
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PARAMÈTRES DES SCHÉMAS NATURELS 
ÉQUIV ALENTS 

Co c 

rbb' b' 
b 

gb'c 

r 
Vb. gb'. 

Cb,. ! gce vc• 

1 .. ·· gm·Vb'. 

• 
Montage en rr (émetteur commun) 

fbb' Résistance de base. 

gb'e Conductance base-émetteur. 

gb'c Conductance base-collecteur. 

gce Conductance collecteur-émetteur. 

Cb'e Capacité base-émetteur. 

Cb'c Capacité base-collecteur. 

gm Pente intrinsèque. 

Montage en T (base commune) 

rb Résistance équivalente de la base. 

rc Résistance équivalente du collecteur. 

re Résistance équivalente de l'émetteur. 

rm Résistance équivalente de transfert. 



, 
RELATIONS ENTRE LES PARAMÈTRES h ET Y 

h II h l2 = -
Y12 

= 
YII YII 

h 21 

h 12 
Y Il h ll 

YI2 = h ll Y 21 

Y21 

YII 

h 21 

h ll 

Symboles utilisés, page 9/10 

h -~ 
22 - Yll 

Lili 
Y'J' = -

-"- h II 

Lili 

6y 

Y22 

YII 

Lili=hll·hn h 12. h 21 6y = YI 1 • Y 22 ~~ Y 12 • Y 21 

CALCULS A L'AIDE DES PARAMÈTRES HYBRIDES 

Paramètres h 

Impédance d'entrée 

Impédance de sortie 

Calll en cuurant 

Gain en tensIOn 

Gain en puissance 

Gain en puissance 
avec adaptation à l'entrée 

Gain en puissanct; optimum 

Gain en puissance 
d'un étage unilatéralisé 

Paramètres y 

z _ 1 + Yn·ZL 
1 -Yll +6y.ZL 
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PARAMÈTRES LIÈS A LA FREQUENCE 

f h21e 

f h21b 

Fréquence de coupure à laquelle le module du rap
port de transfert du courant (sortie en court-circuit, 

pour de petits signaux) a diminué jusqu'à '\[2 fois 

sa valeur en basse fréquence. 2 

f h21 e : en montage émetteur commun; 

f h2lb : en montage base commune. 

Fréquence maximale à laquelle on peut faire osciller 
un transistor dans des conditions données. 

fm" ~ ~ 8 rr ,~:,.rh" 
Fréquence à laquelle le module du rapport de 
transfert direct du courant (sortie en court-circuit. 
montage émetteur commun pour de pet Its signaux) 
a été ramené à l'unité. 

Fréquence de transition produit de (h 2Ie ) par la 

fréquence de mesure lorsque celle-ci est suffisam
ment élevée pour que (h 21 e) décroisse sensiblement 

à raison de 6 dB par octave (dans la pratique 

fi ::: fT)· 

CARACTÉRISTIQUES DE COMMUTATION 

14 

Retard à la croissance intervalle de temps entre 
le début d'une impulsion appliquée à l'entrée et le 
début de l'impulsion apparaissant à la sortie, le 
début de l'impulsion étant défini à 10 % de sa 
valeur maximale. 

Temps de croissance : intervalle de temps pendant 
lequel l'amplitude de l'impulsion augmente de 
10 % à 90 % de sa valeur maximale. 

Temps total d'établissement d'une impulsion: 

ton = td + tr 

Retard à la décroissance: Intervalle de temps entre 
le début de la décroissance de l'impulsion appliquée 
à l'entrée et le début de la décroissance de l'impul
sion recueillie à la sortie, le début de la décroissance 
étant défini à 90 % de la valeur maximale. 

Temps de décroissance : intervalle de temps pen
dant lequel l'amplitude de l'impulsion diminue de 
90 % à JO % de sa valeur maximale. 

Temps total de coupure : 

toff = t s + tf 

Symboles utilisGs, page 10/10 

Durée d'une impulsion : intervalle de temps entre 
la fin de la croissance d'une impulsion (90 % de la 
valeur maximale) et le début de la décroissance de 
cette impulsion (90 % de la valeur maximale). 

Temps 

.:; ~ 

.t 
~ 0 ,," 50 

.!! • 
~." 

~ ~ la 
~ ~ a 
~'5 ·H 
"t:: 

remps 

Rapport de la durée d'une imp.ulsion à sa période. 

Constante de temps de retard collecteur: quotient 
de la charge des porteurs Injectes entre l'émetteur 
et la hase par l'accroissement du courant collecteur 
qUi en résulte, la tension V CB étant maintenue 
constante 

TS Constante de temps de désaturatlon : quotient de 
la charge des porteurs excédentaires que l'on doit 
éliminer entre le collecteur et la base par le cou
rant de base excédentaire, celui-ci étant le r:C'urant 
de base excédant celui qUi eXiste quand le courant 
collecteur est limité par le courant extérieur. 

GRANDEURS DIVERSES 

PG 

Fc 

rbb'·Cb,c 

Ih~bl 

Gain en puissance: rapport entre la puissance déli
vrée dans la charge de sortie et la puissance fournie 
à l'entrée. 

Gain maximal en puissance de l'étage unilatéralisé : 
·2 

'Y2lb 
PG =-

u 4 gllb,g22b 

Gain de transfert. 

Facteur de bruit : rapport entre la puissance de 
bruit dans la charge et celle qui apparaîtrait si 1 
transistor ne produisait pas de bruit par lui-même 

Facteur de bruit de conversion. 

Constante de temps de transfert inverse. 

Constante de temps de réaction. 



bOÎtier métallique 
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transistors au silicium 
planar épitaxial 

NPN 
~ 
BC107 BCloa 

BC 109 

Transi stors NPN au silicium planar épi taxi aux, en boîtier J EDEC TO-18, le collecteur relié au boîtier. 

Le BC 107 est plus spécialement destiné aux étages de commande en audiofréquence et aux cir
cuits généraux des récepteurs de télévision. 

Le BC 108 est utilisable dans une multitude d'applications comme par exemple les étages de com
mande ou préamplificateurs AF ou d'autres circuits plus généraux. 

Le BC 109 est plus particulièrement destiné aux étages d'entrée à faible bruit dans les magnéto
phones, les amplificateurs haute fidélité ou tout autre équipement audiofréquence. 

Ces transistors sont les complémentaires des BC 177-]78-179. 

caractéristi ques p ri Dei pales 

BC 107 

YCBO ············· . max 50 

YCEO ············· . max 45 

h21 e (Y CE = 5 Y ; Ic = 2 mA ; 

f = 1 kHz ; Tj = 25 oC). { :: 
125 

500 

F (Y CE = 5 Y ; IC = 200)..LA ; 

Rs = 2 kS1) 
à f=30 Hz à 15 kHz ... { typ, 

max 

à f = 1 kHz; B = 200 Hz .{ typo 2 
max 10 

IC ......................... 
Ptot (T amb .;;;; 25 OC) ............ 

fT (Y CE = 5 Y ; IC = 10 mA) . . . . . . 

108 109 

30 30 Y 

20 20 Y 

125 240 

900 900 

1,4 dB 
4 dB 

2 1,2 dB 
10 4 dB 

max 100 mA 

max 300 mW 

typo 300 MHz 

brochage (Dimensions en mm) 

Boîtier JEDEC TO-IS. 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

17 
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valeurs à ne pas dépasser 
lIimites absolues] 

BC 107 108 109 

VCBû , ............... max 50 30 30 V IC .......................... max 100 mA 

VCES (- VBE = 0) ...... max 50 30 30 V I CM ......................... max 200 mA 

VCEû ................ max 45 20 20 V - lEM ....................... max 200 mA 

VEBû ................ max 6 5 5 V IBM' ........................ max 200 mA 

Ptot (Tamb .;;;; 25 OC) ........................................................... max 300 mW 

Tstg .................................................................... - 65 à + 175 Oc 
Tj ........................................................................ max 175°C 

Rthj-amb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,5 °C/mW 

~hj-c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,2 °C/mW 

caractéristiques n. = 25 OC] 

ICBO (VCB ~ 20 V; lE ~Jo; Tj ~ 150 ·C) ................... 1 

VBE (VCE = 5 V; IC = 2 mA) (1) ........................ . 

VBE (VCE = 5 V; IC = 10 mA) ......................... . 

VCEsat {lc = 10 mA; lB = 0,5 mA)(l) .................... . 

VCEsat {lc = 100 mA; lB = 5 mA) ....................... . 

VBEsat {lc = 10 mA; lB = 0,5 mA) ...................... . 

VBEsat {lc = 100 mA; lB = 5 mA) ....................... . 

VCEK (lc = 10 mA) (2) ............................... . 

Ce (VCB = 10 V; lE = le = 0; f = 1 MHz) .................. . 

Ce (VEB = 0,5 V; IC = le = 0; f = 1 MHz) ................. . 

fT (VCE = 5 V; IC = 10 mA; f = 35 MHz) ................. . 

(1) V BE diminue d'environ 2 mV pour une élévation de température de 10C. 

(2) lB = valeur pour laquelle lC = Il mA à V CE = 1 V. 

18 

min typo 

550 620 

90 

200 

700 

900 

300 

2,5 

9 

300 

max 

15 JJ.A 

700 mV 

770 mV 

250 mV 

600 mV 

mV 

mV 

600 mV 

4,5 pF 

pF 

MHz 



h 21e (V CE = 5 V; IC = 2 mA; f = 1 kHz) ............... {~~: 

F (VCE = 5 V; IC = 200 ~A; Rs = 2 kS1) 

à f = 30 Hz à 15 kHz ............................ {typ. 
max 

à f = 1 kHz; B = 200 Hz .......................... {typo 
max 

r;n 
h21E (VCE = 5 V ; IC = 10 J.1A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. typo 

max l m;n 
h21 E (V CE = 5 V ; IC = 2 mA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. typo 

max 

Paramètres petits signaux 

en montage émetteur commun à V CE = 5 V; 1 C = 2 mA; f = 1 kHz 

h11e··········································~Ë 
h l2e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. typo 

h 21e · ........................................ ·l%f 
h 22e · ......................................... {%~ 

.·FP'" oC 1 07-1 08-1 OB,Page 3/8 

BC 107 BC 108 

125 125 
500 900 

2 2 
10 10 

BC 107 A BC 107B 
BC 108A BC 108B 

BC 109B 

30 40 
90 150 

110 250 

110 200 
180 290 
220 450 

1,6 3,2 
2,7 4,5 
4,5 8,5 

1,5 2 

125 240 
220 330 
260 500 

18 30 
30 60 

BC 109 

240 
900 

1,4 
4 

1,2 
4 

BC 108C 
BC 109C 

100 
270 
500 

420 
520 
800 

6 
8,7 
15 

3 

450 
600 
900 

60 
110 

dB 
dB 

dB 
dB 

kS1 
kil 
kil 

10-4 

~A/V 
~A/V 

19 
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courbes caractéristiques 

102 
IC 

(mA 

r-

ISO ,----.-__ ,--~-..-_--, 

IC 
(mA) 

100 

70 2 rrc""~""~="r.T~"""r=> .. 

600 BOO 1000 
VSE (mVJ 

-t Httfflt- - + 
... '\~ :11 

6r>~--~~~~--~~ 

IC 
(mA) H-H--e+-<~ 

III 

=. ! VCE=SV ~'~~ J =- SC lOBC ~ lO' 
~ .2S·C· F"" . ct SC 709 C 

r-+ . ~-:::. f--· 

== 
! ' : . / 

, 
/ 

1--
f-. 

1 / 1 

/ /0-1' /0-
-

, , 
A 28<;2. 

20 

.::: ... -f.' H+ 

: : :: 620mV 
2~=9--~--~~~ 

:::: 670mV 

•••• 600mV 

H+ .3: 
!I :1 

1+. ~i tiJ +-, .. 
ii ~ ~. 

fm, .::.t=I=tt 
1-t+t+ 

Iii; i -t-r 1 

, III-tt 
, VCE = SV "'W,. ~ (i' F ~ BC708S O', ~ = 2S·C - . :# F 

1 
• 1-- - BC709S . 

-+ ftt 
r • t-f 1--

'.' 1 . 
1 il i i ' /, ! . , _. 

- t ... -

'Ii :'11 l'! li! 
" , 
'Iii:' 1 l' l, 

rJi cr; j FIll l'il 

/ , 

V l ' 1 1 ill 1 
,il , , 

A 2a,,>} 



m ~È' ~~ 

, VCE,5 V 

,Ii ! : 1 i Vale.".s typiques ! i i l'ili Ilri 

IC,'OOmA FR 
" 

l':: Iii: 'l,,:' ; ,llili' Ililll ll 
120mA~ 

1 

10 liiii , 1 Il' 1 , 1!lil !il 1 
2mAR 

, 
i 

1 '1 
1 !,i III i 1 ,1 

1 
1 

DlmA'l 
+++ , 1 , 

"- !: Il 
" 

l' l' Iii! 1 

1 '" 10-

~ t:t+ 
O,OlmAI 

-;-++- 1 rr III 'Iii, 1 ,1 1 " 

0 50 IOO~ ("C) 
150 

{ BCI08C 1 BC 109C f ,1kHz 

{ 8C 101B 
~ = 25"C 

f--- . 2 8C 1088 lItrleurs typiques 

1 8C 1098 

10 2 1===:::: == 
2 

{ 8C 101A 3 3 
8C 108A 

" ,,~ 
""~ ~ VCE='IO V 

VCE ,5V ~ 

1 1111111 
r-

/0-' A Z844 

~ 
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800 r== ~:.:: h21E F== C::: 
~ 
-==t-

600 r=-= = 
_ .. 

f-

'00 -:---:- '-:-. 

F"-"-: 
200 

f-
0 
10-2 

10 2 

~ i= 1 
~ f= :1 
r--- f--- 3 

10 1 

-'-. 

VCE = 5V 

~ = 25°C 
Valeurs typiques 

VCEsat 
(mV) 

50 100 
Tj ('C) 

{BCI08C 
8CI09 C 

{BCl01B 
8C/088 
BCI098 

{BCI01A 
BC lOBA 

10-1 A laO;I 
'0' IC1mA) 10 2 

{ BC/OeC :: g 
1 

8C/09C - 4-

{ 8CI018 - ,= 1kHz 

2 8C 1088 - ~ = 25"C 
8C 1098 Valeurs typiques 

3 { SCl01A 
SC/DeA 

~ 1 

~ ~~ 
VCE .SV 

VCE,'OV :"lI! 

1 1 Il 
I~ ~ 

A 1843 
lO' lC ImA) 
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1~r---'--r-r,,-nTr---'--~,,-r~.---,,~-r,,-n~ 

h2"~ ~ = 25°C 1 l' ·~-l--i-1'-++-H+- 1 " 

-- , = 1kHz .~.---+-~=-= .. _~~:+-lS!~WtË=:V~C:E:=~70;V~~;n~ t----- Valeurs typiques _ il! 1 

i ! 1 i ttttl-~2_+4-++<I+--_+-+s_v-1--1 H-4+j 500 1 lii'IJ.~' 1 170J 
,00~--r-~t1~~~~~-~==~~~::::~::~~~~ 1 ; ,1 ml: 

BCI08C} 1 111 ,._k sv 
BC 109 C , ,~....;-- 1.,' 1 1 ---+-++++1 
BC 707B} V--, i 10V 
BC 108 B ~ i i f-:: SV 

:~::::}Ir- ~I i i 
BCI08A l" " 

1 Iii 1 i 1 i : 
100 2 

10-

300 

200 

A ZH40 

, ". 1 i' ',i: '" 
.' " typ.~ 

§ 1 1 
, .. 

1 i, 'l' 
< 

1 
1 1 : ; 

1 
i: !1, " 

a 100 100 300 
VCESGt (mV) 

600 

'r 
(MHz 

-~ f- ---+-- H-
_1 1l.JJ..L.... + -i-

) 
t--- t--- VCE = SV 

t--- t=-. 'i .2SoC 
~ ~_-.:: r--- n 

1-

H- +-- typo 

200 

A 28<;0 
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703'-~-CrT~~r-~-'-r~~~~~=rcn~===c~~~~ 

hUe 

(/lD -1) 

VCE = 5 à la v 
, .1 kHz 

15 

F 
(dB) 

la 

S 

1 

i t 

! 

8~-+~ 

Cc 
(pFJ 

~---~-t 
1--

1---

~ +---
f----- '\ f--
1-----

~= f-

I-----1=::-H\, 
--- -

f--- --f--

f:=-
1---

typo 

~O-I 

lE =le=O 
f = IMHz 
~ = 25 OC 

10 

- --1---
--

1--1-

----

IC (mA) 

t-t---.+ 
'"-+"'-+ 

VCE = 5 V 

IC = 0,2mA 

RS = 2ka 

~ = 25°C 
B = 100Hz 

---+-
1-

----

ffkHz) 



'0' 

lC 
(mA ) 

1 

10-1 

10-2 
\ 

-3 
10-1 

II " 

r.... 

\ ..... 
1\ 

~<I> "-
, A 2846 70' 
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VCE = qs à 10 V , • 1kHz 
8 = 200Hz 

~ = 25°C 

.... Valeurs typiques .. ' 
-0 

"'<1> 

tS' 
"0. 

" /~d' 
''>,s-

"<s> 
III 

11111 
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transistors au silicium 
planar épitaxial ~ 

PNP BC 177 BG 178 
BG 179 

Transistors PNP au silicium planarépitaxiaux, en boîtier] EDEC TO~18, le collecteur relié au boîtier. 

Le BC 177 est plus spécialement destiné aux étages de commande en audiofréquence et aux cir~ 
CUits généraux des récepteurs de télévision. 

Le BC 178 est utilisable dans une multitude d'applications comme, par exemple, les étages de 
commande ou préamplificateurs AF, ou d'autres circuits plus généraux. 

Le BC 179 est plus particulièrement destiné aux étages d'entrée à faible bruit dans les magnéto~ 
phones, les amplificateurs haute fidélité ou tout autre équipement audiofréquence. 

Ces transistors sont les complémentaires des types BC 107 0 108 0 109. 

caractéristiques principales 

BC 177 BC 178 BC 179 

Tension collecteur - base 
(émetteur ouvert) .. - V cno max. 

Tension collecteur - émetteur 
(base ouverte) .... -V CEO max. 

Gain en courant à 1 kHI, 
-VCE =5V, 1 {min. 
-le = 2 mA 121e max. 

Chiffre de bruit à Rs = 2 kSl, 
-VcE =5V,-l c =200/lA { 
f=30Hzà 15 kHz .... F typo 

max. 
f= 1 kHz, B = 200 Hz F max. 

50 

45 

75 
260 

10 

30 

25 

75 
500 

10 

C ouran t con tin u collecteur ..... -le max. 100 

Courant crête collecteur ...... -ICM max. 200 

Puissance dissipée Tamb < 25°C P max. 300 

fréquence de transition 
(- VCI: = 5 V, -le '= 10 mA) ..... fT typo 150 

25 V 

20 V 

125 
500 

1,2 dB 
4 dB 
4 dB 

mA 

mA 

mW 

MHz 

brochage (Dimensions en mm) 

BoÎti er ] EDEC TO 018 

Le collecteur est relié au boîtier 

é 
~l' ,~ 

/ 
--"> 

~c> 
+-

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 
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valeurs à ne pas dépasser 
(limites absolues) 

BC 177 178 179 

VCBO ............... max 50 30 25 V - Ic ..... -- .......................... max 100 mA 

VCEX ((+ VBE = 1 V) ... max 50 30 25 V -- lc M ............................... max 200 mA 

VCEO .. _ ............ max 45 25 20 V - lEM··.· ........................... max 200 mA 

- VEBO ............... max 5 5 5 V 

Ptot (Tamb ~ 2500 C) ...................................................................... max 300 mW 

T,tg .................................................................................. - 65 il + 1 75°C 

Tj ..................................................................................... -max 175°C 

Rthj.amb ................................................................................ 0,5°C;mW 

Rthj -c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2°C;mW 

caractéristiques (Tj 25 oC) 

- lCBO(-VcB = 20V;IE -'=0) ............................ .. 

- lCBO(-VCB = 20V;IE=0; Tj =150°C) ................... . 

- VB1d- Vero = 5 V; - lc = 2 mA) (I) ...................... .. 

- VCEsat (- lc = 10 mA; .. lB = 0,5 mA) ..................... . 

- VCEsat (- lc = 100 mA; - lB = 5 mA) ...................... . 

- VB!-:sat (-- le = 10 mA; - lB =0,5 mA) .................... .. 

- VBEsat ( le = 100 mA; - lB = 5 mA) ...................... . 

- V CEK (- Ic = 10 mA) (2) 

Cc (-VclJ =10V; lr:=lc=O; f=IMHz) .................... . 

fT (- VCE 0= 5 V; Ic = 10 mA; f= 35 MHz) ................... . 

h2le (-Vcc =5V; -lc =2mA; f=lkHz) ............ . 

F(-VCE =5V; -lc =200pA;Rs = 2bl): 

à f = 30 Hz à 15 kHz .............................. . 

à f = 1 kHz; B = 200 Hz ........................... . 

h2 lE (- V CE = 5 V; - Ic = 2 mA) ..................... . 

h2Ie(-VCE=5V; -Ic =2mA; f= 1 kHz) ............ . 

{
min 
max 

{ 
{ 

typo 
max 
max 
typo 

typo 

{
min 
max 

(1) - VBE diminue d'environ 2 mV pour une élévation de température de 1°C. 

(2) - lB =valeur pour laquelle - lC = II mA à - VCE = 1 V. 

26 

min 

600 

BC 177 

75 
260 

10 
2 

BC 177 

140 

75 
260 

typo 

650 

75 

250 

700 

850 

250 

4 

150 

BC 178 

75 
500 

10 
2 

BC 178 A 
BC 179 A 

180 

125 
260 

max 

100 

10 

750 

300 

600 

BC 179 

125 
500 

1,2 
4 
4 
1 

BC 178 B 
BC 179 B 

290 

240 
500 

nA 

pA 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

pF 

MHz 

dB 
dB 

dB 
dB 



courbes caractéristiques 
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double transistor au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN BGY 55 

Ensemble de 2 transistors au silicium planar épitaxial, en boîtier JEDEC TO-18, montés sur un dissipateur en alu
minium, destinés aux applications à bas niveau, faible bruit, en amplification différentielle. 

caractéristiques principales 

Pour un transistor 

VCBO ' ......................... max 45 V 

VCEO' ......................... max 45 V 

Ptot (Tamb = 25 0C) ............. max 300 mW 

Pour l'ensemble 

~~ (Tamb = - 20 à + 90 oC). . . . .. max 3/lV/oC 

~~ (Tamb = - 20 à + 90 oC) ..... max 1,5 nA/OC 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VCBO ' ......................... max 45 V 

VCEO ' ......................... max 45 V 

VEBO ' ........................ , max 5 V 

brochage (Dimensions en mm) 

Boîtier JEDEC TO-18. 

lC ........................... max 30 mA 

Ptot (Tamb = 25 OC) ........................................................... max 300 mW 

Température de jonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 1250 C 

Température d'emmagasinage .................................................... - 50 à + 1250 C 
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caractéristiques [lj 25 oC] 

ICBO (V CB = 45 V ; lE = 0) .......................... . 

IEBO (VEB = 5 v; IC =0) .......................... . 

h21E (VCE = 5 V ; IC = 10 pA) ...................... . 

h21E (VCE = 5 V ; IC = 10 mA) (1) .................... . 

V CEsat (IC = 10 mA ; lB = 0,5 mA) (1) .................. . 

VBEsat (Ic = 10 mA ; lB = 0,5 mA) (1) . 

Cc (V CB = 5 V ; lE = 0 ; f = 1 MHz) .................. . 

F (V CE = 5 V ; IC = 10 f.1A ; Rs = 10 kD ; 

bande passante = 10 Hz à 15 kHz) .................... . 

......................................... 

IC + IC2 
Conûltions de mesure: __ 1 __ _ 

2 

VCB ! = VCB2 = 5 V ; VBEI = VBE2 

f::. (VBE • - VBE2 )/f::.T .............................. . 

f::. (IB I - IB2 )/f::.T (Tamb = 25 à 55) .................... . 

(1) Mesuré en impulsion ~ 300 /-LS; {j ~ 2 0/0. 

(2) Le plus petit des deux courants est considéré comme le 1. 

30 

min typo 

100 

200 

0,6 

0,t:5 0,93 

ID 

0,5 

max 

la 
la 

300 

600 

8 

3 

100 

3 

1,5 

nA 

nA 

V 

V 

pF 

dB 



Amplificateur différentiel typique 

Enlrpe-~ 
• "Sorlie 

Enlree+ 

7500 
9,7K 

7% 

2,4K 
7% 

20K 
7% 

20K 
7% 

Gain: 94 dB (50000) en boucle ouverte. 

Produit gain-bande passante : 8 MHz. 

Composants : 5 %. 
Capacités : en pF. 

Résistances: en n. 

A 

A 

770K 

9.7K 
7% 

2,4K 
7% 

91K 
7% 

97K 77K 
7% 

l 

•. ea-- Bey 5<j,Pag fè; 3/4 

+72 V. 7°t. 

680 

OAZ202 

Sorlie 

13K r 
72K 

+72 V. 1% 
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transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN 
~ 

BGY 56 
BGY 57 

Transistors NPN au silicium planar épitaxiaux, en boîtier JEDEC TO-18 avec collecteur relié au boîtier, 

destinés à des applications AF à faible bruit et à la commutation basse vitesse. 

ca racté ri sti q u es principales 

BCY 56 

v CBO ' . ...... max 45 

v eEo ·· ..... ....... max 45 

lC ........ ...... max 100 

fT (VCE = 5 V: le = 0,5 mA) 

typo 85 

F (VeE = 5 V: le = 200 !lA: 

Rs = .2 H2: 

f = 30 Hz à 15,7 kHz). typo 1,5 

max. 5 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

BCY 56 

VeBO · ........ . .. max 45 

VeEO ····· . . ... max 45 

V EBO · .. ...... . ... max 5 

57 

25 

20 

100 

100 

1,5 
5 

57 

25 

20 

5 

V 

V 

mA 

MHz 

dB 

dB 

V 

V 

V 

brochage (Di mensions en mm) 

Boîtier JEDEC TO-18. 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

lC .......................... max 100 mA 

ICM ......................... max 100 mA 

Ptot (Tamb = 25 OC) .. : ........................................................ max 300 mW 

Tstg ........................ , ................ " ......................... - 65 à + 175 Oc 
Tj ........................................................................ max 1 75 ° C 

Rthj-amb' ................................................................. " 0,5 °C/mW 

Rthj -c ..................................................... . . . . . . . . . . . . . .. 0,2°C/mW 
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caractéristiques lT. 
J 

I CBO (VCB = 20 V: lE = 0). 

IEBO (V EB = 5 v: le = (l). 

h 21 E (V CE = 5 V: 1 C = 10 pA) 

25 oC) 

2 mA) ... 

10 mA). 

VBE (VCE = 5 V: IC = 2 mA) (]). 

VCEsat(lC 10mA:IB ImA). 

VCEsat (lC 100 mA: 113 la mA) 

V CEK (1 C = 10 mA) (2) . 

Cc (VCB = 5 V: lE = le = 0: f = 1 Mllz). 

10 mA). 

{BCY 56 
BCY 57 

{BCY 56 
BCY 57 

{BCY 56 
BCY 57 

{ BCY 56 

BCY 57 

jBCY 56 

lBCY 57 

F (VCE = 5 V: IC = 200 pA: R, - , kD: f = 30 Hz ~ 15,7 kllz) 

Paramètres petits signaux 

Valeurs mesurées à V CE = 5 V: 1 C 

hile' 

h 12e . 

, mA: f = 1 kHz 

(1) V BL diminue d'environ 2 mV pllur UnL' élévation de température de 1 Oc 

(2) lB = valeur pour laquelle le = 11 mA à VCE = 1 V. 

mlll 

40 

IOU 

l(JO 

20U 

IOU 
.:'00 

bOU 

typo 

typo 

fmln 
) tvp 
,mJx 

typo 

typo 

200 

400 

650 

KO 

200 

300 

4,5 

K5 

100 

250 

350 

1.5 

BCY 56 

3.5 

1.75 

125 
250 
500 

17.5 

max 

100 

100 

450 

i\OO 

700 

bOO 

5 

BCY 57 

7,5 

3,5 

240 
500 
900 
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transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN 
~ 

BGY 58 
BGY 59 

Les transistors BCY SB et BCY 59 sont des transistors silicium NPN 
en boîtier métallique TO-18 avec collecteur relié au boîtier, destinés 
aux applications en amplification et en commutation. 

CARACTERISTIQUES PR 1 r~c 1 PALES 
BCY 58 'BCY 59 

Tension collecteur-émetteur(base ouvertelVCECmax 32 45 V 

Courant collEcteur lC max 200 200 mA 

Puissance Gissipée jusqu'il T b=45°C Ptotmax 330 330 mW 
am 

Tb +t' =45°C Ptotmax 1000 1000 mW 
Ol ler 

Température de jonction T, max 200 200 Oc 
J 

BCY 58VII 1 BCY 58VIII BCY58IX BCY 58X 
BCY 59VII BCY 59VIII BCY59IX BCY 59X 

Gain en alternatif à T ~ = 25°C > 125 1 75 250 350 
J h fe 

lC = 2 mA; VCE = 5 V; f = 1 kHz < 250 350 500 700 
, , . 

Fréquence de transition à f =100 MHz 
IC = 1 0 mA; VCE = 5 V fT typ 280 MHz 

Facteur de bruit à R = 2 kr.l 
l = 200 >.lA; V = 5 S V 
f C= 1 kHz; B ~E200 Hz 

BROCHAGE 
Boîtier TO-18 
Collecteur relié au boîtier 
Accessoires 56246 et 56263 

e b 
/ / 

/ 
.t c , 
E ' 
<0' 

-it 

F typ 2 

Dimensions 
en mm 

dB 
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tl-hi. BCY 5B-BCY 59 page 2/Fi 

VALEURS A NE PAS DEPASSER 
(Limites absolues) 

BCY SB Bey 59 

TENSIONS 
Tension collecteur-émetteur(VBE=O) 

Tension collecteur-émetteur 

VCES max 32 45 

(base ouverte) 

Tension base-émetteur 
(collecteur ouvert) 

COURANTS 

Courant collecteur 

Courant base 

PUISSANCE DISSIPEE 

Puissance totale dissipée 
jusqu'à Tb .t. = 45°C 

OlIer 

TEMPERATURES 

Température ~e stockage 

Température ~e jonction 

RESISTANCES THERMIQUES 
De la jonction à l'ambiante 
à l'air libre 

De la jonction au fond de bo!tier 

CARACTERISTIQUES (T . = 25°C sauf 
1 

'" 

VCEO max 32 45 

VE60 max 7 7 

----~ 

Ic môx 200 

lB max 50 

P tot max 1000 

T - 65 à + 200 
stg 

T. ~ax 200 
J 

Rth j-a 

Ru', j-c 

indication 

0,45 

0, 1 5 

contraire) 

COURANTS RESIDUELS COLLECTEUR-EMETTEUR BCY 5B BCY S9 

VCE 32 V ; VBE = 0 I eES typ 0, 2 
< 10 

VeE 45 V ; VBE = 0 I eES typ 0,2 
< 1 0 

VCE 32 V ; V = 0; T. 150°C I CES typ 0,2 
BE J < 1 0 

VCE = 45 V ; VBE = o ; T. 150°C I CES typ 0, 2 
J < 1 0 

COURANT RESIDUEL EMETTEUR-BASE 

IC = 0 ; VEB = 5 V I EBo < '10 10 

TENSION DE CLAQUAGE COLLECTEUR-EMETTEUR 

lB = o ; IC = 2 mA V ( BR) CEO > 32 45 

TENSION DE CLAQUAGE EMETTEUR-BASE 

lB = 0 ; lE = 1 wA V (BR) EBo > 7 7 
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v 

v 

v 

mA 

mA 

mit! 

Oc 

n fI, 
n ,1\, 

n ,1\. 

n p, 

W;, 

wA 

wA 
wA 

nA 

IJ 
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CARACTERISTIQUES (suite) 

TENSION BASE-EMETTEUR 

lC 10 IUA; VCE 5 V 

lC 20 IUA; VC~ VCEO max; T . = 
t:: J 

lC 2 mA; VCE 5 V 

Ic 1 0 mA; VCE 1 V 

l 
C 

~ '100 m,l\, ; \jCE 1 V 

TENSIONS DE SATURATION 

IC = 1 0 mA; Ir = 0,25 mA 
0 

100 mA; lB 2,5 mA 

CAPACITE COLLECTEUR à f = 1 MHz 

CAPACITE EMETTEUR à f = 1 MHz 

1=1 =O'V Cc' E8 0,5 V 

•. Fi-- 8CY 5ô-8CY 59 page 3/6 

100°C 

V8E typ 0, 5 

V8E > 0,2 

V8E 
typ 0,62 

0,55 
VBE typ 0,70 

VBE typ 0,76 

VCEsat typ 100 

50 à 

VBEsattyP 700 
600 à 

VCEsôt t y P 250 
150 à 

VBEsat t y P ô75 
750 à 

C typ 3 
c < 5 

C 
e 

typ 10 
< 15 

à 0,70 

350 

ô50 

700 

1200 

V 

V 
V 
V 
V 
\j 

mV 

mV 

mV 
mV 

mV 
mV 

mV 
mV 

pF 
pF 

pF 
pF 

FREQUENCE DE TRANSITION à f = 100 MHz 

IC = 10 mA; VCE = 5 V > 150 
typ 2ÔO 

MHz 
MHz 

FACTEUR DE BRUIT à RS = 2 I<J 

IC = 200 IUA; VCE = 5 V 

f = 1 kHz; 8 = 200 Hz 

GAIN EN COURANT CONTINU 

lC 1 0 wA; VCE = 5 V hFE 

lC 2 mA; VCE = 5 V h FE 

IC 10 mA; VCE 1 V h FE 

IC 100 rr:A; VCE = 1 V h FE 

> 
typ 

> 
typ 
< 

> 
typ 

< 

> 

F 
typ 2 dB 

< 6 d8 

BCY5ôVII BCY5ôVlII BCY5ôlX 1 8CY5ôX 
BCY59VII 8CY59VlII 8CY59lX 8CY59X 

20 40 100 
20 95 190 300 

120 1ÔO 250 3ÔO 
170 250 350 500 
220 310 460 630 

ÔO 120 160 240 
250 300 390 550 

400 630 1000 

40 45 60 60 
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··Fi-- BCY 5 B - BC Y' 59 page 4/5 

PARAMETRES h à f = 1 kHz 8CY5ôVII BCY5BVIII 8CY58IX BCY58X 

IC = 2 mA; VCE 5 V BCY59VII BCY59VIII BCY59IX 8CY59X 

> 1 , 6 2,5 3, 2 4,5 kil 
Impédance d'entrée h. typ 2, 7 3 , 6 4 , 5 7 , 5 kil le 

< 4, 5 6,0 8, 5 12 kil 

Rapport de transfert 
10- 4 inverse h typ 1 , 5 2 3 3. 

re 

Gain en courant > 125 175 250 50 alternatif h 
fe typ 2 C r~ 260 330 20 

< 250 35C S; 0 0 00 

Admittance de sortie h typ 1 B 24 3J 50 wA/V 
De < 3[1 50 f; J 100 wA/V 

TEMPS DE CO~MUTATION 

le = 10 mA; 15 = 1 ~A; 

-I OM = 1 mf\.; 

R 1 = 5 kQ R 2 5 kQ 990 Il 

VE3B = 3,6 V 

Retard à 1 a croissance t d typ 35 ns 

Temps de croissance t typ 
r 

SC ns 

Temps d 'établ i ssement t typ 
cn ,/ , 

85 ns 
1 50 ns 

Retard à 1 a décroissance t typ 
s 

4[10 ns 

Temps de décroissance tf typ BD ns 

Temps total de coupure t 
off 

typ 
< 

4Bo ns 
BOO ns 

le = 100 mA; lB 10 ~A; 

- IBM = 10 mA; 

R 1 = 500 Q; R 2 700Q R L = 98 Il 

VBB = 5 V 

Retard à 1 a croissance t d typ 5 ns 

Temps de croissance t 
r 

t~p 50 ns 

Temps d'établissement t typ 
on < 

55 ns 
150 ns 

Retard à la décroissance t 
5 

typ 250 ns 

Temps de décroissance tf typ 200 ns 

Temps total de coupure tOfft~P 450 ns 
800 ns 
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CIRCUIT D'ESSAI 

+'«lVn 

ov~ L 

o < 0.01 
t,,1ns 

COURBES CARACTERISTIQUES 

f--6'10 

:--:: 0.75 

= 0.5 1 

0.33 

102 - 0.2' 

- 01 

- f- 005 

U02 
10 

== am 

~ ~OO 5 ...... 
1--

11n1 1 
10-6 10-5 

150 

lc 
(mA 1 

100 

50 

f-

_. 
-

7 

Il: 

'l 
1 ~ 

~ 

1 

1 

10-4 10-3 10-2 

ls'03mA 

i--..... 

10 

. 
--

,1 

~ , 

10-' 

0.25 

15 

• ah d-- 8 CYS 8 - Bey 5 9 P age 5 / 6 

RL 

~+10V 

L ___ ~ Oscilloscope: 

10 

VCE (VI 

Ri > 100 kQ 
tr < 15 ns 

102 103 
t p (51 

T)' 25°C 

0.2 

0.15 

0.10 

U05 

20 

:::: 
104 

I CBO 

(nA I-

10 

1 a 

15 

le 
(mAI 

10 

5 

J 

~ VcB =32VIBCY581 
i- 45V(BCY591 

/ 
l/max 

.' 1 

/typ 

7 

50 

T)=25°C 

Is=3~flA f-
/ 1 

1 2~--
1/ or f-

20 
7 .L 

~\-f-
/ 

la 

V 
5 

VeE (VI 
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

L'" 

10 
10 2 

VSEsot 

(VI 

0.75 

0_5 

0_25 

a 
10-1 

0.4 

VCEsat 

(VI 

0.3 

0.2 

)------

t--
--...:::: 

...... 
i i Il i 

1 i 
! Il [ ! 

10 1 

1 

le 
=40 

la 

--~ 

~ 
1---

~=40 
la 

--f----

t::--

1 

1 i 1 

i 
! i 1 Il i 1 Il 1 i 

1 i 1 1 

10 le ('flA 1 102 

_0 c------ . l 
----

1 Vall;iJrS typiques 

-1- l r---± _ 
Tj' 25°C .,.,..-

~ ~~ -- 7 ~~ I-f- ~ - V -r- 100°C 

1-
1---- -- --- ---1--
---

~t~+ ---

---- -- -1-- c-

10 le (mAI 

1 
Valeurs typiques 

"---- 1---- - --1-- -L 
-- - r-----

---1-- -1 
li 

V 
- 1---- ----~-

..... 1/ 
V / 

TJ=1000V V 

-
1 1 - -- -- - -

h à 
à Vc 

1.5 

G.5 

o 

VCE 1-- --

E=SV 1--

·lt-- r- i--
--

1'\ ~T- 1--

,t 
i 

t-. 
--

--- 1----

--- -+ 
--- -t± 

WJleurs typiques 

le = 2mA 
r--

-- -
Tomb =25°e r--

1------

1-- -,- - h" 

hl" ............ 
h" V 

" 
1 

-c---
....... 

hr ---

=~t 1 

--i-- --

+--+ -+-+-., i 

a 10 20 VCE (VI 30 

10 ~f-------, 
h a le t----

h à le=2mA 

10 ~ 

1 f-----

10-1 

fT 
(MHz) 

f----

~ 
"-

" 

j 

1 

~ 
~~ 

--

1 

1 

1 

1 

1::: 

!± 
IA:J/eurs 1ypiQUf'S 

1- H VeE=SV 
Tomb = 25°C 

ho. 

~ ,/ 
/ hto 

hr• 

l'. 
h,. 

1 

1 

le (mAI 10 

-t-+++ 
Valeurs typiques 

Tomb= 2S Oc 

l' Il 
1 

! 

V%OV SV 
112V 

;:f~ 

1 1 

r----~ -1-1- 25°e-0.1 ~ 

Réf. 39~ 8-05-7:' 

r---- ---

-----
! 

10 Ic (mAI 

-·ha--

i-
-

)-----

10 
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transistors au silicium 
planar épitaxial 

PNP BGY 70 à 72 

Transistors PNP en boîtier métallique To-18 destinés aux usages 
industriels. Le BCY 71 est une version faible bruit. 

CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

TenslGr. LJllecteur-baseCémetteur ouvert) 

Tension collecteur-émetteurCbase ouverte) 

Courant collecteur crête 

Puissance totale dissipée jusqu'à T =25°C amb 
Température de jonction 

Gain en courant continu 
-IC = 10 mA; - VCE = 1 V 

Fréquence de transition à f 100 MHz 

BCY 70 
-VCBomax 50 

-VCEomax 40 

-I CM max 

Ptotmax 

T. max 
J 

hFE > 

BCY 71 Bey 72 
45 30 

45 25 

200 

350 

200 

100 

V 

V 

mA 

mW 

fT > 250 -IC = 10 mA; - VCE = 20 V MHz 

BROCHAGE 

Boîtier To-18 
Collecteur relié au boîtier 
Accessoires: 56246 disque d'isolement 

56263 : clip refroidisseur 

1,16 JI 
max" 4501 
,~, ' 

'/<1' " 117 . . 
mQX ... ~ 

e 

c 

b 

~[ ~[E~ 
1 __ 5,3 ... 1_ 127min _1 

max ' 

Dimensions en mm 

'0,48 
+max 
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-.Fi-- BCY 70 à 72 
P . 2/14 

VALEURS A iJE PAS DEPASSER(limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions 

Tension collecteur-base(émetteur ouvert) 

Tension collecteur-émetteur(base ouverte) 

Tension émetteur-base(collecteur ouvert) 

Courants 

Courant collecteur continu 

Courant collecteur crête 

Courant émetteur crête 

Puissance 

Puissance totale dissipée jusqu'à T =25°C amb 

Températures 

Température de stockage 

Température De jonction 

RESISTANCE THERMIQUE 

De la jonction à l'ambiance en air calme 

De la jonction au fond de boîtier 

BCY70 

- VCBo max 50 

- VCEo max 40 

- VEBo max 5,0 

Ptot max 

BCY71 

45 

45 

5,0 

200 

200 

200 

350 

BCY72 

30 V 

25 V 

5,0 V 

mA 

mA 

mf'. 

m"} 

T stg 
-65 à + 200 

T . max 
J 

R = 
thej-a) 

R = thej-c) 

200 

0,5 

0,15 

°C/mW 

°C/mW 

CARACTERISTIQUES (T j = 25°C sauf indication contraire) 

Courants résiduels collecteur BCY70 BCY71 BCY72 

l = 0; -V = - VCBOmax - lCBOtyP 10 10 10 nA 
E CB 

< 500 500 500 nA 

l = 0; -V = 40 V - lCBOtyP 0,5 0,5 nA 
E CB 

< 10 50 ri.'; 

l = O· -VCB = 40 V;T j 100°C -
E ' lCBotyP 0,1 0,1 wA 

< 0,5 2,0 wA 

lE 0; -V = 25 V - lCBOtyP 0,5 nA 
CB 

< 50 nA 

lE 0; -V CB." 25 V·T = 100 Oc - lCBOtyP 0,1 WA , j 
< 2,0 IJA 

-VCE= 50 V; - VEB 3,0 V - lCEXtyP 1,0 nA 

< 20 nA 
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Courants résiduels émetteur-base 

lc Ol -V EB= 4,0 V - I EBO typ 0,3 nA 

< 10 nA 

IC Ol -V E8 = 4,0 Vl T, =100 o C - I EBO typ 20 nA 
J 

< 2,0 wA 

Ic Ol -V EB 5,0 V - I EBO typ 5,0 nA 

< 500 nA 

Tensions de saturation 

- 1 = 10 mAl -1 = 1,0 mA - V typ 95 mV 
C B CEsat 

< 250 mV 

- V typ 750 mV BEsat 600 à 900 mV 

- IC 50 mAl -1 5,0 mA - V typ 190 mV B CEsat 500 mV < 
- V 

BEsat typ 860 mV 

< 1200 mV 

Tension de coude collecteur-émetteur 

Ic = 10 mAl lB valeur pour laquelle 

1 = 
C 

11 mA à - VCE 1 V - VCEK typ 270 mV 

< 600 mV 
- lc 
ImA) -lB 

-YCE IV) 

Gain en courant continu 

- IC = 10 wA l - VCE = 1 , 0 V hFE > 60 

typ 245 

- 1 
C 0,1 mA - VCE = 1,0 V hFE > 80 

typ 270 

- 1 
C 1,0 mAl -V CE 1,0 V hFE > 100 

typ 300 

Ic 10 mAl - VCE 1,0 V hFE > 100 

typ 290 

- 1 10 mAl VCE 1,0 V BCY 71 hFE < 400 C 

- 1 50 mAl VCE 1,0 V hFE > 45 C typ 175 
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Capacité collecteur a f = 1 MHz 

lE = le = 0;- V CB = 10 V 

Capacité émetteur à f = 1 MHz 

l = l C c 0; - V EB = 1,0 v 

".Fi __ BCY70 à 72 
P.4/14 

C typ 
c 

< 

C typ 
e 

< 

4, 5 

G,o 

6,0 

8,0 

pF 

pF 

pF 

pF 

Fréquence de transition a Tamb = 25°C BCY 70 BCY 71 BCY 72 

- Ic = 10 mA; - VCE = 20 V; f = 100 MHz fT > 
typ 

20 V; f 1o,7MHz > 
typ 

Facteur de bruit 

- IC = 100 wA; - VCE = 5,0 V 

f = 10 Hz à 10 kHz; RS 2,0 kr2 F typ 

< 

Paramètres h a f = 1 kHz (émetteur commun) 

- IC = 1 , 0 mA; - VCE = 1 ° V; T = 25°C amb 

> 

. Impédance d'entrée h, typ 
le 

< 

Rapport de transfert. inverse 
h 

typ 
en tension re < 

> 

Gain en courant alternatif hfe typ 

< 

> 

. Admittance de sortie h typ 
oe 

< 

44 

250 

450 

2,0 

6,0 

250 

450 

15 
30 

0,8 

2,0 

2,0 

4,0 

12,0 

2,1 

20,0 

150 

325 

400 

10 

20 

60 

250 MHz 

450 MHz 

MHz 
MHz 

2,0 dB 

6,0 dB 

wA/V 

!JA/V 

!JAl\! 
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Temps de commutation des BCY 70 et BCY 72 

-lC = 10 mA; - lBon= + lBoff = 1 mA 

Retard à la croissance t d 
typ 

< 

Temps de croissance t 
typ 

r < 

Temps d'établissement t 
typ 

on < 

Retard à la décroissance t 
typ 

s < 

Temps de décroissance tf 
typ 

< 

Temps total de coupure t 
typ 

off 
< 

Circuit de mesure 

3,OV 

transistor en essai 

ose. 

7,0 V 

Forme des tensions d'entrée et de sortie 

20V 

entrce 1 
o --!-----

90%--+--~ '\--+-- 90 "/0 

sortie 

10% 10% 

23 ns 

35 ns 

25 ns 

35 ns 

48 ns 

65 ns 

270 ns 

350 ns 

50 ns 

80 ns 

320 ns 

420 ns 
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1 1 

c 
0 

'.,. <fJ 
:.= 1 

:gl , 
~I 
"0 
<fJ 
C. 
E 
.'!l 

1 

10 2 103 

-VcE =20V 

f=100MHz 
Tamb = 25 Oc 

15 
-I C (mA) 

20 

1 Valeurs typ, l 
1 

-VCE = 1,0 V 

1 
TT 

1 
l 

1 

1 

, 

. 1 
,1 1 , -i-[VT-J -

100 "c 
."-. 25 "c 

, 

". -55 Oc 
. , l ' 

1 !! T ! 
rti--T-tffit i 1 T 
11111 ': 1 ' ! l,l, . ".:.1 
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300 

-le 
(mA 1 

200 

100 

o o 

300 

-le 
(mA) 

1!I'lm , 'i R- . +t-
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1 

lB -
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+ 1,5 mA 

.):' 

, 

, 

, 

ri : , 

1" , , 

1 

10 

n-r m 1-
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, 
1 , 

i 1 1 1 1 1 , 

:-+ ,'"=++ TT1: ri . , , , 
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+ , 

, 

, 

1 

, 

-+-

20 

1 

.' 1 1 
lB = IT~t=F1-fF-t 
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300 

-le 
(mA 1 

200 

100 

, 

1 

-t -

, 

T -r:;=rTn --- [J 
TrT '=t+~ -VÇE ,- '!,U V 

~fnl ,-1 T, cc 2~ Uc 
1 ! .! 1. -
ï, -n-r-q-Tli , 

.nmmITfflT~ "TI-r-r 1 l ,! T~-=-r 
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, +++J--b. ~H +rn 4 -n-

T , t- ,·t- H! 
, -~~'-1+-H-
tYP7 IT ±r l ~ IT- . 

l+1-i t=r+± 
+H-m~ , t ,1 

'frl 
l, .++HrnTi 
iT'-rrTT,n~~ +++~rrr, , ·,tptTTTt 

--rr-1ITT't '. "l-ft i ,-f+T-r 
-lB {mAI 

2 

, 

T 

, 

-L 

1 

1 

, 

1 

, 

... 'a .. BCY 70 à 72 
p.7/14 

1 
Valeurs typ. 
Tj = 25 Oc 

1,0 mA 

, 

, 
0,5 mA 

1 

-+ t-++ 

:' ,., 
, 0,2 'nAr 

-
i , 

, , 
1 

, 1 

30 -VCE (V 1 40 

-rr 
Valeurs typ. 
Tj :: 25 Oc 

, 

1,5mA 
, 

1,0 mA i-
, 

0,5 mA 

1 

0,2 mA 

1,5 -VCE{V) 2,0 
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0,6 

-VCEsa 
(V) 

t 

0,4 

0,2 

1,0 

-VBEsat 
(V) 

0,8 

0,6 

Tj 

50 Oc 

" f-- 0 Oc 
f----r-

~ 25 Oc .... 
~o' 
~5':J...-

100 °C_ -
0,4 

10-1 

-l eBo 
(nA) 

10 

./ 
r./ 

/./ J.,; 
~:;....- V 

10 

./ 
./ 

./ 
V 

./ .... ./ .... /' ./ 

/' ../ 
[.... ../ 

i--'" ./ - J.,.. ./ 
1./ 

..... [.... 
V - ./ 

l./ 
1-'" -

10 

BCY70, VeB - 40 V 
BCY 7\ ;VeB - 40 V 

BCY72; -VeB = 25 V ~l ... l'ir-Ô'j 
1 ~ ~ 

~ 

,,'V/ li V 
è 

Qi 

,,'- I-!::-","'Pm 11 
Q)c" 'J ./ è 

Qi 

./ 

./ fi' 

v 1/ 

li 

1..>": ., 
1 

50 100 

V 
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Valeurs typo 

2 =10 
-lB 

Tj = -
100 Oc -

/ 1..1 
/ 50 Oc -

/ 
./ 25 Oc 

././ DoC 
./ 
./ -50 Oc ... V 
./ 

V 

102 -le (mA) 

// Valeurs typo //. 
/// ~=10 // 
'/ -lB 

-le (mA) 

/ 

200 



0,6 

-VeEsat 

(V) 

0,4 

0,2 

1,0 

-VBEsat 

(V) 

0,8 

0,6 

Valeurs typo 

-le 
= 20 -

-lB 

Tj = 
50 Oc 

t-- 0 Oc .... 
~ 

t--25 Oc _ 

~' 
t-- 50 C ".. 
-" 

100 Os,.....-
........ 

-I EBO 

(nA) 

10 

VEB 

./ 
./ , 

---
-'" 

--""'" 
Lv 

1/ 
../' Lv 

1/ 
-'" .;' 

./ 
./ 

1/ 

4..0 V 

1,' 
1 

1 

, 

1 

17 

/ 

50 

/1/ 

// '/ 
.// ./,/ 
//. 
~V 
./ 

10 

./ 
v 

./ 
./ 

./ /' ./ 

./ V 
./ /' 

./ 
/' 

./ 

10 

maxi 

[,' 

/ 

1 

/ 

1/ 

li 

100 

/ 
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T ~ 1-
J -

100 °C_ 

/ 
/ 

50 0C-/ 
/ 

/ 25 Oc -
L L o Oc 
// 

// -50 Oc -
/ 

/ 
/ 

-le (mA) 

/ 
// Valeurs typo 
// -le 

/// - 20 
L/ lB 
/ 

-le (mA) 

ty~/ 

1.1' 

200 
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hie 
(k fi ) 

10 

10 

Cc 
(pF) 

5 

BCY71 

BCY71 

--.....-

~ 
1\ 
\ 

1\ 

\ 
'\. 

" typ 

....... 
i'. 

1---"""" 

r--.. 
....... t~ -~ -1'-. 

, 
BCY72 

20 

10 

typ 

i 

BCY71 

-

1 
40 

10 
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VCE 10 V 

f 1 kHz 
Tomb = 25 Oc 

-VCE = 10 V 
f = 1 kHz 

Tomb =25°C 

-r-

-IC (mA) 

lE = le = 0 

f = 1101Hz 
lj=2SoC 

BCY70 

-Vcs(V) 60 



BCY71 

10 

.-
~ 

BCY71 

) 

i'... 

10 

1 
10 2 

10 

) 

5 

o o 

........ 

" 

1\ 
\ 

1'.. 

p 

....... 
...... 1'-, 

"'" 
........ 

....... 
....... ....... 

..... ....... ..... 

2 

;:? 
./ 

",,"" 
v 

f"". 

~ 

...;;~ 
-1- --r-_ 
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VCE = 10 V 
f = 1 kHz 

Tomb = 25 Oc 

/ 
V 

10 -IC (mA) 

-VCE = 10 V 
f = 1 kHz 

Tomb = 25 Oc 

1/ 
./ 

10 -IC (mA) 

IC = le = 0 
f = 1 MHz 

Tj = 25 Oc 

-r-

-VEslY) 6 
51 



52 

-.Fi-- BCY 70 à 72 
p.12/14 

BCY 71 

COURBES A FACTEUR CONSTANT DU BRUIT BLANC 

, 
1-------+--:--

t-~ 
T i"!.. , 

f-l
l 

~i:~'+ 
P-d--'-

l\...! 

.-

Valeurs typiques 

- VCE = 5 V 

f < 15 kHz 

r . r 

·~~k-+-I 
.' " 1'- "-, 

''''- " "- "i'. .~~ 
;> 0'& 

s~& 
0'& 

J 
",;; 0'& " "- 1 I~ '" 

1 1 Il 
~ 

" 
10" K"~I ~~ 11' 

"'& "-r--.' 1 

r- --r:= "'" 0'0 
Idf "'1 

~ 
'J "i l'.. 1 + 0,01 r-.... 

K i"'- 1 i'l. '".0 ~& " ~~N,:~~ t\. 

::'Ii,; Jb:-" 
---i-~ 1 S'~ 
~- +---1 :SI "'&. -i " 

1 ~ ........ ............... 

10 
1 10 

Détermination du bruit total 

-i-.. 

" 1\ 
.......... 

\ 

Il: 

Le bruit total à f < 15 kHz comprend le bruit de scintillement 
et le bruit blanc suivant la relation 
facteur de bruit = 1 + facteur de bruit de scintillement + facteur 
de bruit blanc 
Le facteur de bruit de scintillement peut être lu sur les courbes 
page 13/14, le facteur de bruit blanc sur les courbes page 12/14 
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COURBES DU PRODUIT CONSTANT 
DE SCINTILLEMENT X FREQUENCE 

FACTEUR DU BRUIT 

Valeurs typiques;- VCE 5 V 

Exemple: 

Rs 
(n) 

10" 

"-

" 
"-

" 

r------' 

V 10 
1 

l' 

i' 

'\ 
1'\ 

'?7 

/ 

1" 

" 
"' " ';0. 

70. 

"-
-( 

r'\ ~ 
0. 
V 

/ 
10 

_.~. 

"' 70. 

'" I~ ';0. 
"0. 

0. 
"0. 

';0. "-

~ 
~ ~ 

1'\ Î\. \ 

"- "-
\ 

~ \ 1\ 

f 

/ V 

/ / 

Supposons un BCY 71 fonctionnant à f = 200 Hz et I E = 200 uA avec 
une résistance de source RS = 10 k~. 

Pour ces valeurs, le prodult de la fréquence et du facteur de bruit 
de scintillement est 110. Le facteur de bruit de scintillement est 
donc égal è 110/200 = D,55. 

Sur la page précédente, pour I E = 200 uA et R = 10k ~ , le facteur 
de bruit blanc est de 0,9 dB correspondant à ~n rapport de puissance 
de 1,23. 
Le facteur de bruit total est donc : 

0,55 + 1,23 = 1,7~ 

soit 2,5 dB. 
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ft~ Valeurs typ. 
--VCE SV 

--+++++~I+l Vbe _ 0 

lE 
lOmA 

1 

10 3 f (kHz) 

T 
( 

n V )! Valeurs typ. 

1HZ f-----t--+-++-li+lf-H----i-+-+-1++++ 1----+---+-I--+-l-l-l-1-l--~ -VCE = SV 
lb = 0 

Ref. 4070-10/75 
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INTRODUCTION 

transistors silicium 
pl anar épitaxial 

PNP 
~ 

BGY 78 
BGY 79 

Les transistors BCY 78 et BCY 79 sont des transistors silicium PNP en bottier mé
talliq~e TO-18 avec collecteur relié au bottier. destinés aux applications en 
amplification et en commutation. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

BCY 78 BCY 79 

Tension collecteur-émetteur (base ouverteLVCEO max 32 45 

Courant collecteur 

Puissance dissipée jusqu'à T =45 
amb 

Oc 

Tb 't' =45 
Ol ler 

Température de jonction 

Gain en continu 
-1 = 2 mA; -VCE = 5 V hFE C 
Gain en alternatif hfe 
-1 =2 mA, -V =5 V'f=1 kHz C • CE • 

Fréquence de transition à f= 100 MHz 
-1 =10 

C 
mA; -V =5 

CE 
V fT 

Facteur de bruit à RS 2 kr2 

-1 = 200 wA' -V = 5 V 
f ~ 1 kHz; B= 25~ Hz F 

DONNEES MECANIQUES 
Boîtier TO-18 
Collecteur relié ~u boitier 
Accessoires: 56246 disque d'isolement 

55263 clip refroidisseur 

'~/' 1 

1 i 1" c 
.., 2,541..1 

1--5,8rrox .J 

-1 
C 

max 200 

P 
tot 

max 345 

Oc Ptot max 1000 

T, max 200 
J 

BCY78VII BCY78VII1 BCY781X 
BCY79VII BCY79V1II BCY791X 

170 250 350 

> 125 175 250 
< 250 350 500 

typ 180 

typ 2 

Dimensions en mm 

~ 0,48 
max 

=i 
= t 

5,3max ~ 12.7l 

V 

mA 

mW 

mW 

Oc 

BCY78X 

500 

350 
700 

MHz 

dB 
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RESISTANCES THERMIQUES 
Jonotion-air 8mbiant 

Jonction-boitier 

.·Fi-- BCY7B.8CY79,pGge 2/j 

0,45 
0,15 

VALEURS A NE PAS DEPASSER C limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions 

Tension collecteur-émetteurCVBE=o) 

Tension collecteur-émetteur 
Cbase ouverte) 

Tension base-émetteur 
Ccollecteur ouvert) 

Courants 

Courant collecteur 

Courant base 

Puissance dissipée 

Puissance totale dissipée 
jusqu'à Tb -t. 45 Oc 

Ol ler 

Températures 

Température de stockage 

Température de jonction 

CARACTERISTIQUES CT amb = 25 Oc sauf 

-V CES 

-VCEO 

T 
S"Lg 

T. 
J 

indication 

Courants résiduels collecteur-émetteur 
-VCE = 25 Vi VBE 0 -ICES 

-VCE 35 Vi VBE 0 -ICES 

-V CE 25 Vi VBE Di T b=15C Oc -I CES am 

-VCE 35 Vi VBE Di T =·150 
amb 

Oc -ICES 

56 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

BCY 78 BCY 79 

32 

32 

5 

200 

20 

1000 

45 

45 

5 

-65 à +200 

200 

contraire) 

BCY 78 BCY 79 

typ '7 
L 

, 
20 .. -

typ 2 
/ 

~::::-. 20 

:< 10 

/ 10 ": 

v 

v 

v 

mA 

mA 

mW 

nA 

nA 

nA 

nA 

uA 

uA 



•. Fi-- BCY7B,BCY79,pé!ge 3/8 

CARACTERISTIQUE.S (T 
é!mb 

25 Oc sauf indication contraire) (suiteJ 

Bey 78 BCY 79 

Courants résiduels collecteur-émetteur 

-V CE 32 v; VBE 0 -T ~ 1 CO nA 
~CES 

-V CE 45 V; VBE 0 -lCES <' 100 nA 
'" 

Courant résiduel émetteur-base 

l = 0; -V = 4 V T ~ 20 20 nA 
C EB -.l.EBO 

Tension de claquage collecteur-émetteur 

-1 C 
2 mA; l = B 

C -V (BR J CED ~ 32 45 V 

-1 10 uA; VBE 0 -V(BRJCES ? 32 45 V 
C 

Tension de claquage émetteur-base 

lC = 0; -1 = 1 uA -V(BRJEBO ? 5 5 V 
E 

Tensions base-émetteur 

-1 10 uA; -VCE = 5 V -V BE typ 0,55 V 
C 

-1 2 mA; -V = 5 V -V BE typ 0,65 V 
C CE 

-1 10 mA; -V CE 1 V -V BE typ 0,68 V 
C 

-1 =100 mA; -V 1 V -V BE typ 0,75 V 
C CE 

Tensions de saturation 

-1 = 10 mA; -1 = 0,25 mA -V typ 120 mV 
C B CEsat 

~ 250 mV 

-V typ 700 mV 
BEsat 

600 à 850 mV 

-l =100 mA; -1 2,5 mA -V typ 400 mV 
C B CEsat 

/ 800 mV '" 
-V typ 850 mV 

BEsat 
700 à 1200 mV 

Capacité collecteur à f = 1 MHz 

l = l = 0; -V = 10 V C typ 4,5 pF 
E e CB c 

-s: 7 pf 

Capacité émetteur à f = 1 MHz 

lC = l 0; -V EB = 0,5 V C 11 pF 
c e 

~ 15 pF 
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-.FiS. BCY78,BCY79,page 4ft) 

CARACTERISTIQUES (T = 25 Oc sauf 
amb 

indication contraire) ( suite) 

Fréquence de transition à f = 100 MHz 

-1 =10mA' C ' -V = 5 
CE V fT typ 180 MHz 

Facteur de bruit à RS = 2 k~ 

-1 
C 200 uA; -VCE = 5 V 

f = 1 kHz; B = 200 Hz F typ 2 dB 

~ 6 dB 

BCY78VIl BCY78VIII BCY78IX BCY78X 
BCY79VIl BCY79VIlI BCY79IX 

Gains en courant continu 
-1 10 uA; -VCE = 5 V hFE ? 30 40 100 

C typ 140 200 270 340 

-1 2 mAJ -V CE 5 V hFE > 120 180 250 380 C typ 170 250 350 500 
< 220 310 460 630 

-1 10 mA; -VCE 1 V hFE ~ 80 120 160 240 
C typ 180 260 360 500 

< 400 630 1000 

-1 =100 mA, 
C ' 

-V = 1 V CE hFE ~ 40 45 60 60 

Paramètres h à f = 1 kHz 

-1 = 2 mA, 
C ' -V CE 5 V 

Impédance d'entrée h. 
~e 

typ 2,7 3,6 4,5 7,5 k~ 

Rapport de trarsfert 
3.10-4 inverse h typ 1,5 2 2 re 

Gain en courant 
alternatif hfe > 125 175 250 350 

typ 200 260 330 520 
< 250 350 500 700 

Admittance de sortie h typ 18 24 30 50 uS oe 
~ 30 50 60 100 uS 
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CARACTERISTIQUES (T amb 25 Oc sauf indication contraire) (suite et fin) 

Temps de commutation 
-1 10 mA; -1 = 1 mA 

C B 

IBM 1 mA; 

R1 = 5 kQ; R2 

-VBB 3,6 V 

Retard à la croissance 

Temps oe croissance 

Temps d'établissement 

Retard à la décroissance 

Temps de décroissance 

Temps total de coupure 

-IC = 100 mA; -lB = 10 mA; 

IBM = 10 mA; 

990 Q 

R1 = 500 Q; R2 = 700 Q; RL 98 Q 

-V BB 5 V 

Retard à la croissance 

Temps de croissance 

Temps d'établissement 

Retard à la décroissance 

Temps de décroissance 

Temps total de coupure 

• Circuit d'essai 

-10Vn 
0-

1~5 

~ <0.01 
t r =1ns 

t 
on 

t d 

t 
r 

t 
on 

typ 

typ 

typ 

35 

50 

85 

ns 

ns 

ns 

150 ns 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 

400 

80 

480 

800 

5 

50 

55 

150 

250 

200 

450 

800 

r-----..---1-~--O -10 V 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

Ptot max Ptot max 

(W) (mW) 

1,0 400 

O,~ 300 

--+ - - - .... -

O,S 200 

O,2S 100 

0 
0 sa 100 Tc ('C) 200 

0 
0 50 100 I"mb ('C) 200 

-------0---+ 

le/la = 40 
T mb = 25°C 

-VCE sot 
-v aE sot 

(V) _. ---

0,8 ----+--+ --1.- +~ -----

VBE t 
-

0,6 
-- - -1- ---.-.-

r---

0,4 

,. -

0,2 

VeE~at 

10 -le (mA) 100 
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

-Ic 
(mA) 

100 

50 

-le 
(mA ) 

la 

5 

H-f-+ 
4+t ~t+: 

. , 

7 
-le=imA, 

, 

Y1' 

t+ -_. -

tt R-i--

H-_ 
, 

0,9 mA 

5 10 

-le = BOIJ A 

'11;* 70IJA 

~oJl 
50IJA 

40IJA 

30IJA 

20IJA 

lOIJA 

~BC'!' 78 'JtU, BC'!' 79 'JUl 

200 = BC'!' 78 'Jtt, BC'!' 79 'J1l 

100 

f--

00,01 0,1 

-le 
(mA ) 

0,5 

•. FI=- BCY78, BCY79, page 7/8 

-,~ 
O,BmA O,7mA 

0,6 mA 

0~51~~ 
OfomA -

0,3mA.-

~~ 
°il~~;= 

15 

-le =10,5 IJA 

9,51JA 

B,5IJA 

7,51JA 

6,51JA 

5,5IJA 

4,51JA 
3,51JA 

'2,5IJA 
1,5j.1A 

2 - VCE (V) 4 

-_.-

--- + -t 

-

---

10 -IC (mA) 100 
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COURBES Cf~RACTERISTIQUES (suite et fin) 

101. 

-lCB a 
(nA) 

103 

10 __ _ 

~ - VeE =5 V 

h à -le 
h à -le = 2mA 

10 

hile 

~ h ,2• 

"- / 
~ 1/ 

b-"'" h21 • 

V ~nr.1. 
-le (mAl 10 

0--
f-

fT 

(MHz ) 

1000 

100 

1,5 

0,5 

c-
i--

".... ..... 

-V(E= 5V 
Tamb= 25°( 

10 

10 

-1 (mA) 100 c 

-le = 2 mA 

Les centrages des valeurs typiques ne peuvent être donnés qu'à titre indicdtif et 50l1t sus~~ptibles de variation. 
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doubles transistors 
au silicium planar 

NPN 
~ 

BCY 87 BCY 88 
BCY 89 

Les transistors BCY 87 -88-89 sont des doubles transistors appairés montés dans un boîtier JF DEC TO-71 avec 
toutes les sorties isolées du boîtier. 

Les BCY 87-88 sont plus spécialement destinés aux étages d'entrée pour lesquels les faibles tensions de décalage, 
de dérive et de bruit sont de première importance. Le BCY 89 est utilisé dans les étages suivants ou les emplois plus 
généraux, à plus fort courant. 

caractéristiques principales 

VCBO .......................... max 45 V 

VCEO .......................... max 40 V 

Ptot ......................... max 150 mW 

BCY 87 88 89 

6 V (T b = - 20 à + 90 OC) . max 3 6 
6T am 

~~ (T amb = - 20 à + 90 OC) . max 0,5 2 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites absolues) 

VCBO .......................... max 45 V 

V CEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 40 V 

VEBO .......................... max 5 V 

brochage (Dimensions en mm) 

8, 

Boîtier JEDEC TO-71. 

Accessoire: 

56263 : clip redroidisseur 

IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. max 30 mA 

Ptot (composant complet Tamb .;;; 25 OC) .............................................. max 150 mW 

Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 175 Oc 
Tj ........................................................................ max 1 75 ° C 

Rthj-amb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 °C;mW 
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caractéristiques (J amb = 25 ~CJ 

Caractéristique des transistors pris séparément 

ICBO (VCB = 20 V; lE = 0; Tamb = 90 OC) ............ max 

ICBO (VCB = 20 V; lE = 0) ........................ max 

h 21E (VCB = 10 V; IC = 5 JJ.A) ..................... min 

h 21E (VCB = 10 V; le = 50 JJ.A) ................... {min 
max 

h21E (V CB = 10 V; IC = 500 JJ.A) . .................. {min 
max 

h21E (VCB = 10 V; IC = 10 mA) ................... {min 
max 

fT (V CB = 10 V; - lE = 50 JJ.A) ..................... min 

fT (VCB = 10 V; - lE = 500 JJ.A) .................... min 

Cc (V CB = 10 V; lE = le = 0; f = 1 MHz) .............. max 

F (V CE = 5 V; 1 C = 50 JJ.A; Rs = 10 kn; B = 10 Hz à 15 kHz). max 

F (VCE = 5 V; IC = 50 JJ.A; Rs = opt.; f= 1 kHz; B=200 Hz) max 

Caractéristiques de l'ensemble 

Les caractéristiques suivantes sont valables dans les conditions suivantes : 

a) Vc B = Vc B ~ 10 V; 
1- 1 2- 2 

b) - (lEI + lE) = 10 à 100 JJ.A. 

;C I (VBI-E I = VB2 - E).· ....................... {:: 
C2 

1 VBI-E I - VB2 -E2 1 (ICI = IC2) (fig. 1) .............. max 

IIB I - IB2 1 ( VB 1-E I = VB2-E2) (fig. 2) .............. max 

tN (Tamb = -20 à + 900C) (fig. 3) (1) ................ {tyP. 
f:::.T max 

~i (T amb = - 20 à + 90 OC) (fig. 4) (1) ............... max 

BCY87 

5 

80 
100 
450 

10 

50 

3,5 

3 

4 

0,9 
l, Il 

3 

25 

1 
3 

0,5 

(1) Il faut noter que la variation du courant différentiel n'est valable que si les résistances de sources 
spnt à peu près égales. De même pour les variations de tension différentielle, les tensions Base 
Emetteur doivent être à peu près semblables. 
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BCY88 

20 

100 
450 
120 
600 

10 

50 

3,5 

4 

5 

0,8 
1,25 

6 

80 

2 
6 

2 

BCY89 

10 

100 
450 

100 
600 

10 

50 

3,5 

4 

5 

0,67 
1,5 

10 

300 

4 
10 

10 

nA 

nA 

MHz 

MHz 

pF 

dB 

dB 

mV 

nA 



montages de mesure 

, , 

! 
'----::::;...v.=---L~ V. .l!. v BE 

BrE, B2-E2 VB2-E2-vB,-E, 

6y . 
Fig. 1. Mesure de - (Ry de la figure 5). 

6T 1 

::-: 
c: t~v, a 

" / (25kO; 

~ r>:-

~ 
c 

'" 

Fig. 3. 

schéma d'utilisation 

Amplificateur différentiel 

Gv (en boucle ouverte) ... 

fI typo 

typo lOs 

10 MHz 

V max ± 10 V 
1 

la max ± 2,5 mA 

va max ± 10 V 

R- min 100 kD 
1 

Ra typo 20 H2 

Taux de rejection (mode commun) lOS 

R~I 
t<: ~l 

1 

, mo 

Fig. 2. Mesure de ~ 
6T 

RS ~50kO ,'/, 

Fig. 4. 

c: :; 
~« 

BCY 87: 

~ 18kO 

'c 
2i.kO 

Fig. 5. 

Vo 

::7, SkJ.1 ·R~ 

2,!930 

BAX 13 

1 B.2nF 

1,5 V 

J kD 3: 'k n ~> 

l î 
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caractéristique 

100H+IT~1IlI_ G, 

IdB) 

75 

50 
25 

o 
la la~ 
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transistor au silicium 
planar 

NPN BD 115 

Transistor au silicium planar, en boîtier JEDEC TO-39, destiné plus particulièrement à l'amplification de puissance 

AF classe A: avec 100 V d'alimentation, le BD 115 peut donner 2 watts à d < 10 %' 

caractéristiques principales 

(1 ) 
VeBO' ....................... . max 245 V 

VCEO ......................... max 180V 

h'JlE (VCE = 100 V: lC = 50 mA) ...... { min 22 
- typo 60 

le .......................... max 150 mA 

Ptot (T~mb':;;; 50 oC) .............. . max 6 W 

fT (V CE = 100 V: IC = 30 mA) . . .. typo 145 MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

(Il 
VCBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 245 V 

(1) 
V CER (R BE .:;;; 1 k~) . . . . . . . . . . . . .. max 245 V 

VeEO ......................... max 180 V 

VEBO · ....................... . max SV 

brochage (Dimensions en mm) 

Boîtier JEDEC TO-39. 

Le collecteur est relié au boîtier. 

Accessoires: 

56218 : matériel de fixation 
56245 : disque d'isolement 

IC ................. ' ......... max 150 mA 

ICM ......................... max 200 mA 

Ptot (Tamb .:;;; 50 oC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. max 6 W 

Tstg .................................................................... - 65 à + 200 Oc 
Tj ........................................................................ max 200 Oc 
Rthj-amb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 0 CjW 

Rthj -fb ................................................. , . , . . . . . . . .. 12,5 °CjW 

( l, Un~ ,urcharge dé 1.2 pour CèS tensions est admise pendant la mise sous tension, à condition que les valeurs maximales de le- Ptot et T j 
nè :-.ù\en\ p'<\S dépa"~~e,,. 
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caractéristiques (T j = 25 oC) 

ICBO (VCB = 200 V; lE = 0; Tj = 200 OC). 

IEBO (VEB = 5 v; IC = 0) ........... . 

h 21E (VCE = 100 V; Ic = 50 mA) . 

v BE (VCE = 100 V; IC = 50 mA) .. 

vCEsat (lc = 100 mA; lB = 10 mA) . 

V CEK (HF) (le = 60 mA: Tj = 150 oC) (1) 

fT (VCE = 100 V; IC = 30 mA) ....... . 

- C 12e (V CE = 20 V: le = 10 mA: f = 1 MHz) . 

rbb ' Cb'c (VCB = 10 V: lE = 10 mA: f = 10 MHz) ..... . 

courbes caractéristiques 

Val.urs typIques 

100~I~~=il~5~OC~ffi~tltI~1 IC 
ImA) 

fB =3mA 15mA' 115mA 

2mA . ~ 
'SmA 100 

'mA 
50 

mA 

Ic 
ImA) 

t • +. 
t. 4 T 

j. ••• 

r' .. 1 . +. 

: Tj = lSOC' : 

~H-~~~~-+~~--~ 

; i:: 

10' 50 

N , 

, 0 
10. 1 , fS,mA} '0 ' 

0 5 "CE $",1.,) 10 

min 

" 

.·Fi-- C~L 

typ max 

550 

100 

hO 

6.5 9 

20 

145 

3.5 

30 100 

: ::.: r-: :~.: 

:-. :-i:=:~ 
~~'YP.·~ 

:::-:: ::: 
:::=- ::: 

100~~-+-+-.-~-+I--+~+++-..-..l 

:::-~ :~ 

.' ." 
100 H~t 

r!-~ +_. 
, 

tt~! 

50 ~1 ~ 
T ê ;:A? +r++ 

0 
0 100 200 300 

l'CEl V) 

(1) V CEK (HF) = valeur de V CE pour laquelle le gain en haute fréquence est à 80 Ofo de sa valeur pour V CE = 50 V. 
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, 
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30 
ICsloomA 

VCEsol IB = 10mA 

(V) 

20 
'YA 

10 

N 

0 
0 100 ~ (OC) 200 

i-

1--_ 

_':':'f--

.. 

f---

~- -
--

~ ..:..-
-- f---

750 
"CE"OO 
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YA 

N 

50 

0 
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transistor au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN HF 115 

Transistor NPN au silicium pl anar épitaxial, en boîtier JEDEC TO-72 , d'usage général en réception radio et 

télévision. 

caractéri sti ques principales 

v C BO' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 50 V 

VCEO ' ......................... max 30 V 

h 21E (VCE = 10 V; IC = 1 mA) ....... {~~ 1:~ 

F (f = 1 MHz; Gs = 3,3 mA/V) ....... typo 1,2 dB 

(f= 100MHz;Gs = lOmA/V) ...... typ.4 dB 

fT (VCE = 10 V; IC = 1 mA) ...... typo 230 MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VCBO .......................... max 50 V 

VCEO .......................... max 30 V 

VCER (RBE .;;;; 1 kD) ............... max 50 V 

VEBO .......................... max 5 V 

brochage Dimensions en mm 

~ 
E 
~ 
~ 

-l- 0 cs S .. 1==4 
.... E ~ 
",. qj ~. F=. 
i .... · ~ P 

---Il, 1 

J-S.3max -L'2.7min-
Boîtier JEDEC TO-72. 

0) Électrode de blindage reliée au boîtier. 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
26263 : clip refroidisseur 

IC ........................... max 30 mA 

leM' ......................... max 30 mA 

Ptot (Tamb ';;;; 45 OC) ........................................................... max 145 mW 

Tstg . . . . . . . . . . . . .. . .................................................... - 65 à + 175 Oc 
Tj ........................................................................ max 175°C 

Rthj-amb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 0,9 °C/mW 
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caractéristiques n j = 25 °Cl 

h21E (VCE = 10 V; IC = 1 mA) ......................... . 

h 21E (VCE = 2 V; IC = 20 mA) ........................ . 

VBE (VCB = 10 V; - lE = 1 mA) ........................ . 

VBE (VCB = 2 V; - lE = 20 mA; Tamb = 25 OC) ........... . 

Cl2e (VCE = 10 V; le = 1 mA; f = 0,45 MHz) ............ . 

fT (VCE = 10 V; IC = 1 mA) ........................... . 

F (VCE = 10 V; IC = 1 mA) 

à f = 0,2 MHz; Gs = 3,3 mA/V ......................... . 

à f = 1 MHz; Gs = 20 mA/V, ......................... . 

à f= 1 MHz; Gs = 3,3 mA/V .......................... . 

à f = 100MHz; Gs = 10 mA/V ......................... . 

Fe (V CE = 10 V; 1 C = 1 mA) 

à f = 0,2 MHz; Gs = 1 mA/V ......................... . 

à f = 1 MHz; Gs = 2 mA/V . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . 

courbes caractéristiques 

25 

(mA 

75 

70 

5 

72 

~~ 

2 

Tj & 25"<: 

1-

~ 

~ 

ISO~'" 

IOO~ L 

-.Fi+ 6F 1~1'J,Page ::/6 

min typo max 

45 165 

40 

0,65 0,74 

0,65 
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• nu 

~H- f+H 400" 
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l, • ~ • l ' ," . . • t • t- t ~ + t-
.. ; . ., t· ". , " 1 : ::: + • ~ 1 1 • . ,. , i : 1 r T ,II, ,' .. 1 ••• 

+ . . . '" , ~- ... " l j t"-' • 

~5, l , . ' , 1)":, 2~°C; • 
t , 1 ~ , ' 

Vcc_ZV VB~ 1; :; ;: ' . l+ l 
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,1+-++ +-

V 

V 

pF 

MHz 

dB 
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dB 
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8 
F 

(dB) 

Gs t=: 

~-

t --:: . 
-+--

0,2 

1j .25°C 

--t--

(oct.., ~ bruII d Gs opt;naIp 
-'fOI.., ~ Gs cor,..~ 

le .lmA 
VCf"·10V 
TI .25"C 

10 

-.Fi __ BF 115.Page 3/6 

+-r --
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transistor au' silicium 
planar 

NPN BF167 

Transistor NPN au silicium planar, en boîtier JEDEC TO-n, le BF 167 est destiné principalement, du fait de sa 

très faible capacité de réaction, aux étages FI vision à commande de gain en Télévision. 

car acté r i st i q u es p ri nci pales 

VCBO ' ........................ . max 40 V 

Vero .......................... max 30 V 
lC ........................... max 25 mA 

C l2e (VCE = 10 V; IC = 1 mA; 

f = 10,7 MHz) .......... o. typo 0,15 pF 

l' tot (lamb ~ 45° C) ....... 0 •• 0 0 • max 130 mW 

fT i le 4 mA; VCE = 10 V) ... 0 typo 350 MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

veRO' ........................ . 

VCEO ························· . 

max 40 V 

max 30 V 

VEBO .......................... max 4 V 

brochage (Dimensions en mm) 

(1) Connexion reliée au boîtier. 

Boîtier JEDEC TO-n. 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisse~r 

Ic .......... 0 ••••••••••••••• 0 max 25 mA 

ICM ................ 0 0 •••••••• max 25 mA 

Ptot (Tamb ~ 4S°C) ........... 0 ••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0 ••••••••••• o ..... max 130 mW 

Tstg ............... ' ............................. 0 •••••••••••• 0 • 0 •••••••• - 65 à + 175 Oc 
Tj ............................................. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• max 175 0 C 

Rthj-amb' .............................................................. 0 •• o. typo 1 °C/W 
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caractéristiques n amb = 25 DCl 

IB (VCE =1OV;IC =4mA) .................................................... {~~1~g~1 

vBE (VCE = 10 V; IC = 4 mA) (1) ................................................. typo 700 mV 

C12e (VCE = 10 V; IC = 1 mA; f= 10,7 MHz) ....................................... typo 0,15 pF 

fT (VCE = 10 V; IC = 4 mA) .................................................... typo 350 MHz 

F (VCE = 10 V; IC = 4 mA; BS = O;GS = 10 mA/V;f= 35 MHz) .............................. typo 3 dB 

PGu (VCE = 10 V; IC = 4 mA; f = 35 MHz) (2) ......................................... typo 42 dB 

Paramètres petits signaux 

V CE = 10 V; IC = 4 mA; f = 35 MHz 

glle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,8 mA/V 

Clle ···········································.· ............................. 45pF 

1 Yl2e 1 . . . • • • . . • . • • • • • . . • • • • . . . . • • • • . • . • • • . . • • • • . • • • • . . • . • • . . • • • . . . • . . . • . . . . .. 37 pA/V 

'P12e' ........................................................................... 268 0 

1 Y2le 1 . . • . . . . . • • . • . . . • • • • . . . • . • • • . . . • . • • • . . . • • . . . • • • . . . . . . . • . • . . . . . . . • • • . . . •. 95 mA(V 

'P2le' ........................................................................... 337 0 

g22e' .................................................. , . , .............. , . . .. 30 IJ.A/V 

C 22e .............................................................. , .. , .. , , , . .. 1.2 pF 

montage de mesure 

Mesure de gain en puissance 

Gtr (lc = 4 mA; f = 35 MHz) (3) . . . .. typo 26 dB 

LlGtr (lc = 4 mA; f = 35 MHz) (4) .... typo 60 dB 

(1) VBE diminue d'environ 1,7 mV pour une élévation de température de 10C. 

IY21e 12 

(2) PGu = 10 log gain maximal en puissance de l'étage unilatéralisé. 
4gUe,g22e 

(3) Gtr = gain de transfert. 

(4) LlGtr = gamme de commande de gain. 
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courbes caractéristiques 
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transistor au silicium 
planar 

NPN BF173 

Transistor NPN au silicium planar. en boîtier TO-72. le BF 173 est destiné principalement. du fait de sa très 

faible capacité de réaction. aux étages FI vision en Télévision. 

caractéristiques principales 

VCBO ' ......................... max 40 V 

VCEO ' ......................... max 25 V 

IC ........................... max 25 mA 

C12e (VCE = 10 V; IC = 1 mA; 

f = 10,7 MHz) . . . . . . . . . . .. typo 0,23 pF 

Ptot (T amb = 45°C) ............. max 260 mW 

fT (VCE = 10 V; - IC= 5 mA) .... typo 550 MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
!limites absolues] 

VCBO' ......................... max 40 V 

VCEO .......................... max 25 V 

VEBO .......................... max 4 V 

Ptot (Tamb = 45°) (avec clip 56263) 

brochage Dimensions en mm 

~ 5,3 max • 727mm .... 

Boîtier JEDEC TO-72. 

1) Electrode de blindage reliée au boîtier. 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

IC ........................... max 25 mA 

ICM .......................... max 25 mA 

max 260 mW 

Tstg .................................................................... - 65 à + 175 Oc 
Tj ........................................................................ max 1 75 ° C 

Rthj-amb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,65 °C/mW 

Rthj-amb ( ,1\"CC clip 56263) .................................................... 0,5 °ClmW 
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caractéristiques n amb = 25 °Cl 
typo max 

lB (VCE = 10 V; lC = 7 mA) ..................................... . 80 185 pA 

VBE (VCE = 10 V; lC = 7 mA) (1) ................................. . 740 900 mV 

Cl2e (VCE = 10 V; lC = 1 mA) ................................. . 0,23 pF 

fT (V CE = 10 V; IC = 5 mA) ...................................... . 550 MHz 

PGu (VCE = 10 V; IC = 7 mA; f = 35 MHz) (2) ........................ . 42,5 dB 

Paramètres petits signaux 

à VCE = 10 V; lC = 7 mA; f = 35 MHz 

glle' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,5 mA/V 

Cl le' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45 pF 

1 y l2e 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . . • • • . • • • . . . • . . . • . . . • . . . • • . . • 55 IlA/V 

'P12e' ........................................................................... 266 0 

1 Y21e 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . . • • • . . • • . . • • • . . • • . . • • . • • •• 145 mA/V 

'P21e ........................................................................... 338 0 

g22e ......................................................................... 65 IlA/V 

••••••••••••••••• -o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,1 pF 

montage de mesure 

Mesure du gain en puissance 

15pF 6,8pF 120pF 

Va 

VCE = 16,6 V; f = 36,4 MHz; lC = 7,2 mA. 

Fréquence d'accord des circuits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37 MHz 

PG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. typo 26 dB 

(1) VBE diminue d'environ 1,7 mV pour une élévation de température de 10C. 

IY21el 2 .. . ' .•.• 
(2) PG = 0 gam maxunum en pUIssance de l'etage unilateralise. 

u 4 glle 0 g22e 
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transistors au silicium 
planar ~ 

BF177 BF178 
BF179 NPN 

Transistors NPN au silicium planar, en enveloppe JEDEC TO-39, le BF 177 est plus spécialement destiné en télévision 
aux récepteurs noir et blanc portables et les BF 178 et BF 179 aux récepteurs grand écran. 

caractéri sti ques principales 

BF177 BF178 BF179 

VCBO' ......... max 

VCEO .......... max 

100 

60 

185 

115 

250 

115 

v 
V 

Cl2e (VCE = 20 V; IC = 10 mA) ... typo 1,8 pF 

fT (VCE = 10 V; IC = 10 mA) ..... typo 120 MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

BF 177 BF 178 BF 179 

V CBO (1) ........ max 100 185 250 V 

VCEO(Ic =4 mA) . max 60 115 115 V 

VCER(~E~lkn)(l) max 100 185 250 V 

VEBO .......... max 5 5 5 V 

brochage (Dimensions en mm) 

6.6 fTlIIX 12.7min :; 

~~ 

=tf 
Boîtier JEDEC T0-39. 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

56218 : matériel de fixation 
56245 : disque d'isolement 

IC ........................... max 50 mA 

I CM .......................... max 50 mA 

Ptot (Tamb ~ 6') OC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,6 W 

Ptot (T fb ~ 130 oC) ...................................................... {:: !~: max 1,7 W 

Tstg .................................................................... - 55 à + 175 Oc 

Tj ........................................................................ max 200 Oc 

~hj-amb' ........... '-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 220 °C/W 

~hj-fb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 ° C/W 

(1) Pendant la commutation, la tension d'alimentation peut être portée jusqu'à 1,2 fois la valeur maximale de V CER' Le courant doit 

cependant être limité atm de ne pas dépasser ni la puissance totale dissipée, ni la température de jonction maximale (voir courbes 
de PM = f (t). 
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caractéristiques n j - 25 OC] 

l CER (fj ~ 200 'C) (1) .......•..•........•............•.. Œ m 
lB (VCE = 10 V; IC = 15 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. BF 177 

lB (VCE = 20 V; IC = 30 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. BF 178 

lB (VCE = 15 V; IC = 20 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. BF 179 

VBE (VCE = 10 V; IC = 15 mA) (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. BF 177 

VBE (VCE = 20 V; IC = 30 mA) (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. BF 178 

VBE (VCE = 15 V; IC = 20 mA) (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. BF 179 

VCEK (HF) (lc = 15 mA; Tj = 150 OC) (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. BF 177 

VCEK (HF) (lc = 30 mA; Tj = 150 OC) (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. BF 178 

VCEK (HF) (lc = 20 mA; Tj = 150 OC) (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. BF 179 

- Cl2e (VCE = 20 V; IC = 10 mA; f = 0,5 MHz) ...................... . 

fbb'. Cb'c (VCB = 10 V; - lE = 10 mA; f = 10 MHz) .................... . 

fT (V CE = 10 V; IC = 10 mA) .................................... . 

montages de mesure 

typo 

0,03 
0,05 
0,1 

0,36 

0,72 

0,45 

0,75 

0,75 

0,75 

10 

20 

15 

1,8 

25 

120 

BF 177 ................ 
lkfl BF 178 ................ 

BF 179* ................ 
Fig. 1. 

max 

4 
4 
4 

0,75 

1,5 

1,2 

1,2 

1,2 

3,5 

100 

VCC (V) 

100 

165 

260 

mA 
mA 
mA 

mA 

mA 

mA 

v 

v 
V 

V 

pF 

ps 

MHz 

RC (kn) 

3,9 

3,9 

10 

* Si la tension d'alimentation dépasse la valeur maximale de 
VCEO, le transistor doit être attaqué en courant par son émetteur. 

(1) Mesuré dans le circuit de la figure 1. 

(2) VBE diminue d'environ 1,6 mV pour une élévation de température de 10C. 

(3) VCEK (HF) = valeur de VCE pour laquelle le gain en haute fréquence est à 80 Ofo de sa valeur pour VCE = 50 V. 
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courbes caractéristiques 
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Courbe 1 - Rthj-amb = 220 °C/W le transistor monté 

sans radiateur. 

Courbe 2 - HF 178 et HF 179 montés sur radiateur pour 
obtenir Rthj-amb = 85 oC/W. 

Courbe 3 - HF 178 et HF 179 sur radiateur infini 

(Rthfb-amb = 0). 
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transistor au silicium 
pl anar 

NPN BF180 

Transistor NPN au silicium planar, en boîtier JEDEC TO-n, destiné principalement aux étages préamplificateurs 

à commande de gain en UHF. 

caractéristiques principales 

VCBO ' ......................... max 30 V 

V CEO' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 20 V 

IC ........................... max 20 mA 

fT (VCE = 10 V; IC = 2 mA) ...... typo 675 MHz 

C12e (VCE = 10 V; IC = 1 mA; 

f = 10,7 MHz) . . . . . . . . . . .. typo 6,28 pF 

F (admittance de source optimale; 

V CB = 10 V; - lE = 2 mA) 

à f = 200 MHz. . . . . . . . . . . . . . . .. typo 2,5 dB 

à f = 800 MHz ................. typo 5,7 dB 

PGu (VCB = 10 V ; - lE = 2 mA) 

à f = 200 MHz .................. typo 24 dB 

à f = 900 MHz .................. typo 12 dB 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

V C BO' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 30 V 

VCEO .......................... max 20 V 

VBEO .......................... max 3 V 

brochage 

. ---l 
l 1:l 

~ E ",- :ti 
. ·6 '" 

6 

(Di IlKn:-.i ~1Il:-' Ul mm) 

.. 5,3max • 12.7mm .... 

(1) Électrode de blindage reliée au boîtier. 

Boîtier JEDEC TO-72. 

Acccssoi rcs : 

56246 : Jisquc d'isolemcnt 
56263 : clip rcfroidi'isC"uT 

IC ........................... max 20 mA 

I CM .......................... max 20 mA 

Ptot (Tamb ';;;; 25 OC) ........................................................... max 150 mW 

Tstg .................................................................... - 65 à + 175 Oc 
Tj ................................. , ....................................... max 175 Oc 

Rthj-amb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 °CmW 
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caractéristiques n amb = 25 °Cl 

IB (VCB=lOV;-IE = 2 mA) 

IB(VCB= 7V;-IE =12mA) 

V BE (V C B = 10 V; - lE = 2 mA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C12e (VCE = 10 V; IC= 1 mA; f = 10,7 MHz) ............. . 

fT (V CE = 10 V; IC = 2 mA) ........................... . 

F (V CB = 10 V; - lE = 2 mA; Bs = 0) 

à. f = 200 MHz; G s = 40 mA/V .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

à f = 800 MHz; Gs = 10 mA/V ........................ . 

PGu (VCB = 10 V; - lE = 2 mA) (1) 

à f = 50 MHz .................................. . 

à f = 200 MHz .................................. . 

à f = 500 MHz .................................. . 

à f = 900 MHz .................................. . 

G tr ( VCB = 10 V ; - lE = 2 mA ; Bs = 0; BL accordé) (2) 

à f = 200 MHz; Gs = 40 mA/V ; GL = 1 mA/V ............. . 

à f = 900 MHz; Gs = 20 mA/V ; GL = 2 mA/V ............. . 

courbes caractéristiques 

ru 
11,7 

(mAN 
-b 77b 

b 
) 

) (mAIV 
-C77b 

) (pF. 

977b 

! 
-CT7b 1-

1 

-bT7b 
'I01~urs Iypiqws 
'tB zlOV 
lE =2mA [ 

~=~~~~: 
! 

1 
50 

7<-
./ 

i-' 

----
Tt , 

1 

;;;-' 
1 

....., ..... 
........... 

~ i\ 

[ 

f(MHz) 7000 

IY 12 
(1) Gain en puissance de l'étage unilatéralisé : PGu = 21b 

4 gUb .g22b 

7000 
~72b ! 

(l'AN 

If72b 
(0 

) 

) 

ru 

~ 

() 

(2) Longueur des connexions = 1 mm; boîtier relié directement à la masse (voir courbes). 
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min 

'32 

7,5 

fP72b 

IY72b! 

:ID 

typo 

45 

0,75 

0,28 

675 

4,5 

7 

24 

14 

12 

16,5 

9 

./ 

)0 

max 

150 pA 

2,2 mA 

V 

pF 

MHz 

dB 

9,5 dB 

dB 

dB 

dB 

dB 

dB 

dB 

./ 
./ 

!fOI..,-. Iypiqufo. 

VcB=JOV 
lE-2mA 

~:::.ft':=~tmT 

((MHz) 00 



"" 
21bl 

Volf>Urs Iyplqut's 
VC8 =10V V 

) 
~""!.S com~xtOns=.r. 

'121 
(O) 

bOII,,,r r,.'I~ d 10 moss", i 
{mA/V 

1 

200 

\'l'b - r--
i r-----

100 f-....c 

50 
-~IY21bl -; 

1 

1Of-- 1 

1 i 1 
1010 100 200 f V/Hz! 

10 
b 22b-

1000 
g22 

{l'AI V){pF!~ 
5 005-

002 

100 1 
F===-

50 q5 

, , 

20 qJ 

~qJ la 

--Fi. 6F 1ôO,Page ::/4 

Volf>Urs tYPfQut's 
C8- 1OV 
JE= 2mA 

longuf1'Ur ~s compxlons = 

bo~lftr rf'l~ Ô (0 mossf' 1/ 
1 Il 

r22b 

g22/1_V III 
7 

/ 
/ 

1 
[1 

50 100 f{MHz! 1000 
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transistor au silicium 
pl anar 

NPN BF 181 

Transistor NPN au silicium planar, en boîtier JEDEC TO-72, destiné principalement aux étages oscillateurs

mélangeurs dans la bande des UHF. 

caractéristiques principales 

V CBO' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 30 V 

VCEO ' ......................... max 20 V 

IC ........................... max 20mA 

fT (VCE = 10 V; IC = 2 mA) ...... typo 600 MHz 

C 12e (V CE = 10 V; 1 C = 1 mA; 

f = 10,7 MHz) . . . . . . . . . . .. typo 0,28 pF 

F (admittance de source optimale; 

V CB = 10 V; - lE = 2 mA) 
f = 900 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .. typo 6,8 dB 

PGu (VCB = 10 V;.- lE = 2 mA; 
f = 900 MHz) ............... typo Il dB 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites absolues] 

VCBO .......................... max 30 V 

VCEO .......................... max 20 V 

VEBO .......................... max 3 V 

brochage (Dimensions en mm) 

~ r[]s,," ~I ~~ ~F= 
~"'~i-+.Al 

.l-5.3max~'2.7min 
(1) Électrode de blindage reliée au boîtier. 

Boîtier JEDEC TO-n. 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

1 C . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . max 20 mA 

I CM ' ......................... max 20 mA 

Ptot (Tamb ~ 25 OC) ........................................................... max 150 mW 

Tstg .................................................................... - 65 à + 175 Oc 

T ......................................................................... max 175 Oc 
J 0 

Rthj-amb' . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 C/mW 
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caractéristiques n amb = 25 OC] 

lB (V CB = 10 v; - lE = 2 mA) ................................. . 

VBE (VCB = 10 V; - lE = 2 mA) ................................ . 

cl2e (VCE = 10 V; IC = 1 mA; f = 10,7 MHz) .................... . 

fT (VCE = 10 V; IC = 2 mA) ................................... . 

PGu (VCB = 10 V; - lE = 2 mA) (1) 

à f = 500 MHz .......................................... . 

à f = 900 MHz .......................................... . 

Gtr (VCB = 10 V; - lE = 2 mA; f = 900 MHz; Gs = 20 mA/V; 

Bs = 0; GL = 2 mA/V; BL accordé) (2) ......................... . 

g22b (VCB = 10 V; - lE = 2 mA; f = 35 MHz) (2) .................... . 

C 22b (VCB = 10 V; - lE = 2 mA; f = 35 MHz) (2) ................... . 

courbes caractéristiques 

IY21bl 2 

(1) Gain. en puissance de l'étage unilatéralisé : 4 
gllb· g 22b 

(2) Longueur des connexions = 1 mm; boîtier relié directement à la masse. 
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300 

typo max 

70 150 /J.A 

0,75 V 

0,28 pF 

600 MHz 

13,5 dB 

Il dB 

8 dB 

10 /J.A/V 

0,9 pF 

500 600 700 800 900 ((MHz) 



(mA/V) , 

"21b..0 ,.)~ 

500 6()() 

Val..". typiqw. 
V~IOV 
-/p2mA 
Longt/f'tlr M-S c~xions -'mm 
SoiliH rnii 4 la ma .... 
t 

900 f(/>4Hz) 

10 
F VCS-/OV 

(dB) -lE. 2mA 
GL -lmA/V 

4 \4:rIf'CI opt_ d.Ys 

=-~rt;s4~1mm 
dh ' 

6 

,~ 

'lli: 
f+ 

2 

0 JOO 400 500 

0,6 

o 
JOO 

, _~MYs 
(/>1Hz) (mA!VI 
500 22.)5 
400 17.JIS 

typ· 

6()() 700 4()() 

4-Fi __ BF 181 ,Page 3/4 

500 

if 

;g 
±t 

~ 

900 flHHzJ 

6()() 

Vallour. ~ 
'tS-/OV 
-IE-2mA 
I..ongwur d'5 c~.lmtrI 
SoIliH rWi# 4 la mass. 

900 m>fHzI 

95 



Reproduction autorisée sous réserve d'indication complète de l'origine R,T.C .. La Radiotechnique-Compelec. 

SC1869-2-1969 

-·Fa--
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICROÉLECTRONIQUE 1 TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATÉRIAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ~lECTRONIQUE GRAND PUBLIC 

CONDENSATEURS RËSISTANCES - MOTEURS 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN· 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE, (1) 355.44.99 
.~~~~~ 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES CAEN - DREUX - ~VREUX - JOUE-lES-TOURS - SURESNES - TOURS 

S.A. AU CAPITAL DE 300 000.000 DE F - R.C PARIS B 672 042 470 



transistor au silicium 
planar 

NPN BF182 

1 Lillsistor "1':\ au silicium planar, cn boîtier J I::1)LC TO-72 , destiné principalemen t aux étages mélangeurs dans 

k, tUII,'rs \'HF, l'lIF en télévision, 

caractéristiques principales 

YCBO ' , ' ., max 25 V 

VCI::O""" , max 20 V 

le ' , , , , , , . , . . . max 15 mA 

fT (YCL = 10 Y: le = .: mA), " .. , typ, 650 MHz 

pc; u (Y C 13 = 1 0 Y : lE = .: mA; 

f = 900 MHz), . , , ' ... , . , . ' ... typo Il dB 

F (YlIe optimale: YCE = 10 Y; 

[E = 2 mA; f = 1\00 MHz) ,. ,. , .. typo 7,4 dB 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues] 

YCBO ' , '" " " .. , .. , ... ,. 

YCEO ' , ' , , , , , , , . , , .. , ... . 

Y EBO ' , ' , , , , , "., " , .. " .. . 

max 25 Y 

max 20 Y 

max 3 Y 

brochage (Dimensions en mm) 

" o 
E: "'lIn ~.' - t ~ ~--. = i 

~ E: ~ = 
~'::ti ,->' 

.I."'\Sl = -.---, 
- -----, • 1 1 

.[--5,3 max~12. 7 mil')--

( 1) Électrode de blindage reliée au boîtier. 

Boîtier JEDEC TO-72 , 

Accessoires: 

56246 : di sque d' i sol ement 
56263 : clip refroidisseur 

[C ' , , , " ,. , ... ,. , , .......... . 

[CM' 

max 15 mA 

max 15 mA 

, , , , ' , .. , , .. , , , . , , ........ max 150 mW 

, ' , .... , .... - 65 à + 175 Oc 
., ...... , .......... , .. max 175°C 

lOC/mW 
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caractéristiques lT amb 25 °Cl 

lB (YCB = 10 Y: lE = 2 mA) .. 

Y BE (YCB =10Y: IE =2mA). 

le = 2 mA) .. 

Ic= ImA: f= 10,7 MHz). 

F (Y CB = 10 y: - lE = 2 mA) 

à f = 200 MHz. 

à f = 800 MHz. 

PGu (YCB = 10 Y; - lE = 2 mA) (1) 

à f = 500 MHz 

à f = 900 MHz 

Gtr (YCB = 10 Y: lE = 2 mA; Gs = 20 mA/V; GL = 2 mA/Y). 

courbes caractéristiques 

20r-~rn~~nTrITTnTnnTnTrITTnTn~"---

le 

(mA) h;tdiE~Uftft8±ËIB~RiËit81Dit~ 

o 
o 2 , A 37.37 6 

1 Y21b 1
2 

(1) Gain en puissance de I"étage unilatérali,é . PC; = -----.--
u 4g 11b .t!nb 

98 

...... 

le 
( l'A) 

typo 

100 

770 

650 

0,3 

3,3 

7,4 

15 

Il 

10 

50 /00 /50 

max 

200 

20Q 
j (·C) 

!lA 

rnY 

MHz 

pF 

dB 

dB 

dB 

dB 

dB 



la 1 

10- 1 

10- 2 

-- VCS~ 10V 
Tj .2S·C 

---'-

----

V 
..... ,. 

/ 

1 

1 1 

1 l Il " 

f~900HHz 

(mA/V) 

SOOHHz ~ '-g=g VCB ./OV 
-:-~. ~ -lE :2mA 

f--+----+ __ -- Tamb • 2S·C 
---: Longu.ur MS 

_ _ _ ~ conn.x/ons = J mm 
200HHz Sonl.r r.lii 

di,..ct.mMt 
-;-•. ~ ---J1" à la mas". 

0~S~0~H~H1z~'=:-:-:·~-~:tttt±±I~-jjjj 
a 0.5 

60 

-b"b 

(mA/V) 

20 

a 
a 

f. 

•. Fa+ BF 1S2,Page 3/4 

VCS.IOV ~i 
-IE~2mA 

Tamb·2S·C 
Lonflu.ur ftS -~ 

conn.x/ons. Jmm ~ 

Boitl.r r.UI ~ff di,..et.m.nt 
ci la m_ 
Il -,i-, ' 

Sf!!HHz 

fT': 

OOHHz 200HHz ~ t:t 
~ 

5~1lli 

.'\ l, 3 ~ 
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transistor au silicium 
pl anar 

NPN BF183 

Transistor NPN 'lU silicium planar en boîtier ]EDEC TO-72, utilisé principalement dans les sé
lecteurs TV, en oscillateur local UHF et VHF. 

caractéristiques principales 

VCBO .·.·· ..................... max 25 V 

VCEO · ......................... max 20 V 

Ptot (Tamb ~ 25 oC) ............. max 150 mW 

fT (VCE = 10 V; IC = 3 mA) ...... typo 800 MHz 

C I2e (VCE = 10 V; IC = 1 mA; 

f = 10,7 MHz) ............ typo 0,33 pF 

PGu (VCB = 10 V; - lE = 3 mA) 

à f = 500 MHz. . . . . . . . . . . . . .. typo 16 dB 

à f = 900 MHz . . . . . . . . . . . . . .. typo 13 dB 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites absolues) 

VCBO .......................... max 25 V 

VCEO .......................... max 20 V 

VEBO .......................... max 3 V 

brochage (Dimensions en mm) 

>( 

" E 'G ~-!. ~'f 
CS) 

1 . 1 

.,.- 5,3max .... ·'2, 7min+-

(1) Électrode de blindage reliée au boîtier. 

Boîtier JEDEC TO-n. 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

1 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 15 mA 

1 CM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 15 mA 

Ptot (Tamb ~ 25 OC) ........................................................... max 130 mW 

Tstg .................................................................... -65à+1750C 

Tj ........................................................................ max 175 Oc 
~hj-amb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 °C/mW 
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caractéristiques n amb = 25 OC) 

lB (V CB = 10 V; ._- lE = 3 mA) ..... . 

VBE (VCB = 10 V; - lE = 3 mA) .... . 

fT (VCE = 10 V;- IC= 3 mA; f = 100 MHz) .... . 

- C12e (VCE= 10 V; - IC = 1 mA; f = 10,7 MHz) .... . 

Gtr (VCB "" 10 V: - lE = 3 mA; Gs = 20 mA/V; GL = 2 mA/V) .. 

PGu (VCB = 10 V; lE = 3 mA) (2) 

à f = 500 MHz 

à f = 900 MHz 

courbes caractéristiques 

/000 

'T 
(,.,Hz) 

800 

600 

200 

::1: il'" 
iî: ; 

• "t ::1: ...... ·.ot" 

~ ; t : tttt 

.ttt 1::1 t+ft 

+tt+ 1fT ::1: : ; 1 

'f .... t + .. , ..... .... 
.. .... .... .,.+ .... 

•• 1. 1"1 

_'t+ 'l"" 

i Hi .,t' 

rHll 1:+1 
~ ~1 r 

li! ! ttu: li' t 
Il''+- ~ ! t ttt+ : t;p ~H' 

HfIT III ! 
Illt , .. 
;-t! : '" ", 
! ~ ~ : 1:: 
'''-'' ; .. .... 
tll' t··· tl:: Il •• 

" 

li i il Hlt tt 1 

fW! fil HH 
o \ Hl \ 2 

-bllb 

(mA/V)r-~~~~~~~++~ 

o 
o 

Tamb : 25 0 '':. ~~tij::t:ttt+t1 
Longueur de~ connexions = Jmm 
Boi'rier r,eli. di,..ctement ~'--: 

50 /00 
911b (mA/V) 

(1) V BE diminue d'environ 1,6 mV pour ùne augmentation de température de 10C. 

. . '. , .' IY21bl 2 
(2) Gam en pUissance de l'etage unilaterahse; PG = --=:..::....::.._-

U 4 gllb. g22b 
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6 
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transistor au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN BF184 

Transistor NPN au silicium planar épitaxial, en boîtier JEDEC TO-72, destiné principalement en réception AM 

aux étages oscillateurs-mélangeurs et aux étages FI en réception AM/FM. 

caractéristiques principales 

VCBO ' ......................... max 30 V 

VCEO ' ......................... max 20 V 

h 21E (VCE = IO V; IC = 1 mA) ........ typ.115 

IC ........................... max 30 mA 

fT (VCE = 10 V; IC = 1 mA) ...... typo 300 MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues] 

VCBO ' ......................... max 30 V 

VCEO ' ......................... max 20 V 

VEBO .......................... max 5 V 

brochage (Dimensions en mm) 

'" o 
E 
~ 

" 

i'~~lQ1. ~ .......,,~-. Lo' ISo ::::::::> -, L 
5,3 max 72.7min 

(1) Électrode de blindage reliée au boîtier. 

Boîtîer JEDEC TO-72. 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

IC ........................... max 30 mA 

ICM .......................... max 30 mA 

Ptot (Tamb ~ 45 OC) ........................................................... max 145 mW 

Tstg .................................................................... - 65 à + 175 Oc 
Tj ........................................................................ max 175 Oc 
~hj-amb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,9 °C/mW 
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caractéristiques [lj 25 °Cl 

VBE (VCE = 10 V; lC 

VBE(VCE = 2V;IC 

1 mA) (1). 

20 mA) (1) . 

h 21E (VCE = 10 V; lC = 1 mA). 

fT (V CE = 10 V; lC = 1 mA) ... 

CI2e (VCE = 10 V; lC = 1 mA) 

Fc(VCE= 10V;IC= 1 mA) 

à Cs = 0,6 mA/V; f = 0,2 MHz. 

à Cs = 1,2 mA/V; f = 1 MHz. 

courbes caractéristiques 

20 

70 

S,1 

(1) YBE diminue d'enviwn 1,7 mY pour une élévation de température de 1 oC. 

106 

min 

0,65 

75 

··Fi-- BF 

typo 

115 

300 

0,65 

3 

2 

1B4,Page 2/4 

max 

0,74 

750 

Re 

ou -c' (kfl) 
W B 

V 

V 

MHz 

pF 

dB 

dB 



(/1*) 1 1: 1 

-·-I---H--H+++l------+---j-+++f+Ij--+-J 

! ; 1 I! 

IOJ~.me 
ftt 1/ ~ 

/ li 10't§§!lfJll"""§§' 
IC_/mA 

2 r----+-r t 
10 r=-.... :-

f---- .--
-+ FtP 
'H~ .. H -~ 

soo: 

l000~ 
180 

180 

-.Fi __ BF 1El4,Pag8 3/4 
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transistor au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN BF185 

Transistor l\iPN au silicium plan~H l;pitniJI. en boitler JEDEC TO-72. destiné principalement aux étages préampli

ficateurs J faible bruit en RF et aux oscillatcurs-mdangeurs en réception radio. 

caractéristiques principales 

VeBo ' . max 30 V 

V CEO' . . . . max 20 V 

h 21E (VeE = 10 V: le = 1 mA). .. . typ.67 

fT (VeE = 10 V: le = ImA).. typo 220 MHz 

F (Ve E = 10 V: 1 e = 1 mA: 

Cs = 10 mA/V: f = 100 MHz) .. typ. 4 dB 

C I2e (VeE = 10 V: le = 1 mA: 

f = 0,45 MHz) ............ typo 0.65 pF 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites absolues) 

VCBO ' ......................... max 30 V 

VCEO ' ......................... max 20 V 

V EBO ' ......................... max 5 V 

brochage (Dimensions CIl mm) 

i 
_ 5.Jmax .72 7mm 1-4 

(1) Électrode de blindage reliée au boîtier. 

Boîtier JEDEe TO-72. 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

le .......... . 

ICM ······················ . 

max 30 mA 

max 30 mA 

Plot (Tamb .;;; 45 oC) ........................................................... max 145 mW 

Tstg .................................................................... _. 65 à + 175 Oc 
Tj ........................................................................ max 175 Oc 

Rthj-amb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,9 0 e/mW 
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caractéristiques (T. 
J 

25 DC) 

min 

VBE (VCE = 10 V; IC = 1 mA) (1) ....................... . 0,65 

VBE (VCE = 2 V; IC = 20 mA) (1) ...................... . 

h 21E (VCE = 10 V: IC = 1 mA) ......................... . 34 

fT (VCE = 10V;I C = 1 mA) .......................... . 

C I2e (VCE = 10 V: IC = 1 mA; f = 0,45 MHz) ............. . 

F (V CE = 10 V; 1 C = 1 mA) 

à Cs = 5 mA/V; f = 0,2 MHz 

à Cs = 20 mA/V; f = 1 MHz .......................... . 

Cs = 10 mA/Y; f = 100 MHz ........................ . 

Paramètres petits signaux en base commune (2) 

Valeurs typiques mesurées à : V CB = 10 V; - lE = 1 mA; f = 100 MHz 

.-Fi __ BF 185,Page 2/4 

typo 

67 

220 

0,65 

2 

3,5 

4 

max 

0,74 

140 

V 

V 

MHz 

pF 

dB 

dB 

dB 

gllb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33 mA/Y 

- CIl b' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,5 pF 

IYl2bl ....................................................................... 220llAjV 

<P12b' ........................................................................... 273 0 

1 Y21b 1 .•...•...••••••.......••.•••..••••...•.••••.•.••••.•..•••••••••••••.• " 33 mA/V 

1{J2Jb ........................................................................... 150 0 

g22b ........................................................................ 12 IlAjY 

C22b .......................................................................... 1,5 pF 

(1) VBE diminue d'environ 1,7 mV pour une élévation de température de 1 oc. 

(2) Longueur des connexions = 3 mm entre le fond du boîtier et le point de mesure. 

110 



courbes caractéristiques 

y -
K7MHz 

1 

.. 
el-l 1-1: 

] 1--" 

" ./ 

l' 
45()1(Hz 

-_CII-- ['F 1Sr: p ~/4 _____ LC :J, ag8 c, 

lli '1 
l,l' tf-t 
1 ... li 1. ,. 

Il ï t [j' tt 
1::: 

·:1 r~i:i:U.yfL m li' t1jlli 1 5'·' Ttt!~~~t t j JT 

j<t. 

tl" 

8 
F 

(dB) 

Gs 
(mA/V) 

6 

4 

L 

.. . "'" ~+rt 
-I-l--t-H-t 

1 

la 20 f (MHz) 100 

iE----~"*-~-+-+++t\m270 

160 
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1000 

la 

:Va/purs Iyplqups 
YCE ~IOV 

'Tamb =25°C 

Lon~;::,~ d.S. iC>'lflPX/OIls: 

~~~..,... .......... 

10 100 

-·Fa--
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transistor au silicium 
pl anar 

NPN HF 200 

Tramistor NPN au silicium planar, en boîtier JEDEC TO-n, destiné principalement en amplification VHF, aux 
étages préamplificateurs à commande de gain dans les tuners en télévision et en réception FM. 

caractéristiques principales 

VCBO ' ......................... max 30 V 

V CEO' .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 20 V 

fT (VCB = 10 V; - lE = 3 mA) .... typo 650 MHz 

PGu (V CB = 10 V; - lE = 3 mA; 

f = 200 MHz) . . . . . . . . . . . . . . .. typo 22 dB 

F(VCB= IOV;-IE =3mA; 

f = 200 MHz) .................. typo 2,7 dB 

valeurs à ne pas dépasser 
!limites absolues) 

VCBO .......................... max 30 V 

VCEO · ......................... max 20 V 

VCER (RBE .0;;; 1 k!1) ............... max 30 V 

VEBO .......................... max 3 V 

brochage (Dimensions en mm) 

(1) Électrode de blindage reliée au boîtier. 

Boîtier JEDEC TO-n. 

Accessoi res : 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

1 C . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . max 20 mA 

1 CM ........... - - . . . . . . . . . . . . . max 20 mA 

Ptot (Tamb .0;;; 25 OC) ........................................................... max 150 mW 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 65 à + 1 75 0 C 

Tj ........................................................................ max 175 Oc 
~hj-amb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 °C/mW 
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caractéristiques n amb = 25 OC] 

lB (VCB = 10 V; - lE = 3 mA) .................................................. { ~~~ ~~ ~~ 

1 B (V C B = 7 V; - lE = 12 mA) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 2,2 mA 

- VEB (VCB = 10 V; - lE = 3 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. typo 0,75 V 

- VEB (VCB = 7 V; - lE = 12 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...................... max 1 V 

fT (VCB = 10 V; - lE = 3 mA) .................................................. typo 650 MHz 

C12e (VCE = 10 V; IC = 1 mA; f = 10,7 MHz) ....................................... typo 0,28 pF 

F (VCB = 10 V; lE = 3 mA; f = 50 MHz) (1) .....................................•.... typ.l,9 dB 

F (VCB = 10 V; lE = 3 mA; f = 200 MHz) (1) ......................................... typ.2,7 dB 

F (VCB = 10 V; lE = 3 mA; f = 100 MHz) (1) .......................................... typo 2 dB 

PGu (VCB = 10 V; lE = J mA; f = 50 MHz) (2) ......................................... typo 30 dB 

PGu (VCB = 10 V; lE = 3 mA; f = 200 MHz) (2) ....................................•... typo 22 dB 

PGu (VCB = 10 V; lE = 2 mA; f = 100 MHz) (2) ........................................ typo 28 dB 

Paramètres petits signaux 

En émetteur commun 

Valeurs typiques à V CE = 10 V; IC = 2 mA; f = 100 MHz 

glle' ......................................................................... 5 mA/Y 

Clle' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 pF 

1 Yl2e 1 ••••••••••••••••••••.•••••.••.••..•••••••••••••••••.••••••••••••••.••• 0,16 mA/V 

<P12e ............................................................................ 270 0 

1 Y2Ie 1 . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • • . • • . • • • • • • . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • •• S6 mA/Y 

<P2Ie' ........................................................................... 340 0 

g22e' ......................................................................... 15 fJ.A/Y 

C22e .......................................................................... 0,9 pF 

(1) Pour l'admittance de source optimale. 

, " __ I_Y~21~b~I_2_ 
(2) Gain en puissance de l'etage unilateralise; PG = 

u 4 gllb .g22b 
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En base commune 

Valeurs typiques à VCB = 10 V; - lE = 3 mA ............................. f = 50 200 MHz 

gllb" .......................................................... . 85 62 mA/V 

-bllb ··· ........................................................ . 15 38 mAfV 

IYl2b 1 ...• , .•••••••.•••.•.••.••••••• , .••.•••••••.•••...••....•.... 55 180 IlA/V 

'PI2b' ............................................................. . 270 270 0 

IY2Ib 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 85 70 mAfV 

'P2I b' ............................................................ . 165 145 0 

g22b ............................................................ . 15 150 IlAfV 
280 IWO IlA/V 

courbes caractéristiques 

·s ·s 
(mA/v. (mA/V. 

50 '·50,.,Hz 50 '.IOO,.,Hz • 100 
VCB -/OV 

VCS·IOV S '.200/111Hz 
-lc=1.3mA (mA/V/o VCB .~v 

'0 
-lc -3mA '0 rop'. 

UB 
-IC- 3mA 

JO rop'. 30 

/,9dB 
10 10 

/0 10 

0 1dB 0 
25dB F= 1.5dB 

-10 3dB -~ 3dB ~ 

-20 
lSdB, 

-10 ~5dB SdB 
-'0 'dB 'dB 

-JO F=t,5rJB SdB -JO -60 

-'0 -'0 

-50 -50 100 

~ 20 JO ''0 50 60 70 Ils (mA/V) 10 10 30 '0 50 60 70 9S (mA/o'J 0 10 '0 60 3D /00 /20 uo 
9S(mA/V) 
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g"b (mA/V) 
70 90 

SO,.,Hz 

100 200 
g22b (l'A/V) 

'amb- 2S O C 

60 Longueur des connexions. 3mm 

.0 
/y,2b/rI'A/V) 

100 150 200 

"21b 

~~oifLU4L~Jli~LU~~~~~~~--~Uf~fU~~~~L~~~~tL 

F 
(dB) 

100 75 50 25 

/Y21b/ (mA/V) 

~' 

~f("'HZ} 1$ optimalr 

~ (mA/V) 

~ 50 7- il 
.-------

a 

i-
f--.. 
-- - -

25 50 75 100 

210 

# §: -IE= ]mA 

i-- VCB -IOV =f 
ü-
(V) 

1-- Tomb=25°C 
~ 100 a-i2 r=-- 200 !!-iJ 

---f--. 1--t--
6 JO 

i----

f----, 1---

2 

E 

a 
1 

SCI829- 51971 

~. 

typ, 

la 

f-
--t-

, 100 
f(HHz} 

10 

a 
a 
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transistors au silicium 
pl anar 

NPN 

Trilll~;~t()IS plalldl NPN dll s;I;';1111 1 (;11 ho;t;"1 JEDEC 
TO 3~1 pl';ll\:;pdlemelll des';111;s ilLlX dlnplif":iltclll:O vide;,) 

Caractéristiques pri nci pales 

VCBO 

VCEO 

ICM 
P tot (jusqu il T mil 140 "CI 

Tj 

hFE (\!CE 10V IC 30 mA ,1 TI 25 'C' 

rrlVCE 20V.IC 30mAI 

Ciro IVCE 20V.IC 10 mA Cl f 0 ~') MH;I 

Brochage 

Boîtier J EDEC TO-39 

(collecteur relié au boîtier) 

Accessoires: 

56218 : matériel de fixation 

56245: disque d'isolement 

nlélÀ 

max 

mdX 

nlélX 

rnax 

mlll 

m; Il 

rlldX 

9,4 
max 

1 BF 336 

f--1 

1 

185 

180 

8,5 
max 

~ 
HF 336 HF 337 

HF 338 

BF 337 BF 338 

250 300 V 

200 225 V 

200 mA 

3,0 \N 

200 "C 

20 

80 MHL 

3,5 pF 

:. 6,6 ..... _ 12,7 .1 
max mIn 

(Dimensions en mm) 

Valeurs à ne pas dépasser 
( limites absolues) 
VCBO 
VCER (lC ,~ 1 mA; RBE 1 ki! jusqu ii Tj 150 "CI 

VCEO (IC=c 4 mA) 

VEBO (lE = 0,1 mAI 

IC 

ICM 

IBM 
P tot (jusqu,] T mil 140 "C) 

P tot (Tamb =25 "CI 

T stçj 

Tj 

Rth 1 a 

Rth j Illb 

Rth j C 

BF 336 

nldX 185 

max 185 

max 180 

mdX 5 

ma>... 

rn3x 

rll(]X 

miJx, 

nlélX 

BF 337 BF 338 

250 300 V 

250 300 V 

200 225 V 

5 5 V 

100 mA 

200 mA 

20 mA 

3 \N 

0,8 \N 

65 il +200 "C 

200 'C 

220 "C \N 

20 'C \N 

25 'C \N 
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Caractéristiques (Tj 25° C) 

( VCE ~ 150 V po", BF 336 
ICER VCE = 200 V pour BF 337 .. { 

typ 10 nA 
max 100 :~A 

VCE ~ 250VpourBF338 

VBE (VCE - 10V; IC= 30 mA) .... { typ 0,7 V 
max 1,2 V 

VCEK (IC 50 mA; Tj 150°C) ... { typ 10 V 

La tension de genou haute fréquence d'un transistor est 
la valeur de la tension émetteur-collecteur pour laquelle 
le gain sur signal faible tombe à 80% du gain correspon
dant à VCE - 50 V. En dessous de cette tension VCEK on 
constate une augmentation rapide de la distorsion de signal. 

10 1 VCEK 
(V) 

5 

Ic=SOmA 

f-------------Tension de 
00,01 0,1 1 f (MHz) 10 genou statique 

gain 

(~~6~- -- -----~-----8Tun. 
o VCEK 

hFE (VCE 10V; IC 30 mA) { min 20 
typ 60 

-CreIVCE 20 V; IC 10 mA; 

0,5 MHz) typ 3 

max 3,5 

rbb' x Cbc IVCB 20V: lE 30 mA 

f 10 MHz) typ 30 

max 100 

fT IVCE 20 V IC 30 mA, 

100 MHz) min 80 

typ 130 

pF 

pF 

ps 

ps 

MHz 

MHz 

".F'-- BF 336-337-338,Page 2/4 

f----+--H+++++I--++--+-+++++-H 

Aire de fonctionnement avec le 
transistor polarisé en sens direct. 

1 zone de fonctionnement per
mise en courant continu, 
Il extension possible pour le fonc
tionnement en impulsions. 

10'~ r=f~:"-
F==-t-=t= --t -t • t 

le ~~ i----+-- Lf:-~: 
(mA) 1 

l '~"~140°C 1 ~ 

f--.-~L' I~"~ - _._.,-

Foncllonn~mt-nt t'n ,mpuls,ons ov~c fi 00,1 

~-~+--I--l-+.J-I-l-I---I-+-,--t-_. 

10 .------~----:-~8F~]~]8 
~ 1 : :: l 

Aire de fonctionnement avec le 
transistor polarisé en sens direct. 

1 zone de fonctionnement per
mise en courant continu, 
Il extension possible pour le fonc
tionnement en impuls'Ions, 
III zone de fonctionnement pero 
mise en impulsions si RBE 1 KU, 



400 

YCER 

IYI 

300 

200 

100 

o 
1 

60 

1 

40 

20 

r---

-o 
10 5 

// ///1 // 1///1 // ///1 
Tension maximale collecteur - émetteur permise[ 
en fonction de la resistance base-émetteur 1 

BF 338 -
BF133~ 

B~ 3316 

10 

""..-

1--"' 

10 4 10 3 

1 III 
TJo 25°C 

.-

i'--... 

-- ..;;. -t-

-- ~- J 1 
-

----

---C-

l --1- -

+- - r-

10" 

, 
Rthj - o 

/ Rthj-c 
./ 
~ 

Rth J -mb 

tlsl 10 

Valeurs typiques 1 
f---~~~-I YCE ° 10Y It--+-+-+-+-+-~~~---i~~_+_~+-_+__f__f--+-+-l 

f---------+_---+~~~-9--I--I-+-+.t---------~--------,--+--+-+~\~~ 

f---____ -=~--~~~~~--r--l~-~-t--~+-----~-- ----r----~~+_-+-+-~ 
""""=------+-----+---+---+--+-+-+-+-+-~~---- ---- ---+---+-+--+ - i\-

~ .... 

-- ------ -r-~ 

f-----~--_+_----t--__f--+--+-_+_+_t_+-~~~+__--_+--_r~f_- 1----
I-~~~+~~-I-~I-++++t_r~--~__I-~-- r-- - 1-- r- -

---- ~-+--
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la , 
nl 

11 
1 tl 

, 
, - -, 

Rt_ _ 1Ul 
1 , BF336 "av J 

1 8F)37 
:~~g~ + t i j l, , 

BF3JB j t 
r ' l 

1 
1 i 1 

• , ! 

lf î 1111 
-.11 : : ~ : 1 i _ ..•.. -! 

···Ut 
•• j t 

L t-- j j ~ - - -t 
- 1 j t- [-i - -t ,-

1/ ty~ ; 

'0 

If -:.1 
- -t-t - - f-- - V 1:1~ -II! T+ 

, 1 / 
j-la 

+~l -ft - -+-- -

+ 

iJ [;1-

-, la 
50 

30 

-Cre r--- r--
IpF 1 

20 

10 

o o 

30 

-Cre 

IpFI 

20 

10 

f.-' ./ 

~ 
_. 

-- --
typ 

\. 

HtrJ-- -
-- -

mf 
100 150 TI {Cl 200 

Yal.urs typiqu.s 
f;O,SMHz --
TJ o2S0C 

YCE ; 10Y 

./ ./ 
V 
1°Y 

50 Ic(mA) 100 

IcoSOmA 
f=O,SMHz '--
Tj o2S0C 

....... ---

50 YCE IYI 100 
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150 

_.~-

fT 

IMHz If-----~---· 

-~ 

100 

r-----

50 

o 
1 

VSE 
IVI 

o 75 

r .5 

0,25 

o 
-100 

./ 
./ 

i 

V 
/ 

"" " 

o 

/' 

/ 

typ 

/typ 

I c =30mA t-
V(E =10V 

"-
"-

i'.. 

"' 

./ 
./ 

10 

t-
100 

lc 
ImA 1 

75 

50 

25 

VCE ~ 10V 
Tj = 25°C 

··Fi--
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........... 
""-

"' 
.'\. 

VCE = 20V -t-

f=100MHz 
-t-

Tj =25°C 
-1-
-

lC ImAi 100 

1 
1 

! 

typ max 
1 

1 
Li 

1 
.; 

0,5 
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transistors au silicium 
planar épitaxial 

haute tension 
PNP 

~ 
8FT 44 
8FT 45 

INTRODUCTION 
Transistors PNP au silicium planar épitaxial,en boitier métalliqu8 TO-39, utilisÉs 
généralement pour l'amplification et la commutation dans les applicatiors indus -
trielles et téléphoniques. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Courant collecteur (continu) 

Puissance totale dissipée jusqu'à 
T = 50 Oc 

c 
Température de jonction 

Gain en courant continu à -IC=10mA;-VCE =10V 

Fréquence de transition à f = 35 MHz 

- lC = 15 mA; -VCE = 10 V 

DONNEES MECANIQUES 

-V COO max 

-VCEO max 

-IC max 

max 

max 

typ 

6FT 44 

300 

300 

0,5 

5,0 

200 

UFT 4S 

250 

250 

50 à 150 

70 

V 

V 

A 

w 

MHz 

Boit; er TO-39 Dimensions en mm 

_ 9,4 __ 

max 

b -0= ' t =-0,51 
, +max 

8,5 = 
max 

L = 
L 6,6 __ 1 ____ 12,7 _1 

max min 7Z5932Z1 

Le diamètre maximal des fils de sortie est garanti se~lement pour 12,7 mm. 
Collecteur relié au boitier. 
Accessoires fournis sur demande: -56218: matériel de fixation. 

-56245: disque d'isolement. 

RESISTANCES THERMIOUES 

Jonction-air ambiant, en air calme 

Jonct ion-boitier 

RthCj - a ) 

RthCj - c ) 

200 

30 

l 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) 

Courant 

Courant collecteur (continu) 

Puissance totale dissipée 

Jusqu'à T = 50 0 e 
c 

Températures 

Température de stockage 

Température de jonction 

-VCBO 

-VCEO 
-V EBO 

-1 
C 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

CARACTERISTIQUES (T. = 25°C sauf spécification contraire) 
J 

Courants collecteur résiduels 

lE 0; -VCB 200 V 

lB 0; -VCE 200 V; Tj = 125°C 

Courant résiduel émetteur-base 

lC = 0; -V = 3 V EB 

Tension de maintien collecteur-émetteur 

-lC = 10 mA; lB = 0; L : 25 mH 

< 
< 

< 

-V > 
CEOsust 

6FT 44 

300 

300 

5 

0,5 

5 

BFT 45 

250 

250 

5 

-65 à +200 

200 

BFT 44 

300 

5 

300 

5 

tlFT 45 

250 

v 
V 

V 

A 

w 

V (1 ) 

Circuit de mesure pour V 
CEOsust Trace de l'oscilloscope pour VCEOsust 

7Z72966 

(1) -VCC 

122 

L = 25 mH 

-Vcc 

t-----+ hor. 

oscilloscope 

t-----+ vert. 

ln 

o à 50 V; f 400 Hz; 5 

-IC 
(mA) 

10 

7 Z72997 

._-----+ 
min -V CEOsust : 

1 
1 , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

O~------------~'-
-VCEO (V) 

0,5 (voir égaiement "circuit de mesure"). 



Tensions de saturation 

-lC = 10 mA; -lB = 1 mA 

-1 
C 

-1 
C 

100 mA; -lB 

500 mA, -1 , B 

10 mA 

100 mA 

Gains en courant continu 

1 mA; -VCE 10 V 

= 10 mA; -VCE 10 V 

100 mA; -VCE = 10 V 

Capacité collecteur à f = 1 MHz 

BFT 44 

BFT 45 

Fréquence de transition à f = 35 MHz 

- lC = 15 mA; -V = 10 V CB 

Temps de commutation 

-lC on = 50 mA; -lB on = lB off = 5 mA 

(circuit de mesure 1) 

-lC on = 500 mA; -lB on = lB off = 100 mA 

(circuit de mesure 2) 

Circuit de mesure 1 

Vcc = -31 V 
t p = 10 fl S 

0-, 1 1 kn 
-llV L-J--~~~~-1--H 

50n 

7Z72964 

--Fi __ 6FT 44/45, page 316 

-VCEsat 

-V6Esat 

-VCEsat 

-V6E sat 

-VCE sat 

-VCE sat 

-V6E sat 

C 
c 

t on 
t off 

t on 
t off 

< 

< 

< 

< 
< 

< 

< 

> 

> 

< 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 

0,5 

0,8 

1 ,4 

0,9 

5,0 

3,0 

1 ,2 

30 

V 

V 

V 

V 

V (2) 

V (2) 

V (2) 

50 à 150 

50 (2) 

15 

70 

125 

850 

125 

125 

pF 

MHz 

ns 

ns 

ns 

ns 

Circuit de mesure 2 

Vcc = -31 V 
t p = 10 flS 

82n 

(2) Mesure en impulsions t 
P 

300 ~s; 5 ~ 0,02. 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

124 

200 

-le 
(mA) 

150 

100 

50 

a 

300 

-le 
(mA) 

200 

100 

a 

150 

fT 
(MHz) 

100 

50 

V 
[/1 

I ...... 

I.V 
y 

r-

V -V 
~ 

a 

-

o 

./ , 

a 

-~ ./ r-

f- ..... f-
..... 

-f-i-r--

1 

5 

./ 

1 

1 

-·Fi-- 6FT 44/45, page 4/6 

7272970 

Valeurs typo 

Tj = 25°C 

-lB = 1 mA 
f-

- O,amA 

0,6mA 

OAmA 

i 

0,2mA 

50 100 -VeE (V) 150 

7272971 

Valeurs typo 

Tj = 25°C 

lB = 5 mA 

2mA 

1 mA 

O,amA 

0,6mA 

0,4mA 

0,2mA 

10 15 
-VeE (V) 20 

7Z72975 

-VeE =10V 

f = 35 MHz 

Ti = 25 Oc 

typ ..- .... 
'" ./ " 

./ 
./ 

la -le (mA) 



7172914 
150 

---:1 
V CE la v 

TI 25 Oc ~ 
-,Tl 

, H--! 
100 

, 
~ typ 

~ ~ 
~ 

~ 1 

r::: 
~ 

r:::: 
50 1 

a .L 

la 10 2 IC (mA) la 3 

1,5 f+ 1 Valeurs typ f-+--,- 1 --,- J !- - - -;-
1 

IC --, ~_ 0- la 
lB -

7Z72973 

-VCEsat 

-VBEsat 

-i --

" -r 
1 

= 25 Oc _. - ,r-TI r 
-VCEsat f r i 

V BEsat 
r----c-t __ r- I 

1 
r- -

-+- ~ 
,--

(V) 

l,a 

. - .... _.- -r-r- I = C r------- -,- -- --

1"""" --;-----
-1--"1 - -----, 
.J-

'-
,5' a 

---1 
-J-

r------
_. - r--~-,-

~-

L --

o~ 
--

la 10 2 
Ic (mA) la 3 

1,5 

i; Valours typo 

IC ~ --r- :+ r-------r-
-= 5 
lB 

7Z72972 

-VCEsot 

-VBEsat 

T 25 Oc , 
-- ---t-

V CEsat 
1 

--
Î 

_. -,--- -
0 , , r----. 

(V) 

l, 

r--------- --
r--

~ 
r---- 1 -- --, V BEsat =-r 

1 

= 1 
---

.~ & r---- r----- --
t:::: po 

~------ , ' --r-I ~:- .;. , r-
,5 

t-H- --+-+ r---' 
. ---

+ l .L 
,- ,r-t-

L 
,-

a 

.L- I 1 

--l-
-_._-r-, 1 1-

-t: -~r--::t~ d = --r- I 

() 
r--

1 eJ. 1 

la 10 2 IC (mA) la 3 
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(suite) 

7Z 1 6'118 

! Puissance dissipée totale maxlmé· 1E;' en 

k:nction do la tempe rature d ~ baitler 

H-+-++-+ ~--+- + .. ~ - +- +---+ t-- ~---+
H--'--j-+-H-+-~-+ _+-+-_i +-- -l---;---r-: 

-I CBO 
(nA) 

6FT 44/45, page 6/6 

7172968 

VCB 200 V 

H--+-++-+-t-r- -l- --i---l- ~~ If-
H--+---t-+-+-t-, +-+-t-- -+--+-~ + ~ 

1 00 1-+""1"""'i,-+--!rt-+-+-+-+-t-+-+-4+--1-i--H 
ty~ 

Ptot 

(%) 

/ 
1 

50 I-++-+-++-t-+--+-+-+--+-N-+-+-+--+-+-+--t 

-IC 
(mA) 

10 

1 10-
0,5 

/ 
1 

100 200 

7172967 
30 

7Z72969 

VCE 10 V IE=le=O 
Tj - 25 Oc f = 1 MHz 

1 Tj = 2S Oc 
) 

typ f- 20 

I! 

Il typ 
10 

1,5 -V BE (V) 2,5 20 -VCB (V) 40 

-·Fa--
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transistor au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN HFX 44 

Transistor NPN au silicium planar epitaxial en enveloppe Jedcc TO-18, le collecteur relié au boîtier, 
capable de donner avec une très faible distorsion une tension de sortie d'au nlOins 20 V dans une résis
tance de charge de 4000, jusqu'à des fréquences de l'ordre de 150 MHz. Il l'st utilisé principalement dans 
les étages de sorti~ d'amplificateurs de déviation vertiCille pour oscilloscop(> à large bande. 

caractéristiques principales 

V CBO •.•........••...•...•....•..• max 40 V 

V CER {RBE= 100) .•.••...••.•.•.••.. max 23 V 

ICM ..•.........••.....•.....••• max 250 mA 

fT (IC 10 mA) ..............•... min 500 MHz 

fT (IC 100 mA) •.•.........•.•.. min 300 MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues] 

V CBO .•••••..... '" ..•..•.•....... 

V CEO .•...••.••.••.•.•...•••..•.•. 

V CER (RBE = 100) ...••....•...••.• 

max 40 V 

max 15 V 

max 23 V 

brochage (Dimmsions l'Il mm) 

Boîtier TO-18 (collecteur relié au boîtier) 

Accessoires: 

56246 
56263 

disque d'isolement 
clip refroidisseur 

V CES (V BE = 0) .................... max 40 V 

V EBO ............................ max 4V 

IC ............................. max 125 mA 

ICM ........................... . max 250 mA 

P tot ( T amb ::; 25°C) ............................................................... max 360 mW 

T ................................................................................ -65à+200·C 
stg 

T. ................................................................................... max 200·C 
J 

Rthj-amb .................................................... ...... o ••••••••••••••••• 

R ( avec refroidisseur type 56 263 ) .......................................... . 
thj-amb 

Rthj_amb' ........................................................................... . 

0,48·C/mW 

0,28·C/mW 

0,145·C/mW 
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caractéristiques [l j = 25° CJ 

ICDO (v CB 20 v; lE 

ICBO (V CB 20 V. lE 

IEBO (V EB 2 V; IC 

IEBO (V EB - 2V; 1 C 

h21E(VCE V; IC 

0) ...............................•............. 

0; T. = 150°C) ................................. . 
J 

0) ............................................ . 

0; T. = 150°C) 
J 

10 mA) 

mln 

40 

h 21E (V CE V· IC 100mA)........................................ 20 

V CE (1 = 
sat C 

V BE (1 = 
sat C 

V (1 
CEO sust C 

V (I 
CER sust C 

100 mA; 1 
B 

100 mA; lB 

10 mA; lB 

10 mA; lB = 

10 mA) 

10 mA) 

0) ..•...•.................................. 

10 mA) 

5 V; lE = 1 e = 0; f = 1 MHz) ..........................•....•.• 

0,5 V; IC = Ic = 0; f = 1 MHz) ...................•..•.......... 

fT(V CE 10V;IC 10 mA) .....•........•...•....•...........••..•... 

fT (V CE 3 V; IC 100 mA) ........................•........•.•••..•• 

r bb , Cb'c (V CB = 5 V; -lE 1 mA; f = 1 0, 7 MHz ) 

t ( 1 = lB 1 B = 1 0 mA) 
s C 1 2 

schéma d'utilisation 

15 

23 

500 

300 

max 

100 

20 

50 

20 

120 

0, 6 

l, 5 

4 

4,5 

40 

30 

ETAGE DE DEVIATION HORIZONTALE D'UN OSCILLOSCOPE LARGE BANDE. 

I~C. '::;: Ic:-r; t 

"..., 
150= 

-:.:~: t!~ 

~ $li. 

gtf ::H? ~m 1 fifg j~:'~~ 
~I:H' :S~;: ;:;: I~~; 

15 " 

nA 

\lA 

nA 

V 

V 

V 

V 

pF 

pF 

MHz 

MHz 

ps 

ns 

Zone d'utilisation optimale, délimitée par la résistance de charge R = 200n, garantissant un fonctionne
ment stable et une bonne linéarité, à condition de ne pas dépasser leIs caractéristiques limites. 
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courbes caractéristiques 

100 

le 
(mA) 

JO 

-.Fi-- BFX 44,Page 3/4 

Q8 VBE" (V) 1 

-;, ,. ;l1'IT1T 
• - 1 1 •• ~ ~ +f 
I,IŒ=/V, " •• t, Il 
;T;,=,~5"~ ; : : :: 

1 :' l' "', 

50 100 150 ~ roC) 2IXJ 
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transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN 
~ 

BFY 50 à 52 
BFY 55 

Transistors NPN au silicium planar épitaxiaL en boîtier JEDEC TO-39, destinés à des usages généraux dans les 

applications industrielles. 

car actéri sti q ues principales 

BFY 50 51 

VCBO ........... max 80 60 

VCEO ' ........... max 35 30 

h 21E (VCE = lOV 

IC = 150 mA) .. min 30 40 

ICM ............. max 

Ptot (Tamb = 25 oC) .. max 0,8 0.8 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites absolues] 

52 55 

40 80 V 

20 35 V 

60 40 

A 

0,8 0,8 W 

VCBO ' ................................. max 

VCEO ' ................................. max 

V EBO ' ................................. max 

brochage (Dimensions en mm) 

6,6 max 12.7min :; 

f===J~ 
.' ..... 

=f 
Boîtier JEDEC TO-39. 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

56218 : matériel de fixation 
56245 : disque d'isolement 

BFY 50 

80 

35 

6 

BFY51 

60 

30 

6 

BFY52 

40 

20 

6 

BFY55 

80 

35 

7 

v 
V 

V 

-IBM' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................................................ max 0,1 A 

IC ........................................................................... max 1 A 

Ptot (Tamb = 25 OC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,8 W 

Ptot (T mb = SODC) ............................................................... max 5 W 

Tstg .................................................................... - 6S à + 200 Oc 
Tj ........................................................... . . . . . . . . . .. max 200 Oc 
Rthj-amb' .................................................................... . 

Rthj -c ......................................................... ' ..... - ...... . 

Rthj - mb .................................................................... . 

220 0 C/W 

35 0 C/W 

30D C/W 
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caractéristiques [J. 
J 

25 °Cl 

ICBO (VCB = 30 V; lE = 0) ............ '" ....... max 

ICBO (VCB = 30 V; lE = 0; Tj = 100 oC) ............ max 

ICBO (VCB = 40 V; lE = 0) ...................... max 

ICBO (VCB = 40 V; lE = 0; Tj = 100 oC) ............ max 

ICBO (VCB = 60 V; lE = 0) ..................... max 

ICBO (VCB = 60 V; lE = 0; Tj = 100 oC) ............ max 

I CBO (VCB = 60 V; lE = 0; Tj = 150 oC) ............ max 

IEBO (VER = 5 V: IC = 0) ..................... {typo 
max 

IEBO (VEB = 5 V: IC = 0; Tj = 100 OC) ........... {typo 
max 

h 21E (VCE = 10 V; IC = 10 mA) ............... min 

h 21E (VCE = IOV; IC = 150 mA) .............. min 

h 21E (V CE = 10 V; IC = 150 mA) .............. max 

h 21E (VCE = IOV; IC = 1 A) ................ min 

VCEsat (JC = 150 mA; lB = 15 mA) ................ max 

VCEsat (JC = 1 A; lB = 100 mA) .................. max 

VBEsat (lc = 150 mA; lB = 15 mA) ................ max 

VBEsat (lc = 1 A; lB = 100 mA) .................. max 

fT (V CE =10 V; IC = 50 mA; f = 35 MHz) ............ {min 
typo 

fT (VCE = 10 V; IC = 50 mA) .................... min 

Cc (VCB = 10 V; lE = 0; f = 1 MHz)~' .............. max 

Ce (VEB = 0,5 V; IC = le = 0; f = 500 kHz) .......... max 

fbb'. Ch'e (VCE = 10 V; IC = 10 mA; f = 4 MHz) ...... max 

* 500 kHz pour BFY 55 
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BFY 50 BFY 51 

50 

2,5 

50 

0,1 

2,5 

20 

30 

15 

0.2 

1.3 

60 
210 

12 

50 

50 

0.1 

2,5 

30 

40 

15 

0,35 

1,6 

1,3 

50 
230 

12 

BFY 52 

50 

2,5 

50 

0,1 

2,5 

30 

60 

15 

0,35 

1,6 

1,3 

50 
250 

12 

BFY 55 

10 

10 

JO 

30 

40 

120 

15 

0.2 

1,6 

60 

12 

80 

0,8 

nA 

MA 

nA 

nA 

MA 
nA 

nA 

v 
V 

V 

V 

MHz 
MHz 

MHz 

pF 

pF 

ns 
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Paramètres petits signaux 

à V CE = 5 V ; 1 C = 10 mA; f = 1 kHz 

hile ...................................... max 

h l2e ...................................... max 

................. min 

h ne ...................................... max 

Caractéristiques de commutation 

IC = 150 mA; IB I = - IB 2 = 15 mA 

td ........................................ typo 

tf ........................................ typo 

t s ........... . ............. typo 

tf ......... . ................. typ 

BFY50 

750 

5 

15 

80 

15 

40 

300 

60 

BFY 51 

750 

5 

45 

80 

15 

40 

300 

60 

NOTE D'UTILISATION POUR LA DÉTERMINATION DES PUISSANCES MAXIMALES 

1. En régime permanent 

BFY52 

750 

5 

45 

80 

15 

40 

300 

60 

En régime permanent la puissance maximale admissible nous est donnée par la relation: 

Tj max - Tamb 
Po max = (l) 

Rthj-amb 

2. En régime impulsionnel 

a) Pour des signaux rectangulaires: 

BFY55 

n 
10- 4 

pA/V 

ns 

ns 

ns 

ns 

En régime impulsionnel la puissance de crête maximale applicable, en sus de la puissance dissipée en régime per
manent, nous est donnée par la relation: 

Rtht étant la résistance thermique transitoire et /j le rapport cyclique. 

Il est bon de noter que la puissance totale dissit>ée PD + Pm ne doit en aucun cas dépasser la valeur de la dissi
pation maximale admissible. 
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Exemple 

Nous vous montrons ici un exemple d'utilisation avec un BI'Y 50 suw, Ics ,'onditi"!1s sui\antes : 
T =650r,p = 350mW'o= O"),t= 1 ms amb '-, D ,,-, . 

La résistance thermique transitoire Rtht peut être tirée de la courhe Rtht .cc f (1) à l'aide de t et 0 
Rtht = 15,5 °C/W, 

Nous trouvons ainsi par J'application de la relation (II) que la pllissanLc maximale de crête permise Pm max eq 
de 1,1 W (à condition de ne pas dépasser les valeurs limites de courant ct de tension). 

b) Pour des signaux non rectangulaires : 

Pour des signaux non rectangulaires pour déterminer l'm max, on est amené ~I transformer ces signaux en signaux 
rectangulaires équivalents, 

Notons que sur la courbe Rtht = f (t) les deux courhes correspondant j 0 = 1 ct 0 = 0 sont données pour des 

fonctionnements en régime continu (Rthto correspondant il une résistance thermique transitoire en régime continu). 
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courbes caractéristiques 

Tmb =50'C 

f---- BFY50 VCEOma. 35V-f--
f---- 1 1 1 1 1 1 1 Il -+---f++--+ +++f+---+---+-+++-++H 
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élément bistable 
au silicium 

PNPN BRY 39 

Élément au silicium planar PNPN, en boîtier JEDEC TO-n, conçu pour la commande d'indicateurs numériques et 
autres applications de commutation. Il se compose de deux transistors, un PNP et un NPN intégrés, dont toutes les électrodes 
sont accessibles. Celles-ci ont reçu les noms d'anode (A), cathode (K), porte cathodique (GK) et porte anodique (G A) (fig. 1). 
Le collecteur du transistor NPN (porte d'anode) est relié au boîtier. 

caractéristiques principales 

Transistor PNP 

- V EBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 70 V 

Transistor NPN 

VeBO ' ....................... max 70 V 

- I ERM .................... max 2,5 mA 

Ptot (Tamb = 25 OC) ............. max 275 mW 

V AK ......................... max 1,4 V 

IH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 1 mA 

ton ......................... max 0,25 J.LS 

toff .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 5 J.LS 

A 

GK 
K 

Fig. 1. 

brochage (Dimensions en mm) 

Boîtier TO-72 (porte anodique reliée au boîtier) 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

lB (P) lGo 
---=-+ ~ 

~ Go 
lC(N) 
NPN 

141 



-.hi-- BRY 3::"Fage ;!/G 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

Pour les transistors pris séparément Pour les transistors pris séparément 

VCBO ............. max 

PNP 

70 

NPN 

70 (1) 

70 (l) 

v 
V 

V 

V 

'E ............... max 

VCER (R = 10 kQ) . m<LX 'ERM(tp=lO,"s; ("Hl,OI) max 

VCEO ········· . 

VEBO ········· . 

. max 70 

70 (\) 

'C ........ . max 

. max 5(2) 'CM (3) ..... . max 

Pour l'ensemble 

Ptot (Tamb = 25 OC) 

Tstg .... . 

Tj ..... . 

Rthj-amb' ......... . 

caractéristiques n. 
J 

25 °Cl 

Transistor NPN 
min typo 

'CER (VCE = 70 V; RBE = 10 kQ) ....................... . 

'CER (VCE = 70 V; RBE = 10 kQ; Tj = 150 oC) ............. . 

IEBO (VEB = 5 V; IC = 0; Tj = 150 OC) .................. . 

VCEsat (Ic = 10 mA; lB = 1 mA) ........................ . 

VBEsat (Ic = 10 mA; lB = 1 mA) ........................ . 

h 21E (VCE = 2 V; lC = 10 mA). 50 

fT (V CE = 2 V; IC = JO mA) .. 300 

Ce (V CB = 20 V; lE = le = 0) ........................... . 

Ce (V EB = 1 V; 1 C = le = 0) ........................... . 

1 

PNP 

175 

2,5 

NPN 

--17'5 

2,5 

17'5 

17'5 

mA 

A 

mA 

mA 

· ... max 250 mW 

· - 65 à + 200 ° C 

max 150 Oc 

· .... 0,45 °C;w 

max 

100 

'0 

'0 

500 

900 

5 

25 

nA 

!lA 

!lA 

mV 

mV 

MHz 

pF 

pF 

(1) Dans le cas de circuits de commande d'indicateurs numériques, des tensions plus élevées sont admissibles, à condition que le courant ICa 
ne dépasse pas 1 mA. 

(2) Dans le cas de circuits de commande d'indicateurs numériques, des tensions plus élevées sont admissibles pendant la décharge d'une 
capacité de 390 pF max, à condition que la charge ne dépasse pas 50 nC et que le courant soit limité à 150 mA. 

(3) En commutation, l'ensemble peut supporter la décharge d'une capacité de 500 pF max. Celle-ci est chargée lorsque le transistor est,bloqué, 
la tension d'alimentation de collecteur étant de 160 V avec une résistance série de 100 kn. 
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Transistor PNP min 

ICEO ( VCE = 70 V; lB = 0; Tj = 150 oC) ............... . 

IEBO ( V EB = 70 V; IC = 0; Tj = 150 oC) ............... . 

h 21E (VCB = 0: lE = 1 mA) 0,25 

Ensemble PNPN (fig. 2 et 3) 

V AK (1 A = 50 mA; ICa = 0; R = JO kn) . . . . .. . .......... . 

V AK (lA = 50 mA; ICa = 0; R = JO kn; Tj =55 OC) ......... . 

V AK (1 A = 1 mA; 1 Ca = JO mA; R = JO kn) .............. . 

IH ( V BB = 2 V: ICa = JO mA; R = 10 kn) ............... . 0,1 

ton (VCkK = - 0,5 à + 4,5 V; R = 1 kn) (fig. 2) ............ . 

ton (VCkK = 0,5 à + 4,5 V; R = JO kn) (fig. 2) ............ . 

toff(R = 1 kn) (fig. 3) ............................... . 

toff(R = 10 kn) (fig. 3) ............................... . 

toff(R = 10 kn: Tj = 125 oC) (fig. 3) ..................... . 

montages de mesure (~J 
"',5r----
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0,25 

1,5 

5 

8 

15 

V 

V 

V 

mA 

jJS 

jJS 

jJS 

jJS 

jJS 

+12 V 

16kQ 
)f-----I_-I1.950=_o ----'P-
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élément bistable 
au silicium 

PNPN BR 101 

Le BR 101 est un élément PNPN planar en boitier TO 72, destiné aux bases 

de temps et autres applications en télévision. Il est également recommandé 

pour déclancher les thyristors. 

Il est formé de deux transistors, unPNP et un NPN intégrés, dont toutes 

les électrodes sont accessibles. 

Le collecteur du transistor NPN est relié au boîtier. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Transistor PNP 

- V 
EBO ••••••••.••...•••..•. max 50 V 

Transistor NPN 

BROCHAGE 

(dimensions en mm) 

Boitier TO 72 

porte d'anode reliée au boitier 

VCBO ..................... max 50 V 

- I ERM 2,5 ..................... max A 
1 U -' ... 4.8 "lmo. mo. 
L--.! 

I_.i: ... 1- 12.7min _1 P (Tamb 25°C) 275 mW tot = ....... max 

T. 150 Oc 
J ........................ max 

VAK (lA = 50 mA ; I AG = 0; 

RKG - K = 10 K n..) max 1,4 V 

lH (IAG 10 mA', - V = 2 V' 
BB ' 

RKG - K = 10 K~) ..... max 1,0 mA 

Valeurs à ne pas dépasser 

(limites absolues) 

max 

VCER (RBE = 10 K~) ........ max 

V 
eEO max 

Accessoires : 

56246 

56263 

PNP 

disque d'isolement 

clip refroidisseur 

Fig.1 

1 NPN 1 
1 1 
1 1 -------------+------------+-------

- 50 50 V 

50 V 

- 50 V 
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PNP 1 NPN 
1 
1 1 ------------T------------------T-------

VEBO · ..................... max 

lE · ..................... max 

lERM (t = 
p 10 fS; 6 =0,01) max 

lC · ..................... max 

lCM · ..................... max 

P tot (Tamb = 25°C) ........ max 

T s tg ..................... . 

T, 
J •••••••••••••••••••••••• max 

R h' t J - a ••......•..•..••.• 

Schémas électriques équivalents 

a (anodet 
(ezl 

PNP transistor 

kg (cathode gate) o-~--I 
(bl • c2) 

Fig.2 

NPN transistor 

- 50 

175 

2,5 

Symbole 

a 

IKG •. ( ~ ..... og VAK 

kgo-~-~""" 

.-IK 
~ k 

Fig.4 

5 (1) v 

175 mA 

2,5 A 

175 (2) mA 

175 mA 

275 mW 

.. 
P 
N N CI' b2 

1>,. C2 P P 
N 

el 

Fig.3 

(1) Une tension plus élevée est admissible, pendant la décharge d'une capacité 

de 390 pF max à condition que la charge ne dépasse pas 50 nC 

(2) à condition de ne pas dépasser la valeur limite de lE 



4.Fi+ BR 101, page 3/6 

CARACTERISTIQUES ( T. 
J 

Transistor NPN 

I CER ( VCE = 50 Vi REE 10 KQ •••••••••••••••••••••••••• 

l (V = 50 V " R BE 1 0 K r2 T. = 1 50° C) .....•..•..... 
CEn CE J 

L (1 = 0; V 5 V T. = 150°C) ...................... . 
EnOC EB J 

VCr: sat ( le = ]G rn ... ~ ; lB = ] mA) ••••••••••••••••••••••••••• 

V RF s ct t (1 C = 10 mA ; lB = l mA ; ••••••••••••••••••••••••••• 

hp CIe iO mA VCE ') V) ............................... . 

lr (I C 10 mA V 2 V) .......•..•••.•••.•••••••••••••• 
1 CE 

C (1,... le= 0; '-'CG ~ :~o V) .••.•••••••••••••••••••••••••••••• 

= () 

i (lB (J 
·CEU 

._lr'n~ (I () 
j-'.,;l,.} C 

hn , ( , - ImA 
" - " 

t:. 

,.., = 1\.7) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EL 

Vr"'~ 
\J r. 

Il 
;~ l! 

V C" ~ L; 

50 V 

50 V 

0) 

T. 
J 

T. 
J 

Lnseml:le Hn iO! 

'.'Al\. ( RK(' 
" - K '" 1 0 KQ; lA = 50 mA ;' 

0) •..•...•....••...•••..•••..•••••••••••.••••••. 

mA ; lAC 1 (') mA) ••. , ••••••.•••••••••••••••••••• 

1 0 K;, .• lA G = ! () TT'A ; 

........................................... 

"'~flT 

Fig.5 

max 

max 

max 

max 

max 

min 

typ 

max 

max 

max 

max 

0,5 ~A 

50 ~A 

50 wA 

500 mV 

900 mV 

50 

300 MHz 

5 pF 

25 pF 

50 ~ A 

50 ~ A 

mln 0,25 
max 2,5 

max 1 ,4 v 

max 1 ,2 v 

min 0, 1 

max 1,0 mA 
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APPLICATION 

Le BR 101 peut être utilisé corrnne oscillateur dans les deux circuits de base 

anode corrnnune et cathode corrnnune, représentés par les figures 6 =t 7. 

,..---........ 0 Vs 

Rl 

R2 

Fig.6 

Rl 

R2 

Fig.7 

Pour faciliter l'étude de ces oscillateurs et être sGre que tous les échantillons de 

BR 101 peuvent être utilisés à l'intérieur d'une garrnne de température donnée, se 

reporter aux courbes correspondantes. Celles-ci permettent de trouver les valeurs 

résistance ou capacité en fonction de la fréquence et de l'amplitude de la tension 

de sortie. 

Chaque courbe définit les valeurs minimales et maximales de la résistance R : 

à l'intérieur desquelles les conditions d'oscillation du BR 101 sont 

ga\ .... ties. 

150 



Courbes caractéristiques 

R 
(Q) 

-.Fi __ BR 101, page 5/6 

10- 2 10- 1 1,0 C <lJF) 102 

Fig.8 

Courbes limites d'oscillation déterminant R en fonction de C, avec VB comme 

paramètre dans le montage cathode commune, pour les fréquences ]5 625 Hz et 

50 Hz. 

105 

R 
(Q) 

10 

.... 

25 "c< Tamll< 60 Oc 
Vs - 12V 

11111 Il Il 

.\ 

~\.\ 

B=2v---~'~I\ 
4 
6V 

~ 
~ ~ 

• H 1.;~ 

~ 

1'\\ 

Il 

.tç~-~, 
v, 

t---
1 Re 

~ ,. ' ...... 

~ 
: = . 

1\ 

,\ 

Ù 

10- 4 10- 3 10- 2 10- 1 10 C (IJF) 102 

Fig.9 
Courbes limites d'oscillation déterminant R en fonction de C, avec VB comme 

paramètre dans le montage anode commune, pour les fréquences ]5 625 Hz et 

50 Hz 
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transistors Darlington 
NPN 

BSS 50 à 52 

Transistors Oarlington planar au silicium. en boîtier métallique 
TO-39. avec le collecteur relié au boîtier. 

Ils sont utilisés en commutation dans les applications industrielles 
telles que imprimantes. relais. etc. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
BSS50 BSS51 BSS52 

Tension collecteur-base(émetteur ouvert) VCBO max 60 80 100 V 

Tension collecteur-émetteur ( voir page 4 VCER max 45 60 80 V 
'-- . 

Courant collecteur continu lC max 1.0 A 

Puissance totale dissipée jusqu'à T = 25°C 
amb 

Ptot max 0.8 W 

jusqu'à Tb ·t" =25°C Ptot max 5.0 W 
al ler 

Gain en courant continu 

IC = 500 mA; V CE = 10 V hFE > 2000 

Tensions de saturation collecteur-émetteur 

1 = 1 .0 A; lB 1 .0 mA BSS51 V < 1.6 V 
C CEsat 

lc=1.0A; lB 4.0 mA BSS50.BSS52 V < 1.6 V 
CEsat 

Temps total de coupure 
avec IC 500 mA lB 0.5 mA 

et -IBM = 0.5 mA t off tYfJ 1.0 I-lS 

BROCHAGE 
Boîtier TO-39 Dimensions en mm 

Collecteur relié au boîtier 

;--------,c 

-0= + 
t ==0.48 

+max 
8.S = 

max 

L = 
L 6.6 -.1 __ 12.7 __ 1 

max min L ______ J 
e 

Le diamètre maximal des fils de connexion est garanti seulement pour une 
longueur de 12.7 mm. 
Accessoires fournis sur demande: 56218.56245.56265. 
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··Fi-- BSS50 à 52 
p. 2/6 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions BSS50 BSS51 BSS52 

Tension collecteur-base(émetteur ouvert) 

Tension collecteur-émetteur (voir page 4 ) 

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) 

Courants 
Courant collecteur continu 

Courant collecteur crête 

Courant base continu 

Puissance totale 

Puissance totale dissipée jusqu'à T = 25°C amb 
Puissance totale dissipée jusqu'à Tboitier=25°C 

Températures 

VCBO max 

Vcm max 

VEB[J max 

Ic max 

ICM max 

lB max 

Ptot max 

Ptot max 

60 80 100 

45 60 80 

5 5 5 
"-

1.0 

2.0 

0.1 

0.8 

5.0 

Température de stockage 

Température de jonction 

T stg 
- 65 à + 200 

RESISTANCES THERMIQUES 
jonction- air ambiant 

jonction- boîtier 

CARACTERISTIQUES (T . 
J 

= 

Courant résiduel collecteur 

lE Dl VCB 45 V 

. lE Dl VCB 60 V 

lE Dl VCB 80 V 

Courant résiduel émetteur 

Ic = Dl VEB = 4.0 V 

Tension base-émetteur(l) 

Ic = 150 mAl VCE = 10 V 

IC 500 mAl VCE 10 V 

Tensions de saturation (2) 

IC = 0.5 Al lB = 0.5 mA 

IC 0.5 Al lB 0.5 mAl T. 
J 

T . max 
J 

R = thU-a) 
R = thU-c) 

25°C sauf spécification contraire) 

BSS50 I CBO < 

BSS51 I CBO < 

BSS52 I CBO < 

I EBO < 

VBE typ 

1.4 

VBE typ 

1.5 

V < 
CEsat 

V < 
BEsat 

200 oC V < CEsat 

(1) VBE décroit d'environ 3.5 mV/oC quand la température augmente 
(2) VBE sat décroît d'environ 2.5 mV/oC quand la température augmente. 

200 

220 

35 

50 

50 

50 

50 

1.45 

à 1.55 

1.55 

à 1.65 

1.3 

1.9 

1 .3 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

\I} 

w 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 



_vF' __ 
CARACTERISTIGUES (suite) 

lC = 1,0 A; 1 = 1,0 mA BSS51 V < 
B CEsat 

V < 
BEsat 

lC 1,0 A; lB 1,0 mA; T. 200°C BSS51 V < 
J CEsat 

lC 1,0 A; lB 4,0 mA BSS50 V < CEsat 
V < 

BEsat 

lC 1,0 A; lB 4,0 mA;T. 
J 

200°C BSS50 V CEsat < 

lc 1,0 A; lB 4,0 mA BSS52 V < CEsat 
V < BEsat 

1 = 1,0 A; lB = 4,0 mA;T j =200°C BSS52 V < 
C CEsat 

Gain en courant continu 

lC 150 mA; VCE 10 V hFE > 

lC 500 mA; VCE 10 V hFE > 

Gain en courant alternatif à f = 35 MHz 

1 = 500 mA; VCE = 5,0 V hfe > 
C 

typ 

Temps de commutation 
1 = C 0,5 A; 1 = B -IBM = 0,5 mA 

temps d'établissement t < on 
temps total de coupure t off typ 

< 
lC 1,0 A; lB = -IBM = 1,0 mA 

temps d' établissement t < on 
temps total de coupure t off typ 

< 

Circuit de mesure (pour un courant de commutation de 500 mA) 

61ls 

1-1 +3STI 
le = 500 mA 

-2,2 V 

9kn 

36kn 1 ~F 

o-t~~-l--'--;.-.I 

18 = -1 8101 = 0,5 mA 

+10V 

1sn 

BSS50 à 52 
p. 3/6 

1,6 V 

2,2 V 

2,3 V 

1,6 V 

2,2 V 

1,6 V 

1,6 V 

2,2 V 

1,6 V 

1000 

2000 

7,5 

10 

400 ns 

1.0 I-1S 
2,0 I-1S 

400 ns 

1,0 I-1S 
2,0 I-1S 
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··Fi" 

CARACTERISTIQUES (suite) 

Forme des tensions d'entrée et de sortie 

,.-------- --

entrée 

1 
1 ton toff 
1 • ~ . ~ 

1 
+ 

~ t 
C-_ 

1 
1 i 1 90°/0 

90°/0 / sortie 1 J 1 ~ 10% ~ 1 
~_._--1 t 1 

1 t d t r 
14----------+- .......... -. • 

t s tf 
~-

COURBES CARACTERISTIQUES 

156 

la 7 ..---;::::-__ --:-:----:_-;--;--:-:;-;-:--:;-~--:-----, 
~RBEmax pour stabilité thermique 

l'\. 

\ 

1\ 
10

5 ~=t=a=t=a=t=E=tt=1=t=\.*:1=tt=~ 
1'\ 

1 

104 L....J..--'---'--L.....L_.L il --'--.L.....L--'---'--.L.....L--'-~.L.....L--'--'---' 
a 100 200 

BSS50 à 52 
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VCEsat 

(V) 

1.5 

COURBES CARACTERISTIQUES (suite] 

_._._.- BSS51 

1---

!.f. =1000 

4·Fi+ 

Tj - 25 Oc 

.... .. 
." 

le 
(mA) 

-
-

BSS50 à 52 
p. 5/6 

VeE = 10 V 

~ = 25 Oc 

1/ 
max. VCEsat à 

~-

lB .... 

'" 

0,5 
--

o 
10 

VBEsat 
IV) 

2 

o 
10 

---f---

typ 

-

typ 

,-

60 

40 

20 

o 
o 

--~-... 1- --
L..--- =----::;;..... ~ 

~ lB = 0,5 mA 

I B =4mA 

_._._.- BSS51 

---t-

à .!..ç =1000 max. VBEsat 
lB , ,--- --

'----- lB = 0,5 mA 

lB = 4 mA 

VCE = 10 V 

Valeurs typ 

~fI 

tl-II-
fi 

Il '1 1 1_-
I c =500mA 
, 

y 
..vr 

1 

150 mA 
1 J,.-
i 

+ 
100 200 

V 
...... 

"" -

10 

1 
10 

.1--' ...... V 
1--"' 

lj 25 Oc 

-.-

...... 
...... ~ 

10 

1 
0,5 

....... / 

,/ 

,/ 

1-- VCE = 10V 1--
1-- TJ =25°C 

/ 

/ 

VeE = 5 V 

f = 35 MHz 

Tj = 25 Oc 

typ 

......... 
~ 

typ 

./ 

1,5 VBE (V) 2 

typ 

/ 

k " min 

1 le(A) 5 
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Ptot 

(W) 

4 

2 

° -100 

r--
r--
r-

10 ~ 

° 

Ô = 1 

-0.5 

_0.2 f.:::: .-:;;;;0,1 

'f' 
~ 
~'c 

" ,%. 
0 

C2-
~ 

Rth 
J-a "22 0 ......... a CIW 

i-+-. 

100 

,..-

200 300 

JUL 
-tpl-I 

-T--
ô: tp 

T 

cl 
0 1 
""1 
"" .'" , 
:0, 

BSS 50 à 52 
p.6/6 

b"'0,01 
.l'lI 
"'1 
0>1 
"01 
:il 
El 
21 
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transistors Darlington 
au silicium 

PNP 
~ 

BSS 60 
BSS 61 

INTRODUCTION 

Tra~sistors Darlington planar au silicium, en boîtier métallique 
TO-39, avec le collecteur relié au boîtier. 

Ils sont utilisés en commutation dans les applications industrielles 
telles que imprimantes, relais, etc. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Tension collecteur-baseCémetteur ouvert) 

Tension collecteur-émetteurCvoir page 4) 

Courant collecteur continu 

Puissance totale dissipée jusqu'à T = 25°C amb 

Gain en courant continu 

jusqu'à Tb .t' =25°C 
01. 1.er 

-IC = 500 mA; -VCE = 10 V 

Tension de saturation collecteur-émetteur 

-1 1,0 A; - lB = 1,0 mA BSS60 C 
-1 1,0 A; - lB = 4,0 mA BSS61 C 

Temps total de coupure 

avec -1 = 500 mA; -1 0,5 mA C B 

-VCBO 
-VCER 
-1 

C 
Ptot 
Ptot 

hFE 

- V 
CEsat 

- V 
CEsat 

BSS60 BSS61 
max 60 80 

max 45 60 

max 1,0 

max 0,8 

max 5,0 

> 2000 

< 1,6 

< 1,6 

V 

V 

A 

W 

W 

V 

V 

et IBM = 0,5 mA < 1, 5 ~s 

DONNEES MECANIQUES 
Boîtier TO-39 Dimensions en mm 

Collecteur relié au boîtier 

.......- 9,4 -+ 
max 

b -CF + 
t ==0,48 

+max 
8,5 = 

max 

L = 
L 6,6 __ 1_ 12,7 __ 1 

max min 7ZS9322. 

r-------.., 
, c 

L ______ J 
7Z72904 e 

Le diamètre maximal des fils de connexion est garanti seulement pour une longueur 
de 12,7 mm. 
Accessoires fournis sur demande 56218 matériel de fixation 

56245 disque d'isolement 
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RESISTANCES THERMIQUES 
-.Fi-- BSS 60/61, page 2/4 

Jonction - air ambiant 

Jonction - boîtier 

R = 
thCj-a) 

R = thU-c) 

220 °C;W 

35 °C/W 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions BSS 60 BSS 61 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) 

Tension collecteur-émetteur (voir page 4) 

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) 

Courants 

Courant collecteur continu 

Courant collecteur crête 

Courant base continu 

Puissance totale 

Puissance totale dissipée jusqu'à 1 =25°C amb 
Puissance totale dissipée jusqu'à Tb .t" =25°C 

Ol ler 

Températures 

Température de stockage 

Température de jonction 

-VCBO 

-VCER 

-VEBO 

-1 
C 

-lCM 
-1 

B 

CARACTERISTIQUES (T = 25°C sauf indication contraire) 
j 

Courant résiduel collecteur 

45 V 

60 V 

Courant résiduel émetteur 

lC = 0; -VEB = 4,0 V 

Tensions de saturation 

-1 
C 

-1 
C 

160 

1,0 A; -lB 4,0 mA 

1,0 A; -lB 1,0 mA 

BSS60 

BSS61 

BSS60 

BSS61 

-V CEsat 
-V BEsat 

-V CEsat 
-V BEsat 

-V CEsat 
-V BEsat 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

60 

45 

5 

1 ,0 

2,0 

0,1 

0,8 

5,0 

80 

60 

5 

-65 à + 200 

max 200 

< 

< 

< 

< 

< 

< 
< 

< 

< 

50 

50 

50 

1 ,3 

1, 9 

1,6 

2,2 

1,6 

2,2 

v 
V 

V 

A 

A 

A 

w 
w 

nA 

nA 

nA 

V 

V 

V 

V 

V 

V 



CARACTER l STI QUES (sui te) 
.-Fi-- BSS 60/61, page 3/4 

Gain en courant continu 

150 mA; -v CE 

500 mA; -v CE 

10 V 

10 V 

Gain en courant alternatif à f = 35 MHz 

-IC = 500 mA; -VCE = 5,0 V 

Temps de commutation 

-1 = 500 mA; -1 
Con Bon lB off = 0,5 mA 

Temps d'établissement 

Temps total de coupure 

t 
on 

Circuit de mesure (pour un courant de commutation de 500 mA) 

+2,2V -10V 

9kS1 

r-------- ----1 

1!1 F 36kS1 
i i 

-3B11 
~ t---<P--C=.J----*---i-I ! 

1 

--l6!1s 1-
-ICon = 500 mA 
-1 Bon = 1 Boff = 0,5 mA 

Forme des tensions d'entrée et de sortie 

ton -
Sorti e t 

90% 

10%+ 

* t td tr 

i 
i 

1 i L._._._. ____ J 
l' 7Z72905 

t 
t10%t 

90% 

~ 

t s t f 7Z72906 

> 
> 

typ 

< 

< 

1000 

2000 

30 

1 

1,5 us 
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COURBES CARACTERISTIQUES 
BSS 60/61. page 4/4 

...... 
f"'.... 

f'.. 
......... 

1'---

50 

Ptot 

(Wl 

4 

2 

o 
-100 

103 

1--

1--

....-
10 ~ 

Ô: 1 

~0,5 

).-0,2 
~0,1 

b~O,Ol 

7Z7206B' 

RBE extérieure max, pour la stabilité thermique 

,'-'-'- . .., C 

~ 
1 

RB: l __ , 1 

1 

J 
...... 

....... 

'" '" f'.... 
........ 

r-...... 
i'.... 

100 150 200 

'F> 
~ 
~; 

0 

" ~ 
0 

C~ 

Rt~ 
j-a ::: 220 0 

fOot..... C/W 
......... 

o 100 200 

/1/ 

'7 

10 
10-2 

300 

/ 

7Z12944 

SL.JL 
-ltpl4- 1 

+-T-
Ô: tp 

T 

c' .... 
0 ' 

~ 
... 1 

1- "'1 
.'" 1 
:01 
,SI 
"'1 a, 1 
"01 , 

" g,1 

1 

1 
10-4 

1 1[1 
El 
,&1 ! ,j i li, i 1 
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typ 

VI V' 
V '" 

10-1 

7Z72067 , 

VCE- 1OV 
T j 

min 

25 Oc 

...... 
\ 

'" 

BSS61 
1 

BS~~ 
BSS6 

o 
o 

BSS61 

1 5 
-IC(AI 



transistor!. silicium 
planar épitaxial 

PNP 
~ 

BSV 15 .. 
a 

BSV 17 

1 NTRODUCT 1 or~ 
Les transistors BSV15 à 17 sont des transistors silicium PNP en boîtier métallique 
TO-39 avec collecteur relié au boîtier, destinés aux applications industrielles. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
BSV15 BSV16 BSV17 

Tension collecteur-émetteur(base ouverte) -VCEO max 40 

Courant collecteur (continu) -IC max 

Puissance totale dissipée 

jusqu'à Tb .t. = 25 Oc 
Ol ler 

jusqu'à T = 25 Oc 
amb 

Température de jonction 

Fréquence de transition à f = 20 MHz 

-1 
C 

= 50 mA; -V CE = 10 V 

max 

max 

max 

> 

60 

1 

5 

0,8 

200 

50 

80 V 

A 

w 
w 

MHz 

BSV15-6 BSV15-10 
BSV16-6 BSV16-10 
BSV17-6 BSV17-10 

BSV15-16 
BSV16-16 

Gain en courant continu > 40 63 

-1 = 100 mA, -V = 1 V· 
C ' CE ' < 100 160 

DONNEES MECANIQUES 
Boit; er TO-39 Dimensions en mm 

0.86 JI 45°-1 
",a':,.~v. e .. 2' ""-.' b 

,i,gx ~ -t. -1- . 
1 l' ~ 
! ' c 

l, i 1 

1 1- 5.1 -.1 1 

I~ 9.4-.1 

-0 + 
t ===0.48 

+max 
8.5 == 

max 

L == 

L 6.6 -.1 .. _ 12.7 _1 
max min 

max 

Le diamètre maximal des fils de sortie est garanti seulement pour 12,7 mm. 
Collecteur relié au boîtier. 
Accessoires fournis sur demande: 56218, 56245. 

100 

250 
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-.Fi__ BSV15 à BSV17, page 2/8 

RESISTANCES THERMIQUES 
Jonction-air ambiant, en air calme 

Jonction-boîtier 

Jonction-fond de boîtier 

RthCj - a ) 

RthCj-c) 

RthCj-mb) 

220 

35 

30 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions 
Tension collecteur-émetteurCbase ouverte) 

Tension collecteur-émetteurCVBE=O) 

Tension base-émetteurCcollecteur ouvert) 

Courants 
Courant collecteur(continu) 

Courant baseCcontinu) 

Puissance totale dissipée 
jusqu'à T amb 

25 Oc 
jusqu'à T c 

25 Oc Cboîtier) 

jusqu'à T = 50 °CCfond de mb 

Températures 
Température de stockage 

Température de jonction 

boîtier) 

BSV15 

-VCEO max 40 

-VCES max 40 

-VEBO max 5 

Ptot max 

Ptot max 

Ptot max 

T 
stg 

T. max 
J 

CARACTERISTIQUESCTamb = 25 Oc sauf indication contraire) 

Courants résiduels collecteur-émetteur 

VBE =0; -V =40V CE 
VBE =O;-VCE =40V; T amb 

=150 Oc 
VBE =O;-VCE =60V 

V =o·-v =60V·T =150 BE 'CE 'amb 
Oc 

VBE=0;-VCE =80V 

VBE=0;-VCE=80V;Tamb=150 Oc 

-VBE=0,2V;-VCE=40V;Tamb=100 Oc 

-VBE=0,2V;-VCE=60V;Tamb=100 Oc 

-VBE=0,2V;-VCE=80V;Tamb=100 Oc 

Courant résiduel émetteur-base 
l c=O;-VEB=4V 

164 

BSV15 

-lCES < 100 

-lCES < 50 

-lCES < 
-lCES < 
-lCES < 
-lCES < 
-lCEX < 50 

-lCEX < 
-lCEX < 

-lEBO < 50 

BSV16 

60 

60 

5 

1 

200 

0,8 

5 

5 

-65 à 

200 

BSV16 

100 

50 

50 

50 

BSV17 

80 

80 

5 

+200 

BSV17 

100 

50 

50 

50 

V 

V 

V 

A 

mA 

W 

W 

W 

Oc 
Oc 

nA 

~A 

nA 

~A 

nA 

~A 

~A 

!.lA 

~A 

nA 



-.Fi__ BSV15 à BSV17,page 3/8 

CARACTER 1 ST 1 QUES CT amb 25 Oc sauf indication contraire) (suite) 

Tensions de claquage 
16=0; -1c=5omA;t p=2oo ~s;6=0,01 

V6E =0;-1 C=1o ~A 

1C=O;-1 E=1o IJA 

Tensions base-émetteur 
-1c=1oomA; -V CE =1V 

-1c=5oomA; -VCE =1V 

Tension de saturation 
-1c=5oomA; -1 6=25mA 

Capacité collecteur à f 

1E=1e=O; -VC6 =10V 

Capacité émetteur à f 

1 =1 =0· -VEB =0,5V Cc' 

1 MHz 

1 MHz 

-v (BR J CEO 

-V(BRJCES 

-V(BR)EBO 

-v 

C 
c 

C 
e 

CE sat 

Fréquence de transition à f 

-1c=50mA; -VCE =10V 

20 MHz 

Gains en courant continu 
-IC=100 IJA; -VCE =1V 

-1 =100mA· -V =1V 
C 'CE 

-1 =50omA· -V =1V C 'CE 

Gain en courant alternatif à f 

-1c=1mA; -VCE =5V 

1 kHz 

hfe 

> 

> 

> 

< 

typ 

typ 

< 

typ 

> 

> 
typ 

typ 

> 
typ 

> 

BSV15 BSV16 BSV17 

40 

40 

5 

1 

0,7 

0,85 

1 ,4 

0,25 

1 

20 

30 

60 

60 

5 

1 

0,7 

0,85 

1 ,4 

0,25 

1 

20 

30 

80 

90 

5 

1 

0,7 

\1 

v 
V 

V 

V 

0,85 V 

1,4 V 

0,25 V 

1 V 

15 

25 

pF 

pF 

180 180 180 pF 

50 

BSV15-6 
BSV16-6 
BSV17-6 

15 

44 

40 

63 

100 

20 

40 

20 

50 50 

BSV15-10 
BSV16-10 
BSV17-10 

20 

75 

63 

100 

160 

25 

55 

20 

MHz 

BSV15-16 
BSV16-16 

30 

120 

100 

160 

250 

35 

85 

20 

165 
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CARACTERISTIQUES (T amb 25 Oc sauf indication contraire) (suite et fin) 

Temps de commutation 
· Temps d'établissement 

-IC on = 100 mA; -la on'" +Ia off = 5 mA 

· Temps totdl de cuupure 

- l Con = 1 0 0 mA i - IBo n = + I Bo f f = 5 mA 

Retard à la décroissance 

Temps de décroissance 

• Circuit de mesure 

-1 t p 14-
av 1 

1 1 v, 
I1V _U 

Générateur d'impulsions: 

Temps de croissance t ~ 15 
r 

Temps de décroissance tf ~ 15 

Durée d'impulsion t ~ 10 
P 

Impédance de la source Z .... 
;::J 

50 

166 

ns 

ns 

IJS 

r2 

t on < 

< 

< 

500 

500 

150 

ns 

ns 

ns 

Oscilloscope: 

Temps de croissance 

Impédance d'entrée 

t :s: 15 ns 
r 

ZI ? 100 kr2 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

10 

-le 
(A) 

10- 2 
1 

T mb<50 °e 

fonctionnement en impulsions répétitives ; 6 = 0.01 

-le ma~ 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 

- / 

- Ptot max (c.c. ) 
'- l'\. t p 

:\. '\. '\. '\. 
~·r ~"\."\. '\. .'\.! ~ "\ 1\. Il 

1 ~ ~ f"\. "- 1\ 0.1 
'\ 

.1 ~~ ~ [\.1\ H 
fonctionnement en régime continu~ ~ r'\ Il 

0.5 

i 
~ 2 

5 

li> '" " ..... ..... ;; :> :> 
v:l v:l v:l 
al al al 

10 -VCE (V) 

5ms 

Aire de fonctionnement de sécurité 
avec le transistor polarisé en direct 

I-Région admise pour le fonctionnement en continu. 

II-Extension permise pour le fonctionnement en impulsions. 

Facteur multiplicateur de la tension de second claquage à v 

MSB(I) 

10 

1 
10- 3 

60.02 

Il"'t' 

b.6~ 
b1 

-0.2 

d.13 
0.5 

0.75 

1 Il 

rom· -, 
~ ~ 

-......... ""'lII 

~~ r--.. 

-"' 
~ 

t-...~ ~ ~ 
l"""-o ~ -

10- 2 10- 1 

~~ ~ 
t p (ms) 10 

167 
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

168 

Facteur multiplicateur du courant de second claquage à VCEOmaxt-t+lr------t-----j !3SV J 5 

t---t--+ ô = 0.02 0.01 t--t-+-+-+t+H----jr-+-t-++++++--t-t-----i-t-++t-+l 

0.33 ~ ..... ~ 

10- 3 10- 2 10- 1 

Facteur multiplicateur du courant de second claquage à VCEOmax 

MSB(V) 

ô =0.02 rO.Ol 

Il """ ...... 
0.05 

........ ~ 

10 
6,11 --- r--... l' ~~ r--. 1"" 

0.2 

0.33 ""'" '" "" ..... ~ 
0.5 r-- t" ~~ 

~ 

0.75 -t-t--
1 j j 

Facteur multiplicateur du courant de second claquage à VCEOmax 

MSB(V) 

10 

1 
10- 3 

ô =0.02 

1 T"1'io 
10 ~ci51 

lOi} 

0.2 

-'0 ~313 
0.5 

0.75 
III 

om 
:--.. 
~ ~ 

--.. ~ ,,~ ~ 

...... ~ ~ 

-~ 
...... -.......;. ~ ~ 
~ 1::' ~ - i= 

10- 1 

t p (ms) 10 

BSV16 

t p (ms) 10 

BSV17 

t p (ms) 10 



Zth j-mb 
(oCjW) 

102 

10 

2 

-VCEsat 

-VBEsat 

1.5 

0.5 

o 

200 

150 

100 

Ô 1 

r-- 0.5 

~ 0;3~ 
~ 0.2 

~ 0.1 ~ 

P O~ 

~ Pa:0'1 
0 

1 

,....... 

i§ 

VBEsat 

-VCEsat 

10 

11111 
11111 

kl~~~-16 
BSV16-16 ~f-" 

lJ..I.+r' 
~ Il .11 

BSV15-1(J 
BSV16-1O 
BSV17-1O 

:.---_i---'f-' 
~ 

50 
~ 

o 
10- 1 

-... BSV15-6 
BSV16-6 

~~}7-6 
1111 
11111 

-.Fi& BSV15 à BSV17.page 7/8 

5l.JL 
t!;J tp 

ô=-
T 

10 

1 
! -IC 1 

-=10 
/ 

-lB 

/ 
Tj=25Oc 

/ 
Valeurs typo 

/ 
/ 

V " / ---~ 

/ '( 

/ 
, , , 

.... ' --
-le (mA) 

-VeE=IV 
Tamb=25 oc 

"'" \. 

1\ 

............. \ 
r..... 

" -... \. 
......... 

10 -le (mA) 103 

169 
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COURBES CARACTER 1 ST 1 QUES (suite et fin J 

100 

ÎT 

(MHz) 

75 

50 

25 

o 

r--

P" 
./"" 

-ICBO 

(nA) 

10 
o 

V 

....... 10' 

./ 
/' 

/' 

i-" 
? 

10 

VCBO 40V;BSV15 
VCBO 60V;BSV16 

-VCBO = 80 V; BSV17 

max 

III) 

J 

. ' 1 

~. 
:...1-" Il 

[j 

Il 

li 
1) 

50 

1 

-VCE = 10V 
T j =25 oc 
f ~.1.5 MHz 

1; typ __ ::::---.... 

~ 
"-

'\. 

-

-IC (mA) 103 

II 
1)" 

1 

1) 

typ 
1111 

100 150 

Les centrages des valeurs typiques ne peuvent être donnés qu'à titre indiL:.;atif et sont susc..:ptibles de variation. 
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INTRODUCTION 

transistor au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN BSV64 

Transistor NPN en boîtier métallique TD-39 utilisé principalement pour la commande 
des marteaux d'imprimantes. Il a de bonnes caractéristiques de saturation à forts courants. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert 

Tension émetteur-collecteur (base-ouverte) 

Courant collecteur crête 

Puissance totale dissipée jusqu'à T =: 50°C 
c 

Température de jonction 

Gain en courant continu 

IC =: 2 A; VCE =: 2 V 

Fréquence de transition à f 

IC = 0,5 A; VCE =: 5 V 

Temps total de coupure 

5 A; lB = 0,5 A 

0,5 A 

DONNEES MECANIQUES 
BoHier TO-39 

Collecteur relié au boîtier 

35 MHz 

e 

VCBD 

VCED 

ICM 
Ptot 
Tj 

max 

max 

max 

max 

max 

> 

typ 

< 

b -0= · t =.~'O.4B +max 
B.5 = 

max 

t_ ~ 

,:.- 9.4 _-..1 
max 

i, 1 i-- 6.6 __ : ___ 12.7 __ , 
max min 'fz':>'nn 

100 

60 

v 
V 

5,0 A 

5,0 W 

175 Oc 

40 

100 MHz 

1,2 ws 

Dimensions en mm 

Le diamètre maximal des fils de sortie est garanti seulement pour 12,7 mm. 

Accessoires fournis sur demande - 56218 

- 56245 

matériel de fixation 

disque d'isolement 
171 



RESISTANCE THERMIQUE 
"vFi __ BSV 64, page 2/ 

Jonction-boîtier R = th (j -cl 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEI 134) 

Tensions 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) 

Tension collecteur-émetteur (R BE < 50n) 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) 

Courants 

Courant collecteur continu 

Courant collecteur crête 

Courant base continu 

Puissance totale dissipée 

Jusqu'à T = 50°C 
c 

Températures 

Température de stockage 

Température de jonction 

VCBO 
VCER 
VCED 
VEBO 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

"00 

80 

60 

5 

2,0 

5,0 

1,0 

5,0 

-55 à + 175°C 

max 175°C 

CARACTERISTIQUES (rj = 25°C sauf indicütion contraire) 

Courant résiduel collecteur-base 

Courant résiduel émetteur-base 

Tensions de saturation 

Gain en courant continu 

Capacité collecteur à f = 1 MHz 

172 

VCEsat 

VBEsat 

C 
c 

< 

< 

< 

< 

> 

< 

10 

10 

1.0 

1,8 

80 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

w 

IJA 

V 

V 

pF 



Fréquence de transition a f = 35 MHz 

le = 0,5 A; VCE = 5 V 

Temps d'établissement 

Avec -V BE = 2,0 V; IC 

et IBM :; 0,5 A 

Temps total de coupure 

5 A; lB = 0,5 A; -VBE 
0,5 A 

COURBES CARACTERISTIQUES 

10 

0,5 A 

2,0 V 

-1- . '-i Tc 
r---.---- --+----+- "50oC~ 

lC 

(A) 

l --fonctionnement en impulsions répétitives: 5 ,0.1 ~.~ 
CMmax '1 -...,.'-" , ': ' ' , 

~ i i 1 
i 1 1 , 

~f'-I~~ 1 1 l 1 l : 1 

Icmax "-1\ l'r-- ~ J II J 1 _ll : i 

'f' '" f".r-- ~'I 1 III 1'\ ~~~ 1 III "- "'- i 

-" ~ ~ ~b=~~ 
"'- \ ~ ~ ::-,: 100 

"\.\ \.'-,1.'\,. L\ 21~ ~ -"" IÙ ~ \ 
l Ptot max ( c.c.)- "- 1\\\ l\ 1\ I~ 500 

~ ~ 
1ms 

~ li 1 1 

courant .'.--P\ ~ l\ 
r 

2 
1 1\ 1 

continu t\ 1\ ~ 1t-- lc 1'\ 
t--- (mA) 

10 
t-- 1 

~ 210 r-- 1\ 
1 0,0 

,1\ 
m 

050 VCE (V) 100 

2 1 1 1 

10 VCE (V) 

Aire de fonctionnement de sécurité 

l Région admise pour le fonctionnement 
en continu 

II Extension permise pour le fonctionnement 
en impulsions 

III Fonctionnement permis en continu 
si RBE ~ 50 Q 

t 
on 

--Fi-- BSV 64, page 3/4 

typ 

< 

< 

6 

le 
(A) 

4 

VCE =2V 
Tj = 25°C 

100 MHz 

0.6 

1,2 

1Zfi047!1 

~i~. VB~ n:a~. ~e:, 

VBE (V) 

173 



COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

7Z60477 

C 

) 

2 

li =1 

0.75 

VCEso 

(VI 
t f--

le 
-=10 
lB 

--t- i--

0.5 

BSV 64, page 4/4 

'7Z60471J 

f7 ~ 

[7 
1 J 

) 

0.5 :::;1;: 

~ 1-- Ttyij : 

10 

1 

60 

50 

40 

30 

20 o 

1 

0.2 

0.1 

0.1 

V i""-. 
1 ...... 

Il 

~ 

'7 

10 

7Z60476 

VeE = 2V 
Tj =25°C 

f- f-

~ 

" min 
....... 

....... 
....... 

....... 
..... ..... 

..... 
N 

4 5 le (A) 6 

-·Fi--

0.25 

750 

t 
(ns) 

500 

250 

/ 

J 
7 

V 

,......, 
r...... 

--1--'" 

R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 
SEMICONDUCTEURS ET MICROËLECTRONIQUË 1 TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATËRIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ËLECTRONIOUE GRAND PUBLIC 

CONDENSATEURS RÉ SI ST ANCE:.:S=-----CCM-'-O_TE::.:U'-R;.::S __________ _ 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE, (1' 355.44.9_9 ____ _ 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES, CAEN - DREUX - ËVREUX - JOUË-LES-TOURS - SURESNES - TOURS 
S.A AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - Re. PARIS B 672 042 470 

7 1 
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Valeurs typo 
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transistors au silicium ~ 
pl anar épitaxial 

NPN BSW 66 BSW 67 
BSW68 

Transistors NPN planar épitaxiaux destinés plus spéciale
ment à la commutation de charges inductives. Valeurs à ne pas dépasser 

(Limites absolues) 
Caractéristiques principales 

BSW 66 67 68 

BSW 66 67 68 
VCBO .................... max 100 120 150 V 

VCBO ............... max 100 120 150 V VCEO .................... max 100 120 150 V 

VCEO ............... max 100 120 150 V VEBO .................... max 6 6 6 V 

ICM ............................ max 2 A -lEM ............................. . max 2 A 

Ptot{Tc =25°C) ............... max 5W IC ................................ . max 1 A 

h21 E (VCE= 5 V; IC .. ~ 100 mA) .... min 40 ICM ................. . max 2 A 

fT (VCE = 20 V; IC 100 mA)........ typo 80 MHz Ptot(Tc 25°C) ................. . max 5W 

f= 35 MHz Ptot (Tamb c 25 OC) ................. . max 0,8W 

T 5t9 .......................... -65 à + 200 oC 

Tj ............................... max 200°C 

Rthj-amb ......................... 220°C/W 

Rthj-c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35°C/W 

Brochage 
Boîtier JEDEC TO-39 - Collecteur relié au boîtier 

Caractéristiques (Tj = 25° C) 

(Dimensions en mm) 

Accessoi res : 

56218 : matériel de fixation 
56245: disque d'isolement 

ICBO (VCB = 1,2 VCBO max lE ~ Ol. ...................................................... . 

ICBO(VCB= 1/2 VCBO max; IE= O;Tj= 150°C) .......................................... . 

ICBO (VCB = VCBO max; IE= 0) ......................................................... . 

IEBO(VEB=3V;IC=0) ............................................................... . 

IEBO (VEB== 6 V; IC = 0) .............................................................. . 

VCEsat (lC= 100 mA; lB = 10 mA) ....................................................... . 

VCEsat (lC = 500 mA; lB = 50 mA) ....................................... BSW 66 - BSW 67 

VCEsat (lC ,= 500 mA; lB = 50 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BSW 68 

VCEsat (IC == 1 A; lB = 150 mA) .......................................................... . 

VBEsat(le 100mA;IB=10mAI ...................................................... . 

VBEs:1t (le' 500 mA; lB = 50 mA) ....................................................... . 

VBEsat(lC=lA;IB=150mA) .......................................................... . 

h21E(VCE=5V;IC= 10mA) .......................................................... . 

h21E(VCE=5V;lc=100mA) .......................................................... . 

h21 E (VCE = 5 V; IC = 500 mA) .......................................................... . 

h21E(VCE=5V;IC=lA! ............................................................. . 

f t (VCE=20V;IC= 100mAàf= 35 MHz) ................................................ . 

Cc (VCB=10V;IE=0;f=lMHzl ....................................................... . 

Ce(VEB-O;IC=O;f= 1 MHz) ....................................................... . 

ton (le -- 500 mA; lB = 50 mA; - VBE ~~ 4 VI ......................... . ............. . 

toff (le = 500 mA; IB1= -IB2= 50 mAI .................... . 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

min 

min 

min 

min 

typo 

max 

max 

typo 

tvp 

100 nA 

50 :~A 

100 :"A 
100 nA 

100 'lA 
150 mV 

400 mV 

500 mV 

V 

0,9 V 

1,1 V 

1,4 V 

30 

40 

30 

1 5 

80 MHz 

35 pF 
651) pi=' 

0.5 ') 5 

:J ;::. 

~~' -; r; .,0 



Circuit de mesure 

+21h 
0LJpj 

Caractéristiques des impulsions du générateur 

Durée de l'impulsion t p "", , , , , , , , , , , , " min 5/-.Ls 

tr max 10 ns 

tf """'""""""", max 1 0 ns 

Courbes caractéristiques 

0 80 

Vœ 
(mV) 

so, 

500 

200 

o 
1 

.. ~ 

176 

f+f ~: 10 
le 
TJ .25 oc 

-r+ 

-+-t 

--

..-. 
10 

.. ''': 
!+t 

f1-

Ct: 

-t+ tt 
t+ 

'yp 

-<cl) 

i , 

+ 

il' 

1,2 

lIsEs 
(V) 

1 

0' 

0, Br--

0. 6 

0, , 
1 

~_10 
le -
Tj. 25 oc 

10 

".F' __ BSW 66-67-68,Page 2/4 

Circuit de mesure pour la commutation 
de charge inductive 

B""' 

'yp 

t~10H~ 

1 
1 
1 

-5V 

) H- i' 

+ 
f~ 1 

'0 

10-

r , ":fW 

lm fE' 
j- i 

1; It. P-T 
Ji 111 I l, ' 

~ lJ 
10.2 

IC~260mA 
+---

l =150mH 

+6V 

Vceo' 1/2Vceo mox 

, 

T i , 
0+ 

ch"'11'l . 
-r ~f t+11 

H 

'1 :: ril l, 

tl~~WI ' 
1: If th~ Lli 

' 1 

rfii!1r~lr if ~ +-+ il l j ttH 
1 ,i! 1 1 1 l '1 Til 

fIT WH :f 

H 1 

".,-> 

, 
Tt 

1 

102 1 c (mAI 10 3 
50 100 150 ~ (·C) 200 
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Courbes caractéristiques (suite) 

-+-+-

--- H 
0, la 102 

6 

Ptol 
(w) 

2 

--t 

T. = 25"C r-tt 
J .~ * 
~--±--+tF 

+ 
, 

r-tt 
~ .. -.+l~ 

A 4233 

~. , " 

<"' . 

~ r ~~,:t' 
1 -:J-o 

~ 

~/)' 1 

IJ-<l1'n6 '><'<'0<>0 
~ w 

i""i'-oI.. ~ 
100 T("C) 200 
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transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN 
~ 

BSX 19 
BSX 20 

Transistor NPN au silicium pl anar épitaxial. en boitier ,1EDEC TO-18. destiné à des applications de commutation rapide. 

caractéristiques principales 

VCBO ' ......................... max 40 V 

VCEO .......................... max 15 V 

min 20 

h21E (VCE = 1 V: IC = 10 mA).. . { 
BSX 19 max 60 

mm 40 
BSX20 max 120 

fT .................. {BSX 19 min 400 MHz 
BSX 20 min 500 MHz 

Ptot (T amb = 25 oC) ............. max 360 mW 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues] 

V C BO' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 40 V 

VCEO ························· . 

V CES (VEB = 0) ................. . 

max 15 V 

max 40 V 

VEBO ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 4,5 V 

brochage (Dimensions en mm) 

RfO,I.8max-

Boîtier JEDEC TO-18. 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

ICM ......................... max 500 mA 

Ptot (T amb = 25 OC) ........................................................... max 360 mW 

Tstg .................................................................... - 65 à + 200 Oc 
Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 200 Oc 
Rthj-amb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,48 °C/mW 

Rthj -c ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,15 ° C/mW 

179 
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caractéristiques n j = 25 °Cl 

ICBO (VCB = 20 V; lE = 0) .................................... max 

I CBO (VCB = 20 V; lE = 0; Tj = 150 oC) .......................... max 

ICES (VCE = 15 V; VBE = 0; Tj = 55 OC) ......................... max 

ICES (VCE = 40 V; VBE = 0) .................................. max 

IEBO (VEB = 4,5 V; le = 0) ................................... max 

ICEX (VCE = 15 V; - VBE = 3 V; Tj = 55 oC) ...................... max 

- lBEX (VCE = 15 V; - VBE = 3 V; Tj = 55 OC) .................... max 

VCEOsust(IC = 10 mA; lB = 0) ................................ min 

V CERsust (JC = 10 mA ; RBE = 10 n) ............................ min 

h21E (VCE = 1 V; IC = 10 mA) ............................... {min 
max 

h 21E (VCE = 1 V; IC = 10 mA; Tj = - 55 OC) ...................... min 

h 21E (VCE = 2 V; IC = 100 mA) ................................ min 

VBE (VCE = 20 V; IC = 30 p.A; Tj = 100 OC) ....................... min 

VCEsat (lc = 10 mA; lB = 0,3 mA) .............................. max 

VCEsat (lc = 10 mA; lB = 0,6 mA) .............................. max 

VCEsat (lc = 10 mA; lB = 1 mA) ................................ max 

VCEsat (lc = 100 mA; lB = 10 mA) .............................. max 

VBEsat (lc = 10 mA; lB = 1 mA) ............................... {min 
max 

VBEsat (lc = 100 mA; lB = 10 mA) .............................. max 

Ce (V CB = SV; lE = le = 0) ................................... max 

Ce (V EB = 1 V; 1 C = le = 0) ................................... max 

fT(VCE = IOV;IC = 10 mA) ............................... . {
min 
typo 

Comportement en régime transitoire 

ts (lc = lB! = - IB2 = 10 mA) (fig. 1) .......................... {Z~ 

ton (lc = 10 mA; lB! = 3 mA; - VBE = 1,5 V (fig. 2) ............... max 

ton (lc = 100 mA; lB! = 40 mA; - VBE = 2,25 V (fig. 2) .............. max 

toff (lc = 10 mA; lB! = 3 mA; - IB2 = 1,5 mA) (fig. 2) ............... max 

toff (lc = 100 mA; lB! = 40 mA; - lB2 = 20 mA) (fig. 2) .............. max 
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montages de mesure 

Mesure de ts 

A al V; 
O,!t'F © 9son 

V- Il 

soon 

-10:----- ". -, 

S6n soon 

Fig.!. ~~ ( + l1V ~~ 

son 

+6 ----~--------
- ----,--

100%: -10% 
~~=j=~C ----- VA 

+loV=,1~r.~~=l~~-~~ Vo 

1 1 4-
-I-t s-t- Lo % ( +10V 

Caractéristiques de l'impulsion d'entrée: tr < 1 ns; tp > 300 ns; l) < 2 % ; Rs = 50 0. 

Caractéristiques de l'oscilloscope : tr < 1 ns; Ri = 50 0. 

Mesure de ton et de toff 

Fi, v2 V; 0 r;::> 
.. 

Vi R, ~r----o Lr:a% -rt % V 
~) 0,1 IJF 

o - ___ - 1 1 

R3 R2 son i U\ __ ï i v, 
1 1 - --, i 90% : : 90% 

~~ 
1 - __ L Iii 

~ VBB vcc -1-- -
: : Vo : 1 

Fig. 2. -t-td+tr~ -+i-ts+t,--I-

ton toff 

IC IBI - IB2 VCC RI - R2 R3 R4 - VBB - VBE VI VBB - VI 

(mA) (mA) (mA) (V) (kn) (0.) (0.) (V) (V) (V) (V) (V) 

10 3 1,5 3 3,3 50 220 3 1,5 15 12 15 

100 40 20 6 0,33 56 0 4,5 2,25 20 15,3 20 

Caractéristiques de l'impulsion d'entrée: tr < 1 os; t p > 300 os; l) < :2 % ; Rs = 50 0. 

Caractéristiques de l'oscilloscope: tr < 1 os; Ri = 50 0. 
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courbes caractéristiques 
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transistor au silicium 
planar 

NPN BSX 21 

Transistor NPN au silicium planar, en boîtier JEDEC TO-18, destiné à la commande de tubes 
indicateurs numéri gues. 

c aractéri sti ques p ri nci pales 

v CBO' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 120 V 

VCEO (1) ...................... max 80 V 

ICM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 250 mA 

P tot (T amb == 25 OC) . . . . . . . . . . . . . max 360 mW 

h21 E (V CE == 1 V ; IC == 4 mA) . . . . . . . . .. min 20 

fT (VCE == 1 V; IC ==4 mA) ......... min 60 MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites absolues] 

VCBO ' ........................ max 120 V 

V CEO (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 80 V 

V EBO ' ........................ max 5 V 

brochage (Dimensions en mm) 

Boîtier JEDEC TO-18. 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

lC .......................... max 100 mA 

lCM ......................... max 250 mA 

- lE' ........................ max 50 mA 

- lEM' ....................... max 50 mA 

Ptot (Tamb = 25 OC) ........................................................... max 300 mW 

T stg . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 65 à + 175 ° C 

Tj ........................................................................ max 175 Oc 
Rthj-amb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,5 °C/mW 

Rthj-c .................................................................... 0,15 °C/mW 

(1) Le BSX 21 peut être utilisé jusqu'à V CE = 160 V, à condition que la puissance dissipée à Tamb = 85 oC n'excède pas 100 mW. 
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caractéristiques nj = 25 OC] min 

ICBO (V CB = 90 V ; 1 E = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ICBO (V CBO = 90 V ; lE = 0 ; Tj = 150 OC) ................. . 

1 EBO (V EB = 4 V ; IC = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ICES (V CE = 80 V ; V BE = 0 ; Tj = 85 OC) ................. . 

VCEOsusr(Ic: = 0,1 mA; lB = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

h21E (VCE =1 V ;IC=1 mA) .......................... . 

h21E(VCE=IV;lp=4mA) ........................... 20 

h21E (V CE = 1 V ; IC = 10 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

h21E (V CE = 1 V ; IC = 20 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

VBEsat (lc = 4 mA ; lB = 0,4 mA) ........................ . 

V CEsat (lc = 4 mA ; lB = 0,4 mA) ........................ . 

VBE (VCE =3 V; IC =4 mA) .......................... . 

Cc (VCB = 10 V; lE =Ie =0; f= 1 MHz) .................. . 

Ce (VEB =0,5 V ;IC =Ic =0; f= 1 MHz) .................. . 

fT (V CE = 10 V ; IC = 4 mA) ........................... . 

schéma d'utilisation 
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.2SOV! 10% 

56kQt10% 

Série ZM 1000 
ou ZM 1174 

60 

typo 

0,25 

0,5 

0,01 

60 

80 

82 

55 

0,7 

3,4 

12 

120 

max 

200 nA 

50 pA 

200 nA 

20 pA 

V 

1,2 V 

0,7 V 

0,9 V 

4,5 pF 

17 pF 

MHz 
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transistors silicium 
planar épitaxial 4iiiïïi:. 

BSX 45 
à 

BSX 47 
NPN 

1 rHRODUCT 1 mJ 
Les transistors BSX45 à 47 sont des transistors silicium NPN en boitier métallique 
TO-39 avec collecteur relié au boitier, destinés aux applications industrielles. 

CARACTERISTIQUES 

Tension collecteur-émetteur 
(base ouverte) 

Courant collecteur (continu) 

Puissance totale dissipée 
jusqu'à T = 25 Oc 

c 
Température de jonction 

Fréquence de transition 
à f = 20 MHz 
lC = 50 mA; VCE = 10 V 

Gain en courant continu 
lC = 100 mA; VCE = 1 V; 

DONNEES MECANIQUES 
Boitier TO-39 

._ 9.4_ 
max 

VCEO 

lC 

Ptot 

T. 
J 

fT 

hFE 

b 

c 

PRINCIPALES 
BSX45 BSX46 BSX47 

max 40 60 80 V 

max 1 A 

max 5 W 

max 200 Oc 

> 50 MHz 

BSX45-6 BSX45-10 BSX45-16 
BSX46-6 BSX46-10 BSX46-16 
BSX47-6 BSX47-10 

> 40 63 100 
< 100 160 250 

Dimensions en mm 

-0= + 
t =-0,48 

+max 
8,5 = 

max 

L == 
[ 6.6 .... 1_ 12.7 _ 

max min 

Le diam~tre maximal des fils de sortie est gara~ti seulement pour 12,7 mm. 
Collecteur relié au boitier. 
Accessoires: 56218 matériel de fixation 

56245 disque d'isolement 
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RESISTANCES THERMIQUES 
Jonction-air ambiant, en air calme 

Jonction-boîtier 
RthCj-al 

RthCj-cl 

200 

35 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEI 134 1 

Tensions 
Tension collectRur-émetteur(base ouvertelVCEO max 

Tension collecteur-émetteur (V 6E = Ol VCES max 

Tension base-émetteur(collecteur ouvertl VE60 max 

Courants 
Courant collecteur (continul 

Courant base (continul 

Puissance totale dissipée 

jusqu'à Tboitier = 25 Oc 

Températures 
Température de stockage 

Température de jonction 

max 

max 

Ptot max 

T 
stg 

Tj max 

BSX45 

40 

80 

7 

BSX45 

50 

100 

7 

1 

200 

5 

-GS à +2CO 

200 

CARACTER 1 ST 1 QUES CT amb = 25 Oc sauf indication contra:i.re: J 

Courants résiduels collecteur-émetteur 
o 

60 V, VBE = 0; T amb 
150 Oc 

80 V 0; VCE = 
= 0,; VCE = 

0,2V; VCE 
O,2V; VCE 

80 V; T = 150 Oc 
amb 

60 V; T 100 Oc 
amb 

80 V; T 
amb 

Courant résiduel émetteur-base 

IC = 0; VEB = 5 V 

Tensions de claquage 
I B = 0; lC = 50 mA 

V = o· l = 100 uA BE ' C 
lc = 0; lE = 100 uA 

196 

100 Oc 

l CES 
l CES 
l CEX 
l CEX 

typ 
< 

typ 
< 

< 
< 

< 

< 

V 
(6RlCEO> 

VeBRlCES> 
V 

(BRlEBO> 

BSX45 

1 
30 

1 
10 

50 

10 

40 

80 

7 

BSX46 

1 
30 

1 
10 

50 

10 

60 

100 

7 

BSX47 

80 

120 

7 

BSX47 

30 

10 

50 

10 

80 

120 

7 

V 

V 

V 

A 

mA 

w 

nA 
nA 

uA 
uA 

nA 

uA 

uA 

uA 

nA 

V 

V 

V 
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CARACTERISTIQUES CT amb 25 Oc sauf indication contraire) (suite) 

Tensions base-émetteur 

lC 100 mA; VCE 1 V 

lC 500 mA; VCE 1 V 

Tensions de saturation 

IC 1000 mA; lB = 100 mA 

1 = 500 mA; 1 = 25 mA C B 

Fréquence de transition à f 

lC = 50 mA; VCE = 10 V 

Capacité collecteur à f=1 MHz 

lE = le = 0; VCB = 10 V 

Capacité émetteur à f= 1 MHz 

lC = lc = 0; VEB 0,5 V 

Facteur de bruit à f= 1 kHz 

IC=100 ~A; VCE =1o V; RS= 1 kO 

B = 200 Hz 

Gains en continu 

Ir. 100 ~A; VCE 1 V 

IC 100 mA; VCE 1 V 

500 mA; VCE 1 V 

1 A ; VCE 1 V 

VCE sat 

VCE sat 

20 MHz 

fT 

C 
c 

F 

h 
FE 

h 
FE 

h 

< 

> 
< 

BSX45 

1 

0,75 
1,50 

typ 1,30 
< 2 

typ 0,7 
< 1,0 

typ 
< 

> 

< 

< 

typ 

> 
typ 

> 
typ 
< 

> 
typ 

typ 

50 

25 

80 

3,5 

BSX46 

1 

0,75 
1,50 

1,30 
2 

0,7 
1 ,0 

50 

20 

80 

3,5 

BSX47 

1 

0,75 
1,50 

1,30 
2 

0,5 
0,9 

50 

15 

80 

3,5 

v 
v 
v 
v 
v 

V 
V 

V 
V 

MHz 

pF 

pF 

dB 

BSX45-6 BSX45-10 !BSX45-16 
BSX46-6 BSX46-10 BSX46-16 
BSX47-6 BSX47-10 

10 
28 

40 
63 

100 

15 
25 

15 

15 
40 

63 
100 
160 

25 
40 

20 

25 
90 

100 
160 
250 

35 
60 

30 
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CARACTERISTIQUES (T b am 25 Oc sauf indication contraire) (suite et fin) 

Temps de commutation 

ICon = 100 mA; I Bon = -IBoff 
· Temps d'établissement 

· Temps total de coupure 

· Circuit de mesure 

Cj I.A, 

+
llV n 

o l ' -- t p 1 __ 

Générateur d'impulsions: 

Vi 

t < 200 on 

t off < 850 

.....----Q-SV 

Oscilloscope: 

ns 

ns 

Temps de croissance t r ~ 15 ns Temps de croissance 

Temps de décroissance tf ~ 15 ns Impédance d'entrée 

Durée d'impulsion t 10 
P 

I..IS 

Impédance de la source Zs 50 n 

les centrages des valeurs typiques ne peuvent être donnés QU'" titre indicatif et sont susceptibles de variation. 

Réf.4275-11/7G 

-=Fi. 
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICRœLECTRONIQUE 1 TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS·ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC 

CONDENSATEURS RESISTANCES· MOTEURS 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN· 75540 PARI. CEDEX 11· TeLePHONE: (1) 35 ..... .. 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS 
S.A AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.e. PARIS B 672 0"2 470 

t ~ 15 r 
ZI ~100 

ns 

kQ 



transistors au silicium 
planar épitaxial 

NPN 
~ 

BSX 59 BSX 60 
BSX 61 

Transistors NPN au silicium planar épitaxial, en hoîtier JEDEC TO-39, destinés principalement à la commande de 

tores magnétiques. 

c a ra cté ris t i que s p ri n ci p a le s 

BSX 59 60 61 

YCBO ' ............... max 70 70 70 Y 

y CEO' ............... max 45 30 

h21 E (Y CE = 1 Y ; . 

{
mm 30 30 

IC = 500 mA) . . . .. max 90 90 

ICM ' .......................... . 

45 Y 

30 
90 

max 1 A 

Ptot (Tamb ~ 25 OC) ............. max 800 mW 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites absolues) 

BSX 59 60 61 

YCBO ' ............... max 70 70 70 Y 

YCEO ................ max 45 30 45 Y 

YEBO ................ max 5 5 5 Y 

brochage (Dimensions en mm) 

Boîtier JEDEC TO-39. 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

56218 : matériel de fixation 
56245 : disque d'isolement 

ICM ............................ max 1 A 

-lEM .......................... max 1 A 

Ptot (Tamb ~ 25 OC) ........................................................... max 800 mW 

Tstg .................................................................... - 65 à + 200 Oc 

Tj ........................................................................ max 200 Oc 

Rthj-amb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 220 °C/W 

~hj-c ...................................................................... 43 °C/W 
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caractéristiques CT. 
J 

25 °Cl 

ICBO (VCB = 40 V; lE = 0) .......................... max 

ICBO (VCB = 40 V; lE = 0; Tj = ISO oC) ................ max 

IEBO (VEB = 4 V; Ic = 0) .......................... max 

IEBO (VEB = 4 V; IC = 0; Tj = ISO oC) ................ max 

ICEX (VCE = 40 V; VEB = 4 V) ...................... max 

ICEX (VCE =40 V; VEB =4 V; Tj = ISO OC) ............. max 

IBEX (VCE = 40 V; VEB = 4 V) ...................... max 

IBEX (VCE = 40 V; VEB = 4 V; Tj = ISO OC) ............ max 

h21E (VCE = 1 V ; IC = ISO mA) ..................... {min 
typo 

h2lE (V CE = 1 V ; IC = 500 mA) .................... . {
min 
max 

_ _ {min h2lE (V CE - 5 V ; IC - 1 A) ....................... . 
typo 

VCEsat (lc = ISO mA ; lB = 15 mA) .................... max 

VCEsat (lc = 500 mA ; lB = 50 mA) .................... max 

VCEsat (lc = 1 A ; lB = 100 mA) ...................... max 

VBEsat (lc = 150 mA ; lB = 15 mA) .................... max 

VBEsat (lc = 500 mA ; lB = 50 mA) .................. . {
min 
max 

VBEsat (lc = 1 A ; lB = 100 mA) ...................... max 

Cc (V CB = 10 V ; lE = le = 0 ; f = 1 MHz) .............. max 

Ce (VEB =0,5 V; IC = le = 0 ; f = 1 MHz) .............. max 

h21e (VCE = 10 V; IC = 50 mA; f= 100 MHz) ............ min 

ton (- VBE = 2 V ; IC = 500 mA ; 

lB = 50 mA) (voir montage de mesure) ................ {typo 
max 

toff (lc = 500 mA ; 

lB = - lB = 50 mA) (voir montage de mesure) ......... {typo 
1 2 max 

200 
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BSXS9 

500 

300 

300 

50 

500 

300 

500 

300 

30 

70 

30 
90 

20 
40 

0,3 

0,5 

0,85 
1,2 

1,8 

10 

50 

2,5 

17 
35 

45 
60 

BSX60 

500 

300 

300 

50 

500 

300 

500 

300 

30 

90 

30 
90 

25 
50 

0,3 

0,5 

0,7 
1,3 

1,8 

10 

50 

2,5 

17 
40 

58 
70 

BSX61 

500 

300 

500 

50 

1000 

500 

1000 

500 

30 

105 

30 
90 

20 
55 

0,5 

0,7 

1,3 

1 

0,7 
1,3 

1,8 

10 

50 

2,5 

18 
40 

70 
100 

nA 

/lA 

nA 

/lA 

nA 

/lA. 

nA 

/lA 

v 
V 

V 

V 

V 

V 

V 

pF 

pF 

ns 
ns 

ns 
ns 
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montages de mesure 

Mesure du ton (1) 

375fl 

o 

BSXS9 - BSX61 ................................................. , .. Vee = 50 V; Re = 100 il 

BSX 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. V cc = 30 V; Re = 60 il 

Mesure du toff (1) 

Vee 

37.5_V __ Re 

375(1 
1 

o . 1 

-r~ns;' 5611 

.f-.o:~n~- ~ ..-..:: 5~~ 
I6lV 3V 

BSXS9 - BSX61 .................................................... Vee = 50 V; Re = lOt a 

BSX60 .................................•......................... Vee =30 V; Re = 60 il 

(1) Impédance du générateur d'impulsions = 50 o. 
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courbes caractéristiques 

!HH++~-H-f-H++ 

, , -+- r+l-+ tt , , 

i ,! Il 11+ ii " , Il' ! i i 

il 1f[' Il i! il, i: [1 ! l' 
1 i 1 

l ' 
1 i 

" 1 

,: 1 ! Il i 
QGI 

0 20 40 60 80 100 120 /40 VCB (VJ 

VEB-4V~, 

1 

1 

, 

1 

1 vrtt 
JI ' 

BSX61~ • p..:+r 
, BSX59 

max il-; f-18SX60 ' 

~Ii 
1111 

50 100 1) <"C) 150 
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0 ICBO 1 S 
(nA) 

/0' 

i 

/03 

10 . 2. 

10 

0.1 

! 

J QOI 
o 2 

VCB ='ov 

I~ 

50 /00 125 T ("C) ISO 

Tamb·2S•C 
1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 Il 1 
1 

681012/4 
IéifVJ 



la 100 fC(mA) 1000 

hZIE 
BSX61. 

"nA 

..... 
20 

-50 0 25 50 700 150 7émb{"C} 200 

hZ7E 

uO 

110 

(JO 

6() 

40 

ZO 

QI 

f-. +~ 
::JOli tOO 

t!t:.::~ 

h21r 

o 
-50 

f-
1-----

li 

5t-=--

'~ 
Jf--
f--

21---
1----

if--

0,1 

I--
--
~ 

f---
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Tf 
H- t 
f+- oli:!-

6,. R' H-+ 

h- ::"::J 
~ +--+---. 

Hf++t 
o 50 

-'!v~ Ht 
1.,00fofHzf H 
Tomb z2S·C -... 

'1 
_....:.... t.= 

._-~-

.-

....: 

Â ~~ 
':. 

10 

/OOmA .-
, IO~ 

BSX60_ 

500mA 

-
~ ~ .. -++-

700 150 T.m,{"C} T("C) 

1----
.. - +-- -mtH 

.:..-1--j... .. - i1 t--:.~~ --'l41t ~= f--~ t--- fi -;1fi il ,., -++-1 
_:..::.::. -''::' ~. ,-tin 

.../.--++t .. 
-t ++-t." 

--.-t +--t-+ tt 
_. r", r-.... !'- VCB .IOV 

--~ l;'~"~~ 
~ ""'- t--t-~Pi 
~ VCB =2V""t 

----
-- . t1jftfJ 
r= nr li! tt1 ~-

1----. -
~-

f...- JI m 
10 50 700 fErmA) 7000 
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~Esal ~~,----.--~r-~-n-'''TT~r-~-n~TT--''rn", 
(mV.1 

fC·7OOmA , 

-50 o 50 100 

40 

JO 
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l t fi ltH III ttt --- f-i ! l +1: T _l + + ! 

200 

~I W WO fermA) 7000 

~Esal 

(mV)II~t-__ -_ IHt l1li t-'--t--t-t-t-t-ti±it-':!:!_-ITamb =25·e --
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,. 
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transistor au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN BSY 79 

Le BSY 79 est un transistor au silicium NPN planar épitaxial, plus spécialement destiné à la commande des indi

cateurs numériques. Il est monté dans un boîtier JEDEC TO-18, avec le collecteur relié au boîtier. 

caractéristiques principales 

VCBO ......................... max 120 V 

IC ........................... max 30 mA 

Ptot (T amb ~ 25 OC) ............. max 300 mW 

h 2lE (VCE = 1 V; IC = 1 mA) .......... min 30 

fT (VCE = 10 V; IC = 10 mA) ..... typo 100 MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VCBO ......................... max 120 V 

VCEX (VEB = 1 V) ............... max 120 V 

VEB ........................... max 5 V 

brochage (Dimensions en mm) 

Boîtier JEDEC TO-18. 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

IC ........................... max 30 mA 

Ptot (Tamb ~ 25 OC) ........................................................... max 300 mW 
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BSY 79,Page 212 

caractéristiques [T amb 25 OC] 

min typo max 

lCBO(VCB = 90 V) .................................. . 50 nA 

lCBO (V CB = 90 V; Tamb = 150 oC) ...................... . 10 IlA 

lEBO (VEB = 4 V) .................................. . 50 nA 

VCEsat (lc = 2 mA; lB = 0,2 mA) 0,5 V 

VBEsat (lc = 2 mA; lB = 0,2 mA) V 

h2lE (VCE = 1 V; lC = 1 mA) .......................... . 30 

h2lE (VCE = 1 V; lC = 15 mA). . . . .. . ................. . 30 

Clle (VEB = 0,5 V) .................................. . 17 pF 

C22e (VCE = 10 V) .................................. . 4 pF 

fT (V CE = 10 V; lC = 10 mA) .......................... . 100 MHz 

_ahi __ 
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICROÉLECTRONIQUE 1 TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MA ~RlAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ELECTRONIQUE GRAND PUBUC 

CONDENSATEURS ~S/STANCES • MOTEURS 

1 ao AVI!NUE LEllllU-ROLUN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TeLePHONE: (1' 355.44." 
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transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN 
~ 

2N 706 
2N 70BA 

Transistor NPN au silicium planar épitaxial, en boîtier JEDEC TO-18, destiné principalement aux applications en commu 
tation très rapide, et à des usages généraux en amplification. 

Caractèristiques pri ncipales 
VCBO .... " ...................... , 

VCER (RB ~ 10(1) .", ...... ", ..... . 

h21E (VCE= 1 V; IC= 10 mA 2 N 706 .. . 

2 N 706 A. { 

Ptot (Tamb = 25 OC) ................. . 

max 25 V 

max 20 V 

min 20 
min 20 
max 60 
max 0,3 W 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 
VCBO ......................... . max 25 V 
VCEO ......................... . max 15 V 
VCER(RBE~101l) .............. . max 20 V 

VEBO (2 N 706 .................. . 
2 N 706 A ................ . 

max 3 V 
max 5 V 

Ptot(Tc =25°C)., ............ . max 1 W 
Ptot (Tc = 100 OC) ............. . max 0,5W 
Ptot (Tamb = 25 OC) .............. . max 0,3W 
Tstg ........................... . - 65 à + 200 oC 

Tj ............................. . 175 oC 

Caractéristiques (Tj = 25° C) 

Brochage (dimensions en mm) 

Boîtier TO-18 (collecteur relié au boîtier) 

RfO,I.8max 

... 5,3max • 12,7mJn .. 

Accessoires: 

56246 : di sque d'i sol ement 

56263 : cl ip refroi di sseur 

Montage de mesure 

~~ 

890fl 

91ft 

:2) 

VCER sust(lC= 10mA; RBE= 10U) ..................................................... . 
Unités 

min 20 V 
VCEO sust(lE= lOp.A; IC=O)......................... ... . .................. . 

ICER NCE=2:.0V; RSE=100kU) ................................................. . 

ICBO (VCB=25V; IE=O) ........................................................ . 

ICBO (VCB= 15V; IE=O) ........................................................ . 

ICBO (VCB= 15V; IE=O:Tj = 150°C) ........................................... . 

min 15 V 

max 10 P. A 

max 10 p. A 

max 0,5:1 A 

max 30 !-' A 
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Caractéristiques (suite) 2N 706-706A,Page 2/2 

IEBO (VEB=3V;IC=0) ............................................. . 

IEBO (VEB=5V;IC=0) ............................................. . 

V(BR)CEO (lc = 10 mA; lB = 0) . . . . . . ............................. . 
h21E (VCE = 1 V; IC = 10 mA) ......................................... . 

h2le 

VCE sat 

VBE sat 

C22b 

C22b 

tr 
ton 

toff 
t s 

'VCE= 15V;IC= 1OmA:f= 100MHz). ........................ . 

(lC= 1OmA;--IB= 1 mA) ........................................ . 
(lC = 10 mA ; - lB = 1 mA) .............................. . 

(VCB=10V;f=lMHz) .................................... . 

(VCB= 5V:f= 1 MHz) .......................................... . 

(VCE= 10V;IC= 10mA) ........................................ . 

(lC = 10 mA: IB I = 3 mA; - IB2 = 1 mA) .......................... . 

(lC= 10mA: IB I =3mA;-IB2 = 1 mA) .......................... . 
(lC=IB I ··-IB2 = 10mA;-Vcc = 10V;-RL= 1 ku) ............... . 

-=Fi--

2 N 706 

max 10 
max 

min 

min 20 
max 

min 2 
max 0,6 
min 
max 0,9 
max 6 
max 

min 200 
max 

max 

max 60 

R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 
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transistor au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN 2N 708 

Transistor NPN planar épitaxial, en boîtier JEDEC TO-IS. destiné principalement aux circuits de commutation 

très rapide et à l'amplification en VHF. 

caractéristiques principales 

VCDO ' ..... , ................... max 40 V 

VCEO ' ......................... max 15 V 

h 21E (VCE = 1 V: le = \0 mA) ....... { min 30 
max 120 

Ptot (Tamb = 25 OC) ............. max 360 mW 

fT (VCE = 10 V; IC = 10 mA) ..... min 300 MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VCBO ' ......................... max 40 V 

VCEO ' ......................... max IS V 

VCER (RD < 10 a) ................ max 20 V 

VEDO .......................... max SV 

brochage (Dimensions en mm) 

gq"max,~ 

f=::J 

5,3max~147,J.. 
Boîtier JEDEC TO-18. 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

ICM ......................... max 500 mA 

Ptot (Tamb = 2S OC) ............. max 360 mW 

Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6S à + 200 Oc 
Tj ........................................................................ max 200 Oc 
~j-amb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,48 °C/mW 

~j-<: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,145 °C/mW 
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caractéristiques nj 25 °Cl 

ICl30 (V CR = 20 v; lE = 0) ...................................................... . max 25 nA 

1('130 (VCB = 20 V; lE = 0; Tj = 150 OC). . .. . . . . .. . .. . .. .. . ........................ max 15 JlA 

ICEX (VCE = 20 V; VBE = 0,25; Tj = 125 OC) ......................................... max 10JlA 

IEBO (VEB = 4 V; le = 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................................ max 0,1 JlA 

h 21E (VeE = 1 V; le = 0.5 mA) 

h 21E (VCE = 1 V; le = 10 mA) 

h 211:. (V CE = 1 V; 1 C = 1 0 mA; Tj = - 55 ° C) . . . . . . '. . . 

VCEsat (IC = 10 mA; lB = ImA) .................. . 

VCEsat Oc = 7 mA; lB = 0.7 mA; Tj = - 55 à + 125 oC) .. . 

min 15 

{ min 30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 120 

min 15 

max 0,4 V 

max 0,4 V 

V Bl:.sat (1 (' = \0 mA: 1 B = 1 mA) ........................ " ...... {~: ~:~~ ~ 

V ( 1 7 \ 1 0 7 \ 1· -"" () (' ). . BEsat C = 111/: 13 = , 111/ ; j = .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,9 V 

VCEOsust 0(' = 30 mA; 113 = 0) ..................................................... min 15 V 

VCERsust (IC = 30 mA; RBE ";;; 10 Sl) .................... , ........ , ......•........... min 20 V 

fT (VCE = 10 V; le = 10 mA) ................................................... min 300 MHz 

Cc (VCB = 10 Y; lE = le = 0; f = 1 MHz) ............................................. max 6 pF 

Tll e (VCE = 10 Y; IC = 10 mA; f = 300 MHz) .. .. . . .. . .. . .. . . .. . . .. .... .. .. . . . .. . .. . .. max 50 il 

t s (lc = lB. = IB2 = 10 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 25 ns 
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montage de mesure 

V 1 

A 
890n 

91fl 

lOiJF :4: 1 
+IOVo-I-J 

Impulsion d'entrée: largeur t ;;;. 400 ns; fi 

Impédance de la source : Rs = 50 n. 
Caractéristiques de l'oscilloscope : 
tr < 1 ns; entrée à haute impédance. 

-.Fi __ 2N 708,Page 3/4 

v, °L -10: ----
+6V 

o ----~
Poin/A 

1 

~ Vo i 
: --' --KW. 

~-

..;;; 0,02; t r ";;; 1 ns. 

213 



2N 708,Page 4/4 

R.productlon autorisée sous réserve d'Indication compléte de l'origine R.T.C. - La Radlotechnlqu.Compalec. 

SC 1785-12-1970 

-=Fi--
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICRŒlECTRONIOUE 1 TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATERIAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ~lECTRONIOUE GRAND PUBUC 

CONDENSATEURS R~SISTANCES - MOTEURS 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TtLlPHONE: (1) 355.44 .•• 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES: CAEN - DREUX - ~VREUX - J~-lES-TOURS - SURESNES - TQlJRS 
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.C. PARIS B 872 042 470 



transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN 
~ 

2N 743 
2N 744 

Transistors NPN au silicium, en boîtier JEDEC TO-18, destinés aux circuits de commutation rapide en régime 

saturé et à J'amp1ification en RF. 

caractéristiques principales 

V CBO' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 20 V 

V CEO' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 12 V 

h 21E (VCE = 0,35 V; le = JO mA; 

TJ. = 25 OC) ..... {2N743 
2N744 

min max 

20 
40 

60 
120 

IC .......................... max 200 mA 

Ptot (Tamb = 25 0C) .............. max 0,3 W 

fT (VCE = 10 V; IC = JO mA) ..... min 300 MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VCBO ' ......................... max 20 V 

V CEO' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 12 V 

V EBO .......................... max 5 V 

brochage (Dimensions en mm) 

Boîtier JEDEe TO-18. 

Collecteur relié au boitier. 

Accessoi res : 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

IC .......................... max 200 mA 

Ptot (Tamb = 25 OC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,3 W 

Tstg ................................................................... - 65 à + 17500 e 
Ti ........................................................................ max 175 Oc 
Rthj-amb' . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................................. 0,5 °C/mW 

Rthj-c .................................................................... 0,15 0 C/mW 
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caractéristiques n j = 25 OC] 
min max 

ICBO (VCB = 20 V; lE = 0) ...................................... . pA 

ICES (VCE = 20 V; VBE = 0) .................................... . pA 

ICES (VCE = 20 V; VBE = 0; Tj = 170 OC) .......................... . 100 J.LA 
, (V .. - 10 V· V- 035 V· T - 100°C) . CEX CE - , BE -, , j - ...................... . 30 pA 

lEBO (VEB = 5 V; IC = 0) ...................................... . 10 pA 

h 21E (VCE = 0,25 V; 'e = 1 mA) ............................ {;~~:! 10 
20 

h2iE(VCE=O,35V;IC =lOmA;Tj =25 oC) .................. {;~~:! 20 60 
40 120 

h 21E (Ver = 0,35 V; Ic = 10 mA; TJ = -- 55 oC) ................ {;~~:! 10 
20 

h 21E (VCE = 1 V; IC = 100 mA) (1) ......................... {;~~!! 10 
20 

VCEsat (lC = 10 mA; 'B = 1 mA; Tj = 170 OC) ...................... . 0,35 V 

VCEsat (lc = 100 mA; 'B = 10 mA; Tj = 170 OC) (1) ................... . V 

VBEsat (le = 10 mA; 'B = 1 mA) ................................ . 0,65 0,85 V 

VBEsat (lC = 100 mA·'B = 10 mA) (1) .............................. . , ,5 V 

VBEsat (le = 10 mA; 'B = 1 mA; Tj = - 55 OC) ..................... . 1,1 V 

VBEsat (le = 100 mA; 'B = 10 mA; Tj = - 55 °C)(I) ................... . 1,6 V 

VCEOsust (lc = 10 mA; 'B = 0) (1) ................................ . 12 V 

fT (VCE = IOV;I C = 10mA) .................................... . 
( 

300 MH2 

Cc (VCB = 5 V; lE = 1(= 0; f= , MHz) 5 pF 

Comportement en régime transitoire 
2N743 2N744 

t", (le = lB I = - lB2 = 10 mA) (fig. 1) ............................ max 14 18 ns 

td + tr (conditions 1) (fig. 2) ................................... max 16 16 ns 

td + tr (conditions II) (fig. 2) ................................... max 12 12 ns 

ts + tf (conditions I) (fig. 2) ................................... max 24 24 ns 

ts + tf (conditions II) (fig. 2) ................................... max 40 45 ns 

(1) Mesuré en impulsions (largeur d'impulsion = 300 j.lS; /) "2 % ). 
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Conditions de mesure 

td + tr ts + tf 

le IB1 Vee Rl-Rl R3 R.. Rs - VBB - VBE VI VBB - I B1 - VI 

(mA) (mA) (V) (il) (il) (il) (il) (V) (V) (V) (V) (mA) (V) 

1 10 3 3 3,3 k 50 220 0 3 1,5 15 12 1,5 15 

II 100 40 6 330 56 0 1 k 4,5 2,4 20 15,3 20 20 

montages de mesure 

° ----r .6V------t 'O"lo 

-IOVuu n \ :; _,:--~ ~ ~.lo.,---------V...;..;-
1 
1 
1 
1 
1 , 

Vi u----.\---TO% 
° --S-...o!l, .:-.:-----{: 10% . V· 1 

1 -!-: ------~,.:-.: ~I~/. 
:. '5 ~ 

500/1 ~>r---'~V-~-t~ 
Vi (or ...... ~II--.... ..JofV'MN~+-t o.I~F Ikll Va 

56/1 500/1 

+ 
11V 10V 

Fig. 1. 

(1) Signal à l'entrée: tr <; 1 ns; largeur d'impulsion ~ 300 ns; 6 = 2 Ofo. 

, 
1 , 
, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ,. 

(1) 

V· 1 

R3 

'd·', 

R, 

\_-_-J~ .. 
1 , .' 

Fig. 2. 

~-Va 

-+---j]~% 
, 

1 '5·'( .. l, 
1'" 

5011 

217 



2N 743-744,Page 4/4 

Reproduction autorisée sous réserve d'indication complète de l'origine R.T.C. - La Radiotechnique-Campelec. 

SC 1798-12-1970 

·=Fa--
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICROÉLECTRONIQUE 1 TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MAttR1AUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ÉLECTRONIQUE GRAND PUIIUC 

CONDENSATEURS RÉSISTANCES - MOTEURS 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - T~LtPHONE : (1) 355_44_1111 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES: CAEN - DREUX - ÉVREUX - JOUÉ-LES-TOURS - SURESNES - TOURS 
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.C. PARIS B 672 042 470 



transistor au silicium 
planar épitaxial 

NPN 2N 914 

Transistor NPN planar épitaxial, en boîtier JEDEC TO-18, destiné principalement aux circuits de commutation 

très rapide et à l'amplification en VHF. 

caractéristiques principales 

VCBO ' ......................... max 40 V 

VCEO .......................... max 15 V 

h 2lE (VCE = 1 V; IC = 10 mA) ...... ~ :: l~g 

ICM (tmax = 10 ilS) . ............. max 500 mA 

Ptot (Tamb = 25 OC) ............. max 360 mW 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VCBO ' ......................... max 40 V 

VCER (RBE:E;; 10 il) ............... max 20 V 

V CEO' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 1 S V 

V EBO' ............... , . . . . . . . .. max 5 V 

brochage (Dimensions en mm) 

gO,I.8 max---, 
1 

+ p 

~ 

'~3max~'2,7min-l.-
Boîtier JEDEC TO-18. 

Le collecteur est réuni au boîtier. 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

lCM (tmax = 10 ilS) . . . . . . . .. . ... max 500 mA 

Ptot (Tamb = 25 OC) ........................................................... max 360 mW 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 65 à + 200 ° C 

Tj ........................................................................ max 200 Oc 

~j-arnb' ................................................................. , 0,48 °C/mW 

Rthj-c .................................................................. , 0,145 °C/mW 
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caractéristiques n j = 25 °Cl 
min 

ICBO (VCB = 20 V; lE = 0) ...................................... . 

ICBO (VCB = 20 V; lE = 0; Tj = 150 oC) .......................... . 

ICEX (VCE = 20 V; vBE = 0,25 V; Tj = 125 OC) ...................... . 

IEBO (VEB = 4 V; IC = 0) ...................................... . 

h 21E (VCE = 1 V; IC = 10 mA) ................................... . 30 

h 21E (VCE = 5 V; IC = 500 mA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

h 21 E (V CE = 1 V; 1 C = 10 mA; Tj = - 55 ° C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

VBEsat (lc = 10 mA; lB = 1 mA) .................................. . 0,7 

V CEsat (lc = 200 mA; lB = 20 mA) ................................ . 

VCEsat (lc = 10 mA; lB = 0,1 à 2 mA; Tj = - 55 à + 125 oC) ............. . 

h 21e (VCE = 10 V; IC = 20 mA; f = 100 MHz) ........................ . 3 

Ce (VCB = 10 V; lE = le = 0; f = 1 MHz) ............................ . 

Ce (VEB = 0,5 V; IC = le = 0; f = 1 MHz) 

Comportement en régime transitoire 

(lc = 200 mA; lB! = 35 mA; - IB2 = 25 mA) 

ton (voir montage de mesure) ....................................... 1 

toff (voir montage de mesure) ...................................... . 

montage de mesure 

V, 

(1 C = 200 mA; V CC = 5 V 

IBl = 35 mA; - IB2 = 25 mA) 

4V .. 

-=Fi--
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pF 
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transistors au silicium 
planar 

NPN 

~ 
2N 1613 
2N 1711 

Transistors NPN au silicium planar, en boîtier JEDEC TO-39, destinés à de nombreuses applications en commutation 
rapide et en amplification RF. 

caractéristiques principales 
VCBO ' ......................... max 75 V 

VCER (RBE < 10 il) ............... max 50 V 

h21E (VCE = 10 V ; 

{
2N1613 

IC = 150 mA). . . . . .. 2 N 1711 

F (V CE = 10 V ; IC = 0,3 mA ; 

R = 510 il ; B = 200 Hz). {2N 1613 
s 2NI711 

typo 62 
typo 135 

typo 4,8 dB 

typo 3,5 dB 

ICM ............................ max 0,5 A 

Ptot (T amb = 25 oC) ................ max 0,8 W 

f. (V =IOV;1 =50mA). {2N 1613typ.127MHz 
T CE C 2N1711typ.135MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
Uimites absolues) 

VCBO .......................... max 75 V 

VCEO .......................... max 30 V 

VCER (RBE < 10 il; IC = 100 mA) .... max 50 V 

VEBO .......................... max 7 V 

~rochage (Dimensions en mm) 

Boîtier JEDEC TO-39 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

'56218 : matériel de fixation 
'56245 : disque d'isolement 

le . . .. ...................... max 0,5 A 

ICM ............................ max 1 A 

Ptot (Tamb ..;;; 25 OC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,8 W 

Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............ - 65 à + 200 Oc 
Tj .................................................... . ................ , max 200 Oc 
~j-amb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... 220 °C/W 

~i-c ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58 °C/W 
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caractéristiques (1',\lno 2') oC) 

ICBO (VCB = 60 V; lE = 0) ........................... . {typo 
max 

lCBO (VCB = 60 V; lE = 0; T amb = ISO oC) ......... , .... . max 

IEBO (VEB = 5 V; IC = 0) ........................... . max 

IEBO (VEB = 5 V; IC = 0; T amb = ISO oC) .............. . max 

h 21E (VCE = 10 V; IC = 0,1 mA) {min 
typo 

h 21E (VCE = 10 V; lC = 10 mA) (1) { min 
typo 

h 21E (VCE = 10 V; lC =10 mA; Tamb = - 55 oC) .......... . min 

h 21E (VCE = 10 V; IC = 150 mA) (1) r" typo 
max 

h 21E (VCE = 10 V; lC = 500 mA) (1) {min 
typo 

VBE (VCE = 5 V; lC= 1 mA) ........................ . max 

Ce (V CB = 10 V; lE = le = 0) ......................... 0 
max 

Ce (VEB = 0,5 V; lC = le = 0) ...... 0 ••• 0 •••••••••• 0 0 0 0 0 max 

fT (V CE = 10 V; IC = 50 mA) 0 ••• 0 • 0 • 0 ••••••••••• 0 • 0 ••• 
{min 

typo 

F (VCE = 10 V; lC = 0,3 mA; Rs = 510 n; B = 200 Hz; 
f = 1 kHz) ......... 0 •••• 0 •• 0 • 0 • 0 • 0 • 0 0 •• 0 ••• 0 • 0 • 0 fYPo 

max 

Comportement en régime transitoire (voir montage de mesure) 

ttot = td + tr + tf' . . 0 • • • • • • 0 0 • • • 0 • • • • • • • • 0 • • 0 • • 0 • • o. max 

(1) Mesuré en impulsions pour éviter toute dissipation excessive; t p < 300 I-'S; li < 1 010' 
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2 
10 

10 

10 

5 

20 
32 

35 
73 

20 

40 
62 

120 

21 
4. 

O,~ 

25 

80 

60 
127 

4,8 
12 

30 

2N 1711 

2 
10 

10 

5 

5 

35 
76 

75 
148 

35 

100 
135 
300 

40 
80 

0,9 

25 

80 

70 
135 

3,5 
8 

30 

nA 
nA 

p.A 

nA 

p.A 

V 

pF 

pF 

MHz 
MHz 

dB 
dB 

ns 
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Paramètres petits signaux 

à V CB = 5 V; - lE = 1 mA; f = 1 kHz 2N 1613 

h11b · ........................................... . {ntin 24 
max 34 

h l2b · ........................................... . max 3 

h22b · ........................................... . {min 0,1 
max 0,5 

à V CB = 10 V; - lE = ') mA; f = 1 kHz 

h llb · ............................................ {:~~ 4 
8 

h l2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 3 

h 22b ............................................ {~~ 0,1 
1 

h 21e (VCE = 5 V; lC = 1 mA) .......................... {min 
max 

30 
100 

h 21e (VCE = 10 V; IC = 5 mA) ......................... . { ntin 
max 

35 
130 

montage de mesure 

B Ikn +~~~ 
vA ..J 

-IV 1 , 
1 
1 

2N 1711 

24 
34 

5 

0,1 
0,5 

4 
8 

5 

0,1 
1 

50 
200 

70 
300 

L 
1 
1 
1 

n 
n 
10-4 

pA/V 
pA/V 

n 
n 
10-4 

pA/V 
pA/V 

Oscilloscope 

Ri=SOn 

tr =0,' ns 

+20V------- 1 -- -- - ---,- - --- -- --- - ---

! -SOV 

C" .. 
o .... 

!+20V 

10%t-
1 

1 

-- -- ---+- -------
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 t 

l 90~ 1 1 
1 1 • 1 1 

+18V-----.l.-t--- .... "'-~ 1 
1 1 1 1 

S~al d'entrée : 

t = 15 ns 

tr = 1 ns;6 = 0,02. 

1 1 1 1 1 

~d+--tr~ :.--t,_---: 
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courbes caractéristiques 

/0 / 

) 

VC8=60V 

l' l' 
/ 

! 
, 

1 

.1 

3 Il 
50 

224 

10 

1 1 

1 i 
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l. Aire de fonctionnement pour toute condition de polarisation de base. 

II. Aire additionnelle de fonctionnement quand le transistor est bloqué et RB < 10 n. 
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transistor au silicium 
pl anar 

NPN 2N 1893 

Transistor au silicium NPN, en boîtier JEDEC TO-39, destiné aux usages généraux dans les cir
cuits d'amplification, d'oscillation ou de commutation. 

caractéristiques principales 

VCBO ......................... max 120 V 

VCER (RBE OS;;; 10 n) .............. max 100 V 

h 21E (VCE = 10 V; lC = 10 mA) ........ min 35 

Ptot (Tamb OS;;; 25 OC) . . . . . . . . . . . . .. max 0,8 W 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites absolues) 

VCBO ......................... max 120 V 

VCER (RBE OS;;; 10 n) .............. max 100 V 

VCEO ......................... max 80 V 

VEBO ......................... max 7 V 

brochage Dimensions en mm 

Boîtier TO-39 (collecteur relié au boîtier) 

_ 9.4_ 
max 

--0= + 
t =-0.48 

+max 
8.5 = 

max 

L = 

L 6.6 __ 1 __ - 12.7 __ 1 

max min 7l'59322 

Accessoires: 56218 matériel de fixation 
56245 disque d'isolement 

IC .......................... max 500 mA 

Ptot (Tamb OS;;; 25 OC) ........................................................... max 800 mW 

Tstg .................................................................... - 65 à + 200 Oc 
Tj ........................................................................ max 200 Oc 
~hj-amb .................................................................... 219 0 cl W 

~hj-c .................................................................... 58,3 o c/w 

caractéristiques n amb = 25 DC) 
min 

ICBO (VCB = 90 V; lE = 0) ...................................... . 

lCBO (VCB = 90 V; lE = 0; Tamb = 150 OC) ......................... . 

lEBO (VER = 5 V; le = 0) ...................................... . 

max 

10 

15 

10 

nA 

#lA 

nA 
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min max 

V( BR)CBO (lC = 100 flA ; lE = 0 .............................. . 

VCER sust (IC = 100 mA; RBE ~ 10 n) ......................... . 

VCEO sust (IC = 30 mA; lB = 0) .............................. . 

V(BR)EBO (lE = 100 flA; IC = 0) ............................... . 

120 

100 

80 

7 

h 21E (VCE = 10 V; IC = 0,1 mA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

h21E (VCE = 10 V; IC = 10 mA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

h21E (VCE = 10 V; IC = 10 mA; Tamb = - 55 oC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

h21E (VCE = 10 V; IC = ISO mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

VCEsat (lc = 150 mA; 18 = 15 mA) ................................ . 

VCEsat (lc = 50 mA; 18 = 5 mA) ................................. . 

V8Esat (lc = ISO mA; 18 = 15 mA) ................................ . 

V8Esat (lc = 50 mA; 18 = 5 mA) ................................. . 

Ce (V C8 = 10 V; lE = le = 0) .................................... . 

Ce (VE8 = 0,5 V; IC = le = 0) .................................... . 

Paramètres petits signaux (en montage base commune) 

à V CE = 5 V; le = 1 mA; f = 1 kHz 

h llb ................................................ . 

h l2b ................................................ . 

à V CE = 10 V; le = 5 mA; f = 1 kHz 

hl lb ................................................ . 

Paramètres petits signaux (en montage émetteur commun) 

h2Je (VCE = 5 V; Ic = 1 mA; f = 1 kHz) .................... . 

h21e (VCE = 10 V; IC = 5 mA; f = 1 kHz) .................... . 

min 

20 

4 

30 

45 

h21e (VCE = IOV; IC = 50 mA; f = 20 MHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 

typo 

1,25 

0,5 

l,50 

0,5 
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120 

5 

1,2 

1,3 

0,9 

15 

85 

max 

30 

8 

100 

n 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

pF 

pF 

10-4 

IlA/V 

n 
10-4 

IlA/V 



transistors au silicium ~ 
planar épitaxial 2N 2218 _ 

NPN 2N 2219-
2N 2218 A 
2N 2219 A 

Transistors NPN au silicium planar épitaxiaux, en bofticr JEDEC TO-39, destinés principalement aux circuits de 
commutation rapide de puissance moyenne, aux amplificateurs continus et RF. 

caractéri stiq ues pri ncipales 

2N2218 2N2218 A 
2N2219 2N2219 A 

YCHO " ..................... max 60 75 

IC ........................... max 0,8 0,8 

Ptot(Tamb~25°C) ............ max 0,8 0,8 

2N2218 
2N2218 A 2N2219 

h21E (YCE = 10 Y, IC = 150 mA) .. min 

fT (YCE = 20 Y, IC = 20 mA) ..... min 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites absolues) 

40 

250 

YCHO ............................................. max 

YCEO .............................................. max 

VEHO _ ............................................. max 

IC ............... - ........ - ......................... max 

P tot (T amb ~ 25 oC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 

Tstg .................................... " ......... . 
min 

max 

Tj ................................. _ ................ max 

Rthj-amb ............................................... . 

Rthj_c ............................... - ............... . 

100 

250 

2N2219 A 

100 

y 

A 

W 

300 MHz 

brochage 

Boîtier JEDEC TO-39. 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

56218 : matériel de fixation 

56245 : disque d'isolement 

2N2218 2N2218A 
2N2219 2N2219 A 

60 75 Y 

30 40 Y 

5 6 Y 

0,8 0,8 A 

0,8 0,8 W 
_ 65 _ 65 oC 

+200 +200 oC 

175 175 oC 

0,19 0,19 °C/mW 

0,05 0,05 °C/mW 
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caractéristiques n. 
J 

25 oC] 

'('130 (V CH = 50 V : 'E = 0) ................ . 

'('130 (VCB = 50 V: 'E = 0; Tamb = ISO OC) .. . 

'CBO (V CB = 60 V : 'E = 0) ................ . 

'CBO (V CB = 60 V : '1: = 0 : T amb = ISO OC) .. . 

'EBO (V EB = 3 V: le =0) ................. . 

Y( BR)CBO(IC = 10 !lA ; lE = 0) ....... . 

Y( BR)CEO(IC = 10 mA; lB = 0) ....... . 

Y(BR)EBdIE = lO!lA; lC = 0) ....... . 

VBEsat(IB = 15 mA; IC = ISO mA)(I) 

V BEsat (lB = 50 mA : IC = 500 mA)( 1) 

max 

max 

max 

max 

max 

min 

min 

min 

max 

max 

VCEsat(IB=15mA :'C=150mA)(I) ....... jmin 
l max 

VCEsat(lB=50mA ;'e=500mA)(I) ....... max 

2N2218 
2N2219 

10 

10 

10 

60 

30 

5 

1,3 

2,6 

0,4 

1,6 

2N2218 A 
2N2219 A 

nA 

JlA 

10 nA 

10 pA 

10 nA 

75 V 

40 V 

6 V 

1,2 V 

2 V 

0,3 V 
0,6 V 

V 

2N2218 2N2218 A 2N2219 

h21E (VCE = \0 V: IC = 100 pA) ............ min 

h21E (VCE = 10 V: le = 1 mA) ............. min 

h21E (VCE = 10 V; IC = 10 mA). ..... .. ..... min 

{ min 
h2IE(VCE=IOV;IC=150mA)(I) ........ max 

h2IE(VCE = 10 V; IC = 500 mA) (1) ......... min 

h2IE(VCE=IV;IC=150rnA)(I) ......... min 

fT (V CE = 20 V ; IC = 20 mA ; f = 100 MHz .... { 7;; 
C c (Y CB = 10 V ; 1 E = le = 0 ; f:= 100 kHz . max 

Re (h II e) (V CE = 20 V ; 'C = 20 mA ; 

f = 300 MHz) 

1 typ 
l max 

(1) Mesuré en impulsions· Durée de l'impulsion ~ 300 jlS ; 6 .;;;; 2 <>fo 

20 

25 

35 

40 
120 

20 

20 

250 
300 

8 

15 
60 

·.Fi--

20 35 

25 50 

35 75 

40 100 
120 300 

25 30 

20 50 

250 250 
350 

8 8 

15 15 
60 60 
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2N2219 A 

35 

50 

75 

100 
300 

40 

50 

300 MHz 
MHz 

8 pF 

15 il 
60 il 



transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN 2N 2221 
2N 2222· 

• 2N 2221 A 
2N 2222 A 

Transistors NPN au silicium planar épitaxiaux, en boîtier JEDEC TO-18, destinés principalement aux circuits de 
commutation rapide de puissance moyenne, aux amplificateurs continus et RF. 

,----------------------------------------------------------, 
caractéristiques principales 

VCBO ........................ max 

IC ........................... max 

Ptot (T amb ~25 oC) ............ max 

h21E (V CE = 10 V ; IC = 10 mA . min 

fT (V CE = 20 V ; IC = 20 mA) .... min 

2N2221 
2N2222 

60 

0,8 

0,5 

2N2221 A 
2N2222 A 

75 

0,8 

0,5 

2N2221 2N2222 
2N2221 A 

35 75 

250 250 

2N2222 A 

75 

V 

A 

W 

300 MHz 

brochage 

.... ~4 .. ~~ 

'J_-t~,l 
Boîtier JEDEC TO-I8. 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

56246 : di sque d'isolement 

56263 : clip refroidisseur 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VCBO··································.· ... · ................... max 
VCEO .......................................................... max 

VEBO ........................ , ................................. max 

IC ............................................................. max 

Ptot (Tamb ~25 OC) ............................................... max 

Tstg ' .......................................................... {= 
Tj .............................................................. max 

Rthj-amb ............................. '" .......................... " 
Rthj_c .. " ............................ , ...... '" .. " .•.. , .•....•.. 

2N2221 
2N2222 

60 

30 
5 

0,8 

0,5 
_65 

+200 
175 
0,3 

0,083 

2N2221 A 
2N2222A 

75 V 

40 V 
6 V 

0,8 A 
0,5 .w 

_65 

+200 
oC 

175 oC 

0,3 °C/mW 
0,083 OC/mW 
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caractéristiques [l j = 25 OC] 

ICBO (V CB = 50 V ; lE = 0) .................................. max 

ICBO (VCB = 50 v; lE =0; Tamb = 150 OC) .................... max 

ICBO (V CB = 60 V ; 1 E = 0) .................................. max 

ICBO (VCB =60 V; lE =0; Tamb = 150 OC) .................... max 

IEBO (VEB =3 V; IC =0) ................................... max 

V( BR)CBO( IC = 10 !lA ; 1 E = 0) ......................... min 

V( BR)CEO( IC = 10 mA; lB = 0) ......................... min 

V( BR)EBoC 1 E = 10 !lA ; IC = 0) ......................... min 

VBEsat (lB = 15 mA; IC = 150 mA)( 1) ......................... max 

VBEsat(IB=50mA ;IC =500mA)(l) ....................... , ma.x 

VCEsat (lB = 15 mA; IC = 150 mA)(I) ...................... . {
max 

mm 

VCEsat (IB = 50 mA; IC = 500 mA) (1) ........................ max 

h21E (VCE = 10 V; IC = 100 p.A) .................... min 

h21E (VCE = 10 V; IC = 1 mA) ...................... min 

h21E (VCE = 10 V; IC = 10 mA) ..................... min 

h21E (V CE = 10 V; IC = 150 mA) (1) ................ { min 
max 

h21E (VCE = 10 V; IC = 500 mA) (1) ................. min 

h2IE(VCE=1 V;IC =150mA)(I) .................. min 

fT (V CE = 20 V ; IC = 20 mA) (1) .................... min 

Cc (VCB = IOV; lE =Ie =0; f = 100 kHz) .......... max 

RI" (hIle) (V CE = 20 V ; IC = 20 mA; f = 30() MHz) (2) 

(1) Mesuré en impulsions - Durée de l'impulsion';;; 300 f.lS ; ô .;;; 1 <10. 
(2) Composante réelle de l'impédance d'entrée. 

max 

2N2221 

20 

25 

35 

40 

120 

20 

20 

250 

8 

60 

-·Si--

2N2221 2N2221 A 
2N2222 2N2222 A 

10 

10 

10 

10 

10 10 

60 75 

30 40 

5 6 

1,3 1,2 

2,6 2 

OA 0,3 

0,6 

1,6 

2N2221 A 2N2222 

~O 35 

25 50 

35 75 

40 100 

120 300 

~5 30 

20 50 

250 250 

8 8 

60 60 
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nA 

!lA 

nA 

!lA 

nA 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

2N2222 A 

35 

50 

75 

100 

300 

40 

50 

300 MHz 

8 pF 

60 n 



transistors au silicium 
planar épitaxial 

NPN 
~ 

2N 2368 
2 N 2369 

Transistors NPN au silicium pl anar épitaxiaux, en boîtier JEDEC TO-18, destinés à la commutation rapide et à 

l'amplification VHF. 

caractéristiques principales 

VCBO .......................... max 40 V 

ICM ......................... max 500 mA 

Ptot (T amb ..; 25 OC) ............. max 360 mW 

h21E (VCE = 2 V; IC = 100 mA) {2 N 2368 min 10 
2 N 2369 min 20 

f (V = IOV;I = 10 mA) {2N 2368 min 400 MHz 
T CE C 2 N 2369 min 500 MHz 

ts (lc = lB = lB = 10 mA) {2N2368 max 10 ns 
1 2 2 N 2369 max 13 ns 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues] 

VCBO .......................... max 40 V 

VCEO .......................... max 15 V 

VEBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 4,5 V 

VCES (VBE = 0) .................. max 40 V 

brochage (Dimensions en mm) 

RfOJ.8max~ 
1 

1 

~ 
9 

5,3max~'~7min ~ 
Boîtier JEDEC TO-18. 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

ICM ......................... max 500 mA 

Ptot (Tamb = 25 0C) ........................................................... max 360 mW 

Tstg .................................................................... - 65 à + 200 Oc 
Tj ........................................................................ max 200 Oc 
Rthj-amb. . . . . . .. .......................................................... 0,48 °CjmW 

o 14') °CjmW 
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caractéristiques [J. 
J 

25 OC] 

lCBO (VCB = 20 V; lE = 0) .............. " ...................... . 

ICBO (VCB = 20 v; lE = 0; Tj = 150 0C) ............................ . 

VCBOsust(IC = 10 p.A; lE =0) .................................. . 

VCEOsust(IC = 10 mA; lB = 0) .................................. . 

VCERsust(IC = 10 mA; RBE~ 10 il) .............................. . 

VEBOsust (lE = 10 p.A ; IC = 0) . . . . . . . . . .. . ..................... . 

h 11E (Ver: = 1 V; lC = 10 mA) ........................... { 2N2368 
~ 2 N2369 

h"'IE (V[E = 2 V; IC = 100 mA) ........................... { 2N2368 
"'" 2N2369 

h 21E (VCE = 1 V; lC = 10 mA; T j = - 55 OC) ............. { i~i~:: 

VCEsat (lc = 10 mA; lB = 1 mA) .................................. . 

VBEsat (lc = 10 mA; lB = 1 mA) .................................. . 

fT (VCE = 10 V; Ir = 10 mA) ............................. { 2N2368 
. 2N2369 

Comportement en régime transitoire 

à IC = 10 mA; lB = 3 mA 

ton (-VBE = 1,5 V) ........................................... . 

ton (-IBM = 1,5 mA) .................................... { i~ i~:: 

ts ' ................................................. { i~i~:: 

234 

min 

40 

15 

20 

4,5 

20 

40 

10 

2U 

10 

20 

0,7 

400 

500 

max 

0,4 

30 

60 

120 

0,25 

0,85 

4 

12 

15 

18 

10 

13 

J.l.A 

J.l.A 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

MHz 
MHz 

pF 

ns 

ns 
ns 

ns 
ns 



montages de mesure 

Mesure du ts 

A 

0,1 iJF saon 890n D,IIlF Ikn 
~ 

s6n saon 91n 
Vo 

Vi 
12,SnF 2,SnF 

0 Li: ':±J 
+l1V +IOV 

Caractéristiques de l'impulsion : tr < 1 ns; tp > 300 ns; 0 < 2 % 

Caractéristiques de l'oscilloscope: Ri = 50 n; tr < 1 ns 

Mesure du ton et du toff 

3,3kn 220 n O,IEJF 
r--<> 

son 3.3 kil son 

li; Vo 

:1J 
+3V 

Caractéristiques de l'impulsion: tr < 1 ns; tp > 300 ns; 0 < 2 % 

Caractéristiques de l'oscilloscope : Ri = 50 n ; tr < 1 ns 

V BB = - 3 V pour la mesure du ton 

= + 12 V pour la mesure du toff 

Vi 

a 

o 

-la V ---------"------

+6V --..... , 

1 
1 
1 

a ------~ 
Point A 1 

1 

-4 V ----~--:--"-----
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

_ __ J..I ----'1 -- - 10 % 
1 : 

--!--- t s -t+-

a _ ---10% 
1 
1 

Vi : 
1 
1 
1 

-15 V --~-- -"-----

1 1 
1 t 1 
~- on--+1 

\ 
1 
1 
1 
1 
1 

Vo 1 
1 
1 
1 
1 

90%--

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 
1 \ 

14--- toff~ 
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transistor au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN 2N 2369 A 

Transistor NPN au silicium planar épitaxial, en boîtier JEDEC TO-18, destiné à des applications de comnutation 

rapide et à l'amplification VHF. 

caractéristiques principales 

VCBO ' ......................... max 40 V 

VCEO ' ......................... max 15 V 

ICM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 500 mA 

Ptot (Tamb ~ 25 OC) ............. max 360 mW 

h 21E (VCE = 1 V; IC = 10 mA) ....... {min 40 
max 120 

fT (VG~ = 10 V; IC = 10 mA) . . . .. min 500 MHz 

ts (lc = lB = - IBM = 10 mA). . . . . .. max 13 ns 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues] 

VCBO ' ......................... max 40 V 

VCEO ' ......................... max 15 V 

VCES (VBE = 0) .................. max 40 V 

VEBO ' ........................ max 4,5 V 

brochage (Dimensions en mm) 

Boîtier JEDEC TO-18. 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoi res : 

56246 : disque d'isolement 
56263 : clip refroidisseur 

IC .......................... max 200 mA 

ICM (t = 10 ilS) . ................ max 500 mA 

Ptot (Tamb ~ 25 OC) ........................................................... max 360 mW 

Tstg .................................................................... - 65 à + 200 Oc 
Tj ........................................................................ max 200 Oc 
~hj-amb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,48 °C/mW 

~hj-c ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,145 °C/mW 

237 



--S'-- 2N 2369A,Page 2/4 

caractéristiques n. 
1 

25 oC] 

ICES (VCE = 20 V; VBE = 0) .................................... . 

ICBO (VCB = 20 V; lE = 0; Tj = 150 oC) ............................ . 

IBEX (VCE = 20 V; VBE = 0) .................................. . 

min 

VCEO ' ~t CIc = 10 mA ; lB = 0) .................................. 15 ," sus 

h 21E (VCE = 1 V; IC = 10 mA) (1) .. . . .. .. . . .... .. . . .. .. .. . . .. . . . . . 40 

h 21E (VCE =0,4 V; IC = 30 mA) (l). .... .... .. ...... ............ ... 30 

h 21E (VeE = 1 V; le = 100 mA) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

h21E (VCE = 1 V; IC = 10 mA; Tj =, 55 oC) (L). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 20 

VCEsat (le = 10 mA; lB = 1 mA) ................................. . 

VCEsat (lc = 30 mA; lB = 3 mA) ................................ . 

VeEsat (le = 100 mA; lB = 10 mA) ................................ . 

VeEsat (le = 10 mA; lB = 1 mA; Tj = 125 0C) ....................... . 

VBEsat (le = 10 mA; lB = 1 mA) ................................. . 

VBEsat (le = 30 mA; lB = 3 mA) ................................. . 

VBEsat (le = 100 mA; lB = 10 mA) ................................ . 

VBEsat (le = 10 mA; lB = 1 mA; Tj = 125 oC) ....................... . 

VBEsat (le = 10 mA; lB = 1 mA; Tj = - 55 OC) ...................... . 

Cc (VeB = 5 V; lE = le = 0 ; f = 140 kHz) ........................... . 

fT (VeE = 10 V; le = 10 mA) .................................... . 

ts (le = lB = - IBM = 10 mA) (fig. 1) .............................. . 

ton (- VBE = 1,5 V; le = 10 mA; lB = 3 mA) (fig. 2) ................... . 

toff(le = lOmA; lB = 3mA; - IBM = 1,5 mA) (fig. 2, .................. . 

(1) Mesuré en impulsions pour éviter toute dissipation excessive; t = 300 fJS; li < 0,01 0/0, 
p 
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montages de mesure 

Mesure de ts 

Caractéristiques de l'impulsion d'entrée tr ~ 300 ilS: fi ,,;;; :: % : tr ,,;;; 1 ns: Rs = 50 n. 

Caractéristiques de l'usLillusCllpe tr";; 1 rlS: Ri -c ~(l n 

A 

2,5nF 

':±J 
_/IV +IOV 

Mesure de ton et toff 

Caractéristiques de l'impulsion d'entrée: tp ~ 300 ns; {) ,,;;; 2 % ; tf ,,;;; 1 ns; Rs = 50 n. 

Caractéristiques de l'oscilloscope : tr ,,;;; 1 ns; Ri = 50 n. 

J3kl~ 220n O,lflF 

~\ t---o 

~ son 

~ 
son +16:,r Vo 

23nF 2.3nF 

5nF 5nF 0-- --10% 
1 

LEF o,~ Vo 

" fon VBB=-3V +3V 

fof! VeR = + 12 V 

: 

+6V 

, 
0----; 

POint A : 
-, V ___ l-_ "'---, , 

1 
1 
1 
l , 
1 - ---10% 

1 
1 1 n i4 ts 

...... --- foll 
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transistor au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN 2N 2410 

Transistor NPN au silicium planar épitaxial, en boîtier JEDEC TO-39, destiné à des applications de commutation 
à haut niveau de courant tel que la commande de tores magnétiques. 

caractéristiques principales 

VCBO .......................... max 60 V 

VCER (RBE = 10 [2) ............... max 40 V 

min 30 
h 21E (VCE = 10 V; IC = 10 mA) ..... { max 120 

ICM ......................... max 800 mA 

fT (VCE = 10 V; IC = 50 mA; 

f = 100 MHz) . . . . . . . . . . . . . .. min 200 MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues] 

VCBO ' ......................... max 60 V 

VCEO ' ......................... max 30 V 

VEBO " ........................ max 5 V 

VCER (RBE = 10 [2) .............. max 40 V 

brochage (Di mcnsions en mm) 

V.66~x 

~.'.''''''.' lfi"-~~' "', i ~ ~'\ ~D'"'' ,~~ C ...... . 1] 
01'., F==f 

l;u 
Boîtier JEDEC TO-39 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

56218 : matériel de fixation 
56245 ; disque d'isolement 

ICM ......................... max 800 mA 

Ptot (Tamb = 25 OC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,8 W 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 65 à + 300 ° C 

Tj ........................................................................ max 200 Oc 
~hj-amb' ................................................................... 0,22 °C/mW 
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caractéristiques lT amb 25 OC] 

min 

I Cim (VeB = 30 v: IL = 0) ...................................... . 

IL'BO (V EB = -+ V: 1(. = 0) ...................................... . 

lUS (VCE = 30 V: v BE = 0) .................................... . 

Icrs ("CL = 30 V: V BE = 0: Tj = 150 oC) .......................... . 

V(BR)CBO (lc = 100 flA ; IC = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

V(BR)CEO (Ic = 30 mA; lB = 0) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

V(BR)CER (IC = 30 mA ; RBE = 10 m (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 40 

V(BR)EBO CI E = 100 flA ; IC = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

h2IE<VCE=IOV:le= 10mA)(l)................................ 30 

h 21E (VCE = 10 V: IC = ISO mA) (1)................................ 30 

h 21E (VeE = 10 V: IC = 500 mA) (1). . . . . . . .. . . . . . . . .. . . ... .. . . ..... 25 

h2IE(VCE= IV:I C =150mA)(l)................................ 15 

VCEsat Oc = ISO mA; lB = 15 mA) (1) 

V CEsat (IC = 500 mA: lB = 50 mA) (1) 

VBEsat (IC = ISO mA: lB = 15 mA) (1) 

VBEsat 0e = 500 mA; lB = 50 mA) (1) 

fT (VCE = 10 V; IC = 50 mA; f = 100 MHz) .......................... . 

CIl b (V EB = 0,5 V; 'C = 0: f = 1 MHz) ............................. . 

Cnb (VCB = 10 V; lE = 0; f = 1 MHz) ............................. . 

à 'CM = 500 mA; lB! = -IB2 = 50 mA 

td + tr (2) 

t s + tf (2) 

(1) Mesure en régime impulsionnel (largeur 300 ILS; li ,,:;; 2 0/0)· 

(2) Voir montage de mesure. 
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montage de mesure 

Conditions de mesure 

---- + 6,50 V 

Vi 

10% --- -' -------f--------------------~ 
:.. ~ :~--- -J,SOV 
~ 1,5!a,5jJs ~ 
i "2ns ! '12ns , , 
: : , ' 

i ________ __ ___ _ __ ~ ___________________ r---
, , 

Va "i ; 

! 
90%----t----- -- '---_--_-_--_--_--_--_-_--_-_--_--..:..~-_-_--_-_--_-_--.J- ------r, -- ---

, ' 

:.--..J td + tr :..t.I---------.i ts +tf 

Caractéristiques d'entrée de l'oscilloscope 

-.Fi __ lN 2410,Page :::n 

50 mA 

--...---- VCC=22 V 

'-on. 

t------o Va 
IOOIl 

A 1150 

Vi 

Ri .......................................................................... ~ 100 kn 

C ........................................................................... ~ 12 pF 
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transistors au silicium 
planar épitaxial 

NPN 
~ 

2 N 2483 
2 N 2484 

Transistors NPN au silicium planar, en boîtier JEDEC TO-18, plus particulièrement destinés, en amplification, 

aux étages d'entrée à faible bruit. 

caractéristiques principales 

VCBO ' ......................... max 60 V 

VCEO ' ......................... max 60 V 

h cv: = 5 V; 1 = 1 mA) ... {2 N 2483 min 175 
21E CE C 2N2484 min 250 

lCM .......................... max 50 mA 

Ptot (Tamb .;;;; 25 OC) . . . . . . . . . . . .. max 0,36 W 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues] 

VCBO " " ....................... max 60 V 

VCEO ' .......................... max 60 V 

VEBO ······················ ..... max 6 V 

brochage (Dimensions en mm) 

Boîtier JEDEC TO-18. 

Collecteur relié au boîtier. 

Acccssoi res : 

56246 : di sque d'i sol cment 
56263 : clip refroidi sscur 

I CM ........................... max 50 mA 

Ptot (Tamb = 25 OC) ............................................................ max 0,36 W 

Tstg .................................................................... - 65 à + 200 Oc 
Tj ........................................................................ max 200 Oc 
~hj-amb' ................................................................... 0,48 oC/mW 

~hj-c .................................................................. " 0,15 °C/mW 
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car actéristi ques lT. 
J 

25 °Cl 

2N 2483 2N 2484 

min typo max min typo max 

ICBO (VCB = 45 V; lE = 0) ......... 10 10 nA 

ICBO (VCB = 45 V; lE = 0; 

Tj =150°C) ................ 10 10 JJ.A 

IEBO (VCB = 5 V; IC = 0) ......... 10 10 nA 

h 21E (VCE = 5 V; IC = 10 mA) (1) ... 500 800 

h 21E (VCE = 5 V; IC = 1 mA) ....... 175 250 

h 21E (VCE = 5 V; IC = 500 JJ.A) ..... 100 200 

h 21E (VCE = 5 V; IC = 100 JJ.A) ..... 75 175 

h 21E (VCE = 5 V; IC = 10 JJ.A) ...... 40 120 100 500 

h 21E (V CE = 5 V; IC = 1 JJ.A) ....... 30 

h 21E (VCE = 5 V; lC = 10 JJ.A; 

Tj = - 55 oC) ............... 10 20 

V CEsat (lc = 1 mA; lB = 0,1 mA) .... 0,35 0,35 V 

VBE (VCE = 5 V; IC = 100 JJ.A) . ..... 0,5 0,7 0,5 0,7 V 

Cc (V CB = 5 V; lE = 0) ............ 6 6 pF 

Ce (VEB = 0,5 V; IC = 0) .......... 6 6 pF 

fT (V CE = 5 V; IC = 50 JJ.A) ........ 12 15 MHz 

fT (VCE = 5 V; IC = 500 JJ.A) ....... 60 80 60 80 MHz 

F(VCE=5V;IC = IOJJ.A;Rs = 10kD) 

B = 20 Hz ; f = 100 Hz .............. 15 10 dB 
B = 200 Hz; f = 1 kHz . . . . . . . . .... 4 3 dB 
B = 2 kHz; f = 10 kHz . . . . . . . . . . . . 3 2 dB 
B= 15,7kHz;f= IOHzà 10kHz ..... 4 3 dB 

(1) Mesuré en impulsions de durée = 300 ilS pour prévenir toute dissipation excessive. Facteur de régime = 1 0/0' 
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Paramètres petits signaux 

V CE = 5 V; 1 C = 1 mA; f = 1 kHz 

2N 2483 2 N 24~4 

min typo max min typo max 

hile 1,5 13 3,5 24 kS1 

hl2e 8 8 10- 4 

h21e 80 450 150 400 

h22e 30 40 pA/y 
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transistors au silicium ~ 
planar épitaxial 2N 2904 . 

PNP 2N 2905-
2N 2904 A 
2N 2905 A 

Transistors PNP, au silicium pl anar épitaxial, en boîtier JEDEC TO-39, destinés plus spéciale

ment aux circuits de commutation rapide et aux amplificateurs en RF ou en VHF. 

caractéristiques principales 

- VCGÜ ........................ max 60 V 

h 21E (- VCE = 10 V; - IC = 0,1 mA) 

2 N 1 2904 /2904 A 1 2905 12905 A 

min 20 40 35 75 

Ptot (T amb ~ 25 OC) . . . . . . . . . . . . .. max 0.6 W 

fT (- VCE = 20 V; - IC = 50 mA) .. min 200 MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues] 

-VCBO ........................ max60V 

V j 2 N 2904 . 2 N 2905 . . . . . .. max 40 V 
- CEO l 2N2904A· 2N2905A ...... max 60 V 

- V EBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 5 V 

brochage Dimensions en mm 

Boitier TO-39 (collecteur relié au boîtier) 

14----- 9.4 ----.. 
max 

b ~[F=..JO.48 +max 
8.5 = 
max 

L ~ 
L I i 6.6._, __ 12.7 __ ! 

max min 715932.2 

Accessoires: 

56218 : matériel de fixation 

56245 : disque d'isolement 

- IC ......................... max 0,6 A 

Ptot (Tamb ~ 25 OC) . . . . . . . . . . . . .. max 0,6 W 

Ptot (Tc ~ 25 OC) ................ max 3 W 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 65 à + 200 ° C 

Tj ........................................................................ max 200 ()C 

~hj-amb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 290 ° CjW 

Rthj-c .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58 °CjW 
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caractéristi q u es lT. 
J 

= 25 OC] 
2N 2904 2N2904A 2N 2905 2N 2905 A 

- ICBO (- VCB = 50 V; lE = 0) ............ max 20 10 20 10 nA 

- ICBO (- VCB = 50 V; lE = 0; Tj = 150 oC) ... max 20 JO 20 JO IJ.A 

- ICEX (- VCE = 30 V; VBE = 0,5 V) ........ max 50 50 50 50 nA 

- V( BR)CBOC-IC = 10 !lA ; lE = 0) .......... min 60 60 60 60 V 

- V( BR)CEoC-IC = 10 mA; lB = 0) .......... min 40 60 40 60 V 

V (1 - 10 !lA . 1 = 0) . - (BR)EBO - E - , C .......... mm 5 5 5 5 V 

h 21E (- VCE = 10 V; - IC = 0,1 mA) ........ min 20 40 35 75 

h 21E (- VCE = 10 V; - IC = 1 mA) ......... min 25 40 50 100 

h 21E (- VCE = 10 V; - IC = 10 mA) ........ min 35 40 75 100 

h 21E (- VCE = 10 V, - IC = 150 mA) (1) .... 
min 40 40 100 100 
max 120 120 300 300 

h 21E (- VCE = 10 V; - IC = 500 mA) (1) ..... min 20 40 30 50 

- VCEsat (- IC = 150 mA; - lB = 15 mA) ............................................ max 0,4 V 

- VCEsat (- IC = 500 mA; - lB = 50 mA) ............................................ max 1.6 V 

- VBEsat (- IC = 150 mA; - lB = 15 mA) ............................................ max 1,3 V 

- VBEsat (- IC = 500 mA; - lB = 50 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 2.6 V 

Cc (- V CB = JO V; lE = le = 0; f = 100 kHz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 8 pF 

Ce(-VEB = 2V;IC=lc =0;f=100kHz) .......................................... max30pF 

fT (- VCE = 20 V; - lC = 50 mA) ................................................ min 200 MHz 

Caractéristiques de commutation 

td (- lC = 150 mA; - lB = 15 mA) (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 10 ns 

tr (- lC = 150 mA; - lB = 15 mA) (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 40 ns 

ts (- IC = 150 mA; - lB, = lB2 = 15 mA) (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 80 os 

tf (- lC = 150 mA; - lB, = IB2 = 15 mA) (3) .................................... : .... max 30 ns 

(1) Mesuré en impulsions: tp " 300 ilS; li < 2 %. 
(2) Voir figure 1. 
(3) Voir figure 2. 

250 



montages de mesure 

-JO V 

1kn 

Vi son 

Impulsion d'entrée: f = 150 Hz: tp = 200 ns: tr ~ 2 ns: 

Impédance de sortie du générateur = 50 S1 

Oscilloscope: tr ~ 5 ns: impédance d'entrée = 10 MS1 

,....------o./5V 

-6~ 

1kn 

V, son lN916 

Impulsion d'entrée: f = 150 Hz; tp = 200 ns; tr ~ 2 ns; 

Impédance de sortie du générateur = 50 S1 

Oscilloscope : tr ~ 5 ns; impédance d'entrée = 10 MS1 

--Fi-- 2N 2904/2905, page 3/4 

Figure 1 

fp 

Figure 2. 
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transistors au silicium ~ 
planar épitaxial 

PNP 2N 2906 - 2N 2906 A 
2N 2907 - 2N 2907 A 

Translstl'rs P~P, au silicium planar épitaxiaux. en boîtier JEDEC TO-I il. ùestinés plus spécialement JU'- lIrêult, ùe 

commutation rapide et aux amplificateurs en RF ou en VH~. 

caractéristiques principales 

- VeBO .. . ......... max 60 V 

h 21E (- VCl-. = 10 v; - IC = 0,1 mA) 

2N 2N 2N 2N 
2906 2906 A 2907 2907 A 

min 20 40 35 75 

Ptot (Tamb ,;;; 25 oC). . . . . . . . . . . . .. max OA W 

fT (- VCE = 20 V; le = 50 mA) ... min 200 MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

- V CBO ........................ max 60 V 

_ V { 2 N 2906 . 2 N 2907 max 40 V 
CEO ...... 2N2906A. 2N2907 A max 60 V 

- V EBO . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. max 5 V 

Ptot (T amb ,;;; 25 oC) 

Ptot (Tc ,;;; 25 oC) 

brochage DiH1ensions en mm 

k50,1.8max-, -t---n1 o • 
~ = .... ' 
~ :::=1 
li i 

.j 5,3max l 12,lmln ~ 
Boîtier JEDEC TO-IR. 

Collecteur relié au boîtier. 

Acccssoi rcs : 

56246 : disque d'isolement 

56263 : clip refroidi sseur 

- le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0.6 A 

Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......................... . 

max OA W 

max 1./\ W 

1>5 ;1 + ~O() Oc 

~ .................. ...... . ....... . 

Rthj-amb' ............ . 

Rthj -c ....... . 

438°C/W 

97 ocl W 
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caractéristiques (lj - 25 °Cl 

-- ICBO (--vC \3 = 50 V: lE = 0) ............ max 

- ICBO (- VCB = 50 V: II' = O. TJ = 150 oC) .. Il1JX 

- In:x (- V CE = 30 v, V BE = 0,5 V) . .. . ... max 

-v( BR)CBo(-le = 10 f.1A ; lE = 0) .. min 

-v( BR)CEo(-le = 10 mA; lB = 0) . min 

-V( BR)EBoC-IE = 10 f.1A ; le = 0) ... min 

h 2IE ( VCE = 10 V; -- IC = 0,1 mA) ........ min 

h 2IE ( VCE = 10 V; - IC = 1 mA) ......... min 

h 21E (- VCE = 10 V; - IC = 10 mA) ......... min 

h 21E (- VCE '= 10 V; - IC = 150 mA) (1) .... ~~~ 

h 21E (- VCE = 10 V; --IC = 500 mA) (1) ..... min 

2 N 2906 

20 

20 

50 

60 

40 

5 

20 

25 

35 

40 
120 

20 

•. Fi__ 2N 2906/2907, page 2/4 

2 N 2906 A 

10 

10 

50 

60 

60 

5 

40 

40 

40 

40 
120 

40 

2 N 2907 

20 

20 

50 

60 

40 

5 

35 

50 

75 

100 
300 

30 

2 N 2907 A 

10 

10 

50 

60 

60 

5 

75 

100 

100 

100 
300 

50 

nA 

IJ.A 

nA 

V 

V 

V 

- VCEsat (- IC = 150 mA; - lB = 15 mA) ............................................ max 0,4 V 

- VCEsat (- IC = 500 mA; - lB = 50 mA) ............................................ max 1,6 V 

- VBEsat (- IC = 150 mA; - lB = 15 mA) ............................................ max 1,3 V 

- VBEsat (- le = 500 mA;· lB = 50 mA) ............................................ max 2,6 V 

Cc (- VCB = 10 V; lE = le = 0; f= 100 kHz) .......................................... max 8 pF 

ee(-VEB = 2V;I C =lc =0;f=JOOkHz) .......................................... max30pF 

fT ( V CE = 20 V; - le = 50 mA) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. min 200 MHz 

Caractéristiques de commutation 

td (- le = 150 mA; - lB = 15 mA) 0) ...................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 10 ns 

tr (- le = 150 mA; - lB = 15 mA) (il. max 40 ns 

ts (- IC = 150 mA; - lB! = IB2 = 15 mA) (2) ........................................ , max 80 ns 

tf (- le = 150 mA; - lB! = lB2 = 15 mA) (2) ......................................... max 30 ns 

(1) Mesuré en impulsions: t > 300 j.lS; ô > 2 Ofo. 
(\) Voir figure 1. p 
(2) Voir figure 2. 
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montages de mesure 

-30 V 

1krJ 

v, son 

Fig. 1. 

Impulsion d'entrée: f = 150 Hz; tp = 200 ns; tr .;;;; 2 ns 

Impédance de sortie du générateur = 50 51 

Oscilloscope : tr .;;;; 5 ns; impédance d'entrée = JO Mn 

•. Fa+ 2N 290(Î/ 2<)07. p~lgt' 3/ -1 

...-------0 + '5 V 

-6V 

1kn 

son 1N916 

-_ 90% 

'p 

Fig. 2. 

Impulsion d'entrée: f = 150 Hz; tp = 200 ns; tr .;;;; 2 ns 

Impédance de sortie du générateur = 50 51 

Oscilloscope: tr .;;;; 5 ns; impédance d'entrée = JO Mn' 
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transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN 
~ 

2N 3019 
2N 3020 

Transistors NPN en boitier métallique TO-39 utilisés comme amplificateurs et dans 
les circuits de commutation. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base(émetteur 

Tension collecteur-émetteur(base 

Courant collecteur(continu) 

Puissance t~tale dissipée 
jusqu'à T 

amb 
25 Oc 

jusqu'à T = 25 Oc 
c 

Température de jonction 

Gain en continu 

IC = 150 mA; VCE = 10 V 

ouvert) 

ouverte) 

> 
< 

VCBO 

VCEO 

IC 

Ptot 
Ptot 

T. 
J 

2N 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

3019 

100 
300 

Fréquence de transition à f=20MHz 

IC = 50 mA; VCE = 10 V 

BROCHAGE 
Soitier TO-39 

_ 9,4_ 
max 

b 

> 100 

-[1= + 
t =-0,48 

+max 
8,5 = 
max 

+ = 
-~L 6,6 __ 1 __ 12,7 ____ 1 

max min 

2N 

140 

80 

1 

0,8 

5 

200 

3020 

40 
120 

80 

V 

V 

A 

W 

W 

Oc 

MHz 

Dimensions en mm 

Le diamètre maximal des fils de sortie est garanti seulement pour 12,7mm 

Collecteur relié au boitier 

Accessoires: 56218 matériel de fixation 

56245 disque d'isolement 
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.·Fi-- 2N3018/2o,page 2/4 

RESISTANCES THERMIQUES 
Jonction - air ambiant, en air calme 

Jonction - fond de boitier 
Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

218 °c/w 
35 °C/W 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions 
Tension collecteur-base(émetteur ouvert) VCBo max 

Tension collecteur-émetteur(base ouverte) VCEo max 

Tension base-émetteur(collecteur ouvertl VEBo max 

Courant 
Courant collecteur(continu) lC max 

Puissances totales dissi~ées 
Jusqu'à T amb 25 Oc Ptot max 

Jusqu'à T = 25 Oc Ptot max 
c 

Tem~ératures 

Température de stockage T 
stg 

-65 à 

Température de jonction T. max 
J 

CARACTERISTIQUES (T = 25 Oc sauf indication contraire) 
amb 

Courants résiduels collecteur-base 

lE 0; VCB 

lE 0; VCB 

80 V 

80 V; T b = 150 Oc 
am 

Courant résiduel émetteur-base 

le = 0; VEB = 5 V 

Tensions de claquage 

lE 0; lc 100 IJA 

lB 0; le 30 mA 

le 0; lE 100 IJA 

Tensions de saturation 

le = 150 mA; 15 = 15 mA 

500 mA; 16 50 mA 

< 

< 

< 

V (BRl CBO > 

V(BRlCEO > 
V (BR)EBO > 

VCE sat 

VSE sat 

VCE sat 

< 

< 

< 

(1) mesuré en impLIsions: t 300 IJS; 6 ~ 0,01 

258 
p 

140 

80 

7 

1 

0,8 

5,0 

+200 

200 

10 

10 

10 

140 

80 

7 

0,2 

1 , 1 

0,5 

V 

V 

V 

A 

W 

W 

Oc 
Oc 

nA 

!-lA 

nA 

V 

V (1) 

V 

V 

V (1 1 

V (1) 



--Fa+ 2N3019120,page 3/4 

CARACTERISTIQUES (Tamb 25 Oc sauf indication contraire) (suite) 

Gains en continu (1) 

10 V 

10 V 

10 V 

10 V 

10 V 

Fréquence de transition à f 20 MHz 

IC = 50 mAJ VCE = 10 V 

Capacité collecteur à f 1 MHz 

I E = Ie = 0, VCB = 10 V 

Capacité émetteur à f = 1 MHz 

IC = Ic = 0, VEB = 0,5 V 

Constante de temps de réaction 
à f = 4 MHz 

IC = 10 mA, VCB = 10 V 

Gain en alternatif à f = 1 kHz 

Facteur de bruit à f = 1 krlz 

IC = 0,1 mAJ VCE 10VJ Rs = 1 kQ 

C 
c 

C 
c 

F 

(1) Mesuré en impulsions: t = 300 us; Ô ~ 0,01 
p 

> 
< 

> 
< 

> 
< 
> 

> 
< 

> 

> 

< 

< 

< 

> 
< 

< 

2N 3019 2N 3020 

50 

90 

100 
300 

40 

50 

15 

100 

12 

60 

400 

80 
400 

4 

30 
100 

40 
120 

40 
120 

30 
100 

15 

80 

12 

60 

400 

30 
200 

MHz 

pF 

pF 

ps 

dB 
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transistor au silicium 
planar épitaxial 

NPN 2N 3252 

Transistor NPN au silicium planar épitaxial, en boîtier JEDEC TO-39, destiné principalement aux applications de 

commutation comme la commande de tores magnétiques pour mémoires rapides. 

caractéristiques principales 

VCBO .......................... max 60 V 

VCEO .......................... max 30 V 

h 21E (V CE = 5 V; IC = 1 A) ........... min 25 

fT (VCE = 10 V; IC = 50 mA; 

f = 100 MHz) . . . . . . . . . . . . . .. min 200 MHz 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VCBO .......................... max 60 V 

VCEO .......................... max 30 V 

VEBO .......................... max 5 V 

brochage (Dimensions en mm) 

Boîtier JEDEC TO-39 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

56218 : matériel de fixation 
56245 : disque d'isorement 

I CM . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. max 1 A 

Ptot (Tamb = 25 oC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 1 W 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 65 à + 200 ° C 

Tj ......................................................................... max 200 Oc 
~hj-amb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,175 0 C/mW 
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.·Fi+ 2N 32S2,Page 2/4 

caractéristiques n amb = 25 OC] 

min max 

I CBO 01cB = 40 V; lE = 0) ...................................... . 0,5 J.l.A 

ICBO 01cB = 40 V; lE = 0; Tamb = 100 OC) .......................... . 75 J.l.A 

IEBO 01EB = 4 V; IC = 0) ...................................... . 0,05 J.l.A 

I CEX 01cE = 40 V; - VBE = 4 V) ................................. . 0,5 J.l.A 

V(BR)CBO (lc = 10 !lA ; lE = 0) .................................. 60 V 

V(BR)CEO (lC = 10 mA; lB = 0) .................................. 30 V 

V(BR)EBO (lE = 10 !lA ; lC = 0) .................................. 5 V 

h 21E (VCE = 1 V; IC = 150 mA) (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

h 21E 01cE = 1 V; IC = 500 mA) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 90 

h21E 01cE = 5 V; IC = 1 A) (1) .... .................... .. ......... 25 

VCEsat (Ic = 150 mA; lB = 15 mA) (1) .............................. . 0,3 V 

VCEsat (Ic = 500 mA; lB = 50 mA) (1). ............................. . 0,5 V 

V CEsat (I C = 1 A; lB = 100 mA) (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 V 

VBEsat (Ic = 150 mA; lB = 15 mA) Cl) .............................. . 1,0 V 

V BEsat (Ic = 500 mA; lB = 50 mA) (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 1,3 V 

VBEsat (Ic = 1 A; lB = 100 mA) (1). ............................... . 1,8 V 

fT 01cE = 10 V; IC = 50 mA; f = 100 MHz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 MHz 

C11b 0lCE= lOV;IE =O;f= 100kHz) ............................ . 80 pF 

C22b 01EB = 0,5 V; IC = 0; f = 100 kHz) ............................ . 12 pF 

à V CC = 30 V; I CM = 500 mA; IBi = - I B2 = 50 mA 

td (fig. 1) ................................................... . 15 J.l.S 

tf (fig. 1) ................................................... . 30 J.l.S 

ts (fig. 2) ................................................... . 40 J.l.s 

tf (fig. 2) ................................................... . 30 J.l.S 

(1) Mesuré en régime impulsionnel (largeur 300 ~s; 6 .,.;; 2 %). 
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montages de mesure 

+JOV 

59fl. 

200fl 

-3V 

Caractéristiques d'entrée de l'oscilloscope 

Figure 1. 

10<11 <.500}Js 

'2<5ns 

t3>/}JS 

Figure 2. 

C <; 12 pF 

".F'" 2N 3252,Page 3/4 

~_ ............ ----- +10,7 V 

..... -2V 

---.------------ +1l3V 

263 



SC1855-5-1971 

-=Fi--
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICRO~LECTRONIOUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MAttRIAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ~LECTRONlaUE GRAND PUBLIC 

CONDENSATEURS R~SISTANCES - MOTEURS 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX Il - TELEPHONE: (1) 355 .... 98 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES: CAEN - DREUX - ÉVREUX - JOU~-LES-TOURS - SURESNES - TOURS 
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.e. PARIS B 672 042 470 

2N 32S2,Page 4/4 



transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

PNP 
~ 

214030 
à 

2N 4033 

Transistors PNP en boitier métallique TO-39 utilisés en audiofréquences dans les 
amplificateurs de faible puissance, de faible bruit et dans le domaine industriel. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base(émetteur ouvert) -VCBO max 

Tension collecteur-émetteur(base ouverte) -VCEO max 

Courant collecteur (continu) -1 
C max 

Puissance totale dissipée jusqu'à 
T = 25 Oc Ptot max amb 

Température de jonction Tj max 

Gain en continu 
-le = 500 mA; -VCE = 5 V > 

Fréquence de transition à f = 100 MHz 
-lc = 50 mA; -VCE =10 V > 

BROCHAGE 
Bo;tier TO-39 

__ 9.4_ 
max 

b 

c 

t-G==~0.48 +max 
~~ = 
L ==> 

L 6.6 __ 1_ 12.7 _1 
max min 

2N 4030 2N 4031 
2N 4032 2N 4033 

60 80 

60 80 -------1 

0,8 

200 

2N 4030 2N 4032 
2N 4031 2N 4033 

25 70 

100 150 

Dimensions en mm 

Le diamètre maximal des fils de sortie est garanti seulement pour 12,7mm. 
Collecteur relié au boitier. 

Accessoires: 56218 matériel de fixation 
56245 disque d'isolement 

V 

V 

A 

W 

Oc 

MHz 
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RESISTANCES THERMIQUES 
Jonction-air ambiant, en air calme 

Jonction-fond de boitier 
Rth (j -a) 

Rth (j -cl 

218 

44 

VALEURS A NE PAS DEPASSER C limites absolues selon publication CEl 134) 

2N 4030 2N 4031 

Tensions 2N 4032 2N 4033 

T~msion collecteur-base(émetteur ouvert) -VeBO max 60 80 

Tension collecteur-émetteurCbase ouvertel -VCEO max 60 80 

Tension base-émetteurCcollecteur ouvert) -VEBO max 5 5 
~ 

Courant 
Courant collecteur (continu) -1 

c max 1 

Puissances totales dissi~ées 
jusqu'à T amb 25 O,C Ptot max 0,8 

jusqu'à Tc 25 Oc Ptot max 4,0 

Tem~ératures 

Température de stockage T stg -65 à +200 

Température de jonction T. max 200 
J 

CARACTERI ST 1 QUES CT amb = 25 Oc sauf indication contraire) 

Courants résiduels collecteur-base 2N 4030 2N 4031 
2N 4032 2N 4033 

lE 0; -VCB 50V -lCBO < 50 

lE 0; -VCB 60V -lCBO < 50 

lE 0; -VCB 50V; T 150 Oc -ICBO < 50 
amb 

lE 0; -VCB 60V; T 150 Oc -ICBO < 50 amb 

Courant résiduel émetteur-base 
1 = O· C ' -V = 5V EB -lEBO < 10 10 

Tensions de claguage 

lE 0; -1 10 I-IA -VCBR)CBO > 60 80 
C 

lB 0; -1 
C 10 mA -VCBRlCEO > 60 80 

lC 0; -1 10 1-1 A -VCBR)EBO > 5 5 
E 

Tensions base-émetteur 
-1 500 mA; -VCE = 0,5V -V BE < 1 ,1 1 , 1 

C 
-1 1000 mA; -VCE = 1,OV -V BE < 1 ,2 

C 

(1 ) Mesuré en impulsions: t 300 I-Is;6 <; 0,01. 
p 

V 

V 

V 

A 

W 

W 

Oc 

Oc 

nA 

nA 

1-1 A 

I-IA 

I-IA 

V 

V C 1 ) 

V 

V ( 1 ) 

V ( 1 ) 



CARACTERISTIQUES CT amb 
=25 Oc sauf indication 

Tensions de saturation 

-1 
C 150 mAl -1 8 15 mA -VCE 

-V8E 
-1 = 500 

C mAl -1 8 = 50 mA -VCE 
-1 =1000 

C mAl -1 8 
=100 mA -VCE 

Gains en continu (1 ) 

-1 
C 

100 ~Al -VCE 5V hFE 

-1 C 
100 mAl -VCE 5V hFE 

-1 C 
100 mAl -VCE 5Vl T 

amb 
-55 Oc hFE 

-1 
C 

500 mAl -V CE 5V hFE 

-1 =1000 mA, 
C • 

-VCE = 5V 2N 4030 hFE 
2N 4031 hFE 
2N 4032 hFE 
2N 4033 hFE 

Caeacité collecteur à f= 1 MHz 

1 = 1 = o· -VC8 10V C 
E e • c 

Caeacité émetteur à f = 1 MHz 

1 = 1 = 
C c Dl -VE8 0.5V C e 

Fréquence de transition à f 100 MHz 

-Ir = 50 mAl -V = 10V CE fT 

(1)Mesuré en impulsionsl t = 300 ~Sl 6 ~ 0.01 
p 

-d'-- 2N4030 à 33.page 3/4 

contraire) (suite) 

2N 4030 2N 4031 
2N 4032 2N 4033 

sat < 0.15 0.15 V 

sat < 0.90 0.90 V (1 

sat < 0.50 0.50 V 

sat < 1.00 V 

2N 4030 2N 4032 
2N 4031 2N 4033 

> 30 75 

> 40 100 

< 120 300 

> 15 40 

> 25 70 

--------------
> 15 

> 10 

> 40 

> 25 

< 20 pF 

< 110 pF 

2N 4030 2N 4032 
2N 4031 2N 4033 

> 100 150 MHz 

< 400 500 MHz 
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CARACTER l ST l QUES CT amb 25 Oc sauf indication contraire) (suite et fin) 

Temps de commutation (2) 

-Icon = 500 mA; -IBon = 50 mA 

'Temps d'établissement 

- ICon = 500 mA; -IBon = +IB off 

• Retard à la décroissance 

Temps de décroissance 

. Circuit de mesure 

Générateur d'impulsions: 

Temps de croissance 

Temps de décroissance 

Durée d'impulsion 

Rapport cyclique 

Impédance de la source 

t r 
tf 

t 
P 
El 

Zs 

50 mA 

+3.8V -30V 

< 20 ns 

< 20 ns 

10 IJS 

< 0,02 

50 &t 

osc. 

Oscilloscope: 

t < 100 
on 

t < 350 
s 

tf < 50 

Temps de croissance t r = 10 

Impédance d'entrée ZI > 100 

ns 

ns 

ns 

ns 

k&t 

(2) Voir le cirGuit de mesure des temps de commutation pour déterminer les valeurs 
exactes de ICon JBon et lB off 
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INTRODUCTION 

transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

haute tension 
PNP 

2 N 5415 
2 N 5416 

TransistorsPNP au silicium planar épitaxial,en boitier métallique TO-39, utilisés 
généralement pour l'amplification et la commutation rapide dans les équipements 
industriels et militaires. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) -VCBO max 

Tension collecteur-émetteur(base ouverte) -VCED max 

Courant collecteur (continu) -l 
C 

max 

Puissance totale dissipée jusqu'à 
T = 50 Oc 

amb 
Température de jonction 

Gain en courant continu 
à -lC = 50 mA; -v = 10 V CE 

DONNEES MECANIQUES 
Boitier TO-39 

Collecteur relié au boîtier. 

_ 9,4_ 
max 

b 

Ptot max 

Tj max 

hFE > 
< 

-0= + 
t =-0,51 

+max 
8,5 = 
max 

L = 

L 6,6 ..... 1 __ 12,7 _1 
max min 7Z5932.2.1 

2N 5415 2N 5416 

200 350 V 

200 300 V 

1 A 

1 W 

200 Oc 

30 30 
150 120 

Dimensions en mm 

Le diamètre maximal des fils de sortie est garanti seulement pour 12,7 mm. 

Accessoires fournis sur demande: - 56218: matériel de fixation 
- 56245: disque d'isolement 

RESISTANCES THERMIQUES 
Jonction-air ambiant, en air calme 

Jonction-boitier 
RthCj - a ) 

RthCj - c ) 

150 °C/W 

17,5 °C/W 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) 

Courants 

Courant collecteur (continu) 

Courant base (continu) 

Puissance totale dissipée 

Jusqu'à T = 25°C 
c 

Jusqu'à Tamb = 50°C 

100~~++++++++++++44~~ 

Températures 

Température de stockage 

Température de jonction 

CARACTERISTIQUES CT c 

p tot t-++-+++"k+++++++++44-+-i-l 
(%) t-++-+++~++++++++,,-+-i-l 

0 
0 100 

Tc (oC) 200 

T stg 
Tj 

= 25°C) 

Courants collecteur résiduels 

lE OJ -VCB 175 V -lCBO 

lE = OJ -VCB = 280 V -lCBO 

lB = D, -VCE = 150 V -lCEO 
1 = B D, -VCE 250 V -lCEO 

270 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

< 

< 

< 

< 

2N 5415 2N 5416 

200 350 

200 300 

4 6 

-65 

2N 5415 

50 

50 

1 

0.5 

10 

1 

à +200 

200 

2N 5416 

50 

50 

v 
V 

V 

A 

A 

w 
w 

Oc 
Oc 

uA 

uA 

uA 

uA 



Courant résiduel émetteur-base 

le 0; -V EB 4 V 

le 0; -V EB 6 V 

Tension de saturation 

-1 = 50 mA, e ' -1 = 5 mA B 

Gain en courant continu 

-1 = 
C 50 mA; -V = 10 V CE 

Tensions de maintien collecteur-émetteur 

lB = 0; -lc = 0 à 50 mA 

RBE = 50~; -lC = 50 mA 

Circuit de mesure pour VCEOsust 

L = 25 mH 

~-VCC 

...----+hor. 

oscifloscope 

+-----+ vert. 

7Z72966 

Capacité collecteur à f = 1 MHz 

1 = 1 = 0; -VCB 10 V E e 

Capacité émetteur à f = 1 MHz 

1 = 1 = 0; -VEB -V e c EBOmax 

Fréquence de transition à f = 5 MHz 

-1 = 10 mA; -VCE = 10 V C 

Paramètres h (émetteur commun) 

-1 = 5 mA; -V = 10 V C CE 
Partie réelle de l'impédance d'entrée à f = 

Gain en alternatif à f = 1 kHz 

"ëFi __ 2N 5415/2N 5416, page 3/4 

-lEBO < 

-lEBO < 

-V CEsat < 
-V 

BEsat < 

> 
hFE 

< 

-VCEOsust> 
-V < 

CERsust 

2N 5415 

20 

2,5 

1,5 

30 

150 

200 

2N 5416 

20 

2,0 

1,5 

30 

120 

300 

350 

Trace de l'oscilloscope pour V 
CEOsust 

1 MHz 

-IC 
(mA) 

7 Z72998 

50 ---------+-
min -V CEOsust : 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

o~------------~--VCEO (V) 

C c < 15 

C < 75 e 

fT > 15 

ReChie ) < 300 

hfe > 25 

~A 

~A 

V 

V 

V (1) 

V (1) 

pF 

pF 

MHz 

(1) Mesure en impulsions pour éviter toute dissipation excessive. 
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CARACTERISTIQUES (suite) 

Temps de commutation 

-lC on = 50 mA; -lB on = lB off = 5 mA 

(circuit de mesure 1) 

t on 
t off 

typ 

typ 

-lC on = 500 mA; -lB on = lB off = 100 mA 

(circuit de mesure 2) 

t on 
t off 

typ 

typ 

272 

Vcc = -31 V 
tp 10fJs 

Circuit de mesure 1 

-11 : li -_....--r--=-l-_~!-I 

VCC=-31V 
t p 10 fJS 

50n 

Circuit de mesure 2 

82H 

-=Fi--

-y- 7Z72964 • 

7Z72965 
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bOÎtier plastique 
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transistor au silicium 
planar épitaxial 

NPN BC 146 

Transistor au silicium NPN planar épitaxial en boîtier plastique moulé subminiature, destiné à toutes les appli
cations où la faible dimension est le facteur déterminant : prothèse auditive, horlogerie, télécommande embarquée, entre 
autres. Ils sont livrables en trois catégories repérables par un point de couleur, suivant les applications: 

Rouge - type 01 - pour applications générales; 
Jaune - type 02 - faible bruit, pour circuits d'entrée; 
Vert -- type 03 -- à grand gain (recommandé en étage de sortie). 

Le BC 146 est le complémentaire du BC 200. 

caractéristiques principales 

VCBO .......................... max 20 V 

VCEO .......................... max 20 V 

Be 146 01 02 03 

h 21E (V CE-= 0,5 V; min 

IC = 0,2 mA) ..... ~ typo 1 max 

h 21E (VCE = 1 V; 

IC = 2 mA) ....... min 

F (VCE = 5 V; 

IC = 0,2 mA; RS = 2 kil; 

B = 30 Hz à 15 kHz) ... {tyP. 
max 

80 140 280 
115 220 380 
200 350 550 

100 140 280 

2 1,5 
4 

2 dB 
dB 

IC .......................... max 50 mA 

Ptot (Tamb ..;; 45 OC) . . . . . . . . . . . .. max 50 mW 

fT (VCE = 5 V; IC = 2 mA) ....... typo 150 MH2 

brochage (Dimensions en mm) 

ILD ." .. ,":/m/a' . .:I~ 1;8 ma: 1.. ~ ft •• 

Boîtier SOT -42 

Points de couleur: 

Rouge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. type 01 

Jaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. type 02 

Vert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. type 03 
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valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues] 

VCBO ' ......................... max 20 V IC ........................... max 50 mA 

VCEO ' ......................... max 20 V ICM .......................... max 50 mA 

VEBO .......................... max 4 V 

Ptot (Tamb ..:;; 45 OC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 50 mW 

Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 à + 125 Oc 

Tj ........................................................................ max 125 0(' 

Rthj-amb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,6°C/mW 

caractéristiques n j = 25 oC] 

VBE (VCE = 0,5 V; IC = 0,2 mA) ..................................... . 

VBE (VCE = 1 V; IC = 2 mA) ....................................... . 

VCEK (lc = 2 mA; lB = valeur pour laquelle IC = 2.2 mA à VCE = 1 V) ......... : 

Cc (V CB = 5 V; lE = le = 0) ........................................ . 

typo 570 mV 

typo 630 mV 

typo 180 mV 

. . . . . . . . .. typo 4 pF 

fT (VCE = 5 V; IC = 2 mA) .................................................... typo 150 MHz 

BC 1461 
j 

_ . _ ,min 
h 21E (V CE - 0,5 V, IC - 0,2 mA) .................. ~ typo 

/ max 

h 21E (VCE = I V; IC = 2 mA) ..................... min 

F (V CE = 5 V; IC = 0,2 mA; RS = 2 kS1; 

B = 30 Hz à 15 kHz) .......................... j typ·1 
l max 

Paramètres petits signaux 

Valeurs typiques mesurées à : 

VCE = 0,5 V; IC = 0,2 mA; f= 1 kHz 

hIle' .......................................... . 

h I2e .... 0 •• 0 •••• 0 0 0 •••••••••••••••• 0 0 ••••• 0 ••••• 

h22e .......................................... . 
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01 

80 
115 
200 

100 

2 

20 

15 

130 

15 

02 

140 
220 
350 

140 

1" 
4 

30 

25 

220 

20 

03 

21\0 
380 
550 

2 

45 

40 

380 

35 

dB 
dB 

kS1 

10-4 

I1A/V 



courbes caractéristiques 

lC 

VCE(V) 10 

:: ;[:1 VCE:3vtl~: 1::: 
(mA) : ~ ~ ~ 7;; Z5°C i : :: :::: 

t--+ t t 
+. --t 

~: ri: : 
.j.';' .. 

h~; 
30~~~~--~~--~~~ 

+ +--+" 
+-+ ... 
+- t-t-, ." '!j •• + e 

500 VBE (mV) 1000 

".Fi+ BC 146-page 3/4 

VCE(V) Ki 

60 

lC 

(mA) 

'0 

30 

20 

10 

1 t T' 
l' •. 

0 

O~~LLLW~Wili~~~~LI~~~UL~~~Will~~~j~I~'~;~I~~: 
10-2 /0-1 '0' le (mA) 10 2 

t + .. + 

0 VCE(V) 10 
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transistors au silicium 
planar épitaxial 

NPN 
~ 
Be 147 Be 148 

Be 149 

Transistors NPN au silicium planar épitaxiaux, en boîtier SOT-25 plastique, prévu pour le montage rapide 
sur les circuits imprimés standards. 

Le BC 147 est plus spécialement destiné aux étages de commande en audiofréquence et aux circuits gé
néraux des récepteurs de télévision. 

Le BC 148 est utilisable dans une multitude d'appli<;ations comme, par exemple, les étagesde commande, 
ou préamplificateurs AF, ou d'autres circuits plus généraux. 

Le BC 149 est plus particulièrement destiné aux étages d'entrée à faible bruir dans les magnétophones, 
les amplificateurs haute fidélité ou tout autre équipement audiofréquence. 

Ces transistors sont les complémentaires des BC 157 - 158 - 159. 

car actéri sti q ues p ri nci p a les brochage (Dimensions en mm) 

Boîtier SOT-25 
BC 147 148 149 

VCBO ' ........... max 50 30 30 V 

VCEO ' ........... max 45 20 20 V 1.1 

h 21e (YCE = 5 V; 1.1 

IC =2mA; 

... l min 125 125 240 f = 1 kHz) 
max 500 900 900 

F (VCE = 5 V; 

IC = 200 p.A; 
'.' RS = 2 kn) à : 

1,4 dB f = 30 Hz à 15 kHz l typo 
max 4 dB 

f=.1 kHz; B = 200 Hz l typo 2 2 1,2 dB , ..... -
max 10 10 4 dB 

','. 
IC .......................... max 100 mA 

Ptot (Tamb "';; 25 OC) .... : ........ max 300 mW 

fT (V CE = 5 V; IC = 10 mA) ...... typo 300 MHz 
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valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

Be 147 148 149 

VCBO ' ............... max 50 30 30 V le .......................... max 100 mA 

VCES (VBE = 0 V) ...... max 50 30 30 Y leM' ........................ max 200 mA 

VCEO ' ............... max 45 20 20 Y lEM ....................... max 200 mA 

VJ<;BO' ............... max 6 5 5 Y IBM' ........................ max 200 mA 

Ptot (Tamb ~ 25 OC) ........................................................... max 300 mW 

Tstg .................................................................... - 65 à + 125 Oc 
Tj ........................................................................ max 125 Oc 
Rthj-amb' ................................................................... 0,33 0 C/mW 

caractéristiques [J. - 25 °C1 
J 

ICBO (VCB = 20 V; lE = 0; Tj = 125 oC) .................. . 

VBE (VCE = 5 V; IC = 2 mA) (1) ........................ . 

VBE (VCE = 5 V; IC = 10 mA) (1) ....................... . 

YCEsat (lc = 10 mA; 'B = 0,5 mA) ...................... . 

YCEsat (lc = 100 mA; 'B = 5 mA) ....................... . 

YBEsat (lc = 10 mA; 'B = 0,5 mA) (2) ................... . 

VBEsat (lc = 100 mA; lB = 5 mA) (2) .•..•......•.•....... 

YCEK (lc = 10 mA) (3) ...•..•.••.••.............•••... 

Ce (V CB = 10 V; lE = le = 0; f = 1 MHz) .................. . 

Ce (VEB = 0,5 V; IC = le = 0; f = 1 MHz) ................. . 

fT (V CE = 5 V; IC = 10 mA) ........................... . 

h 21e (VCE = 5 V; IC = 2 mA; f = 1 kHz) ............... {min 
max 

F (V CE = 5 V; 1 C = 200 IlA ; Rs = 2 kil) à : 
f = 30 Hz à 15 kHz ............................. { typo 

max 

f = 1 kHz; B = 200 Hz ........................... {tyP . 
max 

(1) VBE diminue d'environ 2 mV pour une élévation de température de 1°C. 
(2) VBEsat diminue d'environ 1,7 mV pour une élévation de température de 1 Oc. 
(3) lB = valeur pour laquelle IC = 11 mA à VCE = 1 V. 
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min 

550 

Be 147 

125 
500 

2 
10 

typo 

620 

90 

200 

300 

2,5 

9 

300 

Be 148 

125 
900 

2 
10 

max 

5 

700 

770 

250 

600 

700 

900 

600 

4,5 

Be 149 

240 
900 

IlA 

mY 

mY 

mY 

mY 

mV 

mY 

mY 

pF 

pF 

MHz 

1,4 dB 
4 dB 

1,2 dB 
4 dB 
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BC 147 A BC 147B 
BC 148A BC 148B 

BC 149B 

h21E (VCE = 5 V; IC = 10 J.lA) ....................... max 90 150 

110 200 
180 290 
220 450 

lmin 
h21E (VCE = 5 V; IC = 2 mA) ...................... typo 

max 

Paramètres petits signaux 

Valeurs à V CE = 5 V; IC = 2 mA; f = 1 kHz; en montage émetteur commun. 

1 min 
1,6 3,2 

hIle · typo 2,7 4,5 
max 4,5 8,5 

h 12e .. . . . typo 1,5 2 

~ min 
125 240 

h 21e . . . . .. · typo 220 330 
max 260 500 

h 22e · {tyP . 18 30 . . .. . . . . 
30 60 max 

courbes caractéristiques 

6n~~.~2~S"c.C;---~~rcV~ 
lC lia_urs typiques ~.6~ 

6~Tr--~~~~rn 
~ = 2S"C ~ 

lC Valeurs typiques 

A l8 .. 1 

2 

N 

< 

o o 

630mV 

620mV 

610mV 

600mV 

S8SmV 
S60rnV 

5 VCE(V) 10 

(mA) 18.'·5·~. 

, 

2 

o o 

10.J!f 

BC 148C 
BC 149C 
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420 
520 
800 

6 
8,7 

15 

3 

450 
600 
900 

60 
110 

f 
~ 

1 

600 700 

l 

kSl 
kSl 
kSl 

10-4 

VCEz5V 
Tj = 25·C 

111111 

111111 
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/1)2 

IC 
(mA) 

- VCE=SV 
1 rj =2S"C 

10 

f-
-+ 

1 
1 

F"-
C=cc 

=rn~ - r Il 10-1 
- -

E~+-
I---t-t-

1-11T,,' 1 

- 1-41 -V 
10-1 1·, 

t:-'-
flOO r---'c= 

VCE = 5 V 

~ = 25°C 

7-
V/ 

~ .~,. 

'--: 

h2/ E f:== 
F== 

600~~ 
Valeurs Jypiqu.s 

1--
1-' 

'00 r------ t--
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lC Ils 0 20 1 
~ 025·C "-

1 1 1111 r 

~~ 
200 0° .~ 

"CEsat 
'\ 

III! Il 1 

typo $ 
(mil) 

150 

! :!: 100 

,'II 1 li I, !il 1 

50 lCIIB =20 

1 Il 1 1 

Valeurs typiques 
~ 

il ]1 JI!I 
0 o A 337'5 100 200 300 -50 a 

50 ~(.C) 100 

'0' 
lC 

(mA) 

10-1 
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transistors au silicium 
planar épitaxial 

PNP 
~ 
BG 157 BG 158 

BG 159 

Transistors PNP au silicium pl anar épitaxiaux, en boîtier SOT -25 plastique, prévu pour le montage rapide 
sur les circuits imprimés standards. 

Le BC 157 est plus spécialement destiné aux étages de commande en audiofréquence et aux circuits gé
néraux des récepteurs de télévision. 

Le BC 158 est utilisable dans une multitude d'applications comme, par exemple, les étages de commande 
ou préamplificateurs AF, ou d'autres circuits plus généraux. 

Le BC 159 est plus particulièrement destiné aux étages d'entrée à faible bruit dans les magnétophones, 
les amplificateurs haute fidélité ou tout autre équipement audiofréquence. 

Ces transistors sont les complémentaires des types BC 147 - 148 - 149. 

caractér i sti q u es princi pales brochage (Dimensions en mm) 

Boîtier SOT-25 
BC 157 158 159 

- VCBO ............. max 50 30 25 V 
.1 - VCEO ............. max 45 25 20 V 1.1 

h 21e (- VCE = 5 V; 1.1 

- IC = 2 mA) .... l min 75 125 240 
260 260 500 max 

F (- VCE = 5 V; 

- IC = 200 fLA; 

RS = 2 kil) à: 
".' 

f = 30 Hz à 15 kHz ... l typo 1,2 dB 
max 4 dB 

f = 1 kHz; B = 200 Hz max 10 10 4 dB ........ 
,2 f'" 

- Ic ........................ max 100 mA 1.'. 

Ptot (Tamb .;;;; 25 OC) ............. max 300 mW 

fT (- VCE = 5 V; - IC = 10 mA) .... typ. 150 MHz 
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valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

-.Fi+ Be 1 S7 -158-159-page 2/8 

BC 157 BC 158 BC 159 - 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 • • • • max 100 mA 

- VCBO o .... o. max 50 

45 

30 

25 

25 

20 

v 
V 

- I CM 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •••• 0 ••••• 0 0 • max 200 mA 

- VCEO 0 0 0 • 0 • 0 max - lEM . 0 • 0 • 0 0 0 00. o .... 0 0 0 •• 0 • 0 max 200 mA 

- V EBO 0 0 • 0 ••••• 0 •• 0 0 0 •• 0 •••••••• max 5 V 

Ptot (Tamb ..;; 25 oC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 0 0 0 • 0 0 ••• max 300 mW 

T stg ...... 0 • • 0 • • • • 0 ••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••• 0 • 0 • 0 ••• 0 • • • 0 • • • • • • • - 65 à + 125 ° C 

Tj . 0 • 0 0 • o' .......... 0 0 • 0 0 • 0 •••••••••••••• 0 •••••••••••••• o. 0 • • • • • • • • • • • • • •• max 125 Oc 
~hj-amb' ............... 0 0 0 ••• 0 •••• 0 0 • 0 •••• 0 • 0 0 •••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 0.33°C/mW 

caractéristiques [T j = 25 oC) 

- I CBO (- V CB = 20 V; lE = 0) .. 0 • 0 •••••••••••••••••••• 

- lCBO (- VCB = 20 V; lE = 0; Tj = 125 OC) ..... o ..... 00. 

- vCEsat (- IC = 10 mA; - lB = 0,5 mA) ... 0 •••• 0 •••• 0 0 .0 

- vCEsat (- lC = 100 mA; - lB = 5 mA) . .... 0 ••••••••• 0 0 •• 

- VCEK (- lC = 10 mA) (1) .... 0 •••• 0 ••••• 0 • 0 .0 ••• 0 ••• 

- VBEsat (- IC = 10 mA; - lB = 0,5 mA) .... 0 •• 0 •••••• 0 •• 

- vBEsat (- IC = 100 mA; - lB = 5 mA) . . 0 •••••••••••••••• 

- v BE (- v CE = 5 V; IC = 2 mA) (2) .. o .. 0 •••••••••• 0 •••• 

Cc (- VCB = 10 V; lE = le = 0; f = 1 MHz) ................ . 

fT (- V CE = 5 V; - lC = 10 mA) ......... 0 •••• 0 • • • •• •• 

h21e (- V CE = 5 V ; - lC = 2 mA ; f = 1 kHz) o ......... { :~: 

F (- VCE = 5 V; - lC = 200 p.A; Rs = 2 kil) à : 

f = 30 Hz à 15 kHz ............ 0 ••••••• 0 •• 0 •••• { typo 
max 

f = 1 kHz ; B = 200 Hz. 0 ••• 0 • 0 •••••••••• 0 ••••••••• j typo 
1 max 

h21E(-VCE=5V;-IC=2mA) .................. typo 

h21e (- VCE = 5 V ; - le = 2 mA; f = 1 kHz) .. 0 ••• 0 •• { min 
max 

(1) - lB = valeur pour laquelle - lC = Il mA à - V CE = 1 V. 

(2) - V EB diminue d'environ 2 mV pour une élévation de température de 1°C. 
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min 

600 

BC 157 

75 
260 

2 
10 

BC 157 

140 

75 
260 

typo 

75 

250 

250 

700 

850 

650 

4,5 

150 

Be 158 

75 
500 

2 
10 

BC 158A 
BC 159A 

180 

125 
260 

max 

100 

4 

300 

600 

750 

BC 159 

125 
500 

1,2 
4 

4 

BC 158B 

BC159B 

290 

240 
500 

nA 

p.A 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

pF 

MHz 

dB 
dB 

dB 
dB 



courbes caractéristiques 

300 

200 

100 

150 __ _ 

-le 
tmN .Z5"C 

50 

SCISBA Sc!59A 

SCIS1 

KT' ... , 

10 20 

70 -le (mA) 10 2 

I()(]O 

-VSEsat 
(mV) 

800 

200 

--Si ... BC 157-158-159-page 3/8 

70 

1,5 
50A 

5 30 A 

-le (mA) 70 2 
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102 

-IC 
(mA) 

'0' 

10-1 
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-VCE ,5V 

~ .25"C 

~ 
10 

,03 

) 

102 

la 

, 
10-

-50 

-1 

a 

•. Fi __ BC 157 -158-159-page 4/8 

min t max 

/. 

BC158B BCI59B 

V BCI57A BCI58~: BC159A 

BC157VI,BCI58VI 

Ir 

1 .- .2 10 10 

~ ~ 

-~~ ~ -VCE =SV: : -:: . t ... Tt--:-+T - ~r·- ±=50;,;J...,...;.." , i"!'"--

" '.1 
il, i li ! , , ' 

Valeurs typiques , 1 
' , 

10mAn 

" , i!'! 1 1 'I 
1 

1 1 1 : '1 ' 

, 

j 1 
" 1 

j: ' '! : 

ImA 
, 

, ' , 
1 i Il 

, , 1 

il: i 
1 

'!1>.4 H-

i 
l, 

1 Il i 
" ... , 100 ~ (OC) 150 



F 

(dB) 

2 

1-- ~ --
r---- ---

f--
--

1--

1---
f-

102 

) 

~ 

~ 

10 

ur' 
10-1 

./ 

~ 

-lC ,0,2mA 
-VCE'S V 

RS =2k{l 

~ Tj '25°C ~-~-- --
--

f--

typ_ ---

a .... 
10 

-Vœ-5V 
, ,IIdV 
~ ,25OC 

1 
!.bleurs typiques 

! 

BCI588. BCI59B ! i 
i'.. 1 BCIS8~,BCI59A 1 

1 

~~ 1 

BCIS7 

~ ........ 
~ 

~ i'-. 
r:::r--

f::: 

..... 
10 

-.Fi+BC 157-158-159-pag8 5/8 

Cc 
(pF 

'0 

5 

o 
o 

"-
~ 

~ 

1 

1 

~ i 
r"-

I 

~ ~ 

-BCI588·rCI59~ 

5 

-1(;E"5V 
' ,111Hz 

1 
~ ù$OC 

Valeurs typiques -
'1 

1 

1 

! 

" ~, 
8CISBA.8CI59A ~ t--,. ........ r-.,. 

10-' 

10-5 
10 

SCl57 

-

1 

~t--r---

- lC(mA} 

10 

~ 
1 ! 

'0 
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_ Iib/ ... r. typique. 

t---+--+--+-+-++-f-++----+-----~-_T:;-- -VCE ' 5 V ' , 

h2Iet-___ +-_-i---+_t_++-1__._ - -----. -~:-~t t:J~:c ~ if 
BC 158 B; 8CI598 

---j 

200 

, i 1 
• ! , , 1 i 1 

100 

1 

! , i ! 1 

1 
, ' 1 111 

1 ! 1 Ij 

10-1 -lclmA) 10 10-1 1 -IC 1mA ) 10 

-VCE -0,5 à 10V ~ 
=1=, , = 1kHz ' 

-t--1 8 = 200Hz • -t- , Tj = 25°C t1 
-r -~/.urs tniques ~ 

: ! !!I,: 1 Iii 

'-.-Hl 
+-+-+ 1-- r:;-1 p 

4-
-- :. h;i 

1-- t 
. !'i!, , 

---'--+, +I-,"",~, f--;-,-+'!oH-tffl"""--+""""Nt-H-~, , F=lOd8-+ 1 
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transistor au silicium 
planar épitaxial 

PNP BC 200 

l ransistur au silicium 1':\1' plan:u épitaxial. en boîtier plastique moulé subminiature, destiné à toutes les appli-
catiuns uù la faible dimenslun est le facteur d0tennillant prothèse auditive, horlogerie, télécommande embarquée, entre 
Jutre, lb sont livr:lblcs en truis catégurie,. sui\allt les applications ct repérables par un point de couleur: 

puur applications générales. Rouge ty pc 01 
J June - type 02 
\'er! - t:- pc 03 

faihle bruit. puur circuits d'entrée, 
il grand gaill : recommandé en étage de sortie, 

Le BC 200 est le cumplémcntaire du Be 1'+(1, 

caractéristiques prinCipales 

Type 01 

-- \'CBO ' max 20 

\'CEO ' max 20 

Il 21 E ( V CL = O.~ V: 

IL = 0.2 mA) { min 50 -
105 max 

F( V CE = ~ V: 

le = 0.2 mA) , {typ , 2 
max 

le ' max 50 

l'tut (Tamb :( 45 oC) , . ' max 50 

fT (-VCE =5V;-IC =2mA 

f = 100 MHz) ......... typ 90 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VCBO 

-- VCEO . 

V EBO · . 

02 03 

20 20 V 

20 20 V 

1\~ 16~ 

200 .+00 

1.5 2 dB 
4 dB 

50 50 mA 

50 50 mW 

90 90 MHz 

max 20 V 

max 20 V 

max 5 V 

Ptot (T amb :( 45 OC) .... , ...... , ...... . 

brochage (Dimensions en mm) 

Borti er SOT - 42 

0,1 min 
~ ... 

1=-~ 
Kli 

0"'1 0 r-[]sJ,=;°1 EmC 

.- - B --1_ . 1 

~~ :;8 ~!I._ 15ma~----I 

- Ic .",.".,."' .. ,, .. , .... , max 50 mA 

. .................. max 50 mW 

T stg . , ................ , ..... , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 65 à + 125 ° C 

Tj ,....................................................................... max 125 Oc 
Rthj-amb' .. , ............................................................... . 1,6°C/mW 
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caractéristiques [l j 25 oC) 

-Y8E (-Yec 
-V8E (-Y(E 

Oj Y: -le = 0,2 mA) 

1 Y: - le = 2 mA) . 

- Y(EK (lc = lmA: - lB valeur puur laquelle? - le = 2.2 mA ~I- YCE 

Cc { - y C 8 = 5 Y: 1 E = 1 c = 0 ; f -c- 1 MHz) 

le = :' mA) 

1 \') 

rouge 

h21E ( YCE = 0.5 Y: - le = 0.2 111\) .... 

F (-VeE = 5 V ; -le = 0,2 mA ; RS = 2 ka 
f = 30 Hz à 15 kHz) 

Paramètre petits signaux 

pour- YCE =0,5 Y;-Ie =0,2mA:f= 1 klll 

hIle 

h21e 

hne 

. {mill 
max 

.... typ. 

typ. 

typ. 

(yp. 

-·Fi--

:;0 
lU:' 

1:' 

7) 

13 

pUlle 

1\:' 
200 

1.) 

15 

140 

11\ 
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transistors au silicium 
planar épitaxial 

PNP 
~ 

BG 327 
BG 328 

Transistors PNP en boîtier plastique TO-92, principalement destinés aux étages de commande et de sortie des amplificateurs 
audio-fréquences de petite puissance. 

Les transistors complémentaires N PN sont les BC 337 et 338. 

Caractéristiques principales 
BC 327 BC328 

Tension collecteur-émetteur (VBE = 0) ........................... . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ....................... . 

Courant collecteur crête ....................................... . 

Puissance totale dissipée (à Tamb = 25 OC) ........................ . 

Température de jonction ...................................... . 

Fréquence de transition (à - IC = 10 mA ; - VCE = 5 V ; f = 35 MHz) ... . 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

Tensions 

-VCES 
-VCEO 

-ICM 

Ptot 
Tj 

fT 

Tension collecteur-émetteur (VBE = 0) ...................................... . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) (-IC = 10 mA). ...................... . 

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) .................................... . 

Courants 
Courant collecteur (continu) ............................................... . 
Courant collecteur crête .................................................. . 

Courant émetteur crête .................................................. . 

Courant base (continu) ................................................... . 

Courant base crête ...................................................... . 

Puissance dissipée 

Puissance totale dissipée: 
(àTamb=25°C) ..................................................... . 

(jusqu'à T amb = 25 CC) ................................................ . 

Températures 

Température de stockage ................................................. . 

max 50 

max 45 

max 

max 

max 

typ 

- VCES max 

-VCEO max 

-VEBO max 

-IC max 

-ICM max 

lEM max 

-lB max 

-IBM max 

Ptot max 

Ptot max 

Tstg 

30 V 

25 V 

1000 mA 
625 mW 
150 c,C 

100 MHz 

BC 327 BC 328 

50 30 V 
45 25 V 

5 5 V 

500 mA 
1000 mA 
1000 mA 

100 mA 
200 mA 

625 mW 

800 mW· 

de - 65 à -+ 150 c,C 

Température de jonction ................................................. . Tj max 150 cC 

Résistances thermiques 
De la jonction à l'ambiante 

à l'air libre ................................................. Rth j-amb 0,2 cC/mW 

( 1) ....................................................... Rth j-amb 0,156 cC/mW 

(1) Transistor monté sur circuit imprimé: longueur maximale des connexions" 4 mm ; surface minimale du.collecteur rapporté: 1 cm1 . 
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Brochage ".Fa. BC 327/328 - Page 2A 

Boîtier TO-92 

(Dimensions en mm) 

Accessoire: 

56356: clip refroidisseur 
1 
__ 1..2 -

max 
..... 1.6 4-

1..8 2.51. 
max • 

1 

0.65 
max , 

1-- 5.2max -1 .... ·>----- 12.7min ----, 

l
EI ·0.48 opJ I=::c+= • =====:J; t max 

2.5max __ 1 1_ 
non contrôlé 

Caractéristiques (Ti = L5 GC sauf indication contraire) 

Courant résiduel collecteur-base 

lE = 0; - VCB = 20 V; Ti = 25°C .................................... . 

lE = 0; - VCB = 20 V; Ti = 150 GC ................................... . 

Courant résiduel émetteur-base 

IC = 0 ; - VEB = 5 V ............................................... . 

Tension base-émetteur~ 

-IC = 500 mA; - V CE= 1 V ........................................ . 

Tension de saturation collecteur-émetteur 

- 1 C = 500 mA ; - 1 B = 50 mA ....................................... . 

Gain en courant continu 

- IC = 500 mA ; - VCE = 1 V ....................................... . 

-IC=100mA;-VCE=lV:BC327;BC328 ......................... . 

-ICBO 

-ICBO 

-IEBO 

- VCEsat 

max 

max 

max 

max 

max 

BC 327-16 ............................. l hFE 
BC328-16 ....................... ·······/ 

min 
min 
max 

min 
max 
min 
max 

BC 327-25 
BC 328-25 :::::::::::::::::::::::::::::: ) 

Fréquence de transition à f = 35 MHz 

-IC=10mA;-VCE=5V ......................................... . 

Capacité collecteur à f = 1 MHz 

IE=le =0;-VCB=10V .......................................... . 

Rapport des gains en courant des transistors appariés 

BC 327/BC 337 et BC 328/BC 338 : 
Ilc 1 = 100 mA; [VCE 1 = 1 V ........................................ . 

(2) VBE décroît d'environ 2 mVI' C quand la température s·élève. 

Courbes caractéristiques 
f-. ++ 

200 typ 

100 

10' -le lmA) 10' 

fT 
IMHz , 

300 

200 

100 

o 
1 

-~ 

typ 

typ 

h FE /hFE2 typ 
max 

./ 
typ 

./ 

1 

1 
10 

........... 

10' 

100 

5 

10 

1,2 

700 

40 
100 
600 

100 
250 

160 
400 

100 

8 

1,25 

1.40 

nA 

p.A 

p.A 

V 

mV 

MHz 

pF 

-vcE =5V 
lhJSMHz 
1 TJ'2S'C 

,...,.. 

-le lm"" 10' 



lO() 

l'tot max 

(%) 

75 

50 

25 

o 

-le 
(mA) 

10 

5 

o 

\ 
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\ 
l\ 

-t -- --- r---
~-l-

I-- 1\ 
\ 
l\ 
1 

+-
\ 

t- 1\. 

l\ 
1 1\ 

'\ 
\ 

\ 
o 50 100 150 

T amb (OC) 

-+ ' 1 +++-t 1 1 
1 -TtLLL _+ 

+- -VCE~5V\.L) t--8T . = 25 oC t-- r::o 
1- J' r--> 

1 
1- ~,-r-.- -,-.-t- , 
1- - .5 0. >< 

E ;>, cil 
~ E 

, 
1 

~+II 

~B-r f-f---

--
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--f- -~--
f-r -i-+ i 

-t-i- -t-
'-f-i 

1 

1 
, 
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2 

-VCEsat 
(V) 

1,5 

0,5 

o 
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1 111\ 

lC /lB = lOf-
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li 
j 

lIT~~ 
!/' 

trt'yp ~ 
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nT 
10 102 -lC (mA) 
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transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN 
~ 

BC 337 
BC 338 

Transistors NPN en boîtier plastique TO-92, principalement destinés aux étages de commande et de sortie des amplificateurs 
audio-fréquences de petite puissance. 

Les transistors complémentaires PNP sont les BC 327 et 328. 

Caractéristiques principales 

Tension collecteur-émetteur (VBE - 0) ................................ . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ............................. . 

Courant collecteur crête ............................................ . 

Puissance totale dissipée (à T amb = 25 CC) ............................. . 

Température de jonction ........................................... . 

Fréquence de transition (à IC:::: 10 mA: VCE:::: 5 V: f:::: 35 MHz) ............ . 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absoiues) 

VCES 

VCEO 

ICM 

Ptot 

Tj 

fT 

max 

max 

max 

max 

max 

typ 

BC 337 BC 338 

50 30 V 
45 25 V 

1000 mA 

625 mW 

150 cC 

200 MHz 

BC 337 BC 338 
Tensions 
Tension collecteur-émetteur (VBE '- 0) ...................................... . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) (lC =. 10 mA) ........................ . 

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) .................................... . 

Courants 
Courant collecteur (continu) ............................................... . 

Courant collecteur crête .................................................. . 

Courant émetteur crête ....................... . ......................... . 

Courant base (continu) ................................................... . 

Courant base crête ...................................................... . 

Puissance dissipée 

Puissance totale dissipée: 
(à T amb:::: 25 OC) ..................................................... . 

(jusqu'à T amb:::: 25 OC) ................................................ . 

Températures 

Température de stockage ................................................. . 

Température de jonction 

Résistances thermiques 
De la jonction à l'ambiante 

à l'air libre ................................................ . 
(1) ...................................................... . 

VCES max 

VCEO max 

VEBO max 

IC max 

ICM max 

-lEM max 

lB max 

IBM max 

Ptot max 

Ptot max 

Tstg 
T' J max 

Rth j-amb 

Rth j-amb 

50 

45 

5 

500 

1 000 

1 000 

100 

200 

625 

800 

de - 65 à + 
150 

0,2 

0,156 

30 V 

25 V 

5 V 

mA 

mA 

mA 

mA 

mA 

mW 

mW' 

150 cC 
cC 

°C/mW 

°C/mW 

(1) Transistor mOr1té sur circuit imprimé: longueur maximale des connexions ~ 4 mm ; surface minimale du collecteur rapporté: 1 cm". 
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Boîtier TO-92 

(Dimensions en mm) 

Acces soi re : 

56356 : 

0.65 
max , 

1-- 5.2max --·t""14O----- 12.7min ----·1 

1 0 ~I ~4~:: 
2 5 mdX --..1 !4-

non COll trôlé 

Caractéristiques (Tj = 25 GC sauf indication contraire) 

Courant résiduel collectp.ur-base 

IE=0;VCB=20V;Tj= 25°C ......................................... . 

IE=O; VCB=20V;Tj= 150 G C ........................................ . 

Courant résiduel émetteur-base 

IC = 0; VEB = 5 V .................................................... . 

Tension base-émetteur~ 

IC = 500 mA; V CE= 1 V .............................................. 

Tension de saturation collecteur-émetteur 

IC = 500 mA; lB = 50 mA 

Gain en courant continu 

IC = 500 mA; VCE = 1 V .................................................... . 

Ic=100mA;VCE=lV: BC337;BC338 ............................... . 

BC 337-16 

BC 338-16 
BC 337-25 

BC 338-25 

Fréquence de transition à f = 35 MHz 

Ic=10mA; VCE=5V 

Capacité collecteur à f = 1 MHz 

IE=l e =0;VCB=10V ............................................... . 

Rapport des gains en courant des transistors appariés 

BC 337/BC 327 et BC 338/BC 328; 

ICBO 

ICBO 

IEBO 

VSE 

VCEsat 

max 

max 

max 

max 

max 

min 

min 
max 

min 
max 

min 
max 

typ 

typ 

Ilc/=100mA; IVcEI =lV .......................................... hFE/hFE~ typ 

max 
(2) VBE décroît d'environ 2 mV/ C quand la température s·éléve. 

Courbes caractéristiques 

~ -i ~ 
150 f---+--l-+t+++++--+-t-+++++t+---+'\:t-t--t-t-tfti i 11 ~~.--- -~r= - -\~t--

. iL ---- .- r---- --f---l'I\d-;r-t+t1 
lQO l---!--'--+-++++H--+-++++-++++---t--t-+"tIl+tti 

t- 1 ·11 \-- --t-
~t . T --- -- - -t-H1*--t-t-i-t-t+tti 

~--- . --î t l' ft ==-~ =--+-H-t+t~-----+----i-=-t~~=!!.o 
50 d--=-+- -j I+---t-[-::-_-::::r= l t----t--+--+-~++1-+--- --+-I-++++H 

r----+--+-+-f-++++J 

100 

5 

10 

1,2 

700 

40 
100 
600 

100 
250 

160 
400 

200 

5 

1,25 

1,40 

nA 

flA 

flA 

V 

mV 

MHz 

pF 

r l ± ± +l±t----+-+-H 
--·-+~~~~JrH+--~~4-++++H 

O~, -~-LJ-LLL~IO-LJ-L-LL~~IO~2-~I-cf(m~A~J~~~,0' 



, 
1 --

100 r+ 1 1 , 
1 

Ptot max \. 1 

(%) \ 
1\ 

1 
75 

l" 1\ 1 

50 
'I~ 

\ 
\ , 

-
\. 

1 ~ 
25 , 

! t\. 

o 1 ~ 
o 50 

15 ~~~l~II-~I~i~~ll~rTn-,,~,~ 
1 1 1 1 1 1 

f-t- V CE = 5 V f-I 1t-Hr+iH-~-t--t-1-1 
le H- T. = 25 0e f- ffiH-IH-lf-t--r-+-+-+-

(mA) f-t- J f->- tt-ill-HH-t-+-+-i--l 

~.~r+~r+~t-.S ~ ~ ~1-r-+-Ir-1 
H-+-+-+-+-I-t--hf- S'>. (Tj 

~ S~t-r--t---1 
10 ~-+-r+~r+~f-+-H-1 l-+t---!f-i-t-+--i--t-l 

o L....J.-I-.......... -4-I......I.......L....Il/~.A~t'[....I.....J-J--I.....J-J~ 

o 0,5 VBE (V) 1 

2 

VeEsat 
(V) 

1,5 

1 

0,5 

o 

600 

le 

(mA) 

400 

200 

~ 

1 

o 
0,25 

_., •• BC 337/338 - Page 3/4 

1 1111 

le /lB= 10 
Tj=25 0e 

IJ 

max / 
III ",,' 
Hr 

-~ 
", .. i-' typ_ 1-0-'10-' 

m 
10 102 le (mA) 

..J. tUlIIII~ 1 ~eE = 1 V 
50 f-I T·=2 e f-

J J 
-lI 
il il 

Il 
>z.l 
!Xl 

>- '/ 
.S 

t-f2; E /d.IJ r ..... 
r+-12! . 

/ 
1 

1 
i 

-
1 1/ 

'L 
il IL 

1 If 
'fIL 
~v 1 

1 

0,75 VBE (V) 1,25 
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0.05-

t=: t::: 

0.02 r-- .- t--
t--

t--

r-

1 
10-3 

g'11 
10 

-=Fi--
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICROÉLECTRONIQUE 1 TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATÉRIAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC 

CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN' 7.540 PARIS CEDEX Il • TtLtPHONE , (1) 355.44.88 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES CAEN - DREUX - ÉVREUX - JOUÉ-LES-TOURS· SURESNES - TOUfIS 
S.A. AU CAPITAL DE 300_000_000 DE F - R.e_ PARIS B 672 042 470 

6: ~ 
T 



note d'applications 
amplificateurs audiofréquences 

de petite puissance 
Be 327 / Be 337 
Be 328 / Be 338 

RNA 117 

applications des paires complémentaires 

Les notes d'applications sont destinées à donner des exemples pratiques de réalisations utilisant les semi
conducteurs uR. T.C. u. Elles comprennent des schémas avec valeurs des éléments (1) et des explications 
succinctes mais suffisantes pour la bonne compréhension des circuits et la réalisation des montages. Les 
notes d'applications ont un caractère essentiellement pratique et ne comportent presque pas d'exposés 
théoriques. 

Elles ont pour but d'aider les techniciens à résoudre leurs problèmes, en les faisant bénéficier de l'expé
rience de nos laboratoires de développement et d'applications. 

(11 Certains composants sont à titre indicatif définis par des numéros de code; ce qui n'entraÎne pas forcément la possibilité de fourniture 
des éléments considérés 

Sommaire 
Les transistors en boîtier plastique TO-92. BC 327. 328, 

337. 338 associés en paires complémentaires permettent 
de réaliser des amplificateurs audiofréquences, classe B, de 
1 W. 1,6 W et 2,5 W à 10 % de distorsion sous les tensions 
d'alimenta tion respectives de 9 V, 25 V et 31 V. 

La première application est particulièrement indiquée 
pour la réalisation des rècepteurs radio portables. 

Caractéristiques 
des transistors 

Les caractéristiques principales des transistors se trouvent 
dans le tableau ci-dessous: 

BC327 BC337 BC328 BC338 
-- -- -- --
PNP NPN PNP NPN 

VCES ........... max 50V 30V 

VCEO·········· . max 45 V 25 V 

ICM ........... max 1 000 mA 

Ptot (sans radiateur; 

Tamb=25 C C) 625 mW 

Ptot (avec radiateur) (1) 800mW 

Tj max ........... 150 GC 

hFE (lC = 500 m.A) > 40 

Rthj-a ............ 0,20 cC/mW 

(11 Le radiateur est composé du clip de refroidissement na 
56.263 sur une plaque d'aluminium de 12,5 c'm'-

Les caractéristiques (11 sont aussi o'Jtenues en utilisant sur le 
circuit imprimé une surface cuivre collecteur de 10 x 10 mm et en 
donnant au transistor une longueur de connexion maximale de 
4mm. 

Boîtier TO-92 Dimensions en mm 

Accessoire: 56356 clip refroidisseur 

Description des amplificateurs 
Le courant de repos dans chacun des amplificateurs est 

d'environ 1 mA. Il est obtenu en réglant .le pont de résis
tances aux bornes du stabistor BZX 75/C 1 V 4. 

Les courants fournis aux étages de commande des ampli
ficateurs 1 W. 1,6 W et 2,5 W sont respectivement de 
12 mA, 7 mA et 8 mA. 

Le courant fourni aux étages d'entrée est d'environ 
200 fJ-A. 

Dans le but d'obtenir 1 W modulé sous VB = 9 V et de 

limiter le courant de crête max:mal à 500 mA, la charge 
utilisée est de 8 n. 

Les transistors de sortie des amplificateurs de 1,6 W et 
2,5 W ont une résistance d'émetteur de 3,3 n. Cette résis
tance, conjointement avec le stabistor BZX 75/C 1 V 4, 
assure une bonne stabilité thermique. 

Mesures et dispersions 
Les amplificateurs ont été essayés avec des transistors 

aux caractéristiques minimales. nominales et maximales. 

Les mesures relevées correspondantes se trouvent dans 
les tableaux ci-après. 
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AMPLIFICATEUR 1 W 

Vin (avec Po = 50 mW) ..... 

Vin (avec Po = 1 W) . . . . . . . 
Icq (courant de repos 

collecteur) ............ 

Po max (d = 10 %) ......... 

Rin ....................... 
S/B (rapport signalhruit 

à Po = 50 W) ........ 
Contre-r€action ........... 

R, 150 kU C, 
Rt 270 kU Ct 
R.1 18 U C, 
R, 15 kil C, 
R, 1,5 kil C, 

min 

9 

43 

-

930 
-

-

-

nom max 

9 8,5 

43 43 

1 -

980 1 060 

100 

62 

20 

Tr4 
BC338 

Tr3 
BC 328 

Rg 

-

-

-

300n RL 

mV 

mV 

mA 
mW 

kil 

dB 

dB 

8n 

150 nF 
10 flF-l0V 

100 i~F-16V 
100 nF 

1,2 nF 

R" 2,7 kil Cf, 1000 :~F-16V 

R7 560 U Tr BC 148 ou BC 548 ou BC 408 
RH 62 U Tr" BC 157 ou BC 557 ou BC417 
RQ 300 il Tr,lTr, BC 328/338 
RL 8 il BZX 75;C1V4 

Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques nomi
nales de l'amplificateur de 1 W lorsque la tension de batte
rie est descendue à 5,4 V (0,9 V au lieu de 1,5 V par élé
ment) : 
Vin (avec Po = 50 mW). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 mV 

Vin (avec Po= 315 mW) ................. 25 mV 

Icq (courant de repos collecteur) ........... . 0,8 mA 

Po max (d = 10 %) ..................... . 315 mW 

Rin· ................................. . 100 kU 
S/B (rapport signal/bruit à Po = 50 W) ...... . 66.5 dB 
':ontre-réaction ........................... . 17,5 dB 
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AMPLIFICATEUR 1,6 W min nom max 

Vin (avec Po = 50 mW) ..... 7,4 7,3 7,3 mV 
Vin (avec Po = 1,6 W) ...... 42 42 41,5 mV 
Icq (courant de repos 

collecteur) ............ 1 1,2 1,75 mA 
P a max (d = 10 %) ........ 1,65 1,65 1,65 W 
Rin· .................... - 215 - kil 
Contre-réaction .......... - 21 - dB 

+ 25V 

R, 33 U RL 50 D 
Rt 560 kU C, 150 nF 

R" 390 kU Ct 10 flF - 40 V 
R, 39 kU C, 100 i~F-16V 
R, 7,5 kU C, 1,2 nF 

R" 2,7 kil C, 49 nF 
R7 110 il C" 100 flF-40V 
RH 820 il Tr BC 148 ou BC 548 ou BC 408 
Rq 3,3 U Trt BC 158 ou BC 558 ou BC418 
R,o 3,3 U Tr,lTr, BC 328/338 

R" 1 ,8 kU BZX 75/C1V4 



AMPLIFICATEUR 2.5 W 
min ,om max 

Vin (avec Po = 50 mW) ..... 7,2 7 6,9 mV 

Vin (avec Po = 2,5 W) ...... 46 46 45 mV 

Icq (courant de repos 

collecteur) ............ 1 1,2 1,75 mA 

Po max (d = 10%) ........ 2,5 2,5 2,5 W 

Rin ....................... - 210 - kn 
Contre-réaction ............ - 24 - dB 

R, 33 il RL 50 n 
R2 600 k!l C, 150 nF 
R:l 430 kil C2 10 flF - 40 V 
R, 44 k!l Cl 100 flF - 16 V 
R, 7,5 kn C, 1,2 nF 
Rh 2,7 kil C" 49 nF 
R7 100 n Cn 100 flF - 40 V 
RH 820 n Tr, BC 148 ou BC 548 ou BC 408 
Rq 3,3 n Tr., BC 158 ou BC 558 ou BC 418 
R,o 3,3 n Tr:/Tr, BC 327/337 

R" 1 ,6 kn BZX 75/C1V4 

Courbes caractéristiques 

Rl 
33n 

0 

.=F'-- RNA 117 - Page 3/4 

RlO 
3,3n 

VS=+31V 

Cs 
100jJFI 
40V 

Les courbes de distorsion en fonction de la fréquence ainsi que les courbes de réponse ont été établies pour les caractéris
tiques nominales des transistors. 

. . 
4 

Courbes de dislorslcn 

. ,t d .. l'a[!1lllifu;Ql .. ur lW (à f=1 kHz) 

, 

o 
o 50 100 200 3lOI,()()SOO600700 800900 100011001200 13OO14QCI 

10 ~ .c'-t=::. 
9' . =t 

.. -=--'- .•. 
1-. 

!--

.---=f--.=-

.---+ -

~--t .. f==. -o 
10 5 

10 

("10) 9 

t 8 

7 

6 
---t-~~!= ... 

5 r:. .. ~-::":"~t=-. 4 4- ! . 
r=-=-' ... -t=!= C.,"± 

41--- -t- ,...".-
-1-' 

3=-t===-. 
2 

1.6W,,12,5W 

1,6W 5W 

11- ._::.. . 

o 
10-2 2 3 45678910-1 2 3 456789100 2 3 4 5 ~ 

Po 5 

t : 

1 r- Ampli 1.6W 
r- (OdB=I,5W) 

o 
t:::: r-t· 

1 

= 
-2 

r---

Cou .... ~ .. s a .. repons .. 

=k=330pF 
Ampl, 2,5W (0 dB =2.5W~~lc4= \2 r,F 

-3 
~:::.':t=t:'=c6 = 100 IJF \ Amplifical.-ur lW: 

+ 1-' -~C6=l()()()IJF.r (OdB=0,5W) 

_-+_ + =f:::H:::t±#:. .-t 
. ----r-"+ h· 

-4 

-5 
lO' 2 5 5 1Q4 2 51(Hz) 
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transistor silicium 
pl anar épitaxial 

NPN BC368 

Transistor NPN en boîtier plastique TO-92 principalement destiné aux étages de 
sortie AF basse tension 3W classe B. 

Le transistor complbmentaire PNP est le BC 369. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-émetteur (VBE = O) ••••••••••••••••••••• VCES 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) •••••••••••••••• VCEO 

Courant collecteur crête .••••••••••••••••••••••••••••••••• I CM 

Puissance totale dissipée jusqu'à Tamb = 25°C ••••••••••••• Ptot 

Température de jonction ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tj 

Fréquence de transition (à IC = 10 mAl VCE = 5Vlf=35 MHz) fT 

Gain en courant continu (IC =500 mAl VCE = 1V) •••••••••••• hFE 

BROCHAGE 

max 

max 

max 

max 

max 

typ 

> 
< 

25 V 

20 V 

2 A 

1 W (1 ) 

150 Oc 

65 MHz 

85 
375 

Boîtier TO-92 (vari...Jlllo) Dimensions en mm 

Accessoire : 

56356 : clip refroidisseur 

RESISTAfJCES THERf'lIQUES 

l
' S.2ma. _. br-· -:::-! -12.7_ ---''IJ o.". 

? F1 i : t mOI 

J 1_ sur 2,5 max 
(') non contrôlé 

Jonction-air ambiant 

Jonction-air ambiant 

Jonction-boîtier •••••••••.•••• 

Rthej - a ) 

Rthej - a ) 

Rthej - c ) 

156 °C/W 

125 °C/W(1) 

60 °C/W 

(1) Transistor monté sur circuit imprimé:longueur maximale des connexions=4 mmJ 
surface minimale du collecteur rapporté: 1 cm2 • 
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--Fi __ Be 368, PAGE 2/4 
VALEURS A NE PAS DEPASSER 
(Limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions 
Tension collecteur-émetteur (VBE = 0) •.............•... VCES 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .......•..... VCEo 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) •............. VEBO 

Courants 
Courant collecteur (continu) ......•..•......•...•.•.... IC 
Courant collecteur crête ..............•....•....•.....• ICM 
Courant base (continu) .......•........•••..••.........• lB 
Courant base crête .••.•..•••••.••• l' •••••••••••••••••• 1 IBM 

Puissance totale 
Puissance totale dissipée àT b=25°C ............... . am 
Puissance totale dissipée J'usqu'à T b = 25°C ..•.••.... P 

am tot 

Températures 
Température de stockage ...•..•.........•........••..... 

Température de jonction .•......•.....................•. 

T stg 
T. 

J 

CARACTERISTIQUES (T. = 25°C sauf indication contraire) 
J 

Courant résiduel collecteur-base 
0; VCB 

0; VC8 

25V. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • . . • • • • • • . I C80 

25V; T. = 150°C......................... I CBo J 

Courant résiduel émetteur-base 
Ie = 0; V EB = 5V •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I EBO 

Tension base-émetteur 
5 mAi VCE = 10V ••••••••••••••••••••••••••••••••• VSE 

1 V •••••• 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• V BE 

Tension de saturation 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

de -65 

max 

< 

<. 

< 

typ 

25 V 

20 V 

5 V 

1 A 

2 A 

100 mA 

200 mA 

0,8 W 

1 W ( 1 ) 

10 uA 

1 mA 

10 uA 

0,6 V 

1,0 V 

1 = 1A· C ' lB = 1 0 0 mA •••• 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • V CE sat < 0,5 V 

Gain en courant continu 
5 mA; V C E = 10V .•.......•....................•.. hF E 

500 mA; VCE = 1V ...•....................•........ hFE 

1 V •••••••••••••••••••••••••••••••••••• hFE 

> 50 

> 85 

< 375 

> 60 

(1) Transistor monté sur circuit imprimé:longueur maximale des connexions=4 mm; 
surface minimale du collecteur rapporté: 1 cm2 . 
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-.Fi __ Be 368, PAGE 3/4 

Fréquence de transition à f " 35 MHz 

l "10 mA, V "5V 
C ' CE .................................. fT typ 65 MHz 

Rapport des gains en courant des transistors appariés BC 368/BC 369 

11cI "500 mAl IVcEI "1V •••••••.••••••••.••.••••• hFE1 / hFE2 < 1,4 
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transistor silicium 
pl anar épitaxial 

PNP BC 369 

Transistor PNP en boîtier plastique TO-92, principalement destiné aux étages de 
sortie AF basse tension 3W classe B. 

Le transistor complémentaire NPN est le BC 368. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-émetteur (VBE = 0) ••••••••••••••• ~VCES 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) •••••••••• -VCEO 

Courant collecteur crête •••••••••••••••••••••••••••• -lCM 

Puissance totale dissipée jusqu'à Tamb = 25°C ••.•••• Ptot 

Température de jonction •••••••.••••••••••••••••••••• Tj 

Fréquence de transition (à -lC = 10 mA;-VCE 
f = 35 MHz J 

Gain en courant continu (-lC 500 mA; -VCE 

5V; 

1V) 

max 

max 

mélX 

max 

max 

typ 

> 

25 V 

20 V 

2 A 

1 Wl1) 
150 Oc 

65 MHz 

85 

< 375 

BROCHAGE 
Boîtier TO-92 (variante) 

Accessoire : 

56356 : clip refroidisseur 

RESISTAnCES TliERrlIQUES 

Dimensions en mm 

I
r 5.2 •. ,. -br--

i
. - 12.7_ --.. , ~ o. ... 

o ~! :t max 

.-1 1_ sur 2.5 max 
o non contrôlé 

Jonction-air ambiant. ••••••••• Rth(j-a) =156 

Jonction-air ambiant ••••••••.• Rth (j -a) =125 

Jonction-boîtier •••••••••••••• Rth(j-c) = 60 

(1) Transistor monté sur circuit imprimé: longueur maximale des connexions=4 mm; 
surface minimale du collecteur rapporté: 1 cm2 • 
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-.Fi__ Be 369, PAGE 2/4 
VALEURS A NE PAS DEPASSER 
(limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions 
Tension collecteur-émetteur (VBE = 0) ..•••••••.....•• -VCES 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) •.••••••••. -vCEO 

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ••••••••.•.• -VEBO 

Courants 
Courant collecteur (continu) ••••••••••••••.•••••••••• -1 C 
Ccurant collecteur crête ••••••••••••••••.•••••••••••• - 1CM 
Courant base (continu) •••••••••••••••••••••••••.••••. -1B 
Courant base crête ••••••••••••.•••••.••..••.•••.••••• - 1BM 

Puissance totale 
Puissance totale dissipée à T = 25°C ••••••.•••••••• amb 
Puissance totale dissipée jusqu'à Tamb = 25°C .•••••• Ptot 

Températures 
Température de stockage •••••••••••.•••••••••••••••••• Tstg 

Température de jonction •••••••••••••••••••••••••••••• Tj 

CARACTERISTIQUES (Tj = 25°C sauf indication contraire) 

Courant résiduel collecteur-base 
25V ••••••••••••••••••••••••••••••••• -ICBO 

25Vl Tj = 150°C ••••••••••••••••••••• -1CBO 

Courant résiduel émetteur-base 
Ie = OJ -VEB = 5V •••••••••••••••••••••••••••••••••• -IEBO 

Tension base-émetteur 
-1 

C 5 mAl -VCE 10V • ••••• 1 •••••••••••••••••••••• -VBE 
-1 

C 1 Al -VCE 1V · ............................ -VBE 

Tension de saturation 

= = 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

25 V 

20 V 

5 V 

~ A 

2 A 

100 mA 

200 mA 

0,8 W 

1 W (1) 

de -65 à + 150 Oc 

max 150 Oc 

< 

< 

< 

10 IJA 

1 mA 

10 IJA 

typ 0,6 V 

< 1,0 V 

-1 
C 1Al -1 

B 100 mA · ............................ -VCE sat < 0,5 V 

Gain en courant continu 
-1 5 mAl -VCE = 10V · ............................ hFE > 50 C 
-1 500 mAl -VCE = 1V ••••••••••••••••••••••••••••• hFE > 85 C 

< 375 

-1 
C 1Al -VCE 1V ................................ hFE > 60 

(1) Transistor monté sur circuit imprimé: longueur maximale des connexicns:4 mml 
surface minimale du collecteur rapporté: 1 cm2 • 
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--Fi-- Be 359, PAGE 3/4 
Fréquence de transition à f 35 MHz 

-1 = 10 mA' -V = 5V C ' CE typ 65 MHz 

Rapport des gains en courant des transistors appariés BC 368/BC 369 

< 1,4 
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transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN BG 546 à 548 

Les BC 546 à 548 sont des transistors NPN en boîtier plastique TO-92 à usage général. Ils sont particulièrement recom
mandés pour les étages de commande des amplificateurs audiofréquences. 

Caractéristiques principales 

Tension collecteur-émetteur (VBE = 0) ................................ 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .............................. 
Courant collecteur crête. ........ 

Puissance totale dissipée (à T amb = 25 OC). 

Température de jonction ........ 

Gain en courant alternatif (IC = 2 mA: VCE = 5 V : f = 1 kHz) 

Fréquence de transition (lC = 10 mA: VCE = 5 V: f = 35 MHz) .. 

Facteur de bruit (RS = 2 k U: IC = 200 i-' A: VCE = 5 V : f = 1 kHz: B = 200 Hz) .. 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

VCES max 

VCEO max 

ICM max 

Ptot max 

Tj max 

hfe min 

max 

fT typ 

F typ 

BC 546 BC 547 BC 548 

80 50 30 V 

65 45 30 V 

200 200 200 mA 

500 500 500 mW 

150 150 150 oC 

125 125 125 

500 900 900 
300 300 300 MHz 

2 2 2 dB 

BC 546 BC 547 BC 548 
Tensions 
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) 

Tension collecteur-émetteur (VBE = 0) . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) 

Courants 
Courant collecteur (continu) 

Courant collecteur crête 
Courant émetteur crête 

VCBO max 80 

VCES max 80 

VCEO max 65 

VEBO max 6 

IC max 

ICM max 

-lEM max 
Courant base crête ................................................. . IBM max 

Puissance dissipée 
Puissance totale dissipée jusqu'à T amb = 25°C 

Températures 
Température de stockage 

Température de jonction .. 

Résistances thermiques 
A l'air libre, de la jonction à l'ambiante 

De la jonction au boîtier 

Brochage 
Boîtier TO-92 

1-- :;:x--I 

-Œi'6-t- 1 t 1" ~. b 1 

48 254 - ~ - . . 0 65 
mOIl .. mox 1 ~, , 

- --- . -- i Il 

DF=g~=====: ;~~; 

rl-=5~.2:mQ~'=-1t='-I~·~::~-i~-~-~,,~,m~,n~~~~11 0.48 

f--.=..0---+==Fk:i:==::. =: t mo, 
1 1 

_1 1_ sur 2,5 max 
o non contrôlé 

Ptot 

Tstg 
T J 

Rth j-a 

Rth j-c 

(Dimensions en mm) 

Accessoire: 

max 

max 

56356: cliprefroidisseur 

50 

50 

45 

6 

100 

200 

200 

200 

500 

- 65 à + 150 

+ 150 

0,25 

0,15 

30 

30 

30 

5 

V 

V 

V 

V 

J 

mA 

mA 

mA 

mA 

mW 

°C/mW 

°C/mW 
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Caractéristiques (Tj = 25° C sauf indication contraire) 

4.Fi+ BC 546 à 548 - Page 2/4 

Courant résiduel collecteur-base 
IE=0;VCB=30V. 

lE = 0; VCB = 30 V; Tj = 150 oC 

Tension base-émetteur ( 1 ) 

IC= 2mA;VCE=5V 

1 C = 1 0 mA ; V CE = 5 V . 

Tensions de saturation collecteur-émetteur et base-émetteur (2) 

IC= 10mA;IB=0,5mA 

IC = 100 mA; lB = 5 mA 

Tension de coude collecteur-émetteur 

IC = 10 mA; lB = valeur pour laquelle IC = 11 mfl à VCE = 1 V .. 

Capacité collecteur à f = 1 MHz 

IE=le=O;VCB= 10V 

Capacité émetteur à f = 1 MHz 

TC 

(mA) 

11 
10 -

lB 

ICBO max 

ICBO max 

{ min 
VBE typ 

max 

VBE max 

VCE sat CYP 
max 

VBE sat typ 

VCE sat { typ 
max 

VBEsat typ 

VCEK 
{ typ 

max 

VCE(V) 

{ typ 
max 

IC = le = 0 ; VEB = 0,5 V ...................................... Ce typ 

Fréquence de transition à f = 35 MHz 
IC ~ 10 mA; VCE = 5 V .. 

Gain en courant alternatif à f = 1 kHz 

IC = 2 mA; VCE = 5 V .. 

Facteur de bruit pour RS = 2 k u; IC = 200 ,uA; VCE = 5 V 

f = 1 kHz; B = 200 Hz .. 

Gain en courant continu 
IC= 10"A;VCE=5V 

IC = 2 mA; VCE = 5 V .. 

Paramètres h (émetteur commun) à f = 1 kHz; IC = 2 mA; VCE = 5 V 

impédance d·entrée. 

rapport de transfert inverse en tension 

gain en courant alternatif 

admittance de sortie .. 

(1) VSE décroît de 2 mV/oC environ quand la température augmente. 

(2) VSE sat décroît de 1,7 mV/oC environ lorsque la température augmente. 
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typ 

hfe { min 
max 

F { typ 
max 

typ 

{ min 
typ 

max 

{ min 
typ 

max 
typ 

{ min 
typ 

max 
hfe 

hoe 
{ typ 

max 

BC 546 

125 

500 

2 
10 

BC 546 A 
BC 547 A 
BC 548 A 

90 

110 
180 

220 

1,6 
2,7 

4,5 
1,5 

125 
220 

260 
18 

30 

15 nA 

5 :" A 

580 mV 
660 mV 
700 mV 
770 mV 

90 mV 
250 mV 

700 mV 

200 mV 
600 mV 

900 mV 

300 mV 

600 mV 

2,5 pF 

4,5 pF 

9 pF 

300 MHz 

BC 547 BC 548 

125 125 

900 900 

2 2 dB 
10 10 dB 

BC 546 B 
BC 547 B BC 547 C 
BC 548 B BC 548 C 

150 270 

200 420 
290 520 

450 800 

3,2 6 k (l 

4,5 8.1 kO 
8,5 15 kli 
2 3 10 1 

240 450 
330 600 

500 900 
30 60 :"A/V 
60 110 :..tA/V 



Courbes caractéristiques 
SUO .---------,--TTrrn-----,----,--r-rnTTT----r-,-,---,rTTTTT---r----r-=c-:-::-70 

VCF~i\ rtt,H t ---+ L i 
[) c 20 oc 'Hm'- --+--+++I-+ t tt+--+--+--f-t++Ht---+---1 

hFE 1-- TT r lt - --l, -+~-ttt--+--+-+-H-t+tt--t--t-""m 
-Ir t-j t, -- -t-+++t++tI~-+-f--+-t+++It-----t 

.1 's f-----+--l-++++++~---+--+_+t-H+tt--+-+-+-m-t+t-_t_--t--H_r+:i 

- r j- r Tif -=--=-1--- =î tt-tt-tt----t--t--t 

~-+, 1 1 

BC546A 
BC547 A 
BC548A 

l 
1 

H 
:' li 
1 

, 
, 

-
I---+++++li~--FH-H+++f--+-+-H-++tt+-·_+-+~~ 

f---I-- typ-
1----t=- 1-- - ...d'"" t-- . 

25
0
0 1:-~lt=i~I!IIIIt--ilmtlnil~~c-]r::~ili ~I--

10-2 10 JC (mA) 10 2 

2,0 _'""' 1 .. -- - ---- t ' --- +~tt t~ 
--f-- + t - -- t---I- tf--r ~ 

() 1--1-----I----+-I-++f1j-l- 1 ~-=t_f-----+-++HI, =tilil t ti 
1 (j-2 

400 

fT 
(MHz J 

200 

1----
1----

--o 
101 

1 
1 1 

VCE = SV 
TJ = 25°C 
f = 35MHz 

i--' 
--' 

10 le (mA) 10 2 

V r-.... 
1'\ 

l"\ 

ty~ 

/ 

./ 
V 

10 IC 1mAI 10' 

--ee'" BC 546 à 548 - Page 3/4 

300 

Vèe sat 
(mVI 

200 

0, 

200 

VCEsa 

(mVI 
t 

150 

100 

50 

il' 

o 
-50 

~ 
~ 

~ 

"'" !""" 

il 
lcllB=20 
T) = 2S·C 

Il 

ty~ 

1-' 

la 

_) 1 le= 1/ 
100mA V 

V 

50 
IL 

~ 
i.o'" 1",.. 

j..o' 
j..o' ~ 

10 1-'" .... 
1-'" 

1,.;: .... t'1 

Vell!,,,,::, typiques 
i-IclIB=20 

.1 
o sa T) (OC) 100 

IC 
(mA) 

VCE- 5 V 

10 

10-1 

500 

10 

Cc 
(pF 1 

7.5 

5 

2.5 

1\ 

Tj 25 oC 

J 
~I.j 

::..'" 
Cc 
?'f 

1 

L' 

li VI 
600 

~ y 

10 

IL 

~ 1 

:,.,{y 

gl 
'1 '1 

V 1.' 

700 800 900 
VSE (mV) 

lE -1.-0 f-f-
f -1101Hz f-f-Tj-2S·C 

r--

20 Yta (VI JO 
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Courbes caractéristiques (suite) 
BC 546 à 548 - Page 4/4 

IO:l,-----"-rrn---r-r-r-rr-----,---.-,-,.-rrn 
valeurs typiques ___ .- 1--

hie 
(kQ) 

10 

VCE"5to IOV 
f, 1 kHz 
Tj"25 oC 

---f--I
I---+-f-. f--

r--'-'-"- -

valeurs typiques 

Tj-25 oC 
f-I kHz 

15 

, 
10 \ , 

5 

1\. 

Réf. 3932-06-1975. 

\. 

--1- --- 1-'- 1 1 BC547C 
1 BC548C 

._-
--- , BC546B 

2 BC547B 
k:'!o~-H'~~-+-~--;-+-+-++I+---t--i 1 BC548B 

, BC546A 

~~~ ~ VCE,5V 31 ~~~:~~ 

-'" 

1 1 BC547C 

~ 
.- 1 BC548C 

:'- ~ r BC546B 

'"' " ~ 2 1 BC547B 

" ~ 2~:-' 
BC548B 

VCE=IOV 

~ ~ ~~ ~ 
, BC546A 

.1 \ BC547A 
BC548A 

hf. 

valeurs typiques: 

TJ:'~SOC r f = 1 kHz 
r' 

01 

>..'" 
VCE=5V 

~ .... 1:'... 
~ "r-,. 
~ ...... f::: 

~ 

1 ~ 

21o==~ 
~ ~~ 

" 
1~ 

IC (mA) 10 

10' 

le ·le·O 
l, 

1 .... ' 
f • 1 MHz -TJ.2S·C '0' 

10' 

'0 

"trP 

r-... 
r"'" ..... 

r-

2.5 Ve. IVI 5 
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IC (mA) 

1 BC547C 
1 1 BC548C 

r BC546B 
2.\ BC547B 

BC548B 

3 1 BC546A i BC547A 
BC548A 

VCE - IOV 

SV 

IDV 1 

5V 1- .--+-t-+-+ 
IOV 

1

5V 

IC (mA) 

YCE :5V 

1 

Ic=100mA 

20,"" 

0.1 

0.01 

!( 

10 



transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN 
~ 

BC 549 
BC 550 

Les BC 549 et BC 550 sont des transistors NPN à faible bruit en boîtier plastique TO-92 (variante). Ils sont principalement 
destinés aux étages d'entrée de magnétophone et d'amplificateurs A.F. 

Caractéristiques principales 

(VBE =0) ....................................... . 

Ptot (T amb ~ 25 OC) .................................. . 

Tj ................................................... . 

hfe (lC = 2 mA ; VCE = 5 V ; f = 1 kHz) ................... . 

(lC=10mA ;VCE=5V) ........................... . 

(RS = 2 il; IC =200 /-lA ;VCE =5 V ;pour f=30 Hz à 15 kHz) ... . 

pour f = 1kHz; B = 200 Hz 

(RS = 2 n; IC = 200 !lA ; VCE = 5 V ; pour f = 10 à 50 Hz) .. 

Brochage 

Boîtier TO·92 (variante) (Dimensions en mm) 

Accessoi re : 

56356: clip refroidisseur 

,....- 5.2 max ----1 .. 12.7min 

1 ~I 0.65 0 max 
Il 

2.5ma41 1-
(jJ non 
cOntrôlé 

max 

max 

max 

max 

max 

min 
max 

typ 

typ 
max 

typ 

max 

BC549 

30 

30 

200 

500 

150 

240 
900 

300 

1,4 
4 

1,2 

ï .0.48 

: t mn 

BC550 

50 

45 

200 

500 

150 

240 
900 

300 

1,4 
3 

1 

0,135 

V 

V 

mA 

mW 
oC 

MHz 

dB 
dB 

dB 

/-IV 
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Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues selon publication CE 1 134) 

VCBO .............................................. max 

VCES (VBE = 0) ..................................... max 

-.Fi __ BC 549-50 Page 2/6 

BC549 

30 

30 

BC550 

50 V 
50 V 

VCEO .............................................. max 30 45 V 

VEBO .............................................. max 5 5 V 

-----------~~-----------max 

max 

-lEM .............................................. max 

'BM' ............................................... max 

Ptot (T amb = 25 OC) .................................. max 

Tstg .................................................. . 

Tj ................................................. max 

Rthj-a ............................................ _ .... . 

Rth j-c ................................................. . 

Caractéristiques (T. 
J 

ICBO (lE =0; VCB =30 V) ........................... max 

ICBO (lE = 0 ; VCB = 30 V ; Tj = 150 OC) ................. max 

VBE (1) (IC = 2 mA ; VCE = 5 V) ......................... {~~ 
max 

VBE (1) (lC = 10 mA ; VCE = 5 V) ........................ max 

VCEsat (2) (lc = 10 mA ; lB = 0,5 mA) ....................... {tvP 
max 

VBEsat (2) (IC = 10 mA ; lB = 0,5 mA) ....................... tvp 

VCEsat (2) (IC = 100 mA ; lB = 5 mA) ........................ {tvP 
max 

VBEsat (2) (IC = 100 mA; lB = 5 mA) ........................ tvp 

VCEK (IC = 10 mA ; lB = valeur 
pour laquelle IC = 11 mA à VCE = 1 V) ............. '{:~x 

320 

Ic 
(mA) lB 

VCE IV) 

100 

200 

200 

200 

500 

- 65 à + 150 

150 

0,25 

0,15 

15 

5 

580 
660 
700 

770 

90 
250 

700 

200 
600 

900 

300 
600 

mA 

mA 

mA 

mA 

mW 

Oc 

Oc 

°C/mW 

°C/mW 

nA 

MA 

mV 
mV 
mV 

mV 

mV 
mV 

mV 

mV 
mV 

mV 

mV 
mV 



Caractéristiques (suite) 

(f= 1 MHz; lE =le=O; VCB = 10 V) ............. "{~:x 
(f=l MHz;IC=lc =0;VEB=O,5V) .............. typ 

(f=35MHz;IC=lOmA;VCE=5V) ............. typ 

(f = 1 kHz; IC = 2 mA ; VCE = 5 V) .................. {min 
max 

F (RS = 2 kn ; IC = 200 p.A ; 
VCE =5 V; f=30 Hz à 15 kHz) ..................... {typ 

max 

F (RS = 2 kn ; IC = 200 p.A ; 
VCE = 5 V ; f = 1 kHz; B = 200 Hz) ................. '{~:x 

(RS = 2 kn ; IC = 200 p.A ; VCE = 5 V ; 
f = 10 Hz à 50 Hz ; T amb = 25 OC) .................... max 

(lC=10p.A;VCE=5V) .......................... typ 

Ilc ~ 2 mA ; VCE ~ 5 VI .......................... {~~ 

Paramètres h (à f = 1 kHz; IC =2 mA; VCE = 5 V) 

h" ............................................... {~~ 
hre ................................................ typ 

h" ................................................ {~~ 

hoe ............................................... '{~:x 

(1) VBE décroît de 2 mV/oC lorsque la température croît. 

(2) VBEsat décroît de 1,7 mV/oC lorsque la température croît. 
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BC549 

240 
900 

1.4 
4 

1,2 
4 

BC549B 
BC550B 

150 

200 
290 
450 

3,2 
4,5 
8,5 

2 

240 
330 
500 

30 
50 

2,5 
4,5 

9 

300 

BC550 

240 
900 

1.4 
3 

4 

0,135 

BC549C 
BC550C 

270 

420 
520 
800 

6 
8,7 

15 

3 

450 
600 
900 

60 
110 

pF 
pF 

pF 

MHz 

dB 
dB 

dB 
dB 

p.V 

p.AN 
p.AN 
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Courbes caractéristiques 
750 

VCE=5V 
TJ=25 oc 

hFE 

500 
max 

[YP 

250 
min 

10-1 

30 0 
1 i 

1e/IB-20 
T,.2S·C 

20 0 

V 
typ.,.. 

V 100 

0 , 10 

, 
VCE =5V , 

1 

, ----~ _._- -IC = JOOmA_ 

, 

, 
, 

10 , 
, 

,~ 

',--' 
, 
, 

JO-2 
-50 
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·~omA-

2mA-

--

.0,lmA 

---

o,blmA-

50 100 150 
Tj ("C) 

10 

10 
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1000 
5498 

IICS 50B 
hFE 

VCE .5V 
Tj=25 oc 

7S0 

l.--"' 

500 

....... 
250 ....... ,..,. 

le (mA) 102 
o 
10-2 

200 

VeEso 
(mYI 

t 

150 

100 

" ./ 

1 1 1 c' 
100mA V 

V 
V 

50 
1 ..... 

,/ 

." 

10 ~ ..... 
".,. 

~ ~., 

50 

o 
-50 

Valeurs typ 

o 

V.I...,r, typ 

1c/IB'20 

50 T, ('C) 100 

.. 00 

1 1 
- VCE = SV 

- TJ = 25·C 

-
-
---

10-1 

le (1.2mA 
VCF -:;\, 
RS 2 k l ~ 

l3 20U Hz 
T J 25 oc 

f .3SMHz 

f (kllz) 

10 

C, 
(pF ) 

7.5 

2.5 

o o 

\ 

..... typ 

10 

-

1 

200 

...... 

---
o 
10' -

lE ,1.,01-
f, lt-1Hz 
T,' 2S'C 1-

20 VCB (VI 30 

./ 

IICS49C 
1IC55OC 

mu 
....., 

.... 

[YP -

lC 
(mA ) 

10 

min 

. ,k-::±++-
VCE SV 
T J - 25 oC 

- Il 

1 

l Il 
~ ;:;. 

..... 

10 le (mA) 102 

. 
~IL 

il 

/ Il 
~ ;:,: . 

lI. .~~ ~ E; 
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Courbes caractéristiques (suite) 
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transistors au silicium 
planar épitaxial 

PNP BC 556 à 559 

Transistors PNP en boîtier plastique TO-92, principalement destinés aux étages de commande des amplificateurs audio
fréquences. 

Du type faible bruit, le BC 559 est utilisé dans les étages d' entrée des magnétophones, des amplificateurs haute fidélité et 
dans tous les équipements audiofréquences. 

Caractéristiques principales 

Tension collecteur-émetteur (+ VBE = 1 V) ................. 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ................. 

Courant collecteur crête ................................ 

Puissance totale dissipée (jusqu'à T amb = 25 OC) ............ 

Température de jonction ................................ 

Gain en courant alternatif (-IC = 2 m.6 ; - VCE = 5 V ; f = 1 kHz) 

Fréquence de transition (- le = 10 m.6 ; - vèE = 5 V) ........ 

Facteur de bruit pour RS = 2 II. u , 

(-IC = 200 p..6 ; -VCE = 5 V) 

f = 30 Hz à 15kHz .................................. 
f = 1 kHz; B = 200 Hz ............................... 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

Tensions 
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ................. . 

Tension collecteur-émetteur (+ VBE = 1 V) ................ . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ................ . 

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ................. . 

Courants 
Courant coliecteU( (continu) 

Courant collecteur crête .............................. . 

Courant émetteur crête ..... . .................... . 

Courant base crête ................................... . 

Puissance dissipée 

Puissance totale dissipée jusqu'à T amb = 25 oC 

Températures 

-VCEX 

-VCEO 

-ICM 
Ptot 

Tj 

hfe 

fT 

F 

F 

-VCBO 

-VCEX 

-VCEO 

-VEBO 

-IC 

-ICM 
lEM 

-IBM 

Ptot 

Température de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tstg 

max 

max 

max 

max 

max 

min 
max 

typ 

{ typ 
max 
max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

Température de jonction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tj 1 max 

Résistances thermiques 
A. l' air libre, de la ionction à l'ambiante ................... " Rth j-a 

De la jonction au boîtier ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rth j-c 

BC 556 

80 

65 

200 

500 

150 

75 
260 

150 

10 

BC 556 

80 

80 

65 

5 

BC 557 BC 558 

50 30 

45 30 

200 200 

500 500 

150 150 

75 75 
500 500 

150 150 

10 10 

BC 557 BC 558 

50 30 

50 30 

45 30 

5 5 

100 

200 

200 

200 

500 

- 65 à + 150 

+ 150 

0,25 
0,15 

BC 559 

30 

30 

200 

500 

150 

125 
500 

150 

1,2 
4 
4 

BC 559 

30 

30 

30 

5 

V 

V 

mA 

mW 

"C 

MHz 

dB 
dB 
dB 

V 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mA 

mA 

mW 

oC 

oC 

°C/mW 

°C/mW 
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Brochage •. Fi-- BC 556/559 ~ Page 2/6 

Boîtier TO~92 (Di men si ons en mm) 

CJR~F===: :~~~ 
Accessoi re : 

56356 : clip refroidisseur 
:~ 52ma. --,----- -- 121mlrl --

non contrôlé 

Caractéristiques (Tj 25 0 C sauf indication contraire) 

Courant résiduel collecteur-base 

lE = 0; - VCB = 20 V; Tj = 25 oC 

lE = 0; - VCB = 20 V; Tj = 150 oC 

Tension base-émetteur (1) 

- 1 C = 2 mA ; - V CE = 5 V 

- 1 C = 1 0 mA ; - V CE = 5 V 

-ICBO 

-ICBO 

-VBE 

-VBE 

Tensions de saturation collecteur-émetteur et base-émetteur (2) 

- IC = 10 mA; -lB = 0,5 mA ....................... . 

- 1 C = 100 mA ; - 1 B = 5 mA ....................... . 

Tension de coude collecteur-émetteur 

- 1 C = 10 mA; - 1 B = valeur pour laquelle 

- IC = 11 mA à VCE = 1 V ........................... . 

Capacité collecteur à f = 1 MHz 

- le 
(mA) 

- VCE sat 

- VBE sat 

- VCE sat 

- VBE sat 

-VCEK 

-le 

IE=le=O;-VCB= 10V .............................. Cc 
Fréquence de transition à f = 35 MHz 
-lc=10mA;-VCE=5V ............................ fT 

typ 
max 

max 

{
min 
typ 
max 

max 

typ 
max 
typ 

{ typ 
max 
typ 

{ 
typ 
max 

-VCE (V) 

typ 

typ 

BC 556 
Gain en courant alternatif à f = 1 kHz 

-lc=2mA;-VCE=5V ............................. hfe min 75 
max 260 

Facteur de bruit pour RS = 2 k U, -IC = 2001-'A; -VCE = 5 V 

f = 30 Hz à 15kHz .................................. F { typ 
max 

f = 1 kHz; B = 200 Hz F { typ 2 ............................... 
max 10 

BC 557 

75 
260 

2 
10 

BC 556 BC 557 
Gain en courant continu 

- 1 C = 2 mA ; - V C E = 5 V 

(1) - Vs E décroît de 2 mV IGe environ quand la température augmente. 

(2) - VSE sat décroît de 1.7 mV/"C environ lorsque la température augmente. 

{
min 
typ 
max 

75 
140 
250 

1 
15 

4 

600 
650 
750 

820 

75 
300 
700 

250 
650 
850 

250 
600 

4,5 

150 

BC 558 

75 
500 

2 
10 

BC 556A 
BC 557 A 
BC 558A 
BC 559A 

125 
180 
250 

BC 559 

125 
500 

1.2 
4 

1 
4 

BC 558 B 
BC 559 B 

220 
290 
475 

nA 
nA 

I-'A 

mV 
mV 
mV 

mV 

mV 
mV 
mV 

mV 
mV 
mV 

mV 
mV 

pF" 

MHz 

dB 
dB 

dB 
dB 



Courbes caractéristiques 
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transistors au silicium 
planar épitaxial 

NPN 
ca> 

Be 635 Be 637 
Be 639 

Transistors NPN en boîtier plastique TO.92 (variante) principalement destinés aux étages de commande des ampli

fi cateu rs au di ofréquence. 

Ils ont pour transistors complémentaires le BC 636, BC 638 et BC 640. 

Caractéristiques principales 

VCBO ............................... ................. max 

VCEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 

VCER (RBE = 1 k U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... max 

ICM.................................................... max 

Ptot (T amb = 25 OC) .................................. " max 

Tj...................................................... max 

hFE (lc=150mA;VCE=2V) ........................... lmin 
1 max 

FT (lC=10mA;VCE=5V) ............................. typ 

Brochage 
Dimensions en mm 

Boîtier TO 92 (variante) 

!4 ;02)(-. 

.. ',6 .. 1- 5,2 max ~. ·-12,7mm -

2.5 max 
.:' non contrôlé 

BC 635 

45 

45 

45 

1,5 

150 

40 

250 
130 

Accessoire: 56356: clip refroidisseur 

BC 637 BC 639 

60 100 V 

60 80 V 
60 100 V 

1,5 1,5 A 
1 W 

150 150 oC 

40 40 
160 160 
130 130 MHz 
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Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

4·Fi __ BC 635-37-39 Page 2/4 

BC 635 BC 637 

VCBO························ .......................... . max 45 60 
VCEO················· .................................. . max 45 60 
VCER (RBE=lkU) ....................................... . max 45 60 
VCES (RBE=O) .......................................... . max 45 60 

VEBO········································ .......... . max 5 5 

Ptot (à Tamb = 25 OC) ........................................................... . max 
Ptot (Tamb ~ 25 OC) ............................................................. . max 
IC· ............................................................................ . max 
ICM ............................................................................ . max 

-lEM···························· ............................................... . max 

BC 639 

100 

80 

100 

100 

5 

0,8 

1,5 

1,5 

V 

V 

V 

V 

V 

W 
W(l) 

A 
A 

A 
lB .............................................................................. . 

IBM························· .. · ................................................ . 
Tstg ............................................................................ . 

Tj ............................................................................... . 

max 100 

max 200 

mA 

mA 
-65 à + 150 oC 
max 150 oC 

Rth j-a· .......................................................................... . 

Rth j-a· .......................................................................... . 

Rth j--c· .......................................................................... . 

Caractéristiques (Tj = 25° C) 
ICBO (IE=0:VCB=30V) ......................................................... . max 
ICBO (IE=0:VCB=30V:Tj=lSO OC) .............................................. . max 
IEBO (lC=0:VEB=5V) .......................................................... . max 
VBE (lc=500mA:VCE=2V) .................................................... . max 
VCE sat(lC= 500 mA: lB = 50 mA) ................................................... . max 

BC635 BC 637 

(lc = 5 mA: VCE = 2 V) 

(lC= 150mA:VCE=2V) 

hFE (IC = 500 mA: VCE = 2 V) ........................... . 

fT (f=35MHz:IC= 10mA:VCE=5V) .................. . 
BC 635/636 
BC 637/638 
BC 639/640 

min 

min 

max 

min 

typ 

(\lcl= 150mA:IVCEI=2V) ...................... {typ 
max 

25 

40 

250 
25 

25 

40 

160 
25 

130 MHz 

1,3 

1,6 

156 °C/W 
125°C/W(1) 

55 °C/W 

100 nA 
10 [lA 
10 [lA 

V 
0,5 V 

BC 639 

25 

40 

160 
25 

(1) Transistor monté sur circuit imprimé, longueur maximale de la connexion collecteur 4 mm: plage de métallisation 10 mm x 10 mm. 

Courbes caractéristiques 

'I th J - ,) 
(OC f\V) 
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Courbes caractéristiques (suite) 
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~ transistors au silicium 
planar épitaxial 

PNP BC 636 BC 638 
BC 640 

Transistors PNP en boîtier plastique TO.92 (variante) principalement destinés aux étages de commande des ampli

fi cateurs audi ofréquen ce. 

Ils ont pour transistors complémentaires le BC 635, BC 637 et BC 639. 

Caractéristiques principales 

-VCBO 

-VCEO 

-VCER 
-ICM 

Ptot 

Tj 

(RBE=1kUl .................................. . 

(Tamb=25°C) ................................ . 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

hFE (-IC = 150 mA; -VCE = 2 V) ...................... { min 
max 

FT (-lc=10mA;-VCE=5V) ...................... typ 

Brochage 

Boîtier TO 92 (variante) 

(Dimensions en mm) 

BC 636 

45 

45 

45 

1,5 

1 

150 

40 

250 
50 

1""- 5,2max---'..---- 12.7mm -~~-~ .. : 

1 

0.65 
max , 

10 § , 
~~~= 

2.5 max. __ 1 1 __ 

/ non contrôlé 

Accessoire: 56356 : clip refroidisseur 

0.46 
max 

BC 638 

60 

60 

60 

1,5 

1 

150 

40 

160 
50 

BC 640 

100 V 
80 V 

100 V 
1,5 A 

W 
150 oC 

40 

160 
50 MHz 
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Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

.-E'-- BC 636-38-40 Page2/4 

BC 636 

- VCBO·· ................................................. . max 45 

- VCEO .................................................. . max 45 

- VCEFt (RBE = 1 kil). .................................. . max 45 

-VCES (-VBE=O) .................................... . max 45 
- VEBO·· ................................................. . max 5 

BC 638 

60 

60 

60 

60 

5 

BC640 

100 

80 

100 

100 
5 

V 

V 

V 

V 
V 

Ptot (à Tamb = 25 OC) ...................................................... . max 0,8 W 
Ptot (Tamb'~ 25 OC) .............................. , ......................... . max W(l) 

- IC············································································· max A 
- ICM .......................................................................... . max 1,5 A 

lEM' ............................................................................ . max 1,5 A 

- lB············································································· max 100 mA 

- IBM··········································································· max 200 mA 

Tstg ............................................................................ . 
Tj ............................................................................... . 

-65 à + 150 oC 

max 150 oC 

Rth j-a· .......................................................................... . 

Rth j-a· .......................................................................... . 

Rth j-c· .......................................................................... . 

ICBO 

ICBO 
IEBO 

- VBE 

- VCE sat 

(IE=0;-VCB=30V) ................................................. . 

(lE =0; -VCB = 30V;Tj= 150 OC) ....................................... . 

(lc = 0 ; -VEB = 5 V) .................................................. . 

(-IC = 500 mA; -VCE = 2 V) ............................. " ............. . 

(-IC = 500 mA ; -lB = 50 mA) ........................................... . 

max 
max 

max 

max 

max 

BC 636 BC 638 

BC 635/636 
BC 637/638 
BC 639/640 

(-IC = 5 mA; VCE = 2 V). .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. min 

(-IC = 150 mA ; -VCE = 2 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min 
max 

(-IC = 500 mA ; -VCE = 2 V) .................... min 

If = 35 MHz; - IC = 10 mA; - VCE = 5 V) .......... typ 

hFE1/hFE2 (IICI= 150mA;IVCEI=2V) .................... { typ 
max 

25 

40 

250 
25 

25 

40 

160 
25 

50 MHz 

1,3 

1,6 

156 °C!W 
125 °C!W(1) 

60 °C/W 

100 nA 

10 P- A 
10 P- A 

1 V 
0,5 V 

BC 640 

25 

40 

160 
25 

(1) Transistor monté sur circuit imprimé, longueur maximale de la connexion collecteur 4 mm; plage de métallisation 10 mm x 10 mm. 

Courbes caractéristiques 

!04rT~~~=r~~-n~"'Tm~~~,,~~~~Tm~ 
zth j - a 
(oc/W) 

10 

!O 
tp (s) 

VCEsa 

(V) 
,W --

gr t-
f-+l ~. r -t 
P--r.+.:l-

~~l! 
+ r 

ti= 
-

, 

-,+ -1+ 

tt 
TI :::25°( 
valeurs 
typiques 

~41 
if ! 

-1 

i -

+t 
~-t-;{ 
;~ 

~lj.. 
1 

j l Jt - -.! -
H-
lJ+t r + f# --1- tth 

l- Ici! B ~20 
Ir 
{ + 

l-f L-
f 

-

- - - -l-

t+= 10 -

cl t-t- j. 

h+ 
5-; -:- ~-

lTiT 
-le (A) 
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Courbes caractéristiques (suite) 

\(l{l 

JO 

-+--+--t--t-T-+-tt-----'-------t----+---- ----~--

~I:-:-~-: 
: : '1'-" : i : t , 

~~~~-~~~;~;.~ 
-le (mAI 

60 0 
! ; l 
• j ; . -le 

(mA 
1 !+ti 
~'I 

; i 1 1 

40 
. 'Il 
t i ; 

o il' 
+l~ 
J+ 200 

.11 ! 
; 1 1 1 

! Il 1 

: ! t 
~ t l 
q' l L . 
ltyp 

iU -1~\ l . 
1 j 1 i il , 
i 1 j ! j o 

o 

.. 1tl 
.. -VeE=2V:~ 
-- - TJ =2S OC 

QX VBE 

-

, 

1 

. - l 
-V8E (VI 
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transistor au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN BF194 

Transistor NPN au siliciulll planar épitaxiaL en boîtier :--;()T~ .l'l, destiné principalement en réception AM aux 

étages oscillateurs~mélangeurs ct aux étages FI en réception AM/FM. 

caractéristiques principales 

V CBO ············ . 

Vao ······ . 
h2IE(VCE=IOV:IC= IllA) .. 

fT (VCE = 10V; IC= 1 mA) ... 

max 30 V 

max 20 V 

.. typ.11S 

typo 260 Mllz 

F (Vn : = 10 V: le = 1 mA. Gs = 10 mAN: 

f = 100 MHz) ................... typo 4 dB 

Fc (V CE = 10 V; Il' = 1 mA: Gs = 1,2 mA/V; 

f = 1 MHz). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. typo 2 dB 

C I2e (VCE = 10 V; le 0= 1 mA; 

f = 0,45 MHz) . . . . . . . . . . .. typo 0,95 pF 

valeurs à ne pas dépasser 
!limites absolues) 

VeBc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 30 V 

V eEO · ........................ . 

V EBO ························· . 

max 20 V 

max SV 

brochage 

• .7 t--'---'--r-' 
t-- r= 

~ .. ... ---".:1 !hl -. "-'." 

Ho il i l r :--;( n ;:: '5 

le . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... max .<0 mA 

ICM ...................... . max 30 mA 

Ptot (Tamb ,ç 25 oC) . . . . . . . .. .................................... . . max 2''lU mW 

T stg .................................................................... - 65 à + 125 Oc 
TJ .............................................. , ......................... max 125 Oc 

~hj-amb' ................................................................... 0,4 °ejmW 
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caractéristiques [T. 
J 

25 °Cl 

h 21E (V CE = 10 Y; IC = 1 mA). 0 • 0 •••• 0 ••• 0 •• 0 0 • 0 0 •• 0 .0 •• 0 ••• 00. 0 •••••• 0 •• 0 •••••• 0 •• typ.115 

Y BE (YeE = 10 V: le = 1 mA) (1) 000 ••• 0 ••••• 0.00. 0 0 0 o ••••••••• 0 ••••••••••••• 0 • 0 0 • { min 0.ô5 Y 
max 0.74 Y 

~ 
min 4.5 pA 

lB (VCI: = 10 V: IC = 1 mA) .. 0 o ... 000.00 ••• 0 • 0 0 0 • 0 0 0 ••••••••• 0 •• 0 • 0 • • • • • • • • • • • •• typo 8.7 /lA 
max 15/lA 

C I2e (VCE = 10 V: IC = 1111.'\: f = OA5 ~11I1)o . 0 o' 00000 •• 0 •• 0 ••••• 000.0.0.0 ••••• 0 •••• typo O,ClS pF 

fT (YCE = 10 V: IC = 1 mA) .. 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 • 0 •• 0 0 0 •••••••• 0 • 0 • 0 0 0 • 0 • 0 •••••• 0 o. typo 260 Mllz 

F (YCE = 10 V: IC = 1 mA) 

à Gs = 2 mA/V: f = 0.2 Mllz) . 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0 0 0 • 0 0 0 •••• 0 • 0 •••••• 0 0 0 0 0 ••••••• 0 •• 0 • 0 typo 1.5 dB 

typo 1,2 dB à Gs = 1.5 mA/V: f = 1 Mllz) 0 • 0 • 0 0 0 ~ •• 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 •••• 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 •••••• 0 ••• 

à Gs = 10 mA/V; f = 100 r<.llIz) 0 •• 0 •• 0 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 0 0 ••• 0 •• 0 •• 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 • 0 0 •• 0 • 0 0 • 0 •• typo 4 dB 

Fe (V CE = 10 Y: 1 C = 1 mA) 

<l Gs = 0,6 mA/V: f = 0,2 r<.llIz 

à Cs = 1.2 m/\/V: f = 1 MHz 

Paramètres petits signaux 
cn base communc ù VCt: = 10 Y: le"~ 1 mA: f = 100 ~ll1z 

gllb o ••• 0 ••••••••••••••••• 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 0 •• 0 • 0 •••• 0 • 0 0 •• 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 •••••• 0 •• 

- h 11h . 0 •••••••••• 0 •••• 0 0 ••• 0 • 0 .0.00.00000 ••••••• 0 •• 0.0 •• • •• 0.0.0 ••••• 0 •• 

!y! 2b 1 . 0 • • • • • • • • • • • • • • • •• o •••• 0 • 0 ••• 0 ••• 0 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 0 •••• 0 •• 0 ••• 0 0 0 • 0 0 •••• 

typo 3 dB 

typo 2 dB 

typo 36 mA/Y 

typo 3 mA/Y 

typo 450 /lA/Y 

.; 12b 0 0 0 •••••••••••••••••••••••• 0 0 0 ••• 0 • 0 • 0 •• 0 • 0 0 ••• 0 0 0 0 • 0 • 0 0 • 0 • 0 ••• 0 • • • •• typo 272° 

1 Y21 b 1 .. o ........... 0 ••••••••••••• 0 • 0 •••••• 0 •••••• 0 •••• 0 0 0 ••• 0 0 0 • • • • • • • •• typo 33 mA/V 

1P21b ............... 0 •••••••••• 0 0 ••••••••••••••••••••••• 0 0 0 • 0 0 ••••••••••• typo 146° 

g22b . . . . . . . . . .. . ........ 0 ••• 0 0 •••••••• 0 • 0 0 0 ••••••••• 0 • 0 • 0 •••••••• 0 •• typo 22 /lAN 

b22b .............. 0 • 0 ••••••••••• 0 • 0 0 0 ••• 0 ••••••••• 0 •••• 0 •• 0 0 •••••••• : typo 1.1 mA/V 

rn émettcur commun à YCE = 10 Y: IC = 1 mA 0000000000000000000000000000 f = 10.7 

glle' 0 •• 0 • 0 0 •••••••• 0 0 0 0 o' ••••••••••••••••••• 0 •••••••• 0 0 •••• 0 • max 0.64 

g22c 0 •• 0 •••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 0 • 0 •••••• 0 •• 0 • 0 0 0 max 13,5 

(1) V BE diminue d'environ 1,7 mV pour une augmentation de la température de 1 Oc. 
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50 

"CE. lOI' 'teR 
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mA Tomb.2S·C 40 
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0,' jo::,Xiona. r 
10 

JO 

20 

S 
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.. -
70 

N 

! -
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100 --! V;;1.ur;"tYPiquestl~ltt--
1-- vce'ov "amb· 25'C 1 -

--=-_~-- LonguelX des con". .. iMs:3~ 

1'1 ':lit .;.-t 1 lIt i t j t'i! ;a:-l-
1 " 1,00,.,Hz _ -~ ; 

-- f.200,., z la 

- 1-35,.,Hz 

1 
1 1 I~ 1 

lO,7"'rz 

- "q "q '<{ - ! ~ E 
1 ! • '" +--

~ 
1 ~J / 1 

~ ~-c~cJ-or! - 1--~~o~',., Hz~~ 
t f' , Il 1-- -, -rt+1+t 

--t-;-+--+' +,_rl'I 1 . +-+-+--+-t-. -. -:: ,1 

! 
1 

l , , : i 
1 

/0 fi". (mA/V) 100 

360' 
305' , '912e 

la 
1 YI2.1 

(pA/V) 

103 

102 

, 
285 

la 

270' 

10 255 • 

102 

103 

la' 
180' 

195' 
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Notes de montage 

A. Épaisseur du circuit imprimé max : 1,1 mm 

Diamètre des trous: 0,77 à 0,83 mm 

B. Épaisseur du circuit imprimé : max 1,7 mm 

Diamètre des trous : 1,25 à 1,35 mm 

courbes caractéristiques 

; fii ~ Vateurs 
'0 ~- 2S·C 

IC 
(mA) 

30 

20 

JB_280~~ 
2S0 uA 

200ll A 

ISOIIA 

20 

100jlA 10 

10 
SOpA t±;: 

tt:'::t 

+T+t···+~· 

150 ... 

h21E 

-

100 '1" _. 
r----

50 

--

D 0.01 

_ ... 

vCE-,ev 
T.i -2S·C 

--' 

10 IC(mA) '00 
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Plan de perçage : 

a = 2,49 à 2,59 mm 
b = 5,03 à 5,13 mm 

'00 
le ~E-2V r. 

·(mA) =-=".1T) -2S·C 
_. ' 

'0 

, , 

15 15 

2 S 

o 
0) 

1 

l" 

/ 

/ 

~. 
ra 

/ 
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-
tTH7 , . 
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,,~ ritffi / V J'l' ! 

III // ./ ri ',i V ~' , 1 li 
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'00 1000 
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transistor au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN BF195 

Transistor NPN au silicium planar épitaxial, en boîtier SOT - 2 5, destiné principalement aux étages RF en 

réception radio et télévision, aux étages FI en AM/FM et aux étages d'entrée des récepteurs AM auto-radio. 

caractéristiques principales 

VCBO ' ......................... max 30 V 

VCEO ' ......................... max 20 V 

h 21E (VCE = 10 V; IC = 1 mA) ......... typ.67 

fT (VCE = 10 V; IC = 1 mA) ...... typo 200 MHz 

F(VCE= 10V;IC = 1 mA; 

Cs = 20 mA/V; f = 1 MHz) ........ typo 3,5 dB 

Fc (VCE = 10V;IC = 1 mA; 

Cs = 1,5 mA/V; f = 1 MHz). . . . . .. typo 2,5 dB 

C12e (VCE = 10 V; IC = 1 mA; 

f = 0,45 MHz) . . . . . . . . . . .. typo 0,95 pF 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VCBO .......................... max 30 V 

VCEO .......................... max 20 V 

VEBO .......................... max 5 V 

brochage (Dimensions en mm) 

'.Y 

, ...... 

SOT-25 

IC ........................... max-3D mA 

ICM .......................... max 30 mA 

Ptot (Tamb EO; 25 OC) ........................................................... max 250 mW 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 65 à + 125 ° C 

Tj . ...................................................................... max 125 Oc 
~hj-amb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,4 °C/rrtW 
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caractéristiques n j = 25 oC) 

V (V - 10 V' 1 - 1 A) {min 0,65 V BE CE - , C - m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,74 V 

1 min 8 #lA 

lB (VCE = 10 V; IC = 1 mA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~~ ~~ ~~ 

h 21E (VCE = 10 V; IC = 1 mA) ....................................................... typ.67 

Cl2e (VCE = 10 V; IC = 1 mA; f = 0,45 MHz) ....................................... typo 0,95 pF 

fT (VCE = 10 V; IC = 1 mA) .................................................... typo 200 MHz 

F (VCE = 10 V; IC = 1 mA) 

à Gs = 20 mA/V; f = 1 MHz .................................................... typo 3,5 dB 

àGs =lOmA/V;f=100MHz ........................... : ........................ typ.4dB 

Fc (VCE = 10 V; IC = 1 mA) 

à Gs = 1,2 mA/V; f = 0,2 MHz ................................................... typo 4 dB 

à Gs = 1,5 mA/V; f = 1 MHz .................................................... typo 2,5 dB 

Paramètres petits signaux 

en base commune à V CE = 10 V; IC = 1 mA; f = 100 MHz 

gllb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... " typo 38 mA/V 

- b 11b .................................................................... typo 1 mA/V 

1 Y12b 1 ....•••••..•••....••••••..•••.••••.••••••••••••••••••••.....••••..•. typo 440 #lA/V 

OP12b' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................. typ.275° 

1 Y21b 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• typo 34 mA/V 

OP21b' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .................. typo 1400 

g22b' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. typo 12 #lA/V 

b 22b ...................................................................... typo 1,1 mA/V 

enémetteurcommunàVCE =10V;IC =lmA ............................ f: 10,7 0,45 MHz 

glle' .......................................................... max 0,96 0,86 

g22e' .......................................................... max 9,5 7 

Notes de montage 
A. Épaisseur du circuit imprimé max : 1,1 min 

Diamètre des trous: 0,77 à 0,83 mm 

B. Épaisseur du circuit imprimé: max 1,7 mm 
Diamètre des trous : 1,25 à 1,35 mm 
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courbes caractéristiques 

le 
(mA) 

--- t 
-- +~-

-- --t 

Valeurs typiquu 
VCE =10V 

100 la (l'A) 

D,DI '--___ ......... ____ ......J. __ ~~.....J 

0,1 

1000 

360· 

10000 --~ 

V,2·/ 
(l'A/V. 

1000 
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, : :: Vce 10V : : : : : V ,Gs 

, , , l, Tj = 250C : : : :;, r 

2f-
,0
-_ -_ -_ -_ -_~_~_ '""_ -+_ 4

4 
-"_~_ -_-_ -_-~ -_ -_'~'~' ~.,:~~~::!~/:: ~:~::: ::: ::/~,/_:-_B_S_~, ~. _' -'-1:: 

-_ ..... 1~'f!.tY!JP:::·~· __ ";"":r~~· ~: ::::.; / 
t : T! . .;./.. 1 

api _ .... ~~~,...--:-- .;~' Il 
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o 0 __ ~~~-.L..:0é..p.:...1 ____ --'--"'"c: .... =-:---;-;.~._.-.......J------~ 
0.1 10 100 f (/</Hz) 1000 
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285· , , 

270· 10 
100MHz -4' -l \ '----- ,2700 

.", 1 1 

\
\ ~~1'?"200/</~z .tl 
\ 0;.,(''-...,.1 S1' Voleurs typiques l '255 0 

VCE =10V 

Tamb=~S·C~ 
Longueur des connexions " / 21.0 0 

·3mm 'y 
100 

7000 
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transistor au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN BF196 

Transistor NPN au silicium planar en boîtier SOT - 25, destiné principalement, du fait de sa très faible capacité 
de réaction, aux étages FI Vision à commande de gain en Télévision. 

caractéristiques principales 

VCBO .......................... max 40 V 

VCEO .................... -...... max 30 V 

IC ........................... max 25 mA 

C12e (V CE = 10 V ; IC = 1 mA ; 

f = 10,7 MHz) ............. typo 0,2 pF 

fT (lc = 4 mA; VCE = 10 V) .... typo 400 MHz 

Ptot (Tamb ~ 25 OC) ...•......... max 250 mW 

valeurs à ne pas dépasser 
!limites absolues) 

VCBO · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 40 V 

VCEO · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 30 V 

VEBO .......................... max 4 V 

brochage (Dimensions en mm) 

o., 

Boîtier SOT-25 

lC .......................... max 25 mA 

lCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 25 mA 

Ptot (Tamb ~ 25 OC) ........................................................... max 250 mW 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 65 à + 125 ° C 

Tj ........................................................................ max 125 Oc 
~j-amb· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,4°C/mW 
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• •• 3 
caractéristiques n amb == 25 DC) 

typo 

lB (VCE = 2 V; IC = 6 mA) ................................... . 

IB(VCE= 5V;IC =15mA) .................................. . 

IB(VCE = 10V;IC =4mA).................................... 60 

VBE (VCE = 10 V; IC = 4 mA) (1). . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 

C12e (VCE = JO V; IC = 1 mA; f = JO,7 MHz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 

fT (VCE = 10 V; IC = 4 mA; f = 100 MHz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 

F (V CE = JO V; IC = 4 mA; GS = JO mAfV; f = 35 MHz; Os = 0) . . . . . . . . . 3 

GUM(VCE = JO V; IC = 4 mA) (2) : 

à f = 35 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

à f = 45 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

Paramètres petits signaux (émetteur commun) 

à V CE = JO V; IC = 4 mA; f = ................................. . 

glle' .................................................... . 

Clle .................................................... . 

1 Yl2e 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'P12e' .................................................... . 

IY21e 1 ••••••••••.••••.••••.•••.••••.•••••••••••••••••••••• 

'P21e' .................................................... . 

g22e' .................................................... . 

C22e .................................................... . 

(1) VBE diminue d'environ 1,7 mV pour une augmentation de température de 1 oC. 

IY2lei l 
(2) Gain en puissance de l'étage unilatéralisé : GUM = 10 Log 

4 glle .g22e 

350 

35 

3,2 

37 

47 

268 

105 

340 

50 

1,3 
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max 

270 pA 

1,5 mA 

150 pA 

840 mV 

pF 

MHz 

dB 

dB 

dB 

45 MHz 

4,8 mAfV 

35 pF 

60 pAfV 

268 ° 
100 mAfV 

340 ° 
60 pAfV 

1,3 pF 



courbes caractéristiques 

VCER 
(V) 

60 

la 

r----

f----

0/0 / -

IC 
(mA) 

/00 

50 

/0 / 

10-1 
10 3 -

°0 Aun 

-- . 

• n .. 

1 
) 

_.- '--~ 

CI.OkD == ro.SkD = a -

r--- . 
_. 

.-

--
-

Vœ'/OV r=-c-T 
Tj.1S"C ---t-

f+i>t'lf;. ~ 1 /' 
1 1 

.' 

'1 

10-2 

1 

+ 
i i 

10 1 
5 Vœ(V} /0 o 

~ RB 
RE 

.--1- -
l-

r-=-. • - .-

t-

J: --

1 

1 

1 
VCE IV} /0 

--Fi-- BF 196-page 3/4 

30 
~--~vCE·IOV 

Ic 'i .2S"C-

(mA) 

! ! E 
10 

/0 1+1-H+t-tt-tlt++++tt-t+H 

fF: lot l:L r~ ~-+ 

f-'-:-
i 

1 
1 III : .1 

ni 

'; 1 .u l . iTT"'t ~ 1! : 
/0' 

1 it ,t1i lm tltr 
0 .- 50 100 ISO 

~ (OC) 

300 
+. - ::::-:=::: ~~ 

-~-'-

~1. 
(O) 

100 

/00 

t~ 

a 
DA]).' 

-

--

~~t-r-

f+i-~ 
T 

-,--

-"H-
~ 

f-+i-1 f+ 
~ 

-~ 

30 

10 

lO~ 

fT 
(NHz) 

/ 

-r--

==-
--

/ 

/0 2 

Il II. 
IA/II ". 

'0' 

1 

/0-1 . o 1145 

VCE·,OV: 
T .... 25"C ,. 

!\Ji 

• i 
f-

I \ 

\ 1 

~t 
\ -tt 

li 
1 

Il 

VCE (V) /0 

351 



BF 18B-page 4/4 

600 

~o 

50-c 25'C 

20 60 80 100 1 (s) /20 

ReprOduction eutorlsée IOUS réserve d'Indlcetlon complète de l'origine R.T.C. - La Radlotechnlqu.Compelec. 

SC 1 703-12-1970 

-·Fi--
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE 1 TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATERIAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC 

CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - T~L~PHONE: (1) 355.44.88 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES: CAEN - DREUX' EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS 
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.C. PARIS B 672 042 470 



transistor au silicium 
pl anar 

NPN BF197 

Transistor NPN au silicium planar en boîtier SOT 25 , destiné principalement, du fait de sa très faible capacité 

de réaction, aux étages FI vision en Télévision. 

caractéristiques principales brochage (Dimensions en mm) 

VCBO ' ......................... max 40 V 
1.1 

VCEO " ........................ max 25 V 1.1 

IC ........................... max 25 mA 

C 12e (VCE = 10 V; IC = 1 mA; 

f = 10,7 MHz) ............. typo 0,3 pF 

fT (lc = 5 mA; VCE = 10 V) .... typo 550 MHz 

Ptot (Tamb = 25 oC) ............. max 250 mW ""I==~r 

valeurs à ne pas dépasser 
!limites absolues] 

V C BO' ......................... , max 40 V 

VCEO ........................... max 25 V 

VEBO ........................... max 4 V 

'.1' 
Boîtier SOT -25 

IC .......................... max 25 mA 

I CM . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. max 25 mA 

Ptot (Tamb = 25 OC) ........................................................... max 250 mW 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 65 à + 125 ° C 

Tj ........................................................................ max 125 Oc 
Rthj-amb' ................................................................. typo 0,4 °CjmW 
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caractéristiques n amb = 25 oC] 

lB (V CE = 10 V; IC = 7 mA) ................................... . 

VBE (VCE = 10 V; IC = 7 mA) (1) ........................ 0 0 0 0 •• 0 • 

fT (VCE = 10 V; IC = 5 mA; f = 100 MHz) ................. 0 ••••• 0 0 

e12e (VCE = 10 V; IC = 1 mA; f = 10,7 MHz) ............... 0 ••••• 

PGu (VCE = ~O V; IC = 7 mA) (2) 

à f = 35 MHz 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••• 

à f = 45 MHz .......................................... 0 0 

Paramètres petits signaux (émetteur commun) 

à V CE = 10 V; 1 C = 7 mA; f = ................................. . 

glle' .................................................... . 

Clle' .................................................... . 

/YI2e / ......................................... 0 •••••••••• 

<PI2e' .................................................... . 

/ Y2Ie / ................................................... . 

<P2Ie' .................................................... . 

g22e' .................................................... . 

C22e · .................................................... . 

(1) VBE diminue d'environ 1,7 mV pour une augmentation de température de 1 oc. 

/Y21 e 12 

(2) Gain en puissance de l'étage unilatéralisé PGu = 10 Log 
4 gUe. g22e 

354 
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typo max 

60 185 pA 

750 900 mV 

550 MHz 

0,3 pF 

43 dB 

41 dB 

35 45 MHz 

4,5 5,5 mA/V 

45 45 pF 

67 86 I1A/V 

268 268 ° 
170 155 mA/V 

338 335 ° 
85 95 I1A/V 

1,8 1,8 pF 



courbes caractéristiques 

800 

PM 

(mW) 

80 

IV-~. 

cTc • H::+I;.' 
ST ttl~ 

l ':rtr~ lit ft- 111-1; 
100 t(s) 120 

+ ~-i~-~~· 
--r- -1>ftlttv--+-++tf-t'+--+ 1 ---+-+-++++tlt- --- -i ;-~ 

/O-I·ty .. --t- -+++++++l+---+-+- . -1 r r'; 
10-3 /0-2 /0-1 /0' le (mA) 

103 

lB 
(pA) 

ID 1 

1 

IICE,'Oll 
Valeurs t 

o A )336 50 

es 
l~~ 
~ 

i 'JJill 
5;";': 

Il III 

1if 

1»'" 
Il 

Il 

•. h'+ÔF 197-page 3/4 

=, 
c-=-=f--VCER -+ -

(V) - .---1++++++-c- .. -+'=--- =: 
60 -- - _ --i-

r-.-~":. 

a r---r rt -. .. -= - ~==f8f· 

10 3 

'T 
(MHz) 

A )BS 

VCE (V) 20 

a. -<?-

VCE,'O V 
Tamb =2S·C 

1 

O~~~--__ ~~-L~~ 
0,6 0.8 VeE Iv) 1 

355 



SC 1702-3-1969 

-·'i--R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 
SEMICONDUCTEURS ET MICROÉLECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATÉRIAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC 

CONDENSATEURS RÉSISTANCES - MOTEURS 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - T~L~PHONE , (1) 355.44.99 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES, CAEN - DREUX - ÉVREUX - JOU~-LES-TOURS - SURESNES - TOURS 
S.A. AU CAPITAL DE 300.00Q.000 DE F - R.e. PARIS B 672 042 470 

BF 197-page 4/4 



transistors au silicium 
pl anar 

NPN 
~ 

BF19a 
BF199 

• Transistor planar NPN au silicium, en boîtier plastique 
TO.92. 

• Ces transistors ont une très faible capacité de réaction. 

• Le B F 198 est principalement destiné aux étages FI. vision 
à commande de gain. 

• Le BF 199 est utilisé comme étage de sortie de l'ampli
ficateur F.1. 

Caractéristiques 

Vello ················ . max 

VeEo ················ . max 
le ................... max 
Ptot (Tamb = 25 OC) o ••• max 
Tj ................... max 
fT (VCE = 10 V; ICI = 4 mA (1) 

Ic = 5 mA 
à f= 100 MHh ..... typ 

- Cre (VCE = 10 V; Ic = 1 mA 
à f= 10,7 MHz) .... typ 

GDI (VCE = 10 V; Ic) = 4 mA (1) 
IC2 = 7 mA 

à f= 35 MHz ...... typ 
àf=45MHz ...... typ 

li Gtr ................ typ 

Vo ·················· . typ 

(11 Ic , : courant collecteur pour le BF 198. 
Ic , : courant collecteur pour le BF 199. 

Brochage 
Boîtier TO-92 

0.65 
mox , 

(Dimensions en mm) 

Accessoire: 

56356 : clip refroidisseur 

principales 
BF 198 BF199 

40 40 V 
30 25 V 
25 25 mA 

500 500 mW 
150 150 oC 

400 550 MHz 

200 300 fF 

42 43 dB 

39 41 dB 

60 dB 

7,7 V 

sur 2,5 max 
Cl non contrôlé 

Valeurs à ne pas dépasser 
(limites absolues) 
VCBO ................. " ........... max 40 V 
VCEQ ....................... BF 198 max 30 V 

BF 199 max 25 V 
VEBo .............................. max 4 V 
Ic ................................ max 25 mA 
ICM ............................... max 25 mA 
Ptot (Tamb = 25 OC) ................. max 500 mW 
T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 65 à + 1 50 ° C 
Tj ................................ max 150°C 
Rth j-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25°C/mW 

Caractéristiques (Tamb = 25° C) 

lB (V CE = 2 V ; Ic = 6 mA) .. max 
lB (V CE = 5 V ; Ic = 15 mA) .. max 

( ) typ 
lB V CE = 10 V ; Ic = 7 mA .. max 

( Wp 
lB V CE = 10 V ; Ic = 4 mA) .. max 

VBdVCE.= 10V;lc =4mA)(I) ~~x 
-Cre (VCE = 10V;lc = 1 mA 

àf=10,7MHz) ......... typ 
fT (VCE = 10 V; ICI = 4 mA 

BF 198 

270 
1,5 

60 
150 
760 
850 

200 

Ic = 5 mA 
àf=100MHz)2 ......... typ 400 

F(VCE = 10V;lc =4mA;Gs = 10mNV; 
àf=35MHz;Bs =0) ... typ 1 3 

BF 199 

flA 
mA 

60 flA 
185 flA 

flA 
V- A 
mV 
mV 

300fF 

550 MHz 

dB 

(1) VBE diminue d'environ 1,7 mV pour une augmentation de température 
de 1 oC. 
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Caractéristiques (suite) -·Fi __ BF 19S-1g9-page 2/6 

VCE = 10 V; ICI 
IC2 

4 mA (2) 
7 mA 

9ieo 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000000000000000000000000 

Cie 0000000000000000000000000000000000000000000 

Ivrel 000000000000000000000000000000000000000000 

'l'Ire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Vfel 000000000000000000000000000000000000000000 

'1' ~e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000000000000000000000 

Coe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000000000000000000 

Gl~1 = 10109 IVfel 2 
00 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 

49ie90e 

(2) le courant collecteur pour le BF 198 
le; courant collecteur pour le BF 199 

Courbes caractéristiques 

10 
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typ 
typ 
typ 
typ 
typ 
typ 
typ 

typ 
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37 
47 

268 0 

105 
3400 
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--

f----

10 

r-

f---i----

1 0, 
0,001 

0,10,001 

, 

LI 

/ 
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JBFl 98 
VeE =10V 
Tj=25oe 

! 
't~ ..1 

~ ... ni-

..... 1-" 
...... \-e ({\ ! , , 

,-
-,' 

V 

I / 1 

j' 
/ 

0,01 0,1 lB (mA) 10 

i i 

lS (mA) 10 

30 

le 
(mA) 

\M.llI8 ~Ieurs typiques BF198 
~Jl~T·=250C 
Il l' "J !.. 

').~ 

20 
\ (1\ Il> 

ti~1-

10 t~A 

OlmA 

tt 

VSE (V) 2 10 VCE (V) 20 
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30 Tension base émétteur t.aE..12.S. 
IC en fonctiondu courant collecteur 

(mA) VCE = 10V 1---t-t-t-t-t-t-t-+-t-+-t-H 
Tj = 25°C r+-*a.+-t-+-H-++-+-:IÜJ-I-H 
~~++++~~++~~~m 

20t=H:::t:++++tI:+~+ti J 

1000 

fT 
(MHz) 

100 

10 

J-- BF198 

r-- t.y 
VCE =10V 
Tamb=2 SOC 

\ 
\ 
\ 

10 IC (mA) 100 

BF 198 

Paramètres Y en régulation de 
tension suivant le schéma ci
dessous: 

360 

-VEE = 25 V 
RE + Rc = 3,9 KU 
f = 35 MHz 

Cs=22pF 

v:r 
Q.g.C. E' 

C' 

-.Fi-- BF 18B-188-page 4/6 

30 

IC 
(mA ) 

20 

10 

t;~ 
~~ '1 ~«'~ 

"Y 

Valeurs typiques 
Tj=25°C~ 

Q;~~ 

:~~ 

0' ~~ 

m 

D.O~ mA 

.102rri~ 

10 VCE (V) 20 

Courant de base en fonction de la lBF199 
temp4ra ture de Jonction ,.... r-

le 
(liA) 

la 

103 

9je 

ImA.1V 1 

10 

1 

-
-... 

- Voleurs typiques 
- VCE=IOV 

50 

5 

Ic'2SmA 

J::~ 
sc-+-

2-r-
r-

r-

100 Tj 1°C) ISO 

BF198 

10 VCE (V) 15 

104. Courant de base 
en fonction de la 
température de 

) jonction. 

10 

0 

1000 

fT 
(MHz) 

100 

10 

50 

Valeurs typiques 
VCE =10VlW19 

1 =2 mA 

10mA 

1 

1 

!n4 

~ 

1 

100 T' (OC 15 o 

BF 199 

" 1'. 
~.() 

VCE=lOY 
Tamb=25°C 

.. 
10 le (m A) 100 

300 

«Pre 
(0) 

200 

100 

BF198 

'" 

5 Vc::: (V) 10 



104 
1 Yrel 

(liA/V ) 

10 

600 

400 

200 

5 

SQ98 

1 

! 

SF198 

1 

5 VCE (V) 10 

BF 198 

Paramètre Y en régulation d'in
tensité suivant le schéma ci
dessous: 

- VEE = 20 V 
RE + Re = 1 KU 
f = 35 MHz 

Cs=22pF 

B'<?-f 
Vé! 
~ 

a.g.c. E' 

C' 

ISO 

Cie 

(pF) 

100 

50 

) 

10 

9ie 

(mA/V ) 

10 2 

10 

, 
0 

10-

1 

t+ 
--l-

.... 
t ~ 
1 

1 i 

5 

1 

10 

--Fi __ BF 198-1 99-page 5/6 

t- BF 198 

+-~ t -;-

+-+-+-
ht 

·Kt 
-t+-

t-!++-
1:'; 

~-++ 

5 VCE(V) 10 

BF198 

tri 
1 

1 

, 1 

! Iii 1 

: Il ,il 

SF 198 
+ :n: 

1 

1 

1 1 1 1 

1 i [I:ai.. 
20 lC (mA)3 o 

103 

IYfel 

(mA/V ) 

102 

10 

3 

Coe 

(pF) 

2 

1 

1 
' 1 

~--+" "T, 
t·~· 

J-:- +-+ 

·'·· .. ·r 

;l}-r 
-1- t t--. 

SF198 

1 1 

! 
1 

1 

1 

1 

l' 
, ' 

1 

1 
1: 1 :1 i i 

1 +p.l '.11 ' 

! i r, l,! : I! i i ! Il 
5 10 VCE (V) 15 

BF198 

.:r--HI 

-rr'-

.;. 
1'. 

rf 1 "1;' !--f , ---t . 1', .......... 
. ~~ 

~ P-J-- ~ 
~~ ~n-F::± rt j, 

t-'1 +-LJ-i-+.- + +-;'., +-

~t' . J-. 1- --{ ~ j •• , 

f:4~ 
+- ~ -+ ~ Rfr-i t++ .,-
<-+i , ' 

5 VCE (V) 10 

t.+++++-+-+-+-1-+-f-+-++4 BF 198 

Cie t--t---H--++++++ ++++++-+-t-H-1 
(pF)~~~~-H---H---H--+++++4-1 

t--t---H--++++++-ti+-J\+-t 

100 t--t---H--+++++-++-<:-+-t-Hr+-H-H 

5°ttitttttttttittltttm 

~-"'+-,-' '-+-R-tir: ~ -+. r1" + +- t +-:+ ~ +-=. ~ 
, t ·+·t tl- j-++-;- +t-+~ ++ L.-+t- -t + t -T---+ +-- .. -+ -1---+ t-0'1 l ' ' , 

o 10 lC (mA) 20 
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10 3 

IYrel 
(flA/V) 

10 

600 

400 

200 

-t 
, 

1 

, , 

: i 1 1 i Il 
10 

-t 

, 

R-~-t-++ H· 
~+t2-~t 

~ 

i-j-t-++-
h~tt- -" 

10 
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BF198 

, 
1 

l, 

1 : 
: Il: i 

1''1 

300 
BF 198 

200 

100 

10 3 

IYfel 
(mA/V ) 

lOL 

10 

1 

20 le(mA) 30 10 le (mA) 20 

j-j-

BF 198 

, : 

1 

, 
10 

; -tt- 1 

BF 198 

Il 
Il 

j j 1 

3 

eo~ 
(pF) 

2 

le (mA) 20 10 20 le (mA)30 
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1 
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10 20 le (mA) 30 

BF 198 

, 

10 le (mA) 20 
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transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN 
~ 

HF 240 
HF 241 

Les BF 240/241 sont des transistors NPN en boîtier plastique 
TO-92 (variante) principalement utilisés dans les mélangeurs 
AM et les amplificateurs FI des récepteurs AM/FM. 

Caractéristiques principales 
max 40 V 

max 40 V 

IC ............................. max 25 mA 

Ptot (jusqu'à Tamb = 25 OC) . . . . . . . . . . . .. 250 mW 

Ti ............................. max 125 Oc 

BF 240 BF 241 

lB (lC = 1 mA; VCE = 10 V) .... 4,5-15 8-28 JlA 

fT (lC = 1 mA ; VCE = 10 V) .. typo 380 350 MHz 

- Cre (f = 1 MHz; IC = 1 mA ; 

VCE = 10 V) ............•..... maxO,34 pF 

F (I C = 1 mA ; VCE = 10 V ; 

RS = 200 S1 ; f = 0,2 MHz) ........ max 3,5 dB 

Valeurs à ne pas dépasser 
VCBO ' .......................... max 40 V 

VCEO ........................... max 40 V 

V EBO ' .......................... max 4 V 

IC ........................... " max 25 mA 

Ptot (jusqu'à Tamb = 25 OC) .......... max 250 mW 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 55 à + 125 Oc 

Ti ............................. max 125 Oc 

Rth i-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,4 °C/mW 

Brochage Dimensions en mm 

BoÎti er TO-92 ( vari ante) 

1-- 5.2maK -1---- ~-12.7mln -- --~I. 

1 0 ~I :'~:: 
<J> non contrôlé _ ... 1 1_- __ -- 4,2 ___ 1 

2,5 max --œ11'6 
m:K ; -- - -1 

t .-*b . 
• • 1 

4,8 254 {. f*' 0,55 
mox '. mQ)!, 

1 -. , 

! _ c .; 

Accessoire: 56356: clip refroidisseur 

Caractéristiques 
(T· = 25° C) 

J 
ICBO (lE =0; VCB =20 V) ........... max 100 nA 

VBE (I C = 1 mA ; VCE = 10 V) ....... typo 700 mV 

lB (lC = 1 mA ; VCE = 10 V) , .. 

fT (f = 100 MHz; IC = 1 mA ; 

VCE = 10 V) .......... typo 

- Cre (f = 1 MHz; IC = 1 mA ; 

VCE =10V) .......... typo 

max 

F (I C = 1 mA ; VCE = 10 V; 

RS = 200 S1 ; f = 0,2 MHz). typo 
max 

650 à 740 mV 

BF 240 BF 241 

4,5-15 8-28 JlA 

380 350 MHz 

0,27 0,27 pF 

0,34 0,34 pF 

1,5 2 dB 

3,5 3,5 dB 

363 
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paramètres Y (émetteur commun) Courbes caractéristiques 
à IC=l mA ;VCE =10V 

600 

t= 0,45 

9ie typo 0,2 

Cie typo 17 

IYfel typo 37 

'Pfe typo 00 

90e < 8,3 

Coe typo 

IY rel typo 0,75 

'Pre typo 270 0 

Réf. 3378 - 05-73 

BF240 

10,7 

0,3 

14 

37 

OC 

10,5 

18 

270 0 

BF 241 

0,45 

0,4 

23 

37 

OC 

8,3 

0,75 

270 0 

F 
(dB) 

o 
10- 2 

..... 

10,7 

0,5 

19 

37 

00 

10,5 

18 

2700 

VCE = 10V 
MHz f = 100 MHz 

valeurs typo 
mAN 

pF 

mAN 
400 

BF240 

r. BF241 

pAN 

pF 
200 

pAN 

o 
o 10 IC (mA) 

VCE IOV 
IC ImA -- RS 60Q 
Rs-200Q 

valeurs typo 

BF241 - -
BF2~ 

BF241 

BF2~ 

10 f (MHz) 

--Fi--
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transistor silicium 
pl anar épitaxial 

PNP HF 324 

Transistor PNP en boîtier plastique principalement destiné aux étages radio 
fréquences en montage base commune . 

Il est plus particulièrement utilisé dans les étages d'entrée des récepteurs 
AM/FM. 

CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ......... -VCBD 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ...•... ,-VCED 

Courant collecteur continu ...•...•................ -IC 

Puissance totale dissipée jusqu'à Tamb = 45°C ..... Ptot 

Température de jonction ...•....•....•............. T. 
J 

Courant base 
- l = 4 mA, -V = 10V 

C ' CE 

Fréquence de transition 
-IC = 4 mA; -VCE 10V 

..••••.•..•.••••........• - lB 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• fT 

Facteur de bruit à f = 100 MHz 
-IC = 2 mA; -VCE = 10V; Gs = 16,7 mA/V ......... F 

Capacité de réaction à f = 1 MHz 
VEB = 0; -VCB = 10V ............................ Crb 

BROCHAGE 

max 

max 

max 

max 

max 

typ 
< 

typ 

typ 

typ 

Boîtier TD-92 (variar,te) Dimensions en mm 

Accessoire 

30 

30 

25 

250 

150 

BO 
160 

450 

3 

0,1 

V 

V 

mA 

mW 

Oc 

wA 
wA 

["1Hz 

dB 

pF 

1-- ::'02)( --, 
56356 : clip refroidisseur 

-11.61- 1 

:-. ! 

1 
48 2 S4 

mal( • 

j .... 

RESISTANCE THERMIOUE 

i"- 5_2mQx "r ----- 121mm 

1 0 ~F==+=: ==~=!:~~~ 
! 
1. sur 2,5 max 

,_ non contrôlé 

Jonction-air ambiant .•.....................•.•..• 0,42 

365 
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VALEURS A ilE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ..•..... -VCBo 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte); .•.... -VCEo 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ....•... -VEBo 

Courant 

Courant collecteur continu .......•.............•. -lC 

Puissance totale 

Puissance totale dissipée jusqu'à T b 
am 

Températures 

Temp~ratur8 de stockage ...................•...•.• 

Température de jonction •..............•........... 

CARACTERISTICUES 

Courant résiduel collecteur 

lE = Q; -VCB = 30 V ...•.........••.....•......•.. -lCBo 

Courant résiduel émetteur 

lC = 0; -V EB = 4 V ............•..••.............. -lEBo 

Courant base 
-1 

C 4 mA; - V C E = 1 0 V •••••••••••••••••••••••••• - 1 B 

-lC = 1 mA;-VCE = 10 V ••....•.•.....••...•••.•... -IB 

Tension base-émetteur 
-lC = 4 mA; -VCE = 10 V •...•...•.•.....••...•.... -VBE 

Fréquence de transition à f = 100 MHz 

-1 
C 

mA; -VCE 10 V .••...••.••..•••••••••••.• fT 
-1 

C 
4 mA; -V CE 10 V •••••.••••••..•••••...•••• fT 

-1 
C 

B mA; -V 
CE 10 V ••.••••.••••.•.•••..•.•••• fT 

Cap a ci té der é a c t ion à f = 1 MHz 

VEB = 0; -VCB = 10 V ..••.....•..•....••.......... Crb 

Facteur de bruit à f = 100 MHz 

-Ic 

-1 
C 

366 

= 2 mA; -VCE = 10 V 

G = 16, 7 mA/V............................... F s 
= 5 mA; -V CE = 10 V 

G = 6 7 mA/V' -jB s' 1 S 5 mA/V .............•.•. F 

max 

max 

max 

max 

max 

-55 à 

max 

< 

< 

typ 
< 
typ 

typ 

30 V 

30 V 

4 V 

25 mA 

250 mW 

+150 

150 

50 nA 

10 wA 

BD LlA 

160 wA 

22 WA 

0,76 V 

typ 350 ["1Hz 

typ 450 MHz 

typ 440 MHz 

typ 0,1 pF 

typ 3 dB 

typ 3,5 dB 



.·Fi+ BF 32Li, PAGE 3/4 
Paramètres y (base commune) à f 100 MHz 

-1 4 mA; -VCB = 10 V C 

Conductance d'entrée ................ gib 
Capacitance d'entrée ....•.•.•..••••.• -C ib 
Admittance de t ra rl"1' crt 

Valeur ••..••••••••.•••..•• IYfb l 
P ha S 8 ••••••••••••••••••••• 1>fb 

Conductance de sortie ................ gob 
Capacitance de sortie ................ C ob 
Admittance de réaction ............... 

Valeur •.••••••••••.•••••.. IYrb l 

Phase ....••••.•..••...•... -dl 
rb 

COURBES CARACTERISTIQUES 

200 

9,b 
(mAIV ) 

100 

a o 

100 

90 b 

(IJAIV) 

50 

-a a 

1"' 

) 

J 

1 
1 

1\ IC 1 
lb 

1\ , 
\ 

1\ , 
V 

1/ 
1 

V 

2,5 

.... ,.... 

1..; 
V 

/ 
1/ 

2,5 

1\ 
\ 

1\ 
\ 

V 

Valeurs typo 
-VCB = 10V 
f =100MHz 

9 ,b 

1\ 

a 

( 

C,b 
pF) 

50 

\ 

-100 

5 lE (mA) 7,5 

Valeurs typo 
-VCB = 10V 
f = 100 MHz 

Cob l-I--1--

g~b l-I--l-

2 

Cob 
(pF) 

a 
5 lE (mA) 7,5 

200 

) 

1-

100 

1-

a 
a 

~ ~4'fb 

l"- V 
~ ,..." 

I--lZ 1 Yfbl 

1/ 

2,5 

6 r---" 

F 
(dB ) 

4. 

Valeurs typiques 
-VCE =10V 
Gs =16,7 mAlV 
---Ic= 1 mA 
-- lc 4mA 

.... 
-....; 

1 

f--

1---
. 

~ 

-i-
o 
10-3 

Valeurs typo 

-VCB = 10V 
f = 100 MHz 200 

150 

100 

5 lE (mA) 7,5 

1 

1 +-itB 
1 

, 1 

, , 

1 

1 -+-t 
H, , :-+-t+1' 

10- 1 

, 

, 

il! 

1 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 

400 

) 

300 

200 

100 

a 
a 

, 

...L 

, 

, , ' 

1 
, 

, 

t-+-t+ 

125 

64 

100 

147 

40 

1 ,25 

220 

85 

V 
V 

...... 1"-, 

2,5 

'~ 

-+-t-++4r ,--> 
----r-_+__ 

-----+-t , , 
10 

1 

r--. 

, 

, 

, 

, 

1 

mA/V 

pF 

mAIV 

0 

',JAIV 

pF 

',JA/V 

0 

"-
Valeurs typo 

-VCB = lùV 
f = 100 MHz o 

1-

1 y cbl 1--1--

V 
V 

50 

- -4' rb -f-

I 100 

5 lE (mA) 7,5 

1 

1 1 

1/ 1 , 

, 

-++t rnt 
1 

, 

-++, ~+ 

, , 

, , 

10 2 f (MHz) 10' 



20 

9,. 
(mA/V )-

la 

o a 

100 

90 • 

(~A/V) 

50 

a o 

i---

1 

J 
1 

J 
1 

/ 

~ 1--
.....-

/ 1/ 
Ci.L 

1 

Valeurs typo 
-VCB = 10V 
f = 100 MHz 40 

C" 
(pF) 

30 

200 

..... 

'" 
) 

J 
J 9i. 1/ 

1/ 

1 

1 

2,5 

--
,/ 

~ 
V 

2,5 

-
.., 

.II' 

1000 

fT 
(MHz) 

750 

500 

20 

la 

a 
5 lE (mA) 7,5 

Valeurs typo 

-VCB = 10V 
f = 100 MHz 2 

100 

o o 

200 

j 
{ 

Co. 1 Yrol 
(pF) (~A/V) 

1- Co. 

90 • 

a 
5 lE (mA) 7,5 

typ 

.....- .... 
V 

100 

1 

-VCE = 10 V 

f = 100 MHz 

...... 
....... 

'" 

1/ 

i.;'" 
,/ 

.... f..-' 

-
-

250 1 1" 
J 

a a 5 la 15 
-lc(mA) 

·.Fi--

Br 324, PAGE 4/4 

\ 

~ 
...... 

t'--

V-

2,5 

.... 
V-

1 

2,5 

Valeurs typo 

-VCB = 10V 
f = 100 MHz o 

-\jlfo 

,;'f 
I Yhl 50 

~ 

100 

5 lE (mA) 7,5 

Valeurs typo 

-VCB =10V 
f = 100 MHz 

1 Yr.l- - f--

50 

-\jlre-1--'-

1 

1 100 

5 lE (mA) 7,5 
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transistors au silicium 
planar 

NPN 
~ 

BF 362 
BF 363 

Transistors NPN à gain élevé en boîtier 50T-37. Le BF 362 est utilisé dans l'étage amplificateur RF des sélec
teurs télévision et le BF 363 dans l'étage oscillateur-mélangeur. 

Grâce à leurs faibles inductance et capacité 1 ils sont particulièrement adaptés aux sélecteurs télévision équipés 
de diodes d'accord. 

VCBO 

VCEO 
IC 

Ptot 

fT 

Gtr 
F 

-Cre 

Caractéristiques principales 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 

(T amb = 55 OC) .......................................................... . 

(lc=3mA;VCE= 10V)BF362 ............................................. . 
BF363 ............................................ . 

(-IE=3mA;Vcc= 12V) .................................................. . 

(f=800MHz;-IE=3mA;Vcc= 12V) ..................................... . 

(f= 10,7 MHz; IC = 1 mA; VCE = 10 V) ...................................... . 

max 
max 

max 

max 

typ 

min 
max 
min 

typ 

typ 

Brochage Dimensions en mm 

Va!eurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) (1) 

VCBO 

VCEO 

VEBO 
IC 

ICM 

Ptot 
Tj 

Tstg 
Rth j-a 

(T amb = 55 OC) .............. . 

(1) Selon publication CEl 134. 

max 30 V 

max 20 V 

max 3 V 

max 20mA 

max 20mA 

max 120mW 

max 125°C 

-55à+ 125°C 

0,58°C/mW 

Boîtier 50T-37 

4,8 
max 

1 
0,24 , .• 11' ... 
mG); 

.... 4-- 1 0 

.1 2,7 ... ' 
max 

30 V 
20 V 

20 mA 

120 mW 

800 MHz 

600 MHz 
820 MHz 

11 dB 

5 dB 

0,25 pF 
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Caractéristiques (à Tamb ".Fi __ BF 362-363- Page 2/4 

lB (-IE= 3mA;VCB= 10V) 

lB (-lE = 12 mA; VCB = 7 V) 

-VEB (-IE= 3mA;VCB= 10V) ..................................................... . 

-VEB (-IE= 12 mA;VCB= 7V) ..................................................... . 

fT (f=100MHz;lc=3rnA;VCE=10V) BF362 ..................................... . 

BF 363 ..................................... . 

Cre (f=10,7MHz;IC=lrnA;VCE=10V) ............................................ . 

F (-lE = 3 rnA; VCC = 12 V; f= 800 MHz; GS= 27 mNV; BS= 9 mNV; RC= 390U) ....... . 

F (-1 E = 3 mA; VCC = 12 V; f = 500 MHz; GS = 32 mNV; --BS = 11 mNV; RC = 390 U ) .... . 

Gtr (-lE = 3 mA; VCC = 12 V; GS = 20 mNV; BS = 0; Gl= 2 mNV; Bl ajustée; RC= 390U; 
f 900 MHz) 

Paramètres Y (base commune; -1 E = 3 mA; VCB = 10 V) 

typ 

max 

typ 

max 

typ 

typ 

typ 

min 
max 
typ 

typ 

typ 

min 

typ 

500 

9ib 

-bib 

1 Yrb 1 
<P rb 

1 Yfb 1 
<Pfb 
90b 

Cob 

Courbes caractéristiques 

370 

BS 

(mA/V) f+-i-,<' ,~~"""~ ...... HN~-f--'-.p.j-t-t-t-t 
f/ _ 

o~'A$EBfm 

20 

Gtr 

(dA) 

o 

- 20 

-40 

::.:t ii;., '''''·~I--.-,f--H+t-++++-tt1+-i 

f-+H--++ -t-t++++++++, ,S 

o 100 Cs (mA/V) 200 

. , 

.......... \'cc= 12V 

/. '\. f = 900 MHz 

~~ "~~'_ Gs = 20 mA/V 
- -'1 Bs=O 
typ :: (;'1. = 2 mA/V 

-$l RC = 390(, 
T,mb = 25 Oc 

, 
-+-

R-1 -W- h--h- . 
, 

o ln _1,--. (""" fi \ .,,... 

o 

60 

) 

40 

20 

o 
500 

1\'&.'Il<. 

typ 18 

typ 34 

typ 500 

typ 27CY> 
typ 45 

typ 8CY> 
typ 0,6 

typ 0,5 

50 Cs (mA/V) 100 

VCB lOV 

JE 3mA 
--- JE =5mA 
T amb=25 oC 
Vd'I? "·,1' 

b1b 

gib 

700 f (MHz) 900 

60 rr- A 
150 rr- A 

0,3 mA 
mA 

0,75 V 

0,80 V 

800 MHz 

600 MHz 
820 MHz 

0,25 pF 

5 dB 
4,5 dB 

·11 dB 

12 dB 

900 MHz 
8 mNV 

30 mNV 

900 rr- NV 
25CY> 

25 mNV 

4CY> 
1,8rr- Nv 

0,6 pF 
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1 500 r-r...,,--r.,.,~rr""--'rTT"1--r.,.,--' 
H--H-t-++-+·+L-+cL-++LL+++++-+H 

IYrhl rt:t1::ttt~-~J Vell c 10V 
(mA/V)~ --IEclmA 

'l'rh ---lE .'i mA 

(0) T,lmh 2') Oc 

(/lrb 

7()(1 f (MHz) 900 

ISO 

IYfbl 
(mA/V) 

<Pfb 
(0) 

100 

50 

o 
500 

&)b H-+-t-+P-!V CB = 10 \' 
(LIA/V) qEiE~ lE clet 'i mA 

Cob ~ ,T,lmh = 2') oC 
(pF) 

1-+-+-++++ p"'-:'++++ +++-If--t--H 

tU fT #ff-H· ++H-+-+-+-t+-l 
OLL--L-.LL.-'-'-'-.L.J....J.....jLL.-'-'-'-L.-l-..J.....j-l 

500 700 f (MHz) 900 

VCB C 10V 
--IEC 3mA 
---IE c 5mA 

T amh C 25 oC 
\.,If' "Iy' 

<Pfh 

~-
-j--

j:;; 
"" IYfhl 

700 f (MHz) 900 
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transistors silicium 
planar épitaxial 

NPN BF 422 

Transistors NPN en boîtier plastique TO-92 destinés aux étages de sortie classe B 
des récepteurs de télévision couleur. Les complémentaires PNP sont les BF 423. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Courant collecteur crête 

Puissance totale dissipée 

Température de jonction 

Gain en courant continu 

lC = 25 mA; VCE = 20 

Fréquence de transition 

- lE = 10 mA; VCB = 10 

Capacité de réaction à f 

lE = 0; VCB 

BROCHAGE 
Boîtier TO-92 

= 30 V 

_ 42 

me. 

à 

V 

jusqu'à T b 25°C am 

T.= 25°C 
J 

V 

0,5 MHz 

UI=::g:::======I~ 03S ~ = lm,n 

r S.2ma. -r --~ "'m,n ------l 
J" ~ ~j:,: 

J 1_. sur 2,5 max 
o non contrôlé 

RESISTANCE THERMIQUE 

VCBO 

VCEO 

lCM 

Ptot 

T. 
J 

hFE 

fT 

C 
re 

Jonction - air ambiant ( 1 ) R thej-a) 

max 250 V 

max 250 V 

max 100 mA 

max 830 mW 

max 150 Oc 

> 50 

> 60 MHz 

< 1 ,6 pF 

Dimensions en mm 

Accessoire : 

56356 : clip refroidisseur 

150 °C/W 

(1) Transistor monté sur circuit imprimé: longueu2 maximale des connexions= 4 mm; 
surface minimale du collecteur rapporté : 1 cm 
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il 422 
p. 212 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon 
publication CEl 134) 

Tensions 

Tension collecteur-base(émetteur ouvert) VCBO max 2·50 V 

Tension collecteur-émetteur(base ouverte) 

Tension émetteur-base(collecteur ouvert) 

Courants 
Courant collecteur (continu-) . 

Courant collecteur (crête) 

Puissance totale 
Puissance totale dissipée jusqu'à T =25°C amb 
Températures 
Température de stockag-e 

Température de jonction 

CARACTER 1 ST 1 QUES (T. =25 Oc sauf indication 
J contraire) 

Courants résiduels collecteur 
l = o· E ' VCB 200 V 

RBE = 10 kn VCE 200 V; Tj = 150 Oc 

Courant résiduel émetteur-base 
l = 

C 
0; VEB = 5 V 

Gain en courant continu 
l = 25 mA; VCE = 20 V 

C 

Tension de coude collecteur-émetteur HF 

T. = 150 oc; Ic = 25 mA 
J 

VCEO 
VEBO 

Ic 

ICM 

( 1 ) Ptot 

T stg 
T. 

J 

I CBO 

l CER 

l EBO 

hFE 

VCEK 

max 

max 

max 

max 

max 

-65 à 

max 

< 

< 

< 

250 

5 

20 

100 

830 

+150 

150 

10 

10 

10 

> 50 

typ 20 

V 

V 

mA 

mA 

mW 

Oc 

Oc 

nA 

V 

La tension de coude haute fréquence d'un transistor est la tension co.11ecteur
émetteur pour laquelle le gain en petits signaux est égal à 0,8 fois le gain 
à VCE = 50 V. Une réduction plus importante de la tension collecteur-émetteur 
entraîne un accroissement rapide de la distorsion du signal. 

Fréquence de transition 
-1 = 10 mA; VCB = 10 

E 

Capacité de réaction à 

V 

f = 0,5 MHz 

C re 

> 60 

< 1,6 

MHz 

pF 

Constante de temps de réaction à f = 10,7 MHz 
-lE = 30 mA; VCB = 20 V < 70 ps(2) 

(1) Transistor monté sur circuit impri
mé:longueur maximale des connexions= 
4 mm; surface minimale du collecteur 
rapporté: 1 cm2 

(2) rbb,Cb,c = Ihrb 

w 

··Fi" 
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transistors silicium 
planar épitaxial 

PNP BF 423 

Transistors PNP en boîtier plastique TO-92 destinés aux étages de sortie classe B 
des récepteurs de télévision couleur. Les complémentaires NPN sont les BF 422. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Courant collecteur crête 

Puissance totale dissipée jusqu'à Tamb 

Température de jonction 

Gain en courant continu à Tj 
- lC = 25 mA; - VCE = 20 V 

Fréquence de transition 

lE = 10 mA; -VCB = 10 V 

Capacité de réaction à f 

BROCHAGE 
Boîtier TO-92 

_ t...2_ 
ma, 

0,5 MHz 

r 5.2ma. -l' 121min ---"1 
li-=-o~~:::±=: ~~: :~~: 

J 1_ sur 2,5 max 
o non contrôlé 

RESISTANCE THERMIQUE 
Jonction - air ambiant (1) 

- VCBO 
- VCEO 

- lCM 

Ptot 

Tj 

C re 

max 

max 

max 

max 

max 

> 

> 

< 

2~0 

250 

100 

830 

150 

50 

60 

v 
V 

mA 

mW 

MHz 

1,6 pf 

Dimensions en mm 

Accessoire : 

56356 : clip refroidisseur 

R th (j-a) 150 °C/W 

(1) Transistor monté sur circuit imprimé: longueur maximale des connexions= 4 mm; 
surface minimale du collecteur rapporté: 1 cm2 
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VALEURS A [~E PAS ü[PASSCR (limHes absolues selon 
publication CEl 134) 

Tensions 
Tension collecteur-baseCémetteur ouvert) - VCBO 
Tension collecteur-émetteurCbase ouverte) - VCEO 
Tension émetteur-baseCcollecteur ouvert) - VEBO 
Courants 
Courant collecteurCcontinu) - lC 
Courant collecteur Ccrête) - lCM 
Puissance totale 
Puissance totale dissipée jusqu'à T b=25°C(1) Ptot am 
Températures 
Température de stockage T stg 
Température de jonction T, 

J 

CARACTERISTIQUES (T ,=25°C sauf indication 
J contraire) 

Courants résiduels collecteur 

lE= 0; -VCB = 200 V - lCBO 
RBE = 10 kQ; -VCE = 200 V; Tj = 150 Oc - lCER 

Courant résiduel émetteur-base 

lC = 0; - VEB = 5 V 

Gain en courant continu 

- lc = 25 mAJ - VCE = 20 V hFE 
Tension de coude collecteur-émetteur HF 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

-65 à 

max 

< 

< 

< 

> 

typ 

2~0 

250 

5 

20 

100 

830 

+150 

150 

10 

10 

10 

50 

20 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mW 

Oc 

Oc 

nA 

V 

La tension de coude haute fréquence d'un transistor est la tension collecteur
émetteur pour laquelle le gain en petits signaux est égal à 0,8 fois le gain 
à VCE = 50 V. Une réduction plus importante de la tension collecteur-émetteur 
entraine un accroissement rapide de la distorsion du signal. 

Fréquence de transition 

lE = 10 mA; -VCB = 10 V 

Capacité de réaction à f=O,5 MHz 

30 V C 
re 

Constante de temps de réaction à f=10,7 MHz 

> 60 MHz 

< 1,6 pF 

BF 42·3 
p. 2/2 

lE = 30 mA; - VCB = 20 V 70 psC2J 

(1) Transistor monté sur circuit impri
mé; longueur maximale des connexions= 
4 mm; surface minimale du collecteur 
rapporté: 1 cm2 . 

(2) rbb,Cb,c =1 hrb 
w 

··Fi--
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transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

PNP IF 450 - IF 451 

Transistors PNP en boitier plastique TO-92 destinés aux étages mélangeurs des récepteurs AM et aux étages Fides récepteurs 
AM/FM. 

Caractéristiques principales 
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .......................... . VCBO max 40 V 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .......................... . VCEO max 40 V 

Courant collecteur continu .................................... . IC max 25 mA 

Puissance totale dissipée jusqu'à T amb = 45 Oc ...................... . Ptot max 250 mW 

Température de jonction ..................................... . T· J max 150 Oc 
Courant base(-IC = 1 mA; -VCE = 10 V) - BF 450: .............. . lB max 16,5 pA 

. BF 451: .............. . lB max 33 pA 

Fréquence de transition -IC = 1 mA ; - VCE = 10 V ................ . fT typ 325 MHz 

Facteur de bruit à f = 100 kHz(-IC = 1 mA ; - VCE = 10 V ; RS = 300 n) .. F typ 2 dB 

+ : 0.35 
,min 

Brochage 
Boitier TO-92 . Dimensions en mm 

Accessoire: 

56356: clip refroidisseur 

14- S.2max --r- 12.7min 

1 ~ 0.48 

1 ~I 0.65 0 : t ma. 
ma. 

+ 
JI 

2,5 m.!)( J 1 

'-non contrôlé 

Valeurs à ne pas dépasser (limites absolues) 

Tensions 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) VCBO max 40 V 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ............................ . VCEO max 40 V 

Tension émetteur-base (collp.cteur ollvert) VEBO max 4 V 

Courant 

Courant collecteur (continu) ...................................... . - IC max 25 mA 

Puissance dissipée 

Puissance totale dissipée jusqu'à T amb = 45 oC ......................... . Ptot max 250 mW 

Températures 

Température de stockage ........................................ . Tstg - 55 à + 150 Oc 
Température de jonction ........................................ . T· J 

max 150 Oc 

Résistance thermique 
De la jonction à l'ambiante, à l'air libre .............................. . Rth j-a 0,42 °C/mW 
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Caractéristiques (T' 1 25 oc sauf indication contraire) B F 450/451 - Page 2/2 
Courant résiduel collecteur-base 

lE = 0; - VCB = 30 V 

lE = 0 ; - VCB = 40 V 

Courant résiduel émetteur-base 

IC = 0 ; - VEB = 4 V 

Courant base 

- IC = 1 mA ; - VCE = 10 V - BF 450 : 

- BF 451 : 

Tension base-émetteur 
- IC = 1 mA ; - VCE = 10 V 

Fréquence de transition à f = 100 MHz 

- IC = 1 mA ; - VCE = 10 V .. 

Capacité de réaction à f = 1 MHz 

- IC = 1 mA ; - VCE = 10 V . 

Facteur de bruit à f = 100 kHz 

- IC = 1 mA ; - VCE = 10 V ; Rs = 300 Q 

Paramètres y (montage en émetteur commun) 

- IC = 1 mA ; - VCE = 10 V 

Conductance d'entrée 

Capacitance d'entrée 

Admittance de transfert. 

Phase de cette admittance 

Conductance de sortie 

Capacitance de sortie . 

Admittance de réaction 

Phase de cette admittance 

Courbes caractéristiques 

F 

(dB 

1 l!lt lIt 
-~--1--+- 1. . t 

1 '" JI ;1' 
• t t T' f + · ;":; 'r 
t t t t t i t 

~~-_.-:-~-+-'-.,.. 
....... ' t: + t irt 

...... + ~ + t ti-+ · ~~4l 
R=d]':' ; t 1 ttt 

: t t -t:q 

! i; i' il 
~--k+ t Il 

1 t rH 

1"---

---~ - ft j 

... 

, .. 
1 
1 

---

l 

t-
V CE IOV 

-- - -le'" l mA 

V aleu rs typo 
.. _- ' .. - 1 -, 

---- . -J'-. 
>-- 'r 

--

Rs bO\2 -
._- 1-
--

.10(}Ç) _.-

-' 

BF 450 

f= 0,45 

gie typ 0,3 

Cie typ 20 

1Yfe l typ 37 

\life typ 00 

goe typ 8 
Coe typ 

lYre 1 typ 

\lire typ 270 0 

800 

fT 

(MHz) 

600 

400 

200 

o 

1 
IL 
ri 

ICBO max 

ICBO max 

50 

10 

- IEBO max 10 

lB 

lB 

- VBE 

fT 

- Cre 

F 

10,7 

0,4 

13 

37 
00 

10 
1 

24 

2700 

~ 1""" 
~ ...... .. 

5 à 16 
11 à 33 

typ 700 

typ 325 

typ 0,35 

typ 2 

BF 451 

0,45 10,7 

0,7 

30 
37 

00 

0,8 

20 
37 

00 

8 10 

24 

2700 2700 

-VCE = lOV f-
f= 100 MHz f-
V aleu rs typo f-

~ ~F450-- -~ 
"' " BF451 " , 

nA 

p.A 

p.A 

p.A 

mV 

MHz 

pF 

dB 

MHz 

mAN 

pF 

mAN 

p.AN 

pF 

p.AN 

10 f (MHz) 102 o 10 20 30 
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transistors au silicium ~ 
pl anar épitaxial -

NPN BF 457 à BF 459 

Les transistors NPN au silicium BF 457 à 459 en boîtier plastique 
TO-126 sont destinés aux étages de sortie vidéo des récepteurs 
de télévision noir et blanc et couleur. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

BF 457 BF 458 BF 459 

Tension collecteur-baseCémetteur ouvert) VCBO max 160 250 300 

Tension collecteur-émetteurCbase ouverte) VCEO max 160 250 300 , 

Courant collecteur crête lCM max 300 

Puissance totale dissipéeCjusqu'à T =90 0 C) 
mb Ptot max 6 

Température de jonction T. max 150 
J 

Gain en courant continu à T.= 25°C 
J 

lC = 30 mA; VCE = 10 V hFE min 26 

Fréquence de transition 

lC = 15 mA; VCE 10 V fT typ 90 

Capacité de réaction à f 1 MHz 

lE = 0; VCE = 30 V C re < 3.5 

V 

V 

mA 

W 

"c 

MHz 

pF 

j 

BROCHAGE COimensions en mm) 

Boîtier TO-126CSOT-32) 

Collecteur relié au boîtier 
Accessoires fournis sur demande 

56 333 pour montage isolé 

56 326 pour montage non isolé 

'-Tr~-r"""'---'! ~ 
- N 

1.2 

,10.5 
.~ .. 

,i~ 1 

1 1 

: i 
e c b 

Il 1 

O.aama.' : , 2 29 ----+u .. -.. ......-:--
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.·Fi __ BF 457 à BF 459 p.2/4 

VALEURS A NE PAS DEPASSER 
CLimites absolues) 

BF 457 BF 458 BF 459 

Tensions 

Tension collecteur-baseCémetteur ouvert)VCBOmax 160 250 300 V 

Tension collecteur-émetteurCbase ouverte)VCEOmax 160 250 300 V 

Tension émetteur-baseCcollecteur ouvert)VEBOmax 5 5 5 V 

---------~--------Courants 

Courant collecteurCcontinu) IC max 

Courant collecteurCcrête) ICM max 

Courant baseCcontinu) lB max 

Puissance 

Puissance totale dissipée 
Cjusqu'à T = 90°C) Ptot max mb 

Températures 

Température de stockage T 
stg 

Température de jonction T. max 

RESISTANCES THERMIQUES 
J 

De la jonction à l'ambiante Cà l'air libre) R th j -a 
De la jonction au fond de boîtier Rth j-mb 

CA RACTER 1 ST 1 QUES 
CT. = 25°C 

J 
sauf indication contraire) 

Courant résiduel collecteur-base 
1 = 0; VCB = 100 V BF 457) 

} I CAD 

E 
1 = 0; VCB = 200 V BF 458) < 

E 
1 = 0; VCB = 250 V BF 459) E 

Courant résiduel émetteur-base 

le = 0; VEB = 3 V I EBO < 

Tension de saturation collecteur-émetteur 
1 e = 30 mA; 1 B = 6 mA 

Gain en courant continu 

Ie= 30 mA; VeE = 10 V 

Fréquence de transition 
à f = 100 MHz 

le = 15 mA ; VCE 10 V 

380 

VCEsatma x 

> 

typ 

100 mA 

300 mA 

50 mA 

6 W 

- 55 à + 150 Oc 
150 Oc 

104 °C/W 

10 °C/W 

50 nA 

50 nA 

1 V 

26 

90 MHz 



-.ha __ BF 457 à BF 459 p.3/4 

CARACTERISTIQUES (suite) 
Tension de coude collecteur-émetteur 
haute fréquence à T. = 150°C 

J 
La tension de coude haute fréquence d'un 
transistor est la tension collecteur
émetteur pour laquelle le gain en petits 
signaux est égal à 0,8 fois le gain à 
VCE = 50 V 

Une réduction plus importante de la 
tension collecteur-émetteur entraîne un 
accroissement rapide de la distorsion 
du signal 
Capacité de réaction à f = 1 MHz 

lE = 0; V CB = 30 V 

Capacité de sortie à f = 1 MHz 

l = o· E ' 
V CB = 30 V 

COURBES CARACTERISTIQUES 

MSR(V) 

la 

VCEK typ 

C re 

C oe 

< 

< 

1 5 V 

3,5 pF 

4, 5 pF 

f=- Facteur multiplicateur (second claquage) pour VCEO max. 
-

~Tl1~~f 
---- --

- f---- --- -- -

1--- - ---ri ,11 ---- j . - - f---- - --

b~_O.OI f- - f-- --- - j , t .j, 

~ ~:~;II Iii III ' r----... 0,1 

~ ~L 
f---- --- ,: ' J(' ~ 
---

--- J- ----- ---- --

1------ h.. --- .- .- -- , • t-+--;-
LO,2 r..:;~ ~~ 

------ --
1 

--I--i H:~ ---~b -- ----

Il 
. - ~ t +. 

--0,33 l-- f.... ~-
- . - - - i t t ~ . 

0,5 
I-t---- t 1 i 

~ ~ i -- --- -r J :: ii 0,75 F:::~ 
1,0 i 1 il 

10 

ICMm,<x 111111 ! __ O_-Il_,II! -- -:+t ---1 1 1 111
1 le ~'::::';':"'+++-++i#--Ir--.:1~H'<t_....,....""," t p l- T < 911 Oc 

(mA~ ~;~!PUIISion r ?étitivles~ ~ ~~s Till! f 1 
! 0 1--"'''''f-++++++i+----+I-+-H-'fkI~d''>f-'1.(I20 ++-++++---+---+ -l-+-1+t-i-

_ 1 1_1 ,\ 1\10

1 
1 

, fonction- '\ ' , 1 

: ne ment en ~j\ l\ St 
régime continu j \ 100 

1 

,- ~ 200 
'=;0°

1 

JO ~--+-r+++HH--1~-t~1+m-~~cc+~~-~-+~~~ 

=.~ 1 
- - - 1 

III 
! Il 101 111-+ 

Aire de fonctionnement (transistor polarisé en sens direct) 

ZthJ-mh 

(oC/W) 

la 

-1 
10 

1mm 
6 c l' 1 i 

f--0.7S 
1 

f--O,,) 

f--~,11 1-

~O,2 

tt± 1 
~O,] 

1- ~~ 0,0) 

~ - _j [)J)2 
(J,O] 

i j0111 

J -t rt j JLJL 1 

[ 
- - ~ - - j 

- \ 1 t~Jo +' 1 , 

~ml \1 
\ : 1 il!: 1-

~~~ 1 

~1 
1 1 • Il 

1 
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l
i1 

1 j i i i 
i 

1 ! t· 

1 
1 

1\ i i t 
1 fi 1 

1 :1 
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BF 457 à BF 459 p.4/4 

COURBES CARACTERISTIQUES(suite) 

lCBO 
(nA) 

10 

~ 
BF457 . BF458 

f-- f--
t-- BF459 f-- f--
t--

VCB= 100 V 
f--

~ f-- 200V 250V f--
100 

1\ 
t- lE =0 

V 
/ 

V 

? ~ 

a 50 

~ l-

V 
V 

1\ , Ptot max 
(%) 

75 

1/ 

/max 
/ 50 

25 

a 
a 50 

·=Fi~ 
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CONDENSATEURS RESISTANCES· MOTEURS 
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transistor silicium 
pl anar épitaxial 

NPN HF 480 

Transistor NPN en boîtier plastique SOT-37 destiné principalement à l'amplifica
tion RF à gain fixe sur les sélecteurs télévision avec atténuateurs à diodes 
P-l-N. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ..•..••.•. VCBO 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ••.•••.•• VCEO 
Courant collecteur continu ••..•••••..••.••••.••.••. IC 

Puissance totale dissipée jusqu'à Tamb = 55°C .••••. Ptot 

Température de jonction ••.•••••.••..•.•.••••.••... T. 
J 

Fréquence de transition (-IE=10mA; VCB =10V) •. ..••.• fT 

Facteur de bruit à G s 
20 mA/V; B = 0 

s 
lC = 10 mA, VCB = 10 V, f= 800 MHz •.••••..••••.••• F 

F.é.m. sur 
à k = 1 % 

BROCHAGE 

75 ohms pour une intermodulation 

V(int)eff 

max 20 

max 15 

max 20 

max 140 

max 125 

typ 1600 

typ 3,3 

typ 330 

Boîtier SOT-37 Dimensions en mm. 

4,8 
max 

0,24 
max 

RESISTANCE THERMIQUE 

11--
-- 1-- 1,0 2,7 __ 
max 

V 

V 

mA 

mW 

Oc 
MHz 

dB 

mV 

Jonction -air ambiant (transistor monté sur 
circuit imprimé) 0,5 °C/mW 
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VALEURS A fŒ PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) •.••..•. VCBo 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ••..•.•• VCEo 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ••••.•.•. VEBO 

Courant 
Courant collecteur cont!~u ••.. .•.•••.•..•••••.•••• lC 

Courant collecteur crête .......................... lCM 

Puissance totale 
Puissance totale dissipée jusqu'à Tamb 55°C ..•.• Pt Dt 

Température 
Température de stockage •.. .••...•••••••••••..•..•• T stg 

Température de jonction .•. .•.•••.•.•.•.••••••••••• T. 
J 

CARACTERISTIQUES (r amb = 25°C sauf indication contraire) 

Courant base 
- 1 E = 1 0 mA; V C B = 1 0 V •.•••..•••••••.••••••.••••• lB 

Tension émetteur-base 
-lE = 10 mA; VCB = 10V .....•.••.•••••..••. ••••..• -VEB 

Fréquence de transition 
-l = 10 mA; VCB = 10V ........................... fT E 

Facteur de bruit (base commune) 

-l 10 mA; VCB = 1OV; GS = 20 mA/V; E 
BS 0; f = 800 MHz •••••••••••••••• 1 •••••••••••• F 

-l 10 mA; VCB = 1OV; GS = 20 mA/V; E 
BS 0; f = 200 MHz •••••.••••••••••••••.••••••••. F 

Gain de transfert (base commune) 

-1 10 mA; VCB = 1OV; f = 900 MHz E 
GS 20 mA/V; BS = 0 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

20 

15 

2 

20 

30 

140 

-55 à + 125 

max 125 

< 1 

typ 0,75 

typ 1600 

typ 3,3 

typ 2,7 

v 
V 

V 

mA 

mA 

mW 

mA 

V 

MHz 

dB 

dB 

Gl 2 mA/V; BI circuit de sortie accordé •••••.•. Gtr typ 15 dB 

) 

1,5 
~/ 

1 

0,5 

384 
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10 

Fréquence de transition 
en fonction 

du courant émetteur 
mesurée en impulsions t = 300 ~s 

P 
5,s:; 0,01 



COURBES CARACTERISTIQUES 
.·Fi __ uF480. page 3/6 

103.----~~~~IIIfF====F=l=l=+~~+===~==c=~~rrn ~-:-:~-- 1 __ ~Jltt-~ --j-: -+++-t=--___ ~~=-~-+- -- +-~_~==_+_--r:---j----
1----- ! Valeurs tYPiqUes-t---; - "=-1=-:= ;=~- --=t"-=~-----+-----1------+---1-

-VeEl = 10 V -----1-- -+-+-+-+-1-++--- -- 1---- -- -1-- - - -

9'b f----- - --- = 5 V r----t---t--t-+-+-+-+++-----1-+ _ b, b --1----1--+-1----1--1--1 

(mA/V) --lE = 10 mA -------+-----t--+-++-+-+----l--I----L-
Tamb = 25 Oc 9,b I-t-

10 

1 Vrbl 
(mA/V 

9 0b 

) 

1 

( A/ V) 

1 

10'----
1 

I-----,----,---r----r-+-J---.W------t--+---+-H-++~~----l--

+- ++1 
Valeurs typiques f--- ---1tt+ -Vcs =10V j--- -~ 

--- = 5 V 
-lE = 10 mA 1 
Tamb = 25 Oc 

1 

<P rb ---- -- - - ---- --

,/' 

'" V "," 

",10- V 
IVrbl 

vI; 
l.--

1 

10 f (MHz) 

f (MHz) 

<Prb 
(0) 

1 

1 

385 



COURBES CARACTERISTIQUES 

- jE = 10 mA; VCB = 10 V; f = 100 MHz; Tamb = 25 Oc 

386 

75 

Bs 
(mA/V) 

50 

25 

a 

-25 

-50 

-75 
Q 

; l .,:, 1- F _",6,5 dB 

il . -Vf"?~ 
f---

-V' 6 
-- IL 51,5 .-

il! ~~ V 5,_ . 

TV, p 4,5 

w'th k" 4"=-Cr . 

~v 
3,5 

- 1 

ft' L ~._ 1'\ 
2,6 dB. -- . 

• 1 

r\\, -- JL~ 1 ~~ t 
i- !.L 

t~~~ "p.-
-

.+ . 
'-- 1 t\~ ~~ 

rt l ",f'> f-..i'~ 

i-ll~ 
-f'., 

~f'lt 
- -

t'-. 

25 50 

-

-i-
-f'-, 

f";- '\ 

. 

V' -

1--"- f7_ -
t..- - -

--

r 
75 100 

Gs(mAIV) 
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APPLICATIONS --------,---u VaCCGrd 

1. Etage UHF avec BF 480 

BF .... SO 

6 spires, 4> 3mm +12V 

L2 4,5 spires, ~ 3mm 

Performances à T b = 25°C am 

33kll 

BBlOSB 

1,2pF 

Fréquence de mesure • • . . . • . • • . . . . . • • • • • • . . .. f. 
l 

33kll 

Bande passante à -3 dB ..•..•...••.•.••...•.••. B3 dB 

Courant émetteur .............................. - I E 

Tension collecteur-émetteur .••..•.•••••••.•••• VCE 
Gain de transfert ............................. Gtr 

Facteur de bruit incluant l'influence 
a. d'un étage mélangeur ayant un facteur 

de bruit de 10 dB 
b • R 1 = 1 5 0 hm s •••••••••••••••••••••• • '. • • •• F 

Taux d'ondes stationnaires(avec R1 = 15 ohms) •• VSWR 

Intermodulation (1) 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 

< 

(tension d'interférence pour k 1%) .••.••....• V(int)eff typ 

2. Etage VH~ avec BF 480 

lnF 

33kll 

+12V Vacco:-c 

800 

25 

MHz 

MHz 

10,3 mA 

9,7 V 

8,5 dB 

6,5 dB 

4 

300 mV 

1) L'intermodulation correspond à la f.é.m. d'un signal indésirable modulé à 80% et 
se traduisant sur le signal utile par une modulation parasite de 0,8%. 
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Performances 
Fréquence de mesure ...•......•...••......•. 

Bande passante à -3 dB ••••••••••••••••••••••• 

Courant émetteur 

Tension collecteur-émetteur .........••......•. VCE 

Gain de transfert .........................••. Gtr 

Facteur de bruit incluant l'influence 
a. d'un étage mélangeur ayant un facteur 

de bruit de 10 dB 
b. R1 = 22 ohms •••••••••••••••••••••••••••• 

Taux d'ondes stationnairesCavec R1= 22 ohms) .. 

Intermodulation (1) 

F 

VSWR 

5F480, 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 

< 

Ctension d'interférence pour k=1%) ...•.....•.• VCint ) eH typ 

page 6/[-î 

200 MHz 

13 MHz 

10 mA 

8,1 V 

8,5 dB 

6,5 dB 

3 

330 mV 

1) L'intermodulation correspond ~ la f.é.m. d'un signal indésirable modulé ~ 80% et 
se traduisant sur le signal utile par une modulation parasite de 0,8%. 

-·Fi--
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transistors au silicium 
planar épitaxial 

NPN 

Transi stors NPN en boÎti erplastique TO-92. Les BF 494 

et 495 sont utilisés dans les récepteurs radio et télévi

sion. 

Brochage 
Dimensions en mm 

max 

BF 494 
HF 495 

Le BF 494estprincipalementdestinéauxsélecteurs FM, 
aux oscillateurs-mélangeurs AM à faiblebruitpossédant 

une haute impédancede source et aux amplificateurs FI 
dans les récepteurs AM/FM où il faut une forte amplifi-' 

cation du courant. 

Le BF 495 est aussi destiné aux sélecteurs FM ainsi 

qu'aux amplificateurs FI dans les récepteurs AM/FM où 

il faut une faible conductance de sortie du transistor et 

aux étages AM des autoradios où un faible chiffre de 

bruit avec une impédance de sourcefaible est indispen

sable. 

1

_ 4.2_ 

~
1.6-

~~ 
1-- 5.2mQ)r ----1'--- 12.7min --~'I 

1 

~ 1 +0.48 
4.8 2.54 0.65 

max t ' "e max 

l ___ ~ c ' 

o ~! : ,max 

25ma .... 1 1_ 
o non contrôlé 

Boîtier TO-92 

Caractéristiques principales 

VCBO 

VCEO 
IC 

Ptot (jusqu'à Tamb = 75 OC) 

Tj 

max 

max 

max 

max 

max 

BF 494 

hFE .. (Tj=25°C;VCE=10V;lc=1mA) .......................... typ. 115 

fT ... (VCE= 10V;IC= 1 mA) .................................... typo 260 

Chiffre de bruit F pour IC = 1 mA; VCE = 10 V 

F ...... (GS = 20 mA/V; f= 1 MHz) .................... typo 

F ...... (GS= 10mA/V;f= 100MHz) ................. typo 4 
de conversion: Fc ..... (GS = 1,2 mA/V ; f = 1 MHz) ................... typo 2 

Valeurs à ne pas dépasser 
( limites absolues) 

IC . . . . . . . 

ICM 
Ptot (jusqu'à T amb c 75 OC) 

max 

max 

max 

30 

20 

30 

300 

150 

BF495l 67 

200 

3,5 

4 

30 

30 

300 

VCSO 

VCEO 

VEBO 

max 

max 

max 

30 
20 

5 

V Tstg ........ -65 à 150 

V Tj max 150 

V Rth j-a 0,25 

V 

V 

mA 

mW 
oC 

MHz 

dB 

dB 

dB 

mA 

mA 

mW 
oc 
oC 

°C/mW 

389 



Caractéristiques (Tj 25 OC) 
VBE(VCE 10V;lc-lmA) 

'B(VCE=10V;!c= 1 mA) 
Cre (VCE = 10 V; 'C = 1 mA; f = 0,45 MHz) . 

fT \VCE = 10V; 'C = 1 mA) ..... . 

Chiffre de bruit (VCE = 10 V; 'C= 1 mA) 

F (GS ~ 2 mA/V ; f= 0.2 MHz) 
F (GS = 1,5 mA/V; f = 1 MHz) 
F (GS ~ 20 mA/V, f = 1 MHz) 
F (GS = 10 mA/V; f = 100 MHz) 
Fc(VCE= 10V;IC= 1 mA) 
Fc (GS = 0.6 mA/V; l c 0,2 MHz) 
Fc (GS = 1.2 mA/V ; f 0.2 MHz) .................. . 
Fc (GS = 1 2 mA/V; f = 1 MHl) 

Fc (GS = 1,5 rroA/V. f 1 MHl) 

(1) VSE OP croit cie 1.7 mV pour une augmpntation rte température de 1 oc. 
y paramètres à f= 100 MHz (base commune) 

VCE= 10V;.'C= 1 mA(connexiolls=3mm). 
9ib .... " .... . 

-bib .", ............ . 

IYrbl .................. . 

'1' rb 

IYfbl 
'l'fb 

9 0 b 
bob 

y paramètres (émetteur commun) 
VCE = 10 V ; 'c.= 1 mA (connexions = 3 mm) 

9ie 
90e 

Courbes caractéristiques 
: .. 15 _ BS . --Chiffre de bruit à l'admittance 1.,' 

max 

max 

l'optimale 1 t ! 1 

(dB) (mNV): - - -Conductance de source et : :;; 
.~ sus c e ptanc e corre s pondant e '+t-"ft---+i---'---+--+-t-.-ffl 

F 

l' "1 1 . "'1' ., il, 1 ! ; 1 ~ , : ,; • 1 ~ • ! 1 t 

1 1 : 1 t, : : :::r 
410~~~~~~~~~~~--~--rr~~+4 

OO ____ ~~~~~~ __ ~~~~-L~LU~ __ L_~_U~ 

0,1 10 100 100C 
6 30----------~~ __ ~~~ __ ~----~----------~ 

G ,--Chiffre de bruit à l'admittance 
S optimale 

BF 495 

(mNV) :---Conduclance de source et 
susceptance correspondante 

} 
, ; ~ ~ • t ." /! 

4 20----~--~ __ ~~~~+-----,----~~--~-4 
lC = 1 mA ..... ' / . t ""., 

;:::::VCE=10V:: "., .. }Gs,; .... 
, 1 l " i. Ti = 25°C : : : : :; ,: i : : : : : 

t •• 
l , . " ... 1/' ., , .. i ./ .. ;', il Bs~ 

i I,i.,\. i; " .. li J' +)",; 

2. 10---+---+--+-+--~-----+--~~--+----"" C-.-~ • ...... +' t++/~'~---+-! ~. ~. --+i 

k:i:::: typ : :::2~::;::;}1/ 

o 0 
0,1 

1 i-li':-i ........... +, ~-,---...... .....,..",. .,. ''''; JI. , 1 

t : t ~ t , • , !;. ~ , , , . ...,- r. . , ;; t 
......... 1 •• , •• opt, . -1 ~~ ... f- -. . ~""".' 
l ,-1"'--- __ .--t ., ." ...".. , . ", L ! _ L j , , ,. opt! , , , . , , _ ...... --- t 1 : 1 1 l , 

1 10 100 

.. , 'l' 

+ j t· '" 
1 •• 

f (MHz) 1000 

BF 494 
1 

1 

-.Fi __ 2,f' /t~f; :, ·~['J-f3G[: ::/4 

typ 

typo 

typo 

typo 
typo 
typ 
typo 

typo 

typo 
typo 

typo 

typo 

typo 

typo 

typo 

typo 

typo 
typo 

typo 

BF 495 

1 

r-
I 

O.65~,()74 VIl) 

BF49~~1 BF 495 

4.5 à 15 
8.7 

0.85 

260 

1.5 
1,2 

4 

3 

2 

BF494 

32 

3 

500 

272 0 

33 

1500 

22 

1,1 

BF 494 
1 

1 

8 à 28 
15 

0.85 

200 

3.5 
4 

4 

2,5 

BF495 

34 

490 

272 0 

34 

1440 

12 

1,1 

BF 495 

!lA 
IJA 

pF 

MHz 

dB 
dB 
d3 
dB 

dB 
dB 
dB 
dB 

mA/V 
mA/V 

'Jl A/V 

mA/V 

il A/V 

mA/V 

f = 10.7 MHz f = 0,45 MHz 

0,64 

13,5 

Z. 

/WI 

'U 

la' 

10 
:;::::: 

1 

0,96 0,54 

1 

0,86 mA/V 

9,5 11,5 7 

~5: .-
:;:-; 

,OD2 

10 

30 

le 

(mA) 

20 

10 

la' la' 

~urant collect~ur .E 1':' t'n fonct ion d~ la 
t~nsion base-ém~tteur 

VCE = 2V 
,C 

E 
Tj =25°C 

t t+ T -

1 4 :t 
-t -;m~ 

--i-i-t fl 

+---1- H-IJ 
-±± 

-t1t 

+';,1/,,1 ++ 

10~ 

'a~t-
E . 

-!l 

-H-
+ 
~ iJj-

T 

t+t+ 
1 

-+-
1-t t' o o 0,5 VSE (V) 

Il A/V 

...flJL 
.~~j t, 

T O'T 



T"ns;on maximale caUecl .. ur-éomelleur (a~c 1~ =2mAI.en fonclion 
:j .. la rkislancp de bCISP ° La caurb .... sI ullllsab .. aY"c .. s 

40 capacilances ~ el ....L.-
CStJ CE(.) 

VCER max 
(V )~::-: --

0- t::.L:ttti -~=t=t--
t 

------
-- t--~ -- t-- t-

, r-:: - - _ JI/sql/-o ;:-- := _ -_::.:.. 
- Q 'kJi - -- t-

lC=ZmA- --~~--

:-f 0 --
VCER -- f- -

--- = -::== - ------
0 

1~ J'a '~r~E 
--,-c - -----

--- -- --
~:~- ---

--:-:-:: :-= -- --::-:!l. ju:;qu°1:. 125'C --- _=t-:- -

30 

2 

0 0,1 10 100 RB (k.o.1 1000 

ISO 
-- BF494 

htoE --

r--- ---' 
----

r--
\00 

--
t- -- r--

'I.~ 

f-~ VCE 10V 
1) Z!i"C 

SO 
t--

r----t-

t--

r-- --
A 00,0, OJ 10 IC (m) \00 

150 
VCE_IOV BF495 t---- Tj_ 25°C 

hFE 

--
--r-- 0-

r--- --
100 

t---
typ 

t---
50 

00.01 0,1 10 IC (mA) 100 

100 

lC 
(mA 

r- Couranl coUee""'r .. n fonel ion w couranl d.. bCISP- BF494 
l- I--

1 
VCE =2V 
Tj=25°C 

~(;'o ..;J/' ~"I"b-

Vi-" //' 
~/ 

10 

-
~- V 

L L 
.L V 

V/, / 
L' 

1, 10 100 lB (liA lXXl 

_.Fi __ BF 494 à 49S-page 3/4 

100 -~-;:;-;:-

r::_~~uranl caU .. cleur en foncllon du courant d .. baH lB F 495 
- rOT _E=-----===El+ ----::±=± t- 1 lC 

(mA 
t---+-r VCE - ZV - --- f----

1 1 1 Tj_Z5°C 

t--

10 

1 

BF494 

BF494 

j' 

L 
/ 

/ 
/ 

V' / 
/ 

10 

100 

VCE 10V 
Tamb ZsoC 

~reurs typiques 

) longueur 
bie 

(mA/V 
Iconnex~ons=3mm -,-

l' 
lOOMHz 

10 

I--f-- SM z 

IV' 

1 
1O,7Mrz 

t-1 1 ... 
1-- E 

'" '" t-- t-II 
.!:; .-

1 , 
0) 

1 0,00,1 

3SMHZ. 

III 

la • 1A7JJl -JL 

~~ .. ~ 
l'" / V ~" 

..-

~-

/ 
V 

/ 

/ 
100 lB (IlA) 

1'f:3 MH 

1 

la 9, .. (mA/V) 100 

li' 
i li' 1 

li, 

t+< 

391 

i-

1000 



BF 495 

BF 494 

BF 495 

Réf. 3336-12-1972. 

BF 495 

270 0 

BF 494 

2700 

BF 495 

-=Fif4 

1O"r-~.vC;:a71~--u--rs:7IYP~iq-ues----r"-TT=---'--~-'-" 

bo~ 

(pA/V! 

:VCE _IOV .,. 
<Tam b=25°C 

___ <longue-ur 
\J)111IPXIIIIl-,= 3mm 

...... 1 

Z70 0 
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transistor silicium 
pl anar 

PNP HF 967 
Jocumentation provisoire 

INTRODUCTION 
Le transistor BF S5! est un transistor silicium PNP en bottier plastique 30T-37 
cestin~ aux E~lecteurs t6:Cvision UHF pour les fonctions 

- a~plification UHF avec CAG, 
- oscillateur-~flang8ur UHF. 

~e_: rEmp_ôcer lE~ t.r~~sistors ger~aniu~ : AF367, AF239, AF239S, AF139, etc ... 

:enSlor collecteur-0metteur [base cuverte) 

-v 
~E[j 

-V"-n L.Cu 
T 

~C 

-v =10 V· 1_=3 mA; f~e2C MHz ............ G 
C!J 't:: pb 

Facteur de cruit 

-Vr~=10 V; le=3 mA; f=80D MHz ... .......... F 
L L; L. 

UONNEES MECANIQUES 
Goîtier SOT-37 

r-, .... -S l (' T 1\ • , ~ \" -- 1 r-~'" '. -, l: .-, '- ,,\ l ' ,.1 .' l,' ,. t' '\ 1 l. I\i-. ...... ni 1\"'~. lL-1 \: .', .... 'L 

JCflc.:ticr, âir-aribiar:t. ............. __ , ........ . 

rr,élX 30 V 

max 30 V 

max 20 mA 

max 160 mW 

max 150 Oc 

typ 950 MHz 

typ 13 dB 

typ 4 dB 

Dirrensions en mm. 

< 0,5 
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VALEURS 11. NE PAS DEPASSER C limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions 
Tension collecteur-baseCémetteur ouvert) ••• -V CBO 

Tension collecteur-émetteurCbase ouverte) •. -V CEO 

Tersion émetteur-baseCcollecteur ouvert) ... -VEBO 

Courants 
Ccur-'ënt collecteur ....•••..•••••••..•.••..• 

[OL.;I'ant base ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Puissance 
Puissance totdle dissipée jusqu'à T =55°C 

amb 
Températures 

Température de stockage ••••••••••...•.•••.• 

Température de jonction •.......•••••.••••.. 

-1 
C 

-1 
B 

T 
stg 

T 
j 

max 3e 

max 30 

max 

mcx 

max 

max 160 

-55 à +150 

max 1~iO 

CARACTERISTIQUES (T = 25 Oc sauf indication contraire) 
amb 

Courant résiduel collecteur-base 
IE=O; -VCB=15 V ••••••••••••••••••••••••••• -IC6C 

Courant résiduel émetteur-base 
l =0, 

C ' 
-VEB=1 V •••• I ••••••••• Il ••••••••••••• -I Err1 

t:;l..) 

Gains en courant continu 
-Vco=10 V; I E=3 mA .•....... ,............... hFE 

-v CB'=4 V; I E=7 ml>. •••••••••••••••••••••••••• 

Fréquence de transition a f=100 MHz 

- V C B = 1 0 V; 1 E = 3 mA......................... fT 

Gain en puissance (bcse ccmmuneJ 

-VCB=10V; I E=3mA; f=BOOMHz; RL=500Q 

FacteLir de bruit 

-v =10 V; 
CB 

Capacité de réaction 

f=8CC MHz 

G pb 

F 

r-

typ 

typ 

typ 

> 

typ 

< 

typ 

1CG 

1CC 

GO 

1G 

î 1 

95G 

7CC 

'03 

11 

L 

5 

0 .. ~~:-

\J 

v 
\/ 

r·,I~1 
1'1 •• 

Or 
L-

nP, 

ni\ 

dE 

dB 

dE 

cc 

pf 

Ces caractéristiques sont ce.;€s d'un protiuit en développement. Elle" pourront éventuellement être modifiées ..-t'J fait des contraintes de fabrication. Leur publication nïmplique pas 
nécessairement la mise en fabrication de ce produit. 

RS+.4Z61."10.7S 
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transistor silicium 
planar épitaxial 

NPN BSS 38 

CG t~3nsi5tor NPN en boitier plastique To-92 est principalement 
d8s~iné aux applic2~ions générales de commutation et comme transis
tOI de com~ande pour les indicateurs numériques. 

CARACTERISTICUES PRIf,lCIPALES 
Terls} or collecteur-baselémetteur ouvert) 

Tel'sion collecteur-émctteur(base ouverte) 

Courant collecteur crête 

Puissance totale dissipée jusqu'à T = 25 Oc 
amb 

TempérateJre dB jonction 

Gain en courant cor,tinu 

le = 4 mf\ ; VCE = 1 V 

Fréquence de trcr,sition à f 35 MHz 

lC = 4 mA; VCE = 1C V 

Temps total de coupure 

lC = 15 mA; 11=1 = 1 mA; - lB 1 mA 
on 0 on off 

BROCHAGE 
Boitier To-92 

1· /:'02x--+1 
...... 1 1.6 1-4-- 1 

.- .-t-~ 1 

/:'08x 2.54 . -~ RD \ 
L·~c' 

> 
0.65 
mox , 

.Accessoire 56356 

VCBo max 120 V 

VCEo max 100 V 

ICM max 250 mA 

Ptot max 500 mW 

T, max 150 Oc 
J 

hFE > 20 
typ 80 

fT > 60 MHz 

t < 1 WS 
off 

DiMensions en mm 

sur 2,5 max 
...... l non contrôlé 

clip refroidisseur 
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-.F' __ [,:) S :H\ 
p.:2/4 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues selon publication CET 13 fl ) 

Tensions 

Tensior collecteur-base(émetteur ouvert) 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Tension base-émetteur( collecteur ouvert) 

Courants 

Vœo 
VCEO 
VEBO 

max 120 

max 100 

max 5 

V 

V 

\/ 

Courant collecteurCcontinu ou moyen 
sur une période de 20 ms) 

Courant collecteur(crête) 

max 

max 

100 mil, 

250 mil 

Puissance totale dissipée 

jusqu'à 

Températures 

Température de stockage 

Température de jonction 

RESISTArJCE THER~lIQUE 
Jonction-air ambiant 

T 
stg 

T. 
J 

R = 
th(j-a) 

max 500 

- 65 à + 150 

max 150 

CARACTERISTIQUES (T. = 25°C sauf indication contraire) 
J 

Courants collecteur résiduels 

lE 0 VCB 90 V 

lE 0 VCB 90 V; T. 150°C 
J 

VBE = 0 VCE 80 V; T. 
J 

85°C 

Courants émetteur résiduels 

lc 0; VEB 4 V 

lC 0; VEB 4 V; T. 
J 

150 Oc 

Tensions de saturation 

lC = 4 mA; lB = 0,4 mA 

lC = 50 mA; lB = 15 mA 

Gain en courant continu 
4 mA; VCE = 1 V 

396 

V 
CEsat 

V 
BEsat 

V 
CEsat 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

> 

200 

50 

20 

200 

50 

0,7 

1,2 

3,0 

20 

typ 80 

typ BD 

mvJ 

IJA 

IJA 

nf\, 

IJ,/\' 

\1 

1/ 
>J 

\; 



CARACTERISTIQUES (suite) 4II .. liil> BSS 38 
p.3/4 

Fréquence de transition à f = 35 MHz 

IC = 4 mA; VCE = 10 V fT > 60 MHz 

Capacité collecteur à f = 1 MHz 

T = l = 0; Ves = 10 V C < 4,5 pF -E 8 C 

Capacité émetteur à f = 1 MHz 

IC .- l 0- 0; VE6 = 0,5 V C < 17 pF 
c e 

Temps de commutation 

Temps total de coupure 
de IC = 15 mA et lB = 1 mA 

on on 
à - lE' = 1 mA t < 1 US 

off off 

Circuit de mesure du temps total de coupure 

1,2kn 
-3,6V +18,1V 

+----0Vo 

Vi transistor en essai 

Génerateur d'impulsions 

Tension d'entrée V. 
l 

+ 10 V 

Durée de l'impulsion t 1 us 
p 

Rapport cyclique Cl 0,01 

Impédance de la source Zs 50 Q 
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Ref. 4076-10;75 

··ha--

[~SS :313 
p.4/4 

R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 
SEMICONDUCTEURS ET MICROElECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATERIAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ELECTRONIQUE GRAND PUBue 

___________ -'CONDENSATEURS RESIST A. __ N_'_C:..:E:..:S'_· ____ M.:.O'_TE::.U:..:R-'S'__ __________ _ 

130 AVENUE LEORU·ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - T~LÉPHONE: (1) 355.44.99 
------

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES CAEN DREUX - EVREUX - JOUÉ-LES-TOURS - SURESNES - TOURS 
S,A. AU CAPITAL DE 300000.000 DE F - A.e PARIS 8 672 042 470 



jeu de transistors au silicium 
pl anar épitaxial 

NPN 40820 

Le jeu 40820 se compose de 3 transistors au silicium des types BF 194 et Br 195 

Le BF 194 B utilisé en oscillateur mélangeur; 

Le Br 195 C en premier étage amplificateur FI avec contrôle de gain; 

Le BF 195 D en deuxième étage FI 

Pour les caractéristiques des transistors, se reporter aux feuillets particuliers concernant les BF 194 et BF 195. 

caractéristiques principales brochage (Dimen sions en mm) 

min max 

{ 
BF 194B 5 

lB (VCE = lOV;IC = 1 mA) BFI95B 9 
BF 1950 14 

Fc (VCE = 10 V; IC = 1 mA; Gs = 1 mA/V; 

9 pA 
14 pA 

26 pA 

f= 1 MHz) ............ BFI94B typo 2 dB 

Paramètres petits signaux 

.. ' 

".d- ',_ 

Boîtier SOT-25 

Valeurs mesurées en montage émetteur commun il V CE = 10 V; 1 C = 1 mA; longueur des connexions = 3 mm 

BF 194 B BF 195 C BF 1950 

f= 10,7 0,45 10,7 0,45 10,7 0,45 

glle' ...... . . . . . . . . ...... max 0,5 0,4 0,64 0,54 0,95 0,85 

{ TVp. 10 6,5 6,5 4 4 2 
g22e' .................... 

max 13,5 Il ,5 9,5 7 9,5 7 

MHz 

mA/V 

pA/V 

pA/V 
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jeu de transistors au silicium 
planar épitaxial 

NPN 

Le jeu HF 40835 COlltlel1t 3 trdl1sIstors dU silicium tl les ~I partrr des BF 494 et BF 495 

• le BF 494 B est destiné :1 étle utillst'; comme tlill1SIstor osciliateui mélangeur 

• le BF 495 C comme premier tl,lnslstol FI commam!(; 

• le BF 495 D comme deuxlôme tlal1slstor FI. 

40835 

La faible ulsperslon en h FE de ces tldl1slstors, rend possible ulle polal Isatlon en cour'lIlt. La dlspl'rslon du gdlll et la variation 

de ce dernier avec la tensiUI1 d'ûllmentatllJll, denll'ulent fdibles 

Les transistors sont en enveloppe plastique TO· 92. 

Caractéristiques principales 
Courant de base 

1 mA, V CE .. ~ 10 V) 

( BF 494 B 

~ BF 495 C 

, BF 495 D 

Chiffre de bruit du convertisseur BF 494 B 

Fe (le = 1 mA , V CE =10 V ; 

GS =~ 1 mAN; f= 1 MHz) 

Paramètres petits signaux 

5 ,j 9 fJA 

9d14fJA 

14 ,j 26 fJA 

typo 2 dB 

Brochage 
(Dimensions en ,nm) 

Boïti er TO 92 

-116 - ,- S2mQx ---- -- 121m,n 

sur 2,S l1l<lX 

non contrôlé 

Acces soi re : 
56356 : cl i p refro i di sseu r 

Valeurs mesurées en montage émetteur commun à V CE -= 10 V ; IC mA , longueur des connexions == 3 mm 

BF 494 B 

10,7 0.45 

9ie max 0,5 0,4 

, typo 10 6,5 

9 0e Î max 13,5 11,5 

Pour toute information concernant les transistors seuls, 

se référer aux notices des BF 494 et BF 495. 

BF 495C BF 495 D 

10,7 0.45 10,7 0.45 MHz 

0,64 0,54 0,95 0,85 mA IV 

6,5 4 4 2 fJA/V 

9,5 7 9,5 7 fJA/V 

401 



exemple d'application iW235-pag8 2/2 

Partie HF d'un récepteur radio (PO) sous 6 V d'alimentation. 

Bobinages 

L 1 = 450 J.1H °0 
L3 = 260 pH °0 
L5 69 J.1H °0 
L9 = 800 J.1H °0 

Fiét 3341·12-72 

+ 

à MHz 120 rapport de tension n (3 - 4) _ -2 
~~ -- 5,7.10 

à 1,2 MHz 

à f = 0,45 MHz 

120 n (2 - 3) 
rapport de tension -~--- 3.10- 2 

80 n (1 - 3) 

cl f = 0,45 MHz 110 rapport de tension 
n (4 - 5) 

5,4,10- 2 ----
n (1 - 3) 

de tension 
n (3 -4) 

rapport ----
n (1 - 2) 

rapport de tension 
n (2 -3) 
n (1 - 3) 

rapport de tension 
n (4 - 5) 
----
n (1 - 3) 

10J~~,~~r-~~~~~~~~~-.~~-r .. ~m=~.,,"~ 
: : :::::"v,_tf"f\S'on AFJlJJ. bornes dl" Hl 

Vl: V2 ::: ::::* V2_lens,Oll de brUI! aux bornes de RL: :::: 

(mV) ~.----.4-~-r~~~~ __ ~~ __ ~~ 

ID' 

·.Fi--

7,35.10- 2 

41.5.10- 2 

59,2.10- 2 
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